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NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA

TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES

2N 1208
2N 1209

- LF large signal amplification
Amplification BF grands signaux

- High current switching
Commutation fort courant

Dissipation derating

v 60V 2N 1208
Ceo 45V 2N 1209

ic 5A

Prot 85 W

Rih (j-c) 2,05°C/W max.

hotE (2 15 min. 2N 1208
21E @A) 20 min. 2N 1209

Case TO-61 — See outline drawing CB-69 on last pages

Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté CB-69 derniéres pages
100 % .
1 C
|
75 4 (&
|
i
50 + 4 B
|
25 +. Top view
Il Vue de dessus E
L Weight : 144 ¢ Collector is connected to case
] 50 100 150 o Masse Le collecteur est relié au boitier
tcsse( C)
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires)
2N 1208 2N 1209
Collector-base voitage
Tension collecteur-base VCBO 60 45 v
Collector-emitter voltage \"2
Tension coilecteur-émetteur CEO 60 45 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base v EBO 10 5 v
Collector current ]
Courant coliecteur c 5 5 A
Power dissipation —
Dissipation de puissance Yoase = 26°C Piot 85 85 w
Junction temperature :
Température de jonction max. tl 200 200 °C
Storage temperature min. t —65 —65 oc
Température de stockage max. stg +200 +200 °C
73-11 1/2
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2N 1208, 2N 1209

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tegse = 25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
|VCB =60V 10 mA
E =
VCB —60V 2N 1208
'E =0 20 mA
Collector-base cut-off current tease = 150°C |
Courant résiduel collecteur-base | 0 CBO
E = 20 A
Veg =45V "
toase = 150°C 2N 1209
lg =0 20 mA
VCB =45V
Vg =10V
| E8 _;0 2N 1208 10 mA
Emitter-base cut-off current c - |
Courant résiduel émetteur-hase v =5V EBO
EB 2N 1209 10 mA
Ic =0
Collector-emitter breakdown voltage lc =100mA v * | 2N 1208 60 v
Tension de claquage collecteur-émetteur |B =0 {BR)CEO 2N 1209 45
Collector-base breakdown voltage I =20mA v * 60 v
Tension de claquage collecteur-base | E = 0 (BR)CBO 45
Emitter-base breakdown voltage I =10mA ViR EBO* 2N 1208 10 v
Tension de claquage émetteur-base IC =0 ) 2N 1209 5
Static forward current transfer ratio VCE =12V ho1E 2N 1208 15 30 v
Valeur statique du rapport de transfert
direct du courant lC =2A 2N 1209 20 30
Collector-emitter saturation voltage Ic =2A v
Tension de e 1ie teur lg = 0,25 A CEsat 2 v
Base-emitter voltage Vee =12V v 3 v
Tension base-émetteur IC =2A BE
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vap =30V
Transition frequency ; CE £
Fréquence de transition IC =03A T 3 20 MHz
f = 1 Mhz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance .
Résistance thermique (jonction-boitier) Rth(l‘C) 2,05 °C/W

* pyised t_ =300 us
Impulsions [

§<2%

2/2
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NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA 2N 1616
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES 2 N -l 6] 7

2N 1618

- LF large signal amplification
Amplification BF grands signaux 60 V 2N 1616
. V 70V 2N 1617
- High current suitching CEO
Commutation for courant 80V 2N 1618
le 5A
Psot 85 W
Rih (j-c) 1,75°C/W max.
ha1E 2 A) 15-75

Dissipation derating Case TO-61 — See outline drawing CB-69 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté CB-69 derniéres pages
100% R Top view
Vue de dessus
PN
75 +
|
|
50 |—I
|
!
25 ‘ N
i \ E
I Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
0 50 100 150 t °c) Masse Le collecteur est relié au boftier

case

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)

1 = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION ‘case

{Sauf indications contraires)

2N 1616 2N 1617 2N 1618

Collector-base voltage v

Tension collecteur-base CBO 60 80 100 N
Collector-emitter voltage v

Tension collecteur-émetteur CEO 60 70 80 \%
Emitter-base voltage

Tension émetteur-base v EBO 8 8 8 A
Collector current |

Caurant collecteur c 5 5 5 A
Power dissipation °

Dissipation de puissance t(:ase =25°C PTOI 85 85 85 w
Junction temperature t.

Température de jonction max. } 175 175 175 °C
Storage temperature min. g —65 —65 —65 oG
Température de stockage max. stg +178 +175 +178 oc

73-1 1/3
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2N 1616, 2N 1617, 2N 1618

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

togse = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCB =60V
g =0 2N 1616 10 mA
tgse = 150°C
VCB =80V
Collector-base cut-off current _
Courant résiduel collecteur-base e = 0 'CBO 2N 1617 10 mA
e = 150°C
VCB =100V
g =0 2N 1618 10 mA
Yease = 150°C
Vop =
ce =60V N 1616 1 mA
VBE ==1V
i Veop =80V
Collector-emitter cut-off current CE i
Courant résiduel collectsur-émetteur VBE ——1V CEX 2N 1617 1 mA
Vep =100V
EC v 2N 1618 1 mA
BE =™
Emitter-base cut-off current Vegg =8V |
Courant résiduel émettaur-base g =0 EBO 1 mA
2N 1616 | 60 \%
Collector-emitter breakdown voltage lc =100mA *
Tension de claquage collacteur-£émetteur lg =0 V(BR)CEO | 2N 1617 | 70 Y
2N 1618 | 80 \%

* pulsed t,.=300us &§<2%

Impulsions P

2/3
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2N 1616, 2N 1617, 2N 1618

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tamb =25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

=1mA

Emitter-base breakdown voltage ) *
Tension de claquage émetteur-base i c = V(BR)EBO 8
Colt base breakd | | 1 mA * 2N 1816 | 60 Vv
ollector-base breakdown voltage cC =
Tension de claquage collecteur-base 'E = V(BR)CBO 2N 1617 80 v
2N 1618 | 100 \
Static forward current transfer ratio Vo =12V
‘ g = h
Valeur statique du rapport de transfert C 21E 15 75
direct du courant 'C =2A
Collector-emitter saturation voltage Ic =2A Vv
Tension de j e lg =025A CEsat 2 \
Base-emitter voltage Veg =12V v 3 v
Tension base-émetteur ] e = 2A BE
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaiix)
T tion f VCE =30V
ransition frequency
Fréquence de transition Ic =03A fT 3 MHz
f =1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance .
Résis tharmiqura {jonction-boftier) Rtnj-cl 1,75 °cw
* puised t. =300us 6<2%
impuisions P
3/3
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PNP SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA 2 N ]724
TRANSISTORS PNP SILICIUM, MESA DIFFUSES 2 N ‘]7?4 A

2N 1725

K Preferred device
Dispositif recommandé

- LF large signat amplification (high voltage)

Amplification BF grands signaux (haute tension) VCEO { 80V 2N 1724 - 2N 1725
- High current switching 120v 2N 1724 A
Commutation fort courant e 5A
Peot 100w
Rinj-c) 15°C/W max.

h 20-90 2N1724
21E{(2A) ¢ 30-90 2N1724A
50 -150 2N 1725

Dissipation derating Case TO-61 — See outline drawing CB-69 on last pages
Variation de dissipation Bofitier Voir dessin coté CB-69 derniéres pages
100% Top view
| Vue de dessus
75 I+ N
|
|
50 t
|
. [
25 —+
| N
| \
! Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
[{] 50 100 150 -t (°c) Masse Le collecteur est relié au boitier

case

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)

2N 1724 2N 1724 A 2N 1725

Collector-base voltage VCBO 120 180 120 v

Tension collecteur-base

Coliector-emitter voltage Veeo 80 120 80 \

Tension collecteur-émetteur

Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 10 10 10 v

Collector current 'C 5 5 5 A

Courant collecteur

Peak collector current

|
Courant de créte de collecteur cMm 75 75 75 A
Power dissipation 260, P.
Dissipation de puissance toase = 25°C tot 100 100 100 w
Junction temperature t. 1
Température de jonction max. 3 175 175 175 °C
Storage temperature min. t —65 —65 —65 °C
Température de stockage max. stg +200 +200 +200 °g
73-10 /8
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2N 1724, 2N 1724 A, 2N 1725

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated}
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
V, =60V
VCE ov 1 mA
BE =
VCE =60V
Vee =0V | IN1724 2 mA
tease = 150°C CES
Veg =120V
Vgg =0V 10 mA
o
tease = 150°C
\Y =60V
VCE ov 0,1 mA
BE =
VCE =100V
VBE =0V 2 mA
tcase = 150°C
lcES 2N1724 A
Collector-emitter cut-off current Vap =100V
c 4 CE 1 mA
ourant résidus! collecteur-émetteur
VBE =0V
Veg =180V
Vgg =0 V° 10 mA
tease = 190°C
Vg =30V
vVE oV 0,1 mA
BE T
Veg =80V
VBE =0V 2 mA
—— 0
toase = 150°C
ices  |2N1725
Vap =60V
VCE ov 1 mA
BE =
VCE =120V
VBE =0V 10 mA
t = 150°C

case

2/6
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2N 1724, 2N 1724 A, 2N 1725

STATIC CHARACTERISTICS

t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires}
Test conditions ;
Conditions de mesure l ‘l Min. Typ. Max.
Colloctor . . Vo _3v 1 l2n1724 05 mA
ollector-base cut-off curren cB =
Courant résiduel collecteur-base 'E =0 lCBO 2N1724 A 0,1 mA
2N1725 0,1 mA
V =
| EB g v 10 mA
¢ 2N1724
Vv =10V
| EB 0 10 mA
c -
Veg =9V
ICEB -0 0,5 mA
v —W—*—' 2N1724 A
Emitter-base cut-off current EB = 0
Courant résiduel émetteur-base g =0 leBo 10 mA
Ve =3V
B o 05 mA
c =
Ve =9V
| EB 0 2N1725 05 mA
c =
A" =10V
B 10 mA
c =
2N1724 80 v
Collector-emitter breakdown voltage lg =200mA v *
Tension de claquage collecteur-émetteur 1 =0 (BR)CEO 2N1724 A 120 v
B 2N1725 | 80 \Y
VCEf =15V 20
lc =01A
2N 1724
Vap =15V
L A 20 90
c =
\2 =15V
CE
e =01A 30
2N1724A
Vap =15V
G oA 30 90
Static forward current transfer ratio ¢ h21E*
Valeur statique du rapport de transfert VCE =15V
direct du courant _ 50
'C =01A
2N1725
Vo =16V
O A 50 150
c =
V =5V
| CE 5A 2N1724A| 20
c =°7
VCE=15V 2N 1724 12
'C =2A 2N1724 A; 18
tamb=—55°C 2N1725 25
* Pulsed t =300us 6 < 2%
Impulsions P
3/6



2N 1724,2N 1724 A, 2N 1725

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

toase = 25°C

Test conditions

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Conditions de mesure in. Typ. Max.
T | =2A
oz ! v
B =%
[ =2A
C
0,6 v
lg =02 A
lC =5A *
Collector-emitter saturation voltage | ~05A VeEsat 1.5 v
Tension de saturation collectaur-émetteur B !
| =2A
X —02A ! v
B =Y
IC =2A
lg =02 A 0,8 Y]
toase = —55°C
| =2A
(o}
2 )
‘B =02A
l =2A
[
g =02A 12 v
Base-emitter saturation voltage VBE *
Tension de saturation base-6metteur r sat
e = 5A 5 v
lg =05A
I =2A
IS _o02A 2 v
B =Y
DYNAMIC CHARACTERISTICS {for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vap =15V
Transition frequency CE
Fréquence de transition lc =05A r 10 MHz
f =10 MHz
Output it Veg =15 \
utput capacitance c
Capacité de sortie !E =0 22b 550 pF
f =1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermat resistance ) .
Résistance thermique {jonction-boftier) Rth(l‘C) 15 /W

* Pyised tp=300 us 5<2%

Impulsions

4/6
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2N 1724

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

j _ collecteur-émetteur

(A) 1A
i
900 mA* P ,ld
(O L1
4 ]
B Pl
32— T mT

S
\
\

2,4

16 _«f

0,8

JRWN

o]
E N
£
j (e

VARIATION DC CURRENT GAIN VERSUS
TEMPERATURE
Variation du gain en courant en fonction de

h21 e la température

80

60

ol 1]

20 J

-50 0 50 100 t. (°C)

case

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de fa tension

| collecteur-émetteur

C

(A}

tease=100°C

froel L1
iF S pees

//100‘mA —(
i

3,2

N
3
3

R

4t

vy

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

21E
e~
LTI
. B
30 ./ f ‘ j\\ |
YR
/
20 |/ ) j\

4 [l
0 ] Bt
L1 I
1072 ‘ot 00 4|§(A)
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NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA 2N 1936
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES 2 N 1937

- LF large signal amplification
Amplification BF grands signaux

- High current switching Veeo 60 V 2N 1936
Commutation fort courant 80V 2N 1937
IC 20 A
Piot 200 W
R¢h ic) 1°C/W  max.

ha1E (104) 7-50

Dissipation: derating Case TO-63 — See outline drawing CB-70 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté CB-70 derniéres pages
100
1 Bottom view ¢
N Vue de dessous
75 |
|
|
50 1 B
|
25
E
Weight : 23,5, Collector is connected to case
o 50 100 150 ¢ (°c) Masse Le collecteur est relié au boitier
case
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION case {Sauf indications contraires)
2N 1936 2N 1937
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base cBO 125 125 v
Collector-emitter voltage v,
Tension collecteur-émetteur CEO 60 80 v
Emitter-base voltage VeBO 6 6 v
Tension émetteur-base
gollector current “C 20 20 A
ourant collecteur
Base current |
Courant base B 10 0 A
Power dissipation — 26°C P.
Dissipation de puissance tease tot 200 200 w
Junction temperature . o
Température de jonction max } 200 200 C
Storage temperature min ty, —65 —65 °C
Température de stockage max 9 +200 +200 oc

7411 1/3
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2N 1936, 2N 1937

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Vcg =50V | 5 mA
Courant résiduel coilecteur-émetteur lg =0 CEC
Veg =120V 10 mA
Vgg =—1V
Veg =60V
Vop =— N 1836 1
Collector-emitter cut-off current g =1 :’ lcEX 2N 19 0 mA
Coursnt résiduel collecteur-émetteur ‘fcase = 150°C
Vee = 80V
Vpg =-1 Vv 2N 1937 10 mA
toase = 150°C
Emitter-base cut-off current Veg =6V , 1 A
Courant résiduel émetteur-base ] c =0 EBO
Collector-emitter breakdown voltage lc =200 mA v * | 2N 1936 60 v
Tension de claquage collecteur-émetteur lg = (BR)CEO | 2n 1937 80
Veg =3V 12 75
le = 1A
Vee = 3v 7 50
lc =10A
Static forward current transfer ratio h *
Valeur statique du rapport de transfert v —10V 21E
direct du courant CE= 10 50
lc =10A
Veg =10V
le =10A 6
toase = —55°C
Collector-emitter saturation voltage I = 10 A Ve * 0,75 v
Tension de saturation collecteur-émetteur l\B =1,6A sat
i i ~ =10A
Base-emitter saturation volitage Ic = *
Tension de saturation base-émetteur g = 1.6 A VBEsat 1.5 v
Base-emitter voltage Ve =3V Vge * 1,25 v
Tension base-émetteur I~ =10A

* Pylsed
Impulsions

tp=300us §<2%

2/3
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2N 1936, 2N 1937

DYNAMIC CHARACTERISTICS {for small signals) t = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case (Sauf indications contraires)
Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
R VCE =10V

Forward current transfer ratio | 1A 15 90
Rapport de transfert direct du courant c = UPTP

f =1kHz

Veop =10V

. CE

Transition frequency | =1A f 4 MHz
Fréguence de transition C T

f =1 MHz
o ) Veg =10 v

1 ca t —
Quiu, capaciance e -0 wo | e
’ f =1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rth('- ) 1 oC/W
Résistance thermique (jonction-boitier) I-c
3/3
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 2N 2'196
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 2 N 2"] 97

- LF large signal amplification
Amplification BF grands signaux
- Switching
Commutation VCER 60V
Ic 1A
Ptot 1BwW (tcase = 25°C)
h21E 0,2 A) 30-90 2N 2196
' 75-200 2N 2197
Dissipation derating Case F 88 — See outline drawing CB-44 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté CB-44 derniéres pages

N
s \\ _ g@

\ Lni Bottom view

25 N\ Vue de dessous
ol \ Weight : 3,6 g Collector is connected to case
o 50 100 150 t __(°c) Masse Le collecteur est relié au boitier

case

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tymp = 25 °C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am {Sauf indications contraires)
Collector-base voltage

Tension collecteur-base Veeo 80 \Y
Collector-emitter voltage _

Tension collecteur-émetteur Rpg =1 k& VcER 60 \Y
Emitter-base voltage Vv

Tension émetteur-base EBO 8 v
Collector current | 1 A
Courant collecteur [

Base current

Courant base g 0,5 A

tamp = 25°C 2
Power dissipation _
Dissipation de puissance tcase =25°C P1:0( 15
toase = 100°C 10

Junction temperature 1.

Température de jonction max. g 175 °c
Storage temperature min. . —65 °c
Température de stockage max. 518 +175 og

73-10 1/4
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2N 2196, 2N 2197

STATIC CHARACTERISTICS t ~250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires]
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current VcB =80V
Courant résidue/ collecteur-base |E =0 ICBO 75 HA
c VCE =80V
ollector-emitter cut-off current o
Courant résiduel collecteur-émetteur VBE - 1'? v 'CEX 250 BA
toace = 150°C
Emitter-base cut-off current Vgg =8V I
Courant résiduel ématteur-base t c = EBO 250 BA
Collector-emitter breakdown voltage lc =16mA *
Tension de claquage collecteur-émetteur R BE = 1k V( BRICER 60 v
Ve =10V
CE
lc =02A 30 90
2N 2196
Vop =18V
CE 10
IC =1A
Static forward current transfer ratio \Y/ E= v *
Valeur statique du rapport de transfert ) c 001 A h21 € 35
direct du courant c =
2N 2197
Vap =10V
CE
'c —02A 75 200
V =
ce=15V 2N 2197 | 20
Ic = 1A
lc =024 2N 2196 2
lg =004A 9 v
Collector-emitter saturation voltage Vv *
Tension de i teur | 02 A CEsat
c =
g =001A 2N 2197 2 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vee = 30V
e =30mA 2N 2196 | 30
Forward current transfer ratio i =1kHz ho1e
Rapport de transfert direct du courant v CE = 30V
IC =1mA 2N 2197 | 30
f = 1kHz
* Pulsed t, =300us & <2%
Impulsions
24
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2N 2196, 2N 2197

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

|.. collecteur-émetteur

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

|,. collecteur-émetteur

C
{mA)

F8 mA 2N 2197

c
(mA} Al A ( ] ON 2196
L
L 7 mA
400 l

300 J'E’TA , - -

- I
/, 4 mA
200 | ] |
3mA
| -
I I
100 ] it ﬂ
1 mA
B |
: [

CE(V)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

i collecteur-émetteur

ST L P
| ]

i
AT
——

\
-

_——

2
100 — bﬁﬂx’i
1TmA__§
o HEEN
0 1 2 3 4 vV

» 7 MA 1

400 d/G mAT

T’ 5mA
T
300 (4} 1

—]
14 MA
200 J
ff —
100 — [ 1|
ol
0 20 40 60 80 v, (V)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

Ic collecteur-émetteur

O L L
400 (_{_———_I’—— 6 mA
S ——————
300§ - I
L— %’T:mA_
RN
200 mA —|
~ 11T
2 mA
100 , . — —
,1f 1rTA__
g
0 1 2 3 4 VCE(VD
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2N 2196, 2N 2197

VARIATION CC CURRENT GAIN VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
TEMPERATURE RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Variation du gain en courant en fonction de Valeur statique du rapport de transfert direct du
h {t ) la température h. courant en fonction du courant coliecteur
21E " ‘case 21
by (25°C) = )/
1,6 / 150 -+
ISR U
A / ™,
/ N 1\91
" ! P
J 100
1.1 L.
I S
yAnsl T
0,9
AuEnEN 5
0,7 /

0,5
-60 -20 0 20 60 100 140 t__(°C)

2 4 6
case 10 102 lgimA)
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NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA *ZN 2815 *ZN ?816
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES K 2 N 2 8] 7 F 3 2 N ? 81 8

3 Preferred device
Dispositif recommandé

- LF large signal amplification 80V 2N 2816

Amplification BF grands signaux VCEO { 100 V 2N 2816

- High current switching
Commutation fort courant

150V 2N 2817
200V 2N 2818

Ic 20A
Ptot 200w
Rin (j-c) 1°C/W  max.

h21e (104) 10-50

Dissipation derating Case TO.g3 ~ See outline drawing CB-70 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté CB.70 dernidres pages
100 % v
I
N .
75 ~,
\
B —
50 /
25 Top view
Vue de dessus E
Weight : 23 5¢ Cotlector is connected to case
° 50 Jo 150 t S(OC) Masse Le collecteur est relié au boitier
cas
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t — 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case — (Sauf indications contraires)

2N 2815 2N 2816 2N 2817 2N 2818

Collector-base voltage

Tension co//actsur—bassg V‘C BO 80 100 160 200 v
Collector-emitter voltage Vv

Tension collecteur-émettour CEO 80 100 150 200 Y
Emitter-base voltage \

Tension émetteur-bess Veso | 10 10 10 10 v
Coliector current |

Courant collecteur c 20 20 20 20 A
Base current |

Courant bsse 8 10 10 10 10 A
Power dissipation

Dissipation de puissance tease = 25°C Ptot 200 200 200 200 w
Junction temperature t. o
Température de jonction max i 200 200 200 200 C
Storage temperature min tstg --65 —65 —65 —65 °C
Température de stockage max +200 +200 +200 4200 °oC

73-11 1/3
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*2N 2815, *2N 2816, *2N 2817, *2N 2818

STATIC CHARACTERISTICS

t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications.cantraires!
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCE =80V 2
VBE =-15V
VCE —_80V 2N 2815 mA
VBE =-15V 20
o
toase = 150°C
Veg = 100V 5
VBE ==-15V
] mA
Vg =100V 2N 2816
VBE =-156V 20
toase = 150°C
Collector-emitter cut-off current \CEX
Courant résiduel collecteur-émetteur v =150V
CE ™~ 2
VBE =-15V
Veg =150V N 2817 mA
VBE =-15V 20
tease = 150°C
VCE =200V
Vgg=-15V 2
T mA
VCE =200V 2N 2818
VBE =-15V 20
o
toase = 150°C
—
Emitter-base cut-off current Vgg =10V lego 025 mA
Courant résiduel émetteur-base 'C =0 4
2N 2815 | 80 Vv
2N 2816 | 100 ]
Collector-emitter breakdown voltage Ilc =100mA v *
Tension de claquage collecteur-émetteur |B =0 (BR)CEO
2N 2817 150 \
2N 2818J 200 \4

-

* Pulsed
Impulsions

tp=300;15: §<2%

2/3
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*2N 2815, *2N 2816, *2N 2817, *2N 2818

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

(Unless otherwise stated}
{Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Static forward current transfer ratio Vep =3V *
Valeur statique du rapport de transfert - h2‘| E 10 50
; t =10A
direct du courant C
Collector-emitter saturation voltage Ic =10A Vegsat * 15 v
Tension de saturation collecteur-émetteur IB =15A '
Base-emitter saturation voltage lc =10A Y] *
Tension de saturation base-émetteur |B =15A BEsat 2'5 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
VCE =3V
Transition frequency lc =10A fr 0,6 MHz
Fréquence de transition f — 1 MHz '
Turn-on time le = 10A et
Temps total d’établissement |B =15A d r 3.5 us
IC =10A
Fall time g1 = 15 A t 6 us
Temps de décroissance le ——15A
Carrier st . lc = 10A
arrier storage time t
Retard & Ja décroissance lB‘I =15A s 6 Hs
lgg =—15A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance R.pf: 1 °C/W
Résistance thermique (jonction-boitier) thij-c)
* pylsed 1. =300us 8 <2%
Impulsions P
3/3
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NPN SILICOr TRANSISTORS, DIFFUSED MESA *ZN 2819 *ZN 2820
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES * 2 N 2821 * 2 N ,2822

K Preferred device
Dispositif recommandé

- LF large signal amplification i
Amplification BF grands signaux v ?80\/ v gm gg;g
. g CEO
- High current switching 150 V 2N 2821
Commutation fort courant 200 V 2N 2822
Ic 25A
Piot 200w
Rth (j-c) 1°C/W max.
h21E (156 A) 10-50

Dissipation derating Case TN-63 — See outline drawing CB-70 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté  CB-70 derniéres pages
100 % i
i
75 t N \
! 8- '
] by
Top view

25 Vue de dessus E

Weight : 23,5g. Collector is connected to case
o 50 100 150t . (°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)

2N 2819 2N 2820 2N 2821 2N 2822
Collector-base voltage v
Tension collacteur-base CBO 80 100 150 200 v
Collector-emitter voltage \
Tension collecteur-émetteur CEO 80 100 150 200 v
Emitter-base voltage VEBO 10 10 10 v
Tension émetteur-base 10
Collector current |
Courant collecteur ¢ 25 25 25 25 A
Base current |
Courant base B 10 10 10 10 A
Power dissipation t — 25°C P
Dissipation de puissance case — tot 200 200 200 200 w
Junction temperature t, . R
Température de jonction max | 200 200 200 200 C
Storage temperature min t —65 65 —66 —65 Ere}
Température de stockage max st +200 +200 +200 +200 °c
73-1 1/3
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*2N 2819, *2N 2820, *2N 2821, *2N 2822

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tamb =25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Vg =80V 9 mA
Vg =—15V
Veg =80V 2N 2819
Vge=-15V 20 mA
Yoase = 150°C
Veg =100V A
Vge =—15V 2 m
Veg =100V 2N 2820
Vg =1 5V 20 mA
t = 150°C
Collector-emitter cut-off current case |
Courant rdsiduel collecteur-émetteur CEX
VeE = 150 V 2 A
Vg = -15V m
Ve =150 v 2N 2821
Vgg =—15 \ 20 mA
toase = 150°C
Vap =200V
CE 2
Vgg =—15V mA
Vg =200V 2N 2822
Vge =-15V 20 mA
toase = 190°C
Emitter-base cut-off current Vgg =10V |
Courant résiduel émetteur-base 1 c = 0 EBO 0.25 mA
2N 2819 80 v
2N 2820 | 100 v
Collector-emitter breakdown voltage IC =100 mA v *
Tension de claguage coliscteur-émetteur IB —0 {BRJCEQO
2N 2821 | 150 \
2N 2822 | 200 Y]
Static forward current transfer ratio Veg = 3v
Valeur statique du rapport de transfert | _15A h21 E 10 50
direct du courant c -
Collector-emitter saturation voltat I =154
ge [ Vee
Tension de saturation colfecteur-émetteur ‘g = 22A CEsat 1.5 v
5 4 { =15A
Base-emitter saturation voltage (o]
Tension de saturation base-ématteur |B =22A VBEsat 2,5 \

* Pylsed tp=300 us 6 <2%

Impulsions

2/3
254



*2N 2819, *2N 2820, *2N 2821, *2N 2822

DYNAMIC CHARACTERISTICS {for small signals) (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux! {Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VC\E =3V
Transition frequency — f
Fréquence de transition IC =15A T 06 MHz
f =1 MHz
Turn-on time ‘C =15A t o+t
Temps total d’établissement IB =22A d”r 35 Hs
Ic =16 A
Fall time 1 =22A
Temps de décroissance B1 tf 6 us
g = —-2,2A
IC =15A
Carrier storage time | =22A 1
Retard a la décroissance B1 s 6 ps
| =-2,2A
B2 E
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Ror:
Résistance thermique (jonction-boitier) thij-c) 1 °C/W
¥* Puised t =300pus & <2%
Impulsions p
3/3
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NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA

TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES

*2N 2823
*2N 2824
*2N 2825

- LF large signal amplification
Amplification BF grands signaux

- High current switching
Commutation fort courant

Dissipation derating
Variation de dissipation

%K Preferred device
Dispositif recommandé

80V 2N 2823

Veeo 100V 2N 2824
ce {150 V 2N 2825

o 30A

Prot 200 W

Rth (j-c) 1°C/W max.

h21E (20 A) 10-40

Case TO-63 — See outline drawing CB-70 on last pages
Boitier

Voir dessin coté CB-70 derniéres pages

100 %
75
N\ '
50 \i
Top view
25 ™ Vue de dessus E
1 Weight : 23,6 g. Collector is connected to case
0 50 100 150 ‘case Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) . = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
2N 2823 2N 2824 2N 2825
Collector-base voltage Vera
Tension collecteur-base CBO 80 100 150 v
Collector-emitter voltage Vceo 80 100 150 v
Tension collecteur-émetteur
Emitter-base voltage \'
Tension émetteur-base EBO 10 10 10 v
Collector current ‘IC 30 20 30
Courant collecteur A
Base current |
Courant base B 10 10 1«0 A
Power dissipation _ 950, [
Dissipation de puissance tcase =25°C tet 200 200 200 W
Junction temperature t. . i
_Température de jonction max 1 200 200 200 fec
Storage temperature min g '—65 —65 —65 °C
Température de stockage max +200 +200 +200 . °C
7311 1/3
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*2N 2823, *2N 2824, *2N 2825

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

258

Conditions de mesure
VCE =80V 2 mA
VBE =-15V
2N 2823
VCE =80V
Vgg =—1.5 \ 20 mA
o
tease = 150°C
VCE =100V ) A
VBE =-15V m
Collector-emitter cut-off current |
Courant rdsiduef coflecteur-émetteur VCE =100V CEX 2N 2824
Vgg = -15V 20 mA
toase = 150°C
VCE =150 V A
Vgg =—15V 2 m
2N 2825
VCE =150V
VBE =-15V 20 mA
toase = 150°C
\
‘Emitter-base cut-off current VeB = 1oV |
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 EBO 0,25 mA
2N 2823 | 80 \Y
f l = 100 mA *
Collector-emitter breakdown voitage o} v 100
Tension de claquage collecteur-émetteur IB = (BRICEO 2N 2824 v
2N 2825 | 150 v
Static forward current transfer ratio Vor =2V
Valeur statique du rappart de transfert CE= hy1E 10 40
direct du courant lc =20A
Collector-emitter saturation voltage "C =20A VCEsat 1.1 v
Tension de saturation collecteur-émetteur 'B =3A ’
Base-emitter saturation voltage '(‘ =20A Vv *
Tension de saturation base-émetteur IB =3A BEsat 21 v
* Pulsed t =300ps 5<2%
Impulsions P
2/3



*2N 2823, *2N 2824, *2N 2825

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires}
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Vap =3V

Transition frequency CE t

Fréquence de transition lc =20A T 0.6 MHz
f =1MHz

Turn-on time ) ‘C =20A g+t 35 s

Temps total d’établissement IB =3A

Eall IC =20A

all time . t

Temps de décroissance 'B1 =3A f 6 s
gy = -3A
] =20A

Carrier storage time ¢

Retard 4 la décroissance 'B'I =3A s 6 Hs
'BZ =-3A

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance R

Rési: thermique (jonction-boitier} \ Rth(]-c) \ | 1 °C/W

3/3
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 2N 2890
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EFITAXIAUX 2 N 2891

- LF large signal amplification (high voltage)
Amplification BF grands signaux (haute tension)

- Switching up to 1 A VCEO 8oV

Commutation jusqu’'a 1 A

h {30 -9 2N 2890
21E(1A) \s0-150 2N 2891

VeEsat(2a) 975 V max.

4 +t, (1A} 0,3 us max.
Dissipation derating Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté 'CB-7 derniéres pages
100 %
” \\ R
B
50 AN
Bottom view
Vue de dessous
25
0 Weight : 1,14. Collector is connected to case
50 100 150 e (°c) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES} t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)

Collector-base voltage v
Tension collecteur-base CcBO 100 v
Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEO 80 v
Emitter-base voltage \Y
Tension émetteur-base - EBO 5 v
Collector current ) 3 A
Courant collecteur [
Peak collector current | A
Courant de créte de collecteur cM 5
Base current ]
Courant base B 05 A
Power dissipation tamb= 25°C P 08 W
Dissipation de puissance tcase = 25°C tot 5
Junction temperature
t o
Température de jonction max ) 200 c
Storage temperature min t -85 °C
Température de stockage’ max stg +200 °c
74 -1 17
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2N 2890, 2N 2891

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tamb =25°C

{Unless otherwise stated}
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
. Vop =60V
Collector-emitter cut-off current CE |
Courant résiduel collecteur-émetteur lg =0 Ceo 50 A
Vag =60V
CE 1
Ve = oV 00 nA
Vee = 60V
Collector-emitter cut-off current Vor =—2V |
Courant résiduel! collecteur-émstteur t BE 150°C CEX 100 A
case
Vagp =90V
CE
Vgg =2V 100 uA
Emitter-base cut-off current VEB =5V |
Courant résiduel émetteur-base ‘C =0 EBG 10 KA
Collector-emitter breakdown voltage ! =100mA v *
Tension de claquage collecteurémetteur |(B: =0 (BRICEO. 80 v
| =0,1 mA X
Collector-base breakdown voltage C 4 v
Tensian de claquage collectsur-base IE =0 (BR)CBO 100 v
Vep =2V
CE
Ic =01A 20
2N 2890
Vee = 2V
e =1A 30 90
Vop =5V
i ) LCE A 2N 2890 | 25
Static forward current transfer ratio ¢ = *
Valeur statiqus du rapport de transfert ] h21 E
direct du courant VCE =2V 35
le =01A
; 2N 2891
Ve =2V
e =1A 50 150
Vag =5V .
CE 2N 2691 | 40
lc = 2A
Ic =1A 06 v
lg =01 A * "
Collector-emitter saturation voltage vCEsat
Tension de 7 'C —2A
g =02A 0.78 v
l =1A
C
tp =01A 1.2 v
‘Base-emitter saturation voltage . VgEsat *
Tension de saturation base-émetteur. lC =2 A
g =02A 1.3 v
* Pulsed 1, =300 5<2%
Imputsions P
2/7
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2N 2890, 2N 2891

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap =10V’
Forward current transfer ratio CE hy 2N 2890 | 30 250
Rapport de transfert direct du courant lc = 50 mA le
f =1kHz 2N 2891 ) 50 350
Vap =10V
Transition frequency CE
Fréquence de transition | =02A fr 30 MHz
f =20 MHz
Outout . Veg =10V
utput capacitance
Capacité de sortie 'E =0A C22b 70 pF
f =1MHz
Turn-on 1imé ! =TA t
Temps total d'établissement lg =005A d*t 0,3 us
T " Ic =1A
urn-off time - t+t
Temps total de coupurs gy =005A 57 f 1,5 b
gy = —0,05 A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Ry
Rési: thermique (jonction-boitier) J thij-c) 35 J - ccm
SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION
+20V
208
— @

10 us

16V

Pulse source

zZ = 50Q
t. < 16ns

Oscilloscope
Oscilloscope

Z>>100k2

3/7
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2N 2890

, 2N 2891

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR:
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
J Courant collecteur en fonction de la tension

(".S\) collecteur-émetteur ("ﬁ\) collecteur-émetteur
T 2n2890 2N 2891
4 mb o tamb = 100°C tomp = 100°C
1
80 80 06 M~
08mA_r ]
Lt
60 60
0,6 mA
1\/" 0,4 mA ~
| T
4
0 i V 40
0,4 mA
|
lg=0,2mA
20 20 B 4
—0,2mA >
1g= 0, L~
—-J !
0 J —i 0 1
0 20 40 60 80 Vee v) 0 20 40 60 80 Veg V)
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE . EMITTER VOLTAGE
lC Courant collecteur en fonction de la tension IC Courant collecteur en fonction de la tension
(mA)  collecteur-émetteur (mA) collecteur-émetteur
m [ 2N 2890 { l 2N 2891
- — 250
L2 tmp = 25°C oaoh tomp = 25°C
v B
80 - 80
1
4 mA e
"
— 0. wh —
60 1 o 60
o —
A LT A L7
0,6 m 0,4 m
40 =] 40 r—L '
RS ™
A
04 m /‘/ I 02 ™ p
20 20 g = e
l [ a1
lg=02mAl | A -
0 | || . |
0 20 40 60 80 vev) ¢} 20 40 60 80 Ve V)
4/7
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2N 2890, 2N 2891

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

IC Courant collecteur en fonction de la tension 'C Courant collecteur en fonction de la tension
(A} collecteur-émetteur (A) collecteur-émetteur
2N 2890 | [ e 0L 2N 2891 | V/’FZ:/[ T
- <290 _ S
famp = 100°C L1 A /oﬁ" tamp = 100°C ——Qos,lo“ \/wﬁ
2 o3,
25 / alihis = 25 A | 5
// L~ 160 PYN / hoo ™
_r —
2 // ] o —4 2 /// 7 70 mA
/// ~TaomA _ || i 50 mA
et
15 A ~T50 mA 15 /;/ .
30 M/
,/ oA v :
|1 / 20 mA
141 /Z/ T 0 A 1 g —
= 1:0m
__J et ’+‘r '/, ol 8 !
P Iy =10mA =
05 || #4~1 0,5 |—
//
0 | : 0
o] 02 04 06 08 1T Vg 0 0,2 04 06 0,8 1 Vee V)
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
| Courant collecteur en fonction de la tension | c Courant collecteur en fonction de la tension
(A) collecteur-émetteur (A) collecteur-émetteur
2N'28971 | Tel/& I IN2891T | < ] & | qeP ‘
- < . & 0
tamp = 25°C §<° fst” Lo P Yo = 25°c_§5 s A\ ,4|-"‘ |
2sl L1 L 1° T 0 oA 25 WLN ° BN
] ' /, - m ’T / 1 — 1
2 A e J AT e
- / 70 mA \ // '50 A
/1 A0 ™A _ /;/ 0 mA |
> T =8 \/Hfﬂ J—
1 ‘/ ? | g0 mA _ ,_‘ 1 7 T
Y adBE =l / gt |
1 1g =10 mA { //,T/r T
05 — 05 4
14 I
f | |
0 0
6 02 04 08 08 1 ViV 0 02 04 06 08 1 ViV
5/7
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2N 2890, 2N 2891

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIQO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
en fi p e

ha1e du
2N 2890
VCE =5V
120
g
2 N
90 |l | v
LG K\ \
//'f"/ \
s \
60 B oG
R
/1 1o N
. N
0
5 2 5 5 2 5
wd o w? 0! 100 1A

COLLECTOR-BASE CUT-OFF CURRENT
VERSUS AMBIANT TEMPERATURE
VCE sat Courant résiduel collecteur-émetteur en
) foncti i

de la pé:
2N 2890 7
6l ‘
'L=1o
418 1 Fd
,
) j
10"
8
6
]
a
2
10
2 4 68 2 4 68 2 4 6
102 10! 10° o A

h21E

80

60

40

20

BEsat
V)

08

0,6

04

. N

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
en f ion du 11

[2n 2891
Veg =5V

< \
3

AT

S Y

4{ r L =

\\
0_% :

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en
fonction du courant collecteur

el /
W f
e/ J
il

&
T

Z
S
/

//W

&
<&,

@

/!

AT\
\
40

2 4 68 2 4 68 2 4686

102 10" 10° I (A)
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2N 2890, 2N 2891

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
{A) base-émetteur

100°C T
. 5

25

AEEN T
16 L[ Sg /

|
_‘

-

P

COLLECTOR-BASE CUT-OFF CURRENT
VERSUS AMBIANT TEMPERATURE

1,2 VBE V)

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE
'C Courant collecteur en fonction de fa tension
(A) base-émetteur

28°C TE
S
2,5 gl
/
2 /|

200 ma

100 4

1.5

A

05

IB = 50 m
N
2
[ \:\

02 04 06 08 1 1,2 Vge vy

DUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la

1 Courant résiduel collecteur-€metteur en
(ggf)) ion de la pé! @ ambi (p%l)’b tension collecteur-base
Vg =60V
ek A \\
2 / 60
10° ) \\
50
5 / N
2 // 40 N
102 = \
5 30 \
2
10! 20
5
10
2
100 e 2 4 6 2 4 6 8
7 1 125 °C 8 4
25 50 5 00 tamb 10° 10! )
cB
77
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

2N 3053

- General purpose :

medium power

amplification, commutation
Usage général : amplificateur moyenne
puissance, commutation.

L

Vceo OV

Ic 07A

Piot 5W

R‘th(j-c) 35°C/W  max.

h21E(0,15A)50 - 250

fr

100 MHz min.

Dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté  (B.7 derniéres pages
100
% \
75 \ \ CE} E
o
\ J ;
* Bottom view
Vue de dessous
. ' \
0 L Weight : 1,1g. Collector is connected to case
50 100 150 1c46e(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = + 25°C (Unlgss otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D°UTILISATION case (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage Y]
Tension collecteur-base cso 80 v
Collector-emitter voltage A
Tension collecreur-émetteur CEO 40 v
Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur RBE =109 CER 50 v
Collestor-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur VBE =-15V CEX 60 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 5 v
Collector. current |
Courant collecteur c 0,7 A
Power dissipation tamb = 286°C P 1 W
Dissipation de puissance = 25°C tot 5
] case
Junction temperature :
Température de jonction max. Y 200 °C
Storage temperature min. 1 —65 °C
Température de stockage max. g +200 oG
74-4 1/6
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2N 3053

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

toase = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current VCB =30V lcgo 0.25 A
Courant résiduel collecteur-bass 1 E = 0 4 H
Emitter-base cut-off current Vegg =4V
Courant résiduel émetteur-base I, =0 leBO 0.25 uA
f 1 =100 mA
Collector-emitter voltage C \Y
Tension collecteur-émetreur lB =0 CEO(sus) 40 v
Collector-emitter voltage Il =100mA v
Tension collecteur-émettaur RCE)E ~108 CER(sus) 50 v
=0,1 mA *
Collector-base breakdown voltage |C =0, v
Tension de claquage collecteur-base IE = {BR)CBO 50 v
Emitter-base breakdown voltage 'E =0,1mA V(B RIEBO * 5 v
Tension de claquage émetteur-base lC =0
Static forward current transfer ratio VCE =10V *
Valour statique du'rapport de transfert _ h21 E 50 250
y | =0,156 A
direct du coursnt (o]
. . | =0,15 A *
Collector-emitter saturation voltage [ ' v, 1.4
Tension de i Z IB =0,015 A CEsat v
Base-emitter saturation voltage Ic =015A Vg * 17 v
Tension de saturation base-émetteur lg = 0,015 A Esat .
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Transition frequency YCE = :)00: A fr 100 MHz
Fréquence de transition =V
f = 100 MHz
Output capacitance Veg =10V c i ,
Capacité de sortie f c =1 MHz 22b 15 pF
Input capacitance Vep =05V c
Capacité d'entrde ¢ EB =1 MHz 11b 80 pF
* pulsed

t. =300us 8<2%

Impulsions  "p

2/6
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2N 3053

THERMAL CHARACTERISTICS {Uniess otherwise stated)
CARACTERISTIQUES THERMIQUES (Sauf indications contraires/
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Junction-case thermal resistance Ripi
Rési. thermique (J ion-boitier] th(j-c) 35 °C/W
Jun_ctiorraanbie_nt tt;grma_I resistgncel Rth(j-a) 178 oC/W
t ique (jonct: te)
SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
IC(A) T
7
(23l
AN N0 s
DN,
05 \\— A 004\%
' AN
N2 N
Y,\J‘T{ *
I— N \
\ \\ N
>
\,
0.2 \\ N
01
T
0,05
0,02} tcase=25°C
Continuous
Continu
Puised ———— i —
En impulsions
001 L
1 2 5 10 20 50 Vag (W)
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2N 3053

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

CE
V)

52

48

44

40

36
1

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant callecteur en fonction de fa tension

collecteur-émetteur
[oF
(A): T S //
as s
|
'«
N L
G 0
04 ek
LT B
s
" g e 7_«\‘*"%‘
0,3 5,/ ] 15 mA
)7// ~ - . t t
Y, / 1 mA
0,2 H 7J7AL,
A% [
| —[ lg = 0,5 mA|
0,1 l .T
. HEREEER
V] 2 tl 6 8 Veg v)
Cog‘é???é{w'E;FgTVSEEAGE VERSUS STATIC FORWARD CUERF:II_%I\:RTCTURRARNES;\T;ER
BASE-EMIT RE! Al RATIO VERSUS COLLEC
Tension collecteur-émetteur en fonction de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
résistance base-émetteur courant en fonction du courant collecteur
t e = 25°C Yot J P Veg =10V
Io =100 mA © N
$
3
240 4
3
74 L
~ d \
\ 180 |
-
P
| \ —+ -/'1‘-’0 P /
T /F
N 120
N W\
3
\
™.
Tl 60
0 I
2 468, 2 468 2 48 o 2 468, 2 468 2 468
o 102 103 Rge () 10° 10' 102

1c(mA)
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2N 3053

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE VOLTAGE
Courant base en fanction de la tension base- Courant base en fonctian de la tension hase-
I émetteur e émetteur
— (mA) T
(mAlg VCE =4V 2 — 7l
t = 25°C '
a L /| case s / )
: // :
2 / . /
10 7 10
8 »+ 8
6 6
a _{ 4
d ] // . |
10’ f 10"
- 1 - : T
’TT’A{W ' T
2 2 %
100 / 10°
0.4 0,6 0.8 1 1,2 Vgg (V) 0 0,2 0,8 Vgetvt
OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de fa
c tension collecteur-base
22b
(pF}
8
™
6 N
a
2
10° |
8 2 6
100 2 4 6 20! 4 Ves {v)
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2N 3053

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE

VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en

v fi jon du He fonction du courant collecteur
CEsat v
W) lC BEsat[ |
£ _10 v | € _q0 /
's LT y.¥i
/ 4
0,8 0,8 ,/ /
P4
dlV4
o L ]
57'5 T /'
L st V]
cast
06 06211
T e
= ,/
— % cas®
el
0,4 0,4
$
&
0.2 S A T 02 T
wEALS P
o 7 _{ 1]
-——’:? &g?‘?
]
2 4 68 2 4 68 ., 2 4 68 2 4 68 2 4 68 2 4 68
10° 10’ 102 I (MA) 100 10 102 i (mA)
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NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASE

TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASE

2N 3054 compl. of BDX 14

2N 3054*

BOY 71

- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

- High current switching
Commutation fort courant

Dissipation derating
Variation de dissipation

* ‘ q\ —[7

el

%K Preferred device

Dispositif recommandé

Vego 55 V
e 4A
P 25W 2N 3054
tot
29w BDY 71
25-100 2N 3054
ho1g(0,5A
21e(0: )380-200 BDY 71
fT 0,8 MHz min.

Case TO-66 — See outline drawing CB-72 on last pages

Boitier

Bottom view
Vue de dessous g

C

Voir dessin coté CB-72 derniéres pages

w0 N |
N\ J |
Bottom view
25 Vue de dessous
o Weight : g 4 q. Collector is connected to case
50 100 180 tueel°0) Masse ' Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tamp = +25 °C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES DUTILISATION (Sauf indications contraires)
2N 3054 BDY 71
Collector-base voltage
Tension collocteur-base Veso 90 90 Y]
Collector-emitter voitage v
Tension collecteur-émetteur CEO 65 55 v
Collector-emitter voltage _ v
Tension collecteur-émetteur Rpe =1 00 £ CER 60 60 \
Collector-emitter voltage _ v
Tension collecteur-émetteur VBE =-15V CEX 90 90 A
Emitter-base voltage
Tension émerteur-base v EBO 7 7 A
Collector current |
Courant collecteur c 4 4 A
Base current |
Courant base B 2 2 1 A
Power dissipation — 950
Dissipation de puissance tcase =26°C Pto( 25 29 w
Junction temperature max t. 200 200 oC
Température de jonction ]
Storage temperature min tstg —65 —65 °C
Température de stockage max +200 +200 °C
73-11 1/8
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*2N 3054, BDY 71

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Collector-emitter cut-off current VCE =30V lCFO 0,5 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur ‘B =0 -
Var =90V
VCE 1 mA
ge =—"15V
VCE =30V
Vg =—15V BDY 71 5 mA
Collector-emitter cut-off current toase = 190°C |
Courant résiduel collecteur-émetteur CEX
VCE =90V
Vgg =-15V 2N 3054 6 mA
tease = 190°C
Emitter-base cut-off current VEB =7V IEBO 7 mA
Courant résiduel émetteur-base lc = o
Collector-emitter breakdown voltage 'C =100 mA v *
Tension de claquage collecteur-émetteur lg =0 CEO(sus) 55 \
| =100 mA *
Collector-emitter breakdown voltage C \Y
Tension de claquage collecteur€metteur RBE =100 CER(sus) 60 v
. 1 =1mA *
Emitter-base breakdown voltage E Y]
Tension de claquage émetteur-base IC = (BR)EBO 7 4 v
Veop =4V
CE
lC —05A 25 100
2N 3054
Static forward current transfer ratio Ve =4V h 5
Valeur statique du rapport de transfert | —3A 21E
direct du courant c
Ve =4V
CE~=
lc =05A BDY 71 | 80 200
| =05A
IS _o05A 1 v
B = *
Collector-emitter saturation voltage VeEsat
Tension de saturation collecteur-émetteur | 3A
c 2N 3054 6 v
Ig 1A
Base-emitter voltage VCE =4V VBE * 17 v
Tension base-émetteur | c = 05 A ’
Second breakdown collector current VCE =55V IS/B 2N 3054 | 0,455 A
Courant collecteur de second claquage 1 =1%s ‘
* Pulsed  t_=300us 5<2%
Impulsions P
2/8
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*2N 3054, BDY 71

DYNAMIC CHARACTERISTICS {(for large signals) (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour grands signaux) (Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Transition frequency
Fréquence de transition

Veg = v
lc = 02A f-l- 0,8 MHz
f = 1MHz

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance Rih(j-c) 2N 3054 7 Rl
Résistance thermique (jonction-boitier) 1 BDY 71 6 SC/W
SAFE OPERATING AREA
Aire de functionnement de sécurité
IC T
(A) BDY 71
6
&
4 00(( 1
NN BN
NONCN NG AL
NN h TN W
N NS oY
N N\ 1\1 2N
N NN |
| A} A \ N\
2 + N NN %
i NN, N
> \i N\ \\
‘ \\\\ \
1 ‘ AN
N\
0,8 +
0,6 N
04 Tcase = 25°C “
Continuou
[ Continu 8
Pulsed —————
0.2 Impulsions
0.1
1 2 4 6 8 10 20 40 60 -v . (v}

CE
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*2N 3054, BDY 71

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

o —r—r—
[ 1 ]
(A) I 2N13054_
L | I
T r—_“‘» IBEE
[}
500
NS TSN
N\ \\\‘ ) /bJ‘g ] {
S 2,
N \\ \5‘/00 N |
\ % N
2 |- tcase =25°C 7 ’b"".J - i
Continuous e 9N |
Continu \{ NN
e — \ \j\\
n impulsions i
1 | | \ NN ‘
! ; AN N [
— | 1
RN 1 TN
o TN,
0,2 —
0,1
1 2 5 10 20 50 Ve

V)
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*2N 3054, BDY 71

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

'c

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
colecteur-émetteur

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

[
(AT I'an 3084 g 'ﬁH// a) [ BDY 71 sﬂ/‘//
oot
1 5 mA — L~ 25mA e
0a T / 2o
¢ = 1 04 " A —
4 mA . LT E‘//
et
— l
0,3 ol mA -] 15 MR e
; — 03 —_—
- ,// AT
2 mA 1Al
0,2 = 0,2 ’r—-
/__’/ g // ’
1g=05 mA™ ]|
lg=1mA —
01 - 0,1
! f..’--—" o
0 0
0 4 8 12 16 VeeV) 0 4 8 12 16 VeetV)
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE . EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
lC collecteur-émetteur IC collecteur-émetteur
T " [T
(A} | 2n 3084 80 A s (A) | BDY 71 | T a0 MA
70 — L — 2 mA
— 0
— 60 m o 30 mA
1.6 / 50 mA 1,6 —— 25 mA
|1 L~
ol 40 mA | /¥4 et AL
/ / 20 m
L] | ot
T // .
12 44 30mA —— 1,2 —] 1omh —
"1 I e, o
20 mA £~ —
I — 7 10 mA
/—-_
08 0,8 [ t—
lg =10 mA lg =5 mA
—
P —
04 LA !4
ol 2 0
0 1 2 3 VCE(V) 0 1 2 3 4 v._v)
CE
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*2N 3054, BDY 71

TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS.
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum vaiue)
Tension collecteur-émetteur en fonction de la

VCE résistance base-émetteur (valeur minimum)

(V) } e e =26°C
lc =100mA
60
55 P
I i
50 2 4 68 2 4 68 2 4 6
1 o)
10 3
10 10 RBE(m
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du . Valeur statique du rapport de transfert direct du
h21E courant en f¢ jon du t colle Na1e  courant en fonction du courant collecteur
VCE = A\Ll Tcase = 25°C
2N 3054 —{ | \N
120 200
pat / \
7 &
NN \
g0 )%b 150
' ;
S [
//"v
g \%
60 |/ & 100 WA
1 2
N \“"rp
100
N\ &
30 \\\ 50 N \
0 2 468 0 2 4 68 2 4 68 2 /l
2 4 68 2 4 68 2 4 8
102 10" 10° 1Al 107 107! 10° (A
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*2N 3054, BDY 71

TYPICAL CHARACTERISTICS
'CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
l Courant base en fonction de la tension base-
( i) émetteur
m L = 1
Ve =4V % o('.l
4 //'3 (/ =
2 ¥, ,/

\\

10
o]l
. s
4 I
%
2 5,
100 | 1

0 04 08 12 18 vgv

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

-émetteur en

Tension de
Veesa du e
(V) |
s

1.6 l

1,2

0,8
1/

04 v
Py
- [
0 2 4 68 2 4 6
10! 10° Ita)

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-

EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de Ia tension®

base-émetteur
T T
Ve =4V

e
(A}

4 , 'ﬁﬁ
o

e
/

1]

0 04 08 12 18 VgV

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en

f ion du courant coll

VBEs}.{t
(N2 NP

/

1,6 //
/4

1,2 /

L 25°C
08 Liggse™ 1A

[ tcos

0,4

-1 0
10 10 Ie (A)
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*2N 3054, BDY 71

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base

€221
{pF}

10°

"cas|

T T
o = 25°C

-/

100

4 68

10

VeptV!

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING

FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

en

Facteur de ré de la

régime d’impulsions

K | |5 | el
;,s’o, et A7
‘s 20k - =
+ 4&"/%50 pe
RNt
3
10"
8
6 & =_‘E p
<y |
4 Zin=K Ry
i !d |
10'2 L ;L:z L
105 0?1090 102 P10 e
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NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASES * 2 N 3055
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASES * BDY 7’3

2N 3055 compl. of BDX 18, BDX 18N

5K Preferred device
Dispositif recommandé

- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux Vv CEO 60V

- High current switching e 15A
Commutation fort courant M7W

P
- Thermal fatigue inspection tot
Controlé en fatigue thermique Rih( j-c) 1,5°C/W max.
h21E (4 A) { 20-70 2N 3055
50-150 BDY 73

fr 0,8 MHz min,
Dissipation derating Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages
100 ¢ Bottom view E
AN Vue de dessous
75 { \ [o}
| N O 0
50 | N o
! \
25 |§ A B
1 Weight : 1444 Collector is connected to case
[} 50 100 150 ¢ e(oc) Masse Le collecteur est relié au boftier
cas
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
2N 3055 BDY 73
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 100 100 \%
Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEO 60 60 v
Collector-emitter voltage = V,
Tension collecteur-émetteur R BE 100 &2 CER 70 70 v
Collector-emitter voltage __15 v
Tension collecteur-émetteur Vgg =18 v CEX 90 90 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 7 7 v
Collector current
Courant collecteur ic 15 15 A
Base current 1
Courant base B 7 7 A
Power dissipation = P
Dissipation de puissance Lease = 25°C tot 117 17 w
Junction temperature t. °
Température de jonction max ] 200 200 c
Storage temperature min t —85 65 °C
Température de stockage max stg +200 +200 o
73-11 1/8
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*2N 3055, *BDY 73

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tegse = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Collector-emitter cut-off current VCE =30V
Courant résiduel collecteur-smetteur | B = 0 Iceo 2N 3055 0.7 mA
Vag =100V
CE )
Vgg =—15V 8 mA
Veg =60V
Collector-emitter cut-off current Vge =-15V | BDY 73 10 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur toase = 150°C CEX
Ve =100V
Vg =—15V 2N 3085 30 mA
tease = 150°C
Emitter-base cut-off current Vegg =7V 'eBO 5 mA
Courant résiduel émetteur-base Ic =0
Collector-emitter breakdown voltage 'c =200 mA v * 60 v
Tension de claquage coflecteur-émetteur |B =0 CEO({sus}
Collector-emitter breakdown voltage 'C =200mA Y} * 70 Y
Tension de claquage collectsurémetteur R BE = 100 CER(sus)
: | =100 mA
Collector-emitter breakdown voltage (@ Vv, * 9
Tension de claquage collecteur-émetteur VBE =-15V CEX{sus) 0 v
Vv =4V
CE 2N 3055 | 20 70 v
lc =4A
Static forward current transfer ratio Vop =
Valeur statique du rapport de transfert CE = 4v hate * BDY 73 50 150 \Y]
direct du courant lc =4A
Wap =4V
CE 5 5 v
e =10A 2N 305
| =4A
'C =04 A 1 v
Collector-emitter saturation voltage B —™ VCE *
Tension de it \ 10A sat
c = 2N 3055 8 v
lg =33A
Base-emitter voltage Ve =4V Voo ¥ 18 v
Tension base-6metteur | c = 4 A BE E
Second breakdown collector current | Vg =60V |
Courant coll de second claquag t cE =1s /8 195 A
* Pulsed tp=300us §<2%
Impulsions
2/8
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*2N 3055, *BDY 73

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

= 25°C {Unless otherwisa stated}
case (Sauf indications contraires)

t

Test conditions

Conditions de mesure

Min. Typ. Mas.

. VCE =4V
Transition frequency | 1A
Fréquence de transition c -

f=0,5MHz

T 08 MHz

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance
Résistance thermique (jonction-boitier)

[
Rtntj-c) ) } 1,5 1 C/W

THERMAL FATIGUE INSPECTION

Permanent inspection of soldering quality between
silicen chip and header provides inaximum insurance
against thermal fatigue.

Pulsed test :

case

case

10 000 cycles

“on” ; 2 minutes (0 >48 W)
“off ;1 minute (48>0W)
t = 100°C max

CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE

Le contrdle permanent de la qualité de la soudure entre la
pastille de silicium et I'embase confére au transistor un maxi-
mum de garantie contre la fatigue thermique.

Controle cyclique :

At = 85°C max

3/8
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*2N 3055, *BDY 73

SAFE OPERATING AREA
AJRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

n I 12N 3055
S S }
60 —
40
t
ﬂ\ “ BN v
10 NG S ooj,\i‘“
P T
AN 00'\;’)24, TS
AN, NN I
6 \
] N S
4 N
__ tcase = 25°C X J
oc ]’
Continu
Pulsed — v o
2~ En impulisions {7
1 2 4 6 10 20 40 60 v

(A
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*2N 3055, *BDY 73

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

1 collecteur-émetteur

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de 8 tension
collecteur-émetteur

C C
(A) (A) 2g0 mﬁ
180 mA —
st — R —
00mA | i
8 ﬂ - 5| 8 fa { 120 %
Iy 120 m
0 n‘\A PR e et
40 . ;.———" 100 mA
300 mA /——"'—‘ 80 mA
s a— i
6 | 6 ] et 60 mA 4
200 mA I 1eerd
| 40 mA
I —
4 g™ 100 mA 4 //—""
po""1 15=20 mA
2 2
tease = 25°C
2N 3055
0 o g 0 BDY 73
0 1 2 3 4 \/CE(V) 0 1 2 3 4 VCE(V)
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
|c collecteur-émetteur IC collecteur-émetteur
(mA) / N 3055 J1 | (A} /! |
v BDY 73
R pd A// /I
160 o© 1,6 t
B/ / 7
~
% ©
120 J 1,2 M pr
rdan =9
3
80 =" / 08 /*//
A
=200 ¥
40 L 04 1= o
/ ,/l
0 0
0 20 40 60 80 VeetV) 0 20 40 60 80 VCE(V)
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*2N 3055, *BDY 73

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS

BASE-EMITTER RESISTANCE

Tension -émetteur en f( ion de /a
v cE résistance base-émetteur

v} Ic = 200 mA

tease = 25°C

70

50 2 5 2 5 2 5 2 5
10° 10 10° 10° Agta)
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du Valeur statique du rapport de transfert direct du
h courant en fc ion du e h en fi jon du cou 1
21E 21E
2N 3055 BDY 73
VCE:4V Veg =4V,
300 L 300
250 I 250
~
200 & 200 || O = _
N 2 \
2.
) < 2"‘\
150 | fcase = 28°C N S, 150 FW# & \
/\—\\ 7z A
P\ '\dbga/ \\
100 \\ 100
\ . 50 \\
50 N I N
N N
o 0
2 468 2 468 2 46 _22 468_12 4680246
1071 10° 10! 1oiA) 10 10 10 16tA
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*2N 3055, *BDY 73

TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

Courant base en fonction de la tension base-
| émetteur - ] base-émetteur
B 103 C
(mA) 8[Veg=4Vv (Al g[Veg =4V
6 6
a /// a
//|
2 / 2 L
// 1 /7’
102 10 -~
8 / 8 7
6 7 s a4
. / . /[
J/ [/
2 ) 2
S ol e) [/
10" —1u ~ 10 @ )
8+ g " 88—+~ 32
66—t & & 6 — ! N
“11.8 S INL
4 = ap— ®
/ wil%
2 2
10° l 107
05 1 1,5 2 g 0 05 1 15 VgVl
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en Tension de saturation collecteur-émetteur en
fonction du courant coilecteur fonction du courant collecteur
le (A) Ig (A
ic Ic
— = —==10
s~ 10 s
2,5 2,5
2 2 /
3 (
)
lay
1,5 /' 1.5 i
&
/ b
1 A 1 &
=25°C 4
tcase // / &
05 ] 05 VA
' = 125°C ’ 74
tease ="
il = |
o] 0
2 4 68 2 4 68 2 4 2 4 68 2 4 68 2 4V
10 100 10’ BEsat 1071 100 10! ((\3/5)53‘
V)
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*2N 3055, *BDY 73

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

TRANSITION FREQUENCY VERSUS OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR CURRENT COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Fréq det ition en f fon du Capacité de sortie en fonction de la
§ courant collecteur c tensian collecteur-base
T 22b .
MHz) ¢ . =25°C (pF) rtcase = 26°C
Veg =10V 8
4 6
! E—
—
—
\J\\
\N 4
N
N
3

10-1 2 a 3 |C(A) 10

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la résistance thermigue en

K régime d’impulsions

2N 3055 b

ol

A

ANA\Y

AV

|

] L

2
(Y =

N O
I
[

2 5 2 5 2 6 2 5 2
104 1073 102 1071 10° tp(sec)
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PNP SILICON TRANSISTOR, HOMOBASE * 2N 3055 S
TRANSISTOR PNP SILICIUM, HOMOBASE

A Devices under CCQ (1971 n° 100)
Dispositifs soumis au Contréle centralisé de qualité (1971 n° 100}

K Preferred device

Dispositif recommandé
- LF large signal amplification
Amplification BF grands signaux Climatic class 55 /125 /56
de puissance Catégorie climatique
- High current switching Vceo 60V
Commutation fort courant IC 15A
- Thermal fatigue inspection Prot 7w
Contrlé en fatigue therinique Rth(j-c) 1,6 °C/W max.
h21E (4 A) 20-70
fr 0,8 MHz min.
Dissipation derating A
Variation de dissipation Case TO-3 -~ Seeoutlinedrawing CB-19 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages
100 % Bottorn view E
: \ Vue de dessous
75 : N,
BN «
| A
50 — AN \ O
LN =)
25—+ ™
! B
|
! Weight : 14,4¢g Collector is connected to case
0 50 100 150 1t {°C} Masse Le collecteur est relié au boftier

case

{Unless otherwise stated)

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)

_ °
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION tcase =25°C {Sauf indications contraires)
Collector-emitter voltage v v
Tension collecteur-émetteur CEO 60
Collector-emitter voltage Ryp= vV v
Tension collecteur-émetteur BE 100 &2 CER 70
Collector-emitter voitage Vipe= —-15V \% v
Tension collecteur-émetteur BE 5 CEX 100
Emitter-base voltage . Vero 7 v
Tension émetteur-base
Collector current IC 15 A
Courant collecteur
Base current Ig 7 A
Courant base i
Power dissipation t = 25°C P 117 W
Dissipation de puissance case tot
Junction temperature max t + 200 °C
Température de jonction ) [
73-10 1/6
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*2N 3055 S

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions o
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg=30V \
Courant résiduel collecteur-émetteur |B =0 CEO 0.7 mA
Vep= 100V
CE
Vge=—15V 5 mA
Collector-emitter cut-off current i
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE =100V CEX
Vgg=-15V 30 mA
tcase= 150°C
Veg=7V 1
Emitter-base cut-off current EB™
Courant résiduel émetteur-base g =0 'eso 5 mA
Collector-emitter breakdown voltage |c =200 mA *
Tension de claquaae collecteur-émetteur g =0 V( BRICEO 80 v
Collector-emitter breakdown voltage ! =200 mA v * 70
Tension de claquage collecteur-émetteur R BE= 100 2 {BR)CER v
Vep= 4V T
CE
IC =4A 20 70
A .
Static forward current transfer ratio JCE“‘ 4V * 5
Valeur statique du rapport de transfert IC =10A Noe
direct du courant
Veg=4V
Il =4A 10
tease= —95°C
| =4A
. . S _oan 11 v
Collector-emitter saturation voltage B — V. *
Tension de saturation collecteur-émetteur I —10A CEsat
c =
lg =—33A 25 v
Base-emitter saturation voltage : lC =10A v * a v
Tension de saturation base-émetteur |B =33A BEsat
Base-emitter voltage Il =10A *
Tension base-émetteur lg =33A \./BE 1.8 \
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
T . Veg=10V
ransition frequency _
Fréquence de transition IC =1A fT 0.8 MHz
f =05MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance . v
et e el e R 15 | cow

* pylsed t,=300ms 5 <2%

Impulsions p
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*2N 3055 S

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

C
(A)
50
20
ﬂ\\ \\ NS ,30\%] 5
10 N NI NJUNAN
AN \\}0 N oA
AN AN
AN NZN
| tcase = 25°C \\ N N\,
Continuous — \,
5 —Continu N N
Pulsed —— o e \ N
[ En impulsions \\
\\
2 N
1
1 2 5 10 20 50

VCE(V)

THERMAL FATIGUE INSPECTION

Permanent inspection of soldering quality between
silicon chip and header provides maximum insurance
against thermal fatigue.

Pulsed test :

10 000 cycles

CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE

Le contréle permanent de la qualité de la soudure entre la
pastille de silicium et I'embase confére au transistor un maxi-
mum de garantje contre la fatigue thermique.

Contrile cyclique :

on” : 2 minutes (0> 48 W)
“off”: 1 minute (48>0W)

tease = 100°C max
Atcase = 85°C max

3/6
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*2N 3055 S

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension

collecteur-émetteur
I
(m(»;) \g‘» - V /
& /
160 // /
»
1/
120 A =
/ ﬁ"'x// //
so}, =" -
: 200 ﬂ: /

CE
(V)

75

70

65

60

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE {minimum value)

Tension

£,
-émetteur en

résistance base-émetteur (valeur minimum)

de la

e =200mA
Tease = 25°C

2 4 88 2

4 68 2
102

R

4 68

BE

(52}

'c Yease = 2% T
(A)] / 200 A | et
8 300 mA T =
I
| A —
200mA |

6 ]

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de {a tension
collecteur-émetteur

|B=100mA
| et .
it
2
0
a 1 2 3 4 v

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

21E —TT
b ~ Vee :14 v-H
N
\
75 i
A\
P
N
Ied \(
% \\
B
50 W\
ko)
o
25
\
AN
0
2 4 68 2 4 68 2 4 68
1w 10° 100 A




*2N 3055 8

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
émetteur
»
's Fveg=4av >
{mA} L
4
(¢}
2 o
¢ /
N
10?
8 N
& (4]
)

_.
)
nN
o P——|

1 15 VeV

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE
Codrant collecteur en fonction de la tension

base-émetteur
‘c| Veg=4V
(A)
|
10 A/
a e
6 :80 4
© 7
4 4 ,g‘"
&
“:5’ Ly
2 //&{,"'?
0
10 s 77
s I
. /
L
ol
0 0,5 1 15  VgetV)

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en

du 1e f du /
v VB?sat ;
CEsat| | v c_
v} T§= 10 P /
, /
15 L 12 4
//
| L ,AJ 0,8 L ///
5" / Lea: =25°".—’/ V
7 _1_._1-’ /
! }
/47 toase = 125257
0,5 7 v 1 0.4
‘ P % 4
0 L——g =1 l 0
2 4 68 2 4 68 IC(A) 2 4 68 2 4 68
107 10° 10 10! 10° 107 118
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*2N 3055 S

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Capacité de sortie en fonction de la F e en f du
tension collectaur-base” courant collecteur
[ f.
22b T 111 T Vogp =10V
{pF) toage = 25°C (MHz) CE
s case tamb = 25°C
4 A~
6
4 3
\ \ )
: =
\NW 1)
102 L 0
2 4 6 8 VCB(V) 2 6 B8 lC(Al
10! 10"
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la rési: hi ique en
régime d‘impulsions
K
8
=
§= 05 1 /
5 ] >~
=02
IPoxr=sad
LT =92 1
a D =
o 5 af)*
A
2
10" =
-] =
104 0% 102
6/6
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NPN SILICON TRANSISTORS TRIPLE DIFFUSED MESA. 2 N 3439
TRANSISTORS SILICIUM, NPN MESA TRIPLE - DIFFUSES. 2 N 3 4 40

- High voltage, high frequency response transistor
Transistor haute tension a8 fréquence d’amplification élevée
350 V 2N 3439
- High voltage, low current switching applications Vceo 250 V 2N 3440
Application en commutation, haute tension, bas courant. i 1A
C
Ptot mnow
Rth(j-c) 17,5°C/W max.
VCEsat 0,5 v max.
Dissipation derating Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Vaariation de dissipation Boitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
100 %
N

’s N
RETAN Nar
\ 8

25 N
Weight : 1,1 g Collector is connected to case
o Masse Le collecteur est relié au boftier
0 50 100 180t (°C)
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
2N 3439 2N 3440
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base CcBO 450 300 v
Collector-emitter voltage \;
Tension collecteur-émetteur CEO 350 250 v
Collector-emitter voltage _ v
Tension coMecteur-émetteur VBe = 15 CEX 450 300 \Y
Emitter-base voltage \%
Tension émettsur-base EBO 7 7 v
Collector current
Courant collecteur |C 1 1 A
Base current (
Courant base B 0,5 05 A
Power dissipation t = 25°C P,
Dissipation de puissance case tot 10 W
max. Y 255 255 °c
Storage temperature min t, —65 —65 °C
Température de stockage max. 9 +200 +200 °C

74 - 4 1/6
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2N 3439, 2N 3440

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
YCE iaoo v 2N 3439 20 A
Collector-emitter cut-off current B lcEO
Courant résidus! collecteur-émettour v —200V
CE~ 2N 3440 50 uA
g =0
:/'CE = 45;05\’\/ 2N 3439 500
Collector-emitter cut-off current BE =" TcEX
Courant résidug! coflecteur-ématteur VC E= 300V
Vge =—15V 2N 3440 500
. VV = 6 V
Emitter-base cut-off current EB I
Courant résiduel émetteur-base I c = )] EBO 20 A
- 350
Collector-emitter breakdown voltage | 'c =20 mA V(BR)CEO* 2N 3439 v
Tension de claquage collectour-émetteur | B = 0 2N 3440 250
Vo =10V 2N 3439
CE 40 160
Static forward current transfer ratio IC =002A h 2N 3440
Valeur statique du rapport de transfert 21t
direct du courant \ CE= 10V
lc =0002A 2N 3439| 30
Collector-emitter saturation voltage ! =0,05A VCEsat 0,5 v
Tension de saturation collécteur-émetteur IB = 0,004 A
Base-emitter saturation voltage le = 0,05 A V, .
Tension de saturation base-émetteur g =0004A BEsat 13 v
Second breakdown collector current | Vg =200V |
Courant coll de second cl t =1s S/B 60 mA
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Veg =10V
Transiion frequsncy g =00104 T 15 Mz
f =5 MHz
Output capacitance Veg =10V Coop 20 pF
Capacité de sortie 1 f =1 MHz l
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermat resistance o
Rési thermique (jonction-boitier) F‘th(j—c) 17,5 l cw

*Pulsed ¢ —300us & <2%
Impulsions P
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2N 3439, 2N 3440

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

Ic
(A)
5
2
! SS o
A N LA
\ 50 ps
\\\\ A\l E—N% ) §
05 3 \ D —
NS \;f}?@ | N"-100 ps |
N
NS H
\‘\6“. WV‘ \
02 N A
, C X,
o A NN
01 tcase=25b Q“\ \\ |1
" | Continuous S N
Continu \{\ X
Pulsed ——— AN
0,05} /mpul R,
A
0,02 \
2N 3440+ | j«2N 3439
001 T B !
1 2 5 10 20 50 100 200 500 Ve )
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2N 3439, 2N 3440

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant coflecteur en fonction de la tension

Ic collecteur-émetteur

tmA) ] ]
160 1,2 _‘“_’f"A——q
p. AP
e 1
1 mA
120
0,8 mA
80 L~ | Ir
/ 0,6 mA
{ —
N
0,4 mA
® ]
|B = 0,2 mA
0 | ||
0 2 4 6 8 VCE (v}
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value}
Tension collecteur-émetteur en fonction de la
v cE résistance base-émetteur (valeur minimum)
\' =
V) tease = 25°C
450 + 2N 3439 lc =50mA

300 |- 2N 3440

150

1 2 5 2 5 '2 5
10 102 10° 10° Rge

(«)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

I I collecteur-émetteur

(mA) T o S 75T
(S
o?’}‘L/
A b
80 0,
f/ //T o mE
— Vo.
60 o P
T 0.5 MA_fer
F( I 0.4 mA (s
40 —
f\’/ 13 r;‘A
T |
20 0,2 mA ||
|
‘B = C",‘l mA —{
. F T
0 40 80 120 160 v (V)

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
£ p fe

Ry Souenton fo du
Voo =10V
cE N
Zi)
150 <
£V
Z 1
L)
=
100 oG !
//q,
> A 1
50 — _e%°C
case
o |
3 2 4 68 2 4 68 1 2 4 SSI
100 102 10 c

(A)
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2N 3439, 2N 3440

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE

VOLTAGE
\ Courant base en fonction de /a tension base- Courant collecteur en fonction.de /a tension
‘ 3\) émetteur 'C base-émetteur
m
= Vi 7 A} = y
8iVeg =10V v Alglv g =10V =
6 y
/
4 4
Vi 94
2 (A 2 // /
(<]
101 ') / 10'1 L / /
8 o/ 8 o[- o
€ " pi—& 6 ~fe
A sfl [ N / )
AR g |3
9 ~
2 f 2 -
0 . /
107 i 1 107 1
) 8
e 17 T
AT . [
4 / 4
2 2
107 102
0 0,2 0,4 06 08 Vgg (V) 0 0,2 04 0,6 0,8 Vge (V)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en
P ion du s VBEsar ¢ ion du cou. He
VCE)saI Tt (v} e
v L © -
ig 10 T3 © 10
3 v
08 va
25 i /
5.1506 Py
, 06 | — oo™
2 L
w.
. [4) 1
1,5 3 C
5 & 04 584‘1
"Cﬂ '
A LT
1 & :?,o 1]
/ " 0,2
g
05 A /,«2’
X /,‘_‘ &
0 0
22 468 ,2 468 .2 68 , 2 4 68 2 468 .2 468
1073 102 10" Igia) 102 102 107" e
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2N 3439, 2N 3440

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

TRANSITION FREQUENCY VERSUS

COLLECTOR CURRE
P4 de o

NT

f en fi du
'T(MHZ) caurant collecteur
T T T
VCE = 10°V
60 toase = 26°C
/ \\
w0 \\
20 |
0 1 4 6 8 2 2 8
10 10 te (mA)
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NPN 51LLICON TRANSISTORS, HOMOBASES
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASES

2N 3441 compl. of BDX 16

*2N 3441
*BDY 72

- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

- High current switching
Commutation fort courant

Dissipation derating
Variation de dissipation

N

100 %

N

K Preferred device

Dispositif recommandé

V, 140 V. 2N 3441

ceo {120 vV  BDY 72
I 3A
Piot 25 W
Rth(i-c) 7°C/W max.
h 20 - 80 2N 3441

21E (05 A){GO - 180 BDY 72
fr 0,8 MHz min.

Case TO-66 — See outline drawing CB-72 on last pages
Boitier

Voir dessin coté CB-72 derniéres pages

Bottom view
Vue de dessous

75
\ E
"
50 °
| o . o
|
25 S~—
B
0 Weight : 6,4 g. Collector is connected to case
50 100 150 t ‘e(°C) Masse Le collecteur est relié au borftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
2N 3441 BDY 72
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base CBO 160 150 v
Collector-emitter voltage Vv
Tension collecteur-émetteur CEO 140 120 v
Collector-emitter voltage Roe:= 100 Q \
Tension collecteur-émetteur BE 00 CER 150 130 v
Collector-emitter voltage v = 15V \Yj
Tension collecteur-émetteur BE ! CEX 160 150 v
Emitter-base voltage V]
Tension émetteur-base EBO 7 7 v
Collector current i
Courant collecteur c 3 3 A
Peak collector current o= 1
Courant de créte de collecteur P s CcM 4 4 A
Base current |
Courant base B 2 2 A
Power dissipation 9RO P
Dissipation de puissance t(:ase =25°C tot 25 25 w
Junction temperature t. o
Température de jonction max [ 200 200 c
Storage temperature min t _65 —65 °C
Température de stockage max stg +200 +200 °C
73-12 17
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*2N 3441, BDY 72

STATIC CHARACTERISTICS t = 26°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)

Test conditions 5

Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Ve =140V

CE
Vgg =18V 1 mA
2N 3441

VCE =140V

Vgg ==15V 5 mA

toase = 150°C
Collector-emitter cut-off current lCEX
Courant rédsiduel collecteur-émetteur

Vv =130V

CE 1
Vgg =158V mA
BDY 72

VCE =130V

VB E= ~15V 5 mA

tease = 150°C
Emitter-base cut-off current Veg =7V
Courant résiduel émetteur-base |CLB =0 IEBO 1 mA
Collector-emitter breakdown voltage le =100mA v *) 2N 3441, 140
Tension de 1 .g - (BRICEO | apy72 | 120 v
Collector-emitter breakdown voltage | g =100mA v *| 2N 34411 150
Tension de clag ? rorteu Rgg =100 2 {BRICER "| gpy 72 | 130 v
Collector-emitter breakdown voltage le =100mA %] 2N 34411 160
Tension de cl /i -dmetteur ‘VCBE =—15V V(BR)CEX BDY 72 150 v
Static forward current transfer ratio v CE= 4V h 2N 3441 20 80 v
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant le = 05A BDY 72 60 180
Collector-emitter saturation voltage [ =05A
Tension de i ,g’ ~0,05 A VeEsat 1 v
Base-emitter voltage Vg =4V Ve 17 v
Tension base-émetteur | c = 05A

* Pulsed tp=300lls 5<2%

Impulsions
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*2N 3441, *BDY 72

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition frequency Veg =10V f BDY 72 0,8 MHz
Fréquence de transition e =02A T ’
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rinij-c) 7 oc/W
Rési hermique (jonction-boitier) )
SAFE OPERATING AREA
Aijre de fonctionnement de sécurité
'c LIBLELES
(al 2N 34417
5
D
B} 3 %
W OSNAN [N NS
AVA'AKN \%81—,,
\ \ \a) \ N
R el TN
2 N reew N \
AN
\w \| \ \ \ )
YN NN
RN
1 RIS
ANEAATE
\\
\ N\
\ ML
R\
05 I N
A
-toase = 25°C \‘\
; 1]
Continuous \\ \\‘
Continu N I\
FPulsed _____ \\*‘
Impulsions
0,2
[N}
1 2 5 10 20 50 100 200 500 Voelv)
3/7

305




*2N 3441, *BDY 72

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

) collecteur-émetteur

(A} |2N 3441]

——J—‘"{’--{ GSImA‘

A
45 mA-
40 mA |
35 mA
30 mA
T
ot 25 mA
- f
i mA

i
I
Bl

\
\

086

!

15 mA

;[LAJ

04

02 = 5mA |

0 1 2 3 4 Vv

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

\ collecteur-émetteur

A gDy 72 TomA |t

emd
18 mA]
—-"‘374 A

0,8

12 mA

=T ‘tomaA
= i

ul 8 mA
i

8 mA

0,4 !

ceV!

Ie

(mA)[2N 3441’
@&?“/
s
160 v‘%

120

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

160 Vv

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

(mg) V/ ” BDY 72
/] /<
wo LTI
5]
M4 44l
e
0/}
% o?"(\p
ESZ
20 B>
V/ (‘\‘\\T\AJ
| SmEEA
0 40 80 120 160 wvgv)
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*2N 3441, *BDY 72

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)

Tension coll en f ]
Vee résistance base-émetteur {valeur minimum)
vy lc =100 mA
tease = 25°C
150
N
N 2N 3441
140
130 <
N
N
120 BDY 72
110
42 468, 2 468, 2 46
10 10 10 R BE(ﬂ.)
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du Valeur statique du rapport de transfert direct du
h en f ion du Ih h en f ion du e
21E — 21E —
2N 3441 BDY 72 ]
VCE:4V VCE =4 V]
60 AT
e
. 150
50 &
/1IN
- o 7_‘0(.;
40 % T
s\ \¢ i \
% 100 \
A A\
30 ) AT NN
o P y
v
20 7‘ e
50~
10 \ N
N N
V] 0
4 68 2 468 2 46 2 2 468 ,2 468 2 4.6 (p
102 10" 100 A 10 10 1 c
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*2N 3441, *BDY 72

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE

Courant base en fonction de la tension base-
émetteur

B
(mA)[ 2N 3441 Q!’w -
VCE =4V v
3 7

£ <
LS f
2 4\0(

xcﬁfp

102

o

o o

0,55 1 1.5 VetV

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en

VCEsa( fonction du courant collecteur
v) Ic )
—=10
lg
2N 3441
1,6
1,2
of
Iy
0.8 /-9
4 /o
o~ 4
4, Vi i
0,4 7’{;?
/ A &.b[
-y |
0 |
2 4 68 2 468 2 46
102 10 10

Icia)

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
base-émetteur

c T T T
(A) g 2N 3441 B
6 av 1
Vee f{ 10V
wC
2 341’
o
10° s
8
6 N /
4 ‘d‘? /
2
107 / [
s 7
s J 17
o |
A
102 l
04 06 08 1 1,2 Vgev

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE

VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

VBEsar fonction du courant collecteur
v Ic
==10
I
2N 3441
16 "
1,2
By
0,8 g
teast
-
0,4 __p#
0
2 468 2 468 2 468
102 10" 10° 1A
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*2N 3441, *BDY 72

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS

COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT .

Capacité de sortie en fonction de la f de tr en du
(;22 tension collecteur-base §. courant collecteur

b T
(pF) \\ 2N 3441 (MHz) Veg =10V
8 N
N
P~

10’ 5 2
0 1 VaglV) 2 4 6 8
10 10 cB 10" et

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de Ia résistance thermique en
régime d'impulsions

11 1]

]

> y

- /'
1 L

AN

N O
0
|

107!

/
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
105 10% 102 102 1077 100 tytse0)
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NPN SiLICON TRANSISTOR, HOMOBASE
TRANSISTOR NPN SILICIUM, HOMOBASE

2N 3442 compl. of BDX 20

*2N 3442
BOY 74

- LF large signal power amplificateur
Amplificateur BF grands signaux de puissance

- High current switching
Commutation de forts courants

- Thermal fatigue inspection
Contrble en fatigue thermique

Dissipation derating

%K Preferred device

Dispositif recommandé
140 V 2N 3442
Veeo {120 v BDY 74
Ic 10A
Prot M7 W
Rih(jo)  15°CW
20-70 2N 3442
h
21E(3A-4V)50.150  BDY 74
fr 0,8 MHz min.

Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages

Variation de dissipation Boftier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages
100 Bottom view
% \ Vue de dessous
75 \\
50 \\ D O
25 ‘\
B
Weight : 14,4 ¢ Collector is connected to case
o S0 100 150 t;400(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tease = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION {Sauf indications contraires)
2N 3442 BDY 74
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base CBO 160 160 v
Collector-emitter voltage Vv
Tension collecteur-émetteur CEO 140 120 v
Collector-emitter volitage — \Y
Tension coilecteur-émetteur RBE =100 & CER 150 145 v
Collector-emitter voltage _ v
Tension collecteur-émetteur VBE =-15V CEX 160 150 \
Emitter-base voltage A"
Tension émetteur-base EBO 7 7 \Y
Collector current |
Courant collecteur c 10 10 A
Peak collector current - |
Courant de créte de collecteur tp = 100 ms cm 15 15 A
Base current |
Courant base 8 7 7 A
Power dissipation — 25°C [
Dissipation de puissance tease 5 tot 7 17 W
Junction temperature a t. oC
Températurs de jonction max. 1 200 200
Storage temperature min. 1 —65 -65 °C
Température de stockage max. 9 +200 200 o

THOMSON - CSF
OIVIZON SEMICONDUCTEURS,

74-10 1/9
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*2N 3442,BDY 74

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tegse = 25°C

(Unless otherwise stated)
{Saut indications contraires}

Test conditions p
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
:’CB = ;40 v 2N 3442 1 mA
Collector-base cut-off current B = IcBO
Courant résiduel collecteur-bese \i =130V
B, BDY 74 1 mA
B =
Vap =140V
CE
Vgg =—15V 5 mA
Ve = 140 V 2N 3442
Vpe =~15V 30 mA
t = 160°C
Collector-emitter cut-off current vase lcEX
Courant résiduel collecteur-émetteur v —130V
CE= 1 mA
Vg =—1.5V
Veg =130V BDY 74
Vge=—15V 10 mA
tcase = 150°C
Collector-emitter cut-off current - {
Courant résidus! collecteur-émeatteur VCE =10V CEO 2N 3442 200 mA
Emitter-base cut-off current Vep =7V leag 5 mA
Courant résidusl émetteur-base ] c = 0
| = 200 mA
c ToEm 2N 3442 | 140 v
lg =0 *
Collector-emitter breakdown voltage A
Tension de claquage collecteur-émetteur L =25mH CEO{sus)
le =200mA BDY 74 | 120 v
Coliector-emitter breakdown voltage I(; =200 mA A\ *
Tension de claquage collecteurémetteur RBE =100 8 CER{sus) 2N 3442 | 150 v
Collector-emitter breakdown voltage lc =100mA v * | 2N 3442 [ 160
Tension de cl. Vge = -1,5V CEX({sus) BDY 74 150 v
Vee =4V 2N 3442 | 20 70
Static forward current transfer ratio lc =3A % | BDY74 | 50 150
Valeur statique du rapport de t v yEn h21 E
direct du courant =
CE
Ic =10A 2N 3442 75
lc =3A 2N 3442 1 v
Collector-emitter saturation voltage g =03A Vee * | BDY 74 1
Tension de e I & 1 —10A sat
c = 2N 3442 5 v
lg =2A
e = 3A 2N 3442 1.7 v
Base-emitter voltage Vep =4V Vae * | BDY 74 1.7
Tension base-émetteur I —10A
c = 2N 3442 5,7 \Y
VC\E =4V

* Pulsed t = 300 s

Impulsions [

6<2%

2/9
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*2N 3442,8DY 74

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

toase = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max. i
Second breakd flect ¢ | Vee=80V
econd breakdown collector curren
Courant collecteur de second claquage t =1s IS/ B 2N 3442 | 11 A
= 10
toase = 100°C
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
T ition f VCE’ =10V |
ransition frequency g f
Fréquence de transition IC =1A T 0.8 MHz
f =1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rth(j-c) 15 oC/W
Résistance thermique (jonction-boitier) ’

VCEO(sus) TEST CIRCUIT BDY 74
CIRCUIT DE MESURE DU Vopp(eys) LU BDY 74

27 92

Figure 1

L

-— V

[] 058

L for VCEO = 256 mH

pour

30V
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*2N 3442,BDY 74

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

C
(A)
50
2
0 8
L ~ Lol b ey G
'\, AR ‘P N 7o
N L
10 ~— A3 %52\“‘
g 7
NN N X
2
5 N \,
NEDLIAN
N\
2 N
AU
tease = 25°C NI\
1 | Continuous -
I” Continu ‘L
'Pulsed_ —————— —— “\
05 Impulsions
0,2
0,1
1 2 5 10 20 50 100 200 800 V¢e V!
THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE
Permanent inspection of soldering quality between Le contrdle permanent de la qualité de la soudure entre la
silicon chip and header provides maximum insurance pastille de silicium st I'embase confére au istor un maxi-

against thermal fatigue.

mum de garantie contre /a fatigue thermique.

Pulsed test : Contrbls cyclique :
10 000 cycles
"on” : 2 minutes (0> 48 W)
“off”: 1minute (48>0W)
toase = 100°C max
At e = B5°C max
4/9
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*2N 3442,8DY 74

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

0 collecteur-émetteur
N 2N 3442
8 450 mA|
"’-——-
[T ma
6 pomoet=——T"""1 250 1
/__-—‘ 200 MA’__
e s 150 mA _|
1 I
4 =T 100 mA
‘ f_—_— I
IB =50 mA
1
I
0 [
[} 1 2 3 4 Vv

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

collecteur-émetteur
C N A
BDY 74 600 m:
w _~ /lsoﬁk_
" 400 mA
. T
8 300 mA
peme T |
|
200 mA
6
IB =100 mA
[
4
2
0
0 1 2 3 4 Vee v)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

'C collecteur-émetteur

(mA) / / 2N 3442
3
& g//
&/ |/
120 A S

0 40 80 120 160 v (V)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

(Al (§§ ill // BDY 74
100 [ A

§Q

q
\\

120

“q

40

// \
IB=200nA)
0 4 8 120 160 Vg (v
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*2N 3442 BDY 74

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS

BASE-EMITTER RESISTANCE

Tension émetteur en jon de la
v résistance base-émetteur
CE ™1 _ T
) tcase = 25°
180
2N 3442
160 1™
BDY 74 \J
™~
T~
140 P
\\
120 [
100
2 5 2 5 2 5 2 5
10° 10’ 10? 10 Rag ()
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFERT STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du Valeur statique du rapport de transferr direct du
en f ion du e enfk jon du ¢ e
| 2N 3442 g oy 74
VCE =4V )
Vog =4V
240
180
'
! =
(e }
120 0 e
A
f/ d
\ ’_—"/ N
20 80 / \
0 2 468 2 4 68 2 46 0 2 4 68 2 4 68 2 46
Al
10 102 10 Ig (mA) 102 10" 1P le !
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*2N 3442,BDY 74

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant base en fonction de la tension base-
lg émetteur g émetteur
(mA) ~r TS =TT {mA) A BDY 74
- —
[ R; //'SP A 2N 3442 6 /// Veg =4V
a 7 A Vg =4V 4 3
f 1/ CE
T 1l
102, f 102 /)
: 17 : /i
o I/ . / 'I
2 3 2
! 10’ I
10 e 8
6 61—
] ]
2 2 3 8
I 1.2
10° 100 L 411
0 2,8 1,6 2,4 3.2 Vae (v} 0 0,8 1,6 2,4 3,2 Vgg (V!
COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
\¢ base-émetteur Ic base-émetteur
(A) |- oy 343‘ % (AL 8DY 74 -
s = Ve =4V P’
Ve =4V P ad o CE /
4 i /
| /
2 2
//
10° 10° /
8 y 4 8 7
/1 . 71
[ f ) I
a 4
2 ° 2
0
2 ~
. -1
10" 8 [- " 0, g
i o
6 q..ﬁ 61—~ I8
j a gy
3 8
2 2
102 ’ 102 l ‘
0 0,4 0.8 1,2 1,6 Vge V) 0 04 0,8 1,2 1,6 Vge (V)
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*2N 3442,BDY 74

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteuvr en

v f ion du
BEsat
V) 1
2N 3442
L
£ =10
16 -2 /

N

0,8
S50 %
L tcase a
[t 00
tease ” ]
04 =
0
2 468, 2 468 2
10! 102 10°
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en
v fonction du m
BEsat T
v} BDY 74
J
C
TE =10
1,6
1,2
— ot
/
0,8 y
o /’
__(cw=25 | /
ﬂr P
0,4 t—t e -
0 2 468 2 4 68 2 a6
102 10! 10° Ic

46 Ig (ma)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation collecteur-émetteur en

P i pp

v du
CEsat T T
(v) L_2N 3442
t
C_10
T8
1,6
1,2
2
- §
1]
08 8
s
& 1]
/i
2
0,4 /“V
IA |
N =
0

2

w 2ot P e P e mAl

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation collecteur-émetteur en
fonction du courant collecteur

VcEsat T T
(V) BDY 74
1

¢
=10
Te

1.6

08 “

04
/.

Y
\
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*2N 34428DY 74

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base

N

A

cB (v}

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de Ia rési: hermique en
régime d’impulsions

2 5 2 5 2 5 2 5 2
105 104 C10%° C102° Tt ol
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NPN SILICON TRANSISTORS, TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA TRIPLE DIFFUSES

* 2N 3584 *2N 3585
*2N 3585, 2N 4240

- High voltage linear power amplifier
Amplification lindaire de puissance forte tension

- High voltage fast switching
Commutation rapide, forte tension

Dissipation and lg/g derating
Variation de dissipation et de /g/g

100
%
75 Y
50 Nea
&

25

30%

*Preferred device
Dispositif recommandé
175V 2N 3583
Veeo 250V 2N 3584
300V 2N 3585 - 2N 4240
{1 A 2N 3583
| 2A 2N 3584 - 2N 3585
¢ 2N 4240
Rth(i-c) 5°C/W max
10 MHz 2N 3583 - 2N 3584
f : 2N 3585
T min 15MHz 2N 4240

Case TO-86.— See outline drawing CB-72-on last pages
Bofitier

Voir dessin coté (CB-72 derniéres pages

] Weight : 64 ¢ Collector is connected to case
%0 100 160 1 ,..(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 26°C (Unless otherwise stated)
case (Sauf indications contraires)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D°UTILISATION

2N 3583 2N 3584 2N 3585 2N 4240

Collectar nase voltage Veso 250 375 500 500 v
o oo rotioge Veeo 175 250 300 300 v
By Veso 6 6 6 6 v
e et 1 2 2 2 A
P et e et tp =10ms | gy 5 5 5 5 A
ot o 1 1 1 1 A
Zg:!:;,;i‘:‘;‘::}jg",,m tosa = 25°C| 35 35 35 35 w
‘;:;22:1:’1‘}?::;;: max 200 200 200 200 °C
Storage temperature min —65 —65 —65 —65 oc
Températurs de stockegs max +200 +200 +200  +200 °c
74-10 1/6
—
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*2N 3583, *2N 3584, *2N 3585, *2N 4240

STATIC CHARACTERISTICS = 25°C (Uniess otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions ;
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
2N 3583 10
Collector-emitter cut-off current Veg =150V { 2N 3584 5 A
Courent résiduel collecteur-émetteur uB =0 CEO 2N 3585 5 m
2N 4240 3
\ =
Veg =225V 2N 3583 1 mA
VBE =-18V
Veg =225V
Vgg =-15V 2N 3583 3 mA
toase = 150°C
Collector-emitter cut-off current Veg =340V ]
Courant résiduel collacteur-émetteur VBE =-15V CEX 2N 3584 1 mA
Vg =450V 2N 3585 1 R
Vgg =-16V 2N 4240 2 m
Vcg =300V 2N 3584 3
VBE =~156V 2N 35856 3 mA
tease = 150°C 2N 4240 5
2N 3583 5
Emitter-base cut-off current Vgg =6V lego 2N 3584 05 mA
Coursnt résiduel émettaur-base IC‘ = 2N 3585 05
' 2N 4240 05
lg = 200mA 2N 3583 | 175
Collector-emitter breakdown voltage ) — VCEO(‘;us) 2N 3584 | 250 v
Tension de g L = 20 mH A 2N 3585 ) 300
=om 2N 4240 | 300

2/6



#2N 3583, *2N 3584, *2N 3686, *2N 4240

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Vaeg =10V
CE
lc =05A 40 20
2N 3583
Veg =10V 10
e = 1A
VCE =2V 8 &
le = 1A
2N 3584 -
=10V
YCE —1A 25 100
Static forward current transfer ratio c h *
* Valeur statigue du rapport de fort 21E
diract du courant v —2v
CE 1A 8 80
'C =
2N 3585
Vag =10V
| CE— 1A 25 100
c =
Vap =2V
CE
e = 0,75 A 10 100
2N 4240
Vap =10V
CE
Ilc =075A 30 150
= 2N 3583 5
IC =1A v
lg = 0,125 A 2N 3584 0,75
Collector-emitter saturation voltage VCE :‘ 2N 3585 0,75
Tension de . " 4 sa
le = 0,75 A v
g = 0,075 A 2N 4240 1
| —1A 2N 3583
lC —01A 2N 3584 1,4 v
Base-emitter saturation voltage 8 VBEsat* 2N 3585
Tension de saturation base-émetteur
e = 0,75 A )
g = 0.075 A 2N 4240 1.8 V
Second breakdown collector current Veap = 100V |
Courant collecteur de second claquage t CE =1s s/8 035 A
*Pulsed = 300 6§ <2%
En impulsions » ps.
3/6
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*2N 3583, *2N 3584, *2N 3585, *2N 4240

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux}

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)
&

Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
2N 3583
Vep =10V 2N 3584 MHz
ey CE 10
Transition frequency —
Fréquence de transition 'C =02A fT 2N 3585
f =5MHz
2N 4240 | 15 MHz
lc =1A 2N 3584
c 3 5
lg =01A 2N 3585 “
Turn-on time a4t
Temps total d’établissement d™r
I =075 A
[ ‘ =
g = 75 mA 2N 4240 0,5 us
1 =1A 2N 3584
¢ 3 S
g =*01A 2N 3585 “
Fall time t
Temps de décroissance
lc =075 2N 4240 3
lg =*75mA 4 us
lg =1A 2N 3584 4 us
lg =%01A 2N 3585
Carrier storage time t,
Retard & la décroissance s
I =075A 2N 4240 6 ps
I3 =x75mA
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rypfi
Résistance thermique (jonction-boitier) thj-c} 5 °c/w

4/6
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*2N 3583, *2N 3584, *2N 3585, *2N 4240

Aire de fonctionnement de sécurité

SAFE OPERATING AREA

- ll“ Cd - ol
g = i i e
1\ =t ] L
7 \\ A | s \“n\
I% y MLt -t ” 9
—7 BRI R T—ea—]
5 0 . P ow_ ]
7z v
S A T—&R
F e
N Se” A Y
S
\\ \\
\‘
“\ 4
1
g “
L o 1
N Q m a
noZ23 mm
g 2§ 33
8 38 38
< 0 o -
b w N - =] =] o
0 o - o ] o =) 5 =)

20

10
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*2N 3583, *2N 3584, *2N 3585, *2N 4240

TEST CIRCUIT
CIRCUIT DE MESURE

s

o>toV

80 Hz

——» V

~al

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

4 0-50V

VCEO sus VeE,

B
10 us
l
B ] I
-1
B
ot
)0 % 90 %
'c 10% -10%
ta) |t
ton Soff
Re - Rp : non inductive resistonces 1g1 and ig9 mesured with Tektronix probe P 6021 and
! Pulse width = 10us Amplifier type 134
Form factor <1% 1g1 et I, sont mesurés avec une sonde Tektronix P 6021 et
Rise and pulse time < 20 ns Amplificateur type 134
Rc-Rg: résistances non inductives
& Largeur d'impulsion =10us
Facteur de forme <71%
Temps de montée et dascente < 20 ns
8/6
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NPN SILICON TRANSISTOR, DIFFUSED MESA * 2 N 3738
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA DIFFUSE

K Preferred device
Dispositif recommandé

- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

Hich vt i VcEO 225 Vv
- High voltage switching

C jon haute i Ic 3A
Piot 20w

Rth (j-c) 7,5° C/W max.
h21E(0,1 A) 40 - 200

fr 10 MHz min.
Dissipation and lg/g derating Case TO-66 — See outline drawing CB-720on last pages
Variation de dissipation et de I g /B Boitier Voir dessin coté CB-72 derniéres pages

Bottom view

0
100 % § Vue de dessous
/.
7% A s E
| % | o
50 —} % ‘ 60 % (o) o O
!
25 i B
|
Weight : 6,4 g. Collector is connected to case
o 60 100 180 . {°C) Masse Le collecteur est relié au boltier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tease = 25°C (Unlqssqthgmise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base CBO 250 v
Collector-emitter voltage V,
Tension collecteur-émetteur CEO 225 v
Collector-emitter voltage - —
Tension collecteur-émetteur Vge=-15 Veex 250 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 6 v
Collector current I ¢ 3 A
Courant collecteur
Base current ] i A
Courant base B
Power dissipation . _
Dissipation de puissance Tcase = 25°C PfOt 20 w
Junction temperature t.
Température de jonction max ] 175 °c
Storage temperature min t —65 °C
Tempérsturs de stockage max stg +178% °c
74-1 17
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*2N 3738

STATIC CHARACTERISTICS

t = 95°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions :
Condjtions de mesure Min. Typ. Max.
. — 1]
gollector-gmltter cut-off current VcE =126V \cEO 0,25 mA
ourant résiduel collecteur-émetreur lB =
Vee = 250V 05 mA
Vgg=—15V !
Collector-emitter cut-off current }
Courant rdsiduel collecteur-émetteur ) CEX
VCE =126V
Vgg ==15V 1 mA
togase = 100°C
Collector-base cut-off current Veg =250V icBo 0.1 mA
Courant résiduel collecteur-bese |E =0
Emitter-base cut-off current Veg =6V ‘EBOD 0,1 mA
Courant résiduel émetteur-base IC =0
Collector-emitter breakdown voltage lc =5mA VigricEO* 225 v
Tension de claquage collecteur-émetteur lB =0 (BR)C
Vop =10V
CE
Ic = 0,05 A 30
Static forward current transfer ratio Veop =10V .
Valeur statique du rapport de transfert CE _ "21E 40 200
h I =0,1A
direct du courant Cc
Vep =10V
CE
lc =025A %
Collector-emitter saturation voltage I‘c =025 A VCEsat 2,5 Vv
Tension de e J lg =0025A
Base-emitter voltage Veg=10V VBE 1 \
Tension base-émetteur lC =0,1A

* Pulsed t =300us 8§<2%

Impulsions P

27
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*2N 3738

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Vee = 20V
Forward current transfer ratio - h
Rapport de transfert direct du courant lc =100mA 21e 35
f =1KHz
Vap =10V
Transition frequency CE
Fréquence de transition lC =01A fT 10 MHz
f =10 MHz
Output capacitance Veg =100V c F
Capacité de tortie § c =0,1 MHz 22 20 P
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-(lzase tpemlpl res.istint_:i” Rth(i-c) 75 °C/W
3/7
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*2N 3738

SAFE OPERATING AREA
Aijre de fonctionnement de sécurité

(A)
5
(3A - 6,66 V) o
\ 2
y)
2 N D
\ SREIEAN
N q‘% ',
7\, & "} ‘\ [l
1 N % N—r
AN A
A}
N ‘\
LY
05 N A
b \
\ \
0,2 {0,2A - 100 ‘\
\ \
= 2%
0,1 | fome = 2% 1 \
C 1 4}
Sy \
g1l
0,05 [ Impulsions
{0,028A - 225V)
0,02
0,01
1 2 5 1 20 50 100 200 Vg V)
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*2N 3738

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE 3 3 EMITTER VOLTAGE
lc  Courant collecteur en fonction de la tension |,. Courant collecteur en fonction de la tension
A collecteur-dmetteur C )wllocmur-tmamur
iO Y 180 pA
7" |a mA T
~Ta mA 4 160 pA
08
V%A — T | [ ]
V‘ 1o o
"1 140 uA
06 // / 6 mlA 3 'I i
/// 5 mA 120 pA
— | =t l
4 mA
04 I/ : 2] 100 A
/ 3 ’“IA 80 pA
I
0,2 2ma 1 - 60 pA
I
g =1 mA 40 pA
|
0 I [ I ig = 20 A
0 2 4 6 8 Vee v) 0 20 40 60 80 VeetV)
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)
v Tension coll en fe ion de la
CE #si [ {valeur mini )
) —
tage = 25°C
260
250
240
230
N
220
2 468 2 4 68

2 4
10 10% 10% Rpg ()
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*2N 3738

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Vsleur statique du rapport de transfert direct du
ion du fe

£

h, an

21E e
—[ L~ VCE =4V
& \ B
so| |&/
/]
V%N
60 A
Vi
4
vy
20
102 2 4 6?0'1 2 4 6?00 2 4 Ie (A)
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
émetteur
g
(mA) Veg =10V
4
2 /0
O
102 AP
8
-]
4
2
10}
8
[
4
2
10°
05 0,6 1,2 Vgg V!

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rspport de transfert direct du
en fonction du e

h
21E N 10
VCE =10V

g
T ) [
N
A

[ o)

60 |-A

¥
s
am———

40 \\

20
0 2 2 4 68 2 4 68 o 2 4 v
10° 107 10 Vee!V

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

base-émettour
|
Cc T
(A) Ve =10 VJ
&
a
%
P o
s ///ﬁ
2 / T
10° /%
8
. .
IV
L
10! j }

0,5 1 VBE(V)

6/7
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*2N 3738

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de en v Tension de saturation base-émetteur en
v f ion du BEsat fe ion du i
CE sat’ V)
v) '1"I — lc' —
1—[; =10 I—R; =10
1 1
e
% A
l x z 4/ //
( LA | A
‘ — S
ve's
2
&
05 S 0,5 /] &
V / L/
Al
4
& A
K]
4
7’ e
Y el
0 2 8 2 4 0 8 2 4 68 2 4
2 4 68 2 _ t
10—2 10-1 100 Ic {A) 10-2 i) 1 100 C(A)
QUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tansion collecteur-base
€2
(pF)
8
2N
6
\\
4 <
N
\\
\\
2 \\
N
10’
2 4 6 8 2 4 6
100 101 VCB(V)
717
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;l;l::s!lg‘;%ON TRASNSISTORS, EPITAXIAL BASE * 2 N 3740
. PNP SI E EPIT,
RS LICIUM, BASE EPITAXIEE * 2 N 374]

K Preferred device
Dispositif recommandé

- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance VC EO { —gg x g“ g;:?
- Medium current switching
Commutation courant moyen Ic -4 A
Piot 25 W

R {i-c) 7°C/W max.
h21E (0,25A) 30 - 100

fr 4 MHz min.
Dissipation and lg/g derating Case TO-66 — See outline drawing CB-72 on last pages
Variation de dissipation et de 1g/g Boitier Voir dessin coté CB-72 derniéres pages
100 % Bottom view
Vue de dessous
MERNN
N % E
8
| o\
&0 o
T %,
| " \ o . O
30 %
26 ™\
B
Weight : 6,49. Collector is connected to case
° 50 100 150t (°C) Masse Le collectsur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 1 = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION case — (Sauf indications contraires)
2N 3740 2N 3741
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso —60 —80 v
Collector-emitter voltage
Tansion cotlectourémetteur Veeo -60 -80 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO =7 e v
Collector current |
Courant coliecteur c -4 -4 A
Peak collector current . |
Courant de créte de collecteur tp =5ms cM -7 =7 A
Base current |
Courant base B -2 -2 A
Power dissipation __ 95° [
Dissipation de puissance tease = 25°C tot 25 25 w
Junction temperature t.
Température de jonction max ] 200 200 °c
Storage temperature min t —65 -85 oc
Température de stockage max stg 4200 +200 oC
73-12 1/6
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*2N 3740, *2N 3741

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications cantraires}

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

v =—40V
(BB, 2N 3740 ~1 mA
Collector-emitter cut-off current B * )
Courant résiduel collecteur-émetteur Vo =80V CEO
CE 2N 3741 -1 mA
Iy =0
Vap =—60V
CE -0,1 mA
VBE ==15V
Veg =—60V 2N 3740
Vg =—15V -1 mA
t = 150°C
Collector-emitter cut-off current case lcex
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE ~-80V :
—0,1 mA
Vgg =—15V
VCE =—90V 2N 3741
VBE =—15V -1 mA
o
tcase = 150°C
Vag =—60V
| _CB =0 2N 3740 -0,1 mA
Collector-base cut-off current E - Ics
Courant résiduel collecteur-base v = -80V 0
cB 2N 3741 -0,1 mA
lE =0
Emitter-base cut-off current Vgg =—7V | —
Courant résidusl émettour-base l(‘ =0 EBO 0.5 mA
'C‘ = 100 mA
S o «| 2N3740| 60 v
Collector-emitter breakdown volitage B = v
Tension de claquage collecteur-émetteur | 100 mA {BR}CEQ
¢ - 2N 3741 -80 v
‘B‘ = 0
Veap =—1V
CE
{ c = —0,1 A 40
Vap =—1V
CE
Static forward current transfer ratio lc =—025A %* 30 100
Valeur statique du rapport de fert h2‘I E
direct du courant V("E =-1V
lc =—05A 2
Vep=—1V
CE
IC =—1A 10
Collector-emitter saturation voltage Ic =-1A VCEsat * 06 v
Tension de i e lg =-0125A sa ’
Base-emitter voltage Veg=—1V Vae * - v
Tension base-émetteur lc =-0,26 A
* Pylsed t =300us &86<2%
Impulsions P
2/6
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*2N 3740, *2N 3741

DYNAMIC CHARACTERISTICS {(for small signals) {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition frequency VCE =-10V 1.
Fréquence de transition i c = -0,1A T 4 MHz
Qutput capacitance - o]
Capacité de sortie VCB =-1ov 22b 100 pF
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance . 5
Rési thermique (jonction-boitier) Rth(j-c) 7 C/w
SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
'
(A)
60
40
20
10 us
10 N X, -
N, 2
AN
N BN
N N
N /‘,;w N
EXCAN X
N N \ \
) NN Y .
\\ \
Continuous \, \\
1 [- Continu N -
N ANEAY N
[~ Pulsed —— AN AY A
0,6 |fmpuision \ N N
M tease=28C N N\ N,
04 ase N\
. \ \
N A
N
0,2 N
2N 3740 —»
2N 3741
0,1 L . A
1 2 4 & 10 20 0 60 Vee'v!
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*2N 3740, *2N 3741

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant coliecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de /a tension
. collecteur-émetteur Ic  collecteur-émetteur
[ {A)
(A) 50 A [ A1 '/
— 110 mbg
S S oy o/
I ey 100 ot /&
16 Z @__ oa W1/
Lede=t""T 80.mA|__. /
0, MA Ll /S
,
C—t—T"7 | somA ( < //
142 50 mA T 013 VA,
— ™ 1. / ’\6 //
-}2'%;' /
| et 20 mA J 6?
08 ¥ 0,2 e
2 I Yy 4
20‘mA / B
|B =10 mA / >,
0,4 i 0,1
/ ]
| Ia =0,56mA
0 0
0 1 2 3 4 Vv 0 20 40 60 80 Vvietv)
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
h en fi ian du e
21E
Ve =-1 v
150
N
N4
N
100 Nz
By
o
e & s"oﬁ
L >
N \
50 N
NN
0
- 2 4 638 2 4 6
10-4! 10'1 IC(A)
4/6
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*2N 3740, *2N 3741

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de Is tension base-
émetteur
lB T T T
{mA) VCE =-1V-
]
4

) / /
A/

1

0, /1.4
M /
. /

12 Vge W)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

base-émetteur
1
c
A -VCE'=-1'V
8
a §° R
”\A
2 ") [
10! &
s / FL
: .
Sl
4 {
2
102 ;
0 04 08 12 Vg

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de en Tension de saturation base-émetteur en
v p jon du e v £ du cou B
GE sat (— i
| i
L_g L_g
bl Hg
4 4
3 §o rr 3
4
/T ;ﬁ? 1
HE /
2 N ‘-‘.? 2 />
/ 1 == 25°C—
ot~ T3 00°C
4 tcase I
0 ) il
2 4 68 2 4 6 2 4 2 4 68 2 4 68 2 4
102 10" 10° K 102 10! 10° feta)
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*2N 3740, *2N 3741

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Fréquence de transition en fanction du
courant collecteur

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sartie en fonction de la

tension collecteur-base

022? — (Mf;r) Tt
(pF L =25°C Hz, Veg =10V
8 i tease = 25°C |
s 8
a 7
-
[—— \
\\F [}
N
2
5
10° 4
2 4 6 8 2 4 6y __ (V) 2 3 4 B 6 7
10° 10° ce 107 16lA)

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la résistance thermique en
régime d’'impulisions

K
1
6115 =057 ‘/’
4 } AT VA
z,0/."7—/?/ //r
2 [ /r b /
W) A
/4’ 0400
10" «,
8 "4
6 5 =2
|t T
4 Zin=K Ry
2 1
102 LLL L
5 2
106 10° 10 103 102 fied

6/6
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NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASES
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASES

*2N 3171
*2N 3772
* BOY 76

K Preferred device

Dispositif recommandé
- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance VCEO {zg :// gx g;;; BDY 76
- High current switching I 20A 2N 3772 - BDY 76
Commutation fort courant c 30A 2N 3771
- Thermal fatigue inspection Ptot 150 W
Contrblé en fatigue thermigue
Rth (j-c) 117 ° C/W max.
15-60 2N 3771 (15A)
ha1E 2N 3772 (10A)
40-120 BDY 76
f-|- 0,8 MHz min.
Dissipation derating Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages
Variation de dissipation Boftier Voir dessin coté CB-19 dernidres pages
100% Bottom view E
Vue de dessous
76 \\ °
. \\ o o
25
|
| B
| Weight : 14,4 ¢ Collector is connected to case
'] 50 100 150 tc.”(oc) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
2N 3771 2N 3772 8DY 76
Collector-base volta
Tension comctour-bawge Veso 50 100 100
Collector-emitter volta
Tension coll'cmur-émo"cgf Veeo 40 60 60 \
Collector-emitter voltage
Tension coliecteur-émetteur Rgg =100 Q2 VceR 45 70 70 v
Collector-emitter voltage —
Tension collacteur-émetteur Vgg=-15V VcEX 50 80 80 v
Emitter-base volta
Tension 6mnmur-blsgle Veso 5 7 7 v
Collector current
Courant collecteur 'c 30 20 20 A
Peak collector current _ ..
Courant de créte de collecteur tp=05s lem 30 30 A
Base current
Courent base ! B 75 5 5 A
Power dissipation
Dissipation dg puissance toase=25 °c Piot 150 150 180 w
Junction temperature :
Température de jonction max. tl 200 200 200 o_c.
Storage temperature min, t —65 —65 —65 oG
Température de stockage max. g +200 +200 +200 | °C
73-10 110
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*2N 3771, *2N 3772, *BDY 76

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tegse = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Vap =30V
CET o 2N 3771 10 mA
g =
. Vg =50V
Collector-emitter cut-off current CE .
Courant résiduél collecteur-émetteur IB =0 |CE0 2N 3772 10 mA
Veap =50V
| CE = 8DY 76 10 mA
g =0
\% =50V
CE 2N 3771 2
= mA
Vge =-15V
VCE =30V
Vgg =—18V 2N 3771 10 mA
toge = 150°C
Collector-emitter cut-off current |
Courant résiduel callecteur-émetteur Veg = 100V CEX 2N 3772 5 A
Vgg =-15V BDY 76 m
AY =30V
CE
- - 2N 3772
Vgg =—15V 10 A
toase = 150°C BDY 76
v =50V
8z 2N 3771 2 mA
E =
VCB =30V
g =0 2N 3771 10 mA
toase = 150°C
Collector-base cut-off current lcBO
Courant résiduel coliecteur-base Y cB = 100V 2N 3772 6 mA
1 E = 4} BDY 76
Vep =30V 2N 3772
) -1 BDY 76 ° mA
toase = 150°C
Ve =5V
B8 o 2N 3771 5 A
c -
Vep=7V
Emitter-base cut-off current EB | N
Courant résiduel émetteur-base Ic = 0 EBQ 2N 3772 5 mA
Vegp =7V
,(_EB —o BDY 76 5 mA
2N 3771 40 \Y
Collector-emitter breakdown voltage g = 200 mA v * 2N 3772| 60 Vv
Tension de claquage collecteur-émetteur lg =0 (BR)CEO i
BDY 76 | 60 v
*pulsed  t =300us S<2%
Impulsions
2/10
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*2N 3771, *2N 3772, *BDY 76

STATIC CHARACTERISTICS

{Unless otherwise stated)

~ 9Bo
CARACTERISTIQUES STATIQUES tca:;e 25°C {Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
2N3771| 45 v
*
Collector-emitter breakdown voltage Il =200mA V(BR)CER N 3772| 70 v
Tension de claquage collecteur-émetteur R BE = 100
BDY 76 | 70 v
2N 3771] 50 Y]
Collector-emitter breakdown voltage Ic =200mA v * N 3772| 80 v
Tension de claquage collecteur-émetteur VBE =-15V (BR)CEX
BDY 76 | 80 Y]
Vg =4V
CE .
Ic =15 A 2N 3771| 15 60
Vep=4V
WE oA x| 2N37T71| B
Static forward current transfer ratio c = h
Valeur statique du rapport de transfert v Y, 21E
direct du courant CE™ 2N 3772| 15 60
lg =10A
V, =4V
CE BDY 76 | 40 120
le =10A
Ic =15A
g = 15A 2N 3771 2 \
. . | =30A *
Collector-emitter saturation voltage c Y] 2N 3771 4 ¢
Tension de saturation collecteur-émetteur IB =6A CE sat v
| =10A 2N 37
C A 3772 1,4 v
B ~ BDY 76
Veogp =4V
CE
ic =15A 2N 3771 2,7 v
Base-emitter voltage Veg =4V * 772 22 v
Tension base-émetteur 'C =10A VBE N3 o
Vep =4V
CE
o =10A BDY 76 2,2 \Y}
Veop =40V .
Second breakdown collector current ¢ CE —1s 2N 3771 3,75 A
Courant collecteur de second claquag —
tease = 100°C Veop =60V
vase B Is/p: N3772| 14 A

* Pylsed
Impulsions

t =300 us

o 8<2%

3/10
343




*2N 3771, *2N 3772, *BDY 76

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) ¢

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

case = 29°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Transition frequency Vee=4V . 08 MHz
Fréquence de transition Ic =1A T 4
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rth(i-c) 117 °C/W

Résistance thermique {jonction-boitier)

THERMAL FATIGUE INSPECTION

insurance against thermal fatigue.
Pulsed test :

Mounting silicon chip on a molybdenum header
bounds mechanical constraints and provides maximum

10 000 cycles

CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE

Le montage de la pastille sur un support en molybdéne limite

les contraintes

fére au tr

mum de garantie contre la fatigue thermique.

Contrdle cyclique :

“on” : 2 minutes {0>70W)
“off” 1 1 minute (70>0W)
tease = 125°C max
Atggge= 110°C max

un maxi-

4/10




*2N 3771, *2N 3772, *BDY 76

20

(A

g0

40

20

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

[~ tcase = 250C
2N 3771 %
N e NG 14T
N\,
\\\ NN % \\0(‘)(:‘
NAN N\ :5\; AR N
2N 3772 N \\;0 NI N
N\, \C, \, N
NS % \
N&, I\ A\
<N
NN IS
\ N \\ N
N~ N, N,
N,
gonti_nuous . \ ‘\ \
ontinu i \ N, \\
Pulsed ————
Impulsions
N
\
N
2N 377‘1—.
\
2N 377 >
1 2 4 6 8 10 20 40 60 VgVl
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*2N 3771, *2N 3772, *BDY 76

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de lo tension Courant collecteur en fonction de la tension
.C collecteur-émetteur | collecteur-émetteur
= c :
{A) Lt Py (A) 2N 3772 BGW /‘
“ [ zsept—]
200, MA | et
8 /| 8 ]
1 // 150 mA
I
1 700 mA L1
6 6 10000
4 50 mA 4 _w
—
g =20 mA
2 8 | 2
2N 3771
0 L /]
0 1 2 3 4 VCE(VI 0 1 2 3 4 VCE(V\

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

1 (imllccmw-émeneuvr
(A 2N 3777
/‘/ P
il / ]
04—
el
iy
0.3 7 A
L~ /
02 |5
. /
~1 oAl \
0,1 /
\g = 0,5 mA N
0 [
o 20 40 80 Veeiv)

6/10
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*2N 3771, *2N 3772, *BDY 76

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLL.ECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

(A} ['BDY 76
w- oA .
/——2?39 A I g
p—"T__160 MA
8 === 140 mA
"1 120 DA oo
’-_-  e———
80 mA
6 [
60 mA
30 mA_J
4
lg =20 mA
2|
0
0 1 2 3 4 VCE(V)
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER (MINIMUM VALUE}
Tension collt en f ion de la
Soie A 4 ).
VCE base (valeur mum).
v} ¢ "=200mA
tease = 25°C
D
L Y 75_ -2
70 3’7;?
I
60 —
60 ‘!V.377,
~N
40
30 2 4 68 2 4 68 2
10' 102 103 = Rpel?

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émettour
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STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
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*2N 3771, *2N 3772, *BDY 76

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
en fi ion du

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du

21E hare en f du
2N 3772 8DY 76 ||
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—
|
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\
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*2N 3771, *2N 3772, *BDY 76

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
| c base-émetteur
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*2N 3771, *2N 3772, *BDY 76

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en Tension de en
fomction du m Fometion du ¢
V, v € o
BEsat 2N 3772 o= N 3772
v BOY 76 80Y 76
]
te 10 =10
4 B 4 8
3 3
2 2
/
Vo
1 1 dfo /
tc&e=25 C _{;;" //\ 2‘)‘::’
e g“ = jA
= 100°C \‘\c Lo
0 =i | - 0
2 468, 2 468, 2 4 8, 2 468, 2 4
10" 10° 10! 1etal 107! 10° ¥ A
OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
COLLECTOR-BASE VOLTAGE FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Capacité de sortie en fonction de la Facteur de réduction de la résis ique en
tension collecteur-base K \régime d’impulsions
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NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASES *2N 3773
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASES *2 N 4348

% Preferred device

Dispositif recommandé

- LF large signal power amplification 120 V

o " 2N 4348
Amplification BF grands signaux de V, EO

puissance ¢ 140 V 2N 3773
- High current switching Ic 10 A 2N 4348
Commutation fort courant 16 A 2N 3773
P 120W 2N 4348
- Thermal fatigue inspection tot 150 W 2N 3773

Contrblé en fatigue thermique

Rer o 1117°C/W 2N 3773
thiic) }1a6°c/W 2N 4348

fr 0,8 MHz min.
Dissipation derating Case TO-3 — Seeoutlinedrawing CB-19 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté (pB.7jg derniéres pages

100%

7s I\

\\

50 \
N
» Bottom view
Vue de dessous
Weight : 144 ¢ Collector is connected to case
o 50 100 150 'cau(oc) Masse Le collecteur est relié au boltier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 250C (Unle}s otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires)
2N 3773 2N 4348
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base CBO 160 140 v
Collector-emitter voltage Vv
Tension collecteur-émetteur CEO 140 120 v
Collector-emitter voltage Vo= — v
Tension collecteur-émetteur ge=—15V CEX 160 140 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 7 7 v
Collector current |
Courant collecteur c 16 10 A
Peak collector current _0s )
Courant de créte de collecteur tF' =05s c™m 30 30 A
Base current 1
Courant base B 4 4 A
Power dissipation = 250 P
Dissipation de puissance tcase 2%5°C tot 150 120 w
Junction temperature ; t,
Température de jonction max ] 200 200 °C
Storage temperature min t —65 —65 °C
Température de stockage max stg + 200 + 200 oC
743 1/10
THOMSON - CSF 351
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*2N 3773, *2N 4348

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tegse = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Vap=120V
W CE_ 2N 3773 10 mA
g =
Collector-émitter cut-off current cED
Courant résiduel collecteur-émetteur v 100V
A CE” 2N 4348 10 mA
B =
Vap=14
veE_ 1°5VV 2N 3773 2 mA
BET ~'°
VCE= 140 V
Vge=-15V 2N 3773 | 10 mA
] toage= 150°C
Coltector-emitter cut-off current | )
Courant résiduel collecteur-émetteur CEX
Veap=120V
Ve 05 v 2N 4348 2 mA
e~
VeE= 120V
Vgg=-15V 2N 4348 10 mA
tease— 150°C
Collector-base cut-otf current Vo= 140V | mA
Courant résidue! coliscteur-base |\E =0 cBO 2N 3773 2
2N 3773 5 mA
Emitter-base cut-off current Vegg=7V eao
Courant résidusl émetteur-base 'C =0
2N 4348 5 mA
2N 3773 | 140 A
. =2 A *
Collector-emitter breakdown voitage lc B 00 m. V(BR}CEO
Tension de |E =0
2N 4348 | 120 A
2N 3773 | 150 \
. 1. =200mA
Collector-emitter breakdown voltage C A" *
Tension de RBE: 100 {BRICER
2N 4348 | 140 v

* pylsed t. =300us 86 < 2%
Impulsions

2/10
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*2N 3773, *2N 4348

STATIC CHARACTERISTICS

{Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES STATIQUES tease ~ 25-C (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
| 100 mA * 2N 3773 | 160 v
Collector-emitter breakdown voltage c = m v
Tension de i VBE: -15V (BR)CEX
2N 4348 | 140 v
Emitter-base breakdown voltage lg =5mA v *
Tension de claquage émetteur-base e = (BR)EBO™| 2N 4348 | 7 v
Vo=
ce=4V 2N 37731 15 60
lc =8A
Vap=4V
CE_6a 2N3773] B
Static forward current transfer ratio c h *
Valeur statique du rapport de fert 21E
direct du courant VCE =4V
lc =5A 2N 4348| 15 60
Vap=4V
CE
'C =10A 2N 4348 | 10
| =8A
g =08A 2N 3773 1,4 \
| =16 A
[
g =32A N 2N 3773 4 \'
Collector-emitter saturation voltage vCEsat
Tension de saturation collecteurémetteur IC =5A
N
'B =05A 2N 4348 1 v
| =10A
(o]
g =125A 2N 4348 2 v
Vep=4V
CE 2N 3773 2,2 v
IC =8A
Base-emitter voltage VBE
Tension base-6émetteur v —4v
CE 2N 4348 2 v
IC =5A
:’CEf ?OSV 2N 43481 15 A
Second breakdown collector current IS /B
Courant collecteur de second claquage v =100V
CE_ 2N 3773 | 15
t =1s
* Pylsed t,=300pus &< 2%
Impulsions P

3/10
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*2N 3773, *2N 4348

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small swignals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
- V=4V
Transition frequency CE fr
Fréquence de transition Ic =1A T 038 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Ri(j-c 2N 3773 117 °C/wW
Résistance thermique (jonction-boitier} er | 5N 4348 1,46 “C/W
THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE
Mounting silicon chip on a molybdenum header Le montage de la pastille sur un support en molybdéne limite
bounds mechanical constraints and provides maximum les i gcaniques et confére au un maxi-
insurance against thermal fatigue. mum de garantie contre la fatigue thermique.
Pulsed test : Contrdle cyclique :
10 000 cycles
"on” : 2 minutes (0>70W)
"off” : 1 minute (70> 0 W)
tease = 125°C max
Atgage= 110°C max

4/10



*2N 3773

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

2N 3773
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*2N 3773, *2N 4348

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

|c collecteur-émetteur

(m PN3773
L
T | _AEH0 mAd R —
AT
8 ~ 7200 A
ok
g 300 mA
e e
el A
61— —] 200 m ‘
| 1 50 mA
] |
100 mA
LA ]
IB=!50mA
9 ’ L —— ; !
oll
0 1 2 3 4 v (V)

CE

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

] c collecteur-émetteur

ima) [f Q'og i / / / 2N 3773
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80 /l
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N\
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

fA, 2N 4348
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*2N 3773, *2N 4348

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum valueg)
Tension collecteur-émetteur en fonction de la
résistance base-émetteur (valeur minimum)

Vee
v}
160 \
150 \
\ 2N 3773
140 ™~
130 \
\\
120 a8
125225325425
10 10 10 10% Rgeta)
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE
Courant base en fonction de Ia tension base-
émetteur
B 1 T
{mA) 2N4348 S 7
Vee =4V & +
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't 4y $
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G
2 /0@
107 ,/
8
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4
Tl
10!
8
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4
2
10°

115 2 25 vgew

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
ion du e

£
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE
Courant colfecteur en fonction de la tension

base-émetteur
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*2N 3773, *2N 4348

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-ématteur en Tension de en
v ¢, ion du e v du
BEsat CEsat
V) T 1 Id v) IzN ng'a
2N 3773 . ]
e € =10
= = 10— 'B b
3 3
2 / 2
(] -
A 7
z' P /
\cfe /
i c ! <
| tcase = 28°C _1 @o FoC
A 9%
I X X, &GL//
>
0 0 I
10_1 2 4 6 8 0 2 4 6 8 T 2 4 6 8 o 2 4 6 8
1 .
0 e (A 10 10 1c(A)
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en Tension de -émetteur en
v fe ion du f ion du It
BEsat CEsat
) 2N 4348 { ] 2N 4348
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's 8 ‘
|
(4]
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2
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i l
<
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tcase 1 // st ) /
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*2N 3773, *2N 4348

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteyr de réduction de la résis h ique en
régime d’impulsions

C r K
&2}; 2N 4348 Z
2N 3773
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NPN SILICON TRANSISTOR, HOMOBASE
TRANSISTOR NPN SILICIUM, HOMOBASE

2N 4347

- LF large signal power amplification
Amplification de puissance de grands signaux BF

- Thermal fatigue inspection
Contrble en fatigue thermique

Dissipation derating

VeEo 120 v

|c 5A

Prot 100 W
Reh (j-c) 1,75°C/W
h21E(2 A) 15 - 60

Case TO.3 — See outline drawing CB-19 on last pages

Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages
100 Bottom view
% i Vue de dessous ¢
{
75 + \\
50 \\
D>
25
|
4] L Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 150 160! °C) Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tease = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION se (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 140 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Veeo 120 v
Collector-emitter voltage _
Tension collecteur-émetteur RBE =100 Q VC ER 130 v
Collector-emitter voltage -
Tension collecteur-émetteur Vee 15V Veex 140 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEso 7 v
Collector current |
Courant collecteur (o] 5 A
Peak collector current _
Courant de créte de collecteur tp = 100 ms |CM 10 A
Base current
Courant base lg 3 A
Power dissipation _
Dissipation de puissance tease = 25°C PtOt 100 w
Junction temperature ]
Température de jonction max. Y 200 °C
Storage temperature min. N —65 o0
Température de stockage max. stg +200 og
74-5 1/6
THOMSON - CSF 36
1
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2N 4347

STATIC CHARACTERISTICS

t = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires}
Test conditions Min. T M
Conditions de rnesure in. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg =100V
Coursnt résiduel collectsur-émetteur uB =0 ICEC' 200 mA
Vo =125V
CE
. 2 mA
Vg =—15V
Collector-emitter cut-off current
Courant résidusl collecteur-émetteur Ve =125V 'cex
Vgg = =15V 10 mA
toase = 160°C
Emitter-base cut-off current Veg =7V { 5 mA
Courant résidus! émettaur-base Ic =0 EBQ
Collector-emitter breakdown voltage lg =200mA *
Tension de ch ! g =0 Veeo(sus) 120 v
Collector-emitter breakdown voltage Iy =100mA v * 130
Tension de claguage collecteur-smertsur Rge = 1002 CER(sus) v
Collector-emitter breakdown voltage lc =100mA v * 1 v
Tension de claquage collecteur-émetteur Vgg = —-15V CEX{sus) 40
Vo =4V
) _ WE oA 15 0
Static forward current transfer ratio c = "
Valeur statique du rapport de fert h21 E ?
direct du courant VCE =4V
lc =5A 10
o =2A
) i lg =02A 1 v
Collector-emitter saturation voltage ’ v *
Tension de i Ih | 5A CEsat
c = 2 v
lg =083A
lo =2A
Vg =4V 2 v
Base-emitter voltage CE = N
Tension base-émetteur IC _BA BE
VCE =4V 3 v
Second breakd i Vee =%V
econd breakdown collector current s
Courant cofl de sscond claguag t =1 . Is/s 11 A
tcase = 100°C
DYNAMIC CHARACTERISTICS {for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
T ; Veg=10V
ransition frequency o
Fréquence de transition 'C =1A fr 0.8 MHz
f =1MHz
* Pyised t =300us 5<2%
Impulsions p
2/6
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2N 4347

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance
i ique {joncti itier)

thermique {j

F‘th(i-c)

1,75

°C/wW

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

C
(A)
50
20
7
(4
10 % “
N\ N N
SR AP
0,5,‘/, <
N 2

5 \%&

N
N AN
N[

2 n\

\‘

1 \
tease = 25°C \
I-Continuous N
—Continu

05 pyised S
—~impulsions

0,2

0.1

1 2 5 10 20 50 100 200

500 Ve

‘7 THERMAL FATIGUE INSPECTION

Permanent inspection of soldering quality between
silicon chip and header provides maximum insurance

against thermal fatigue.

Pulsed test :

CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE

mum de garantie contre la fatigue thermique.
Contrdle cyclique :

10 000 cycles
“on’’ : 2 minutes (0> 48 W)

"off'’: 1minute (48>0W)
tease = 100°C max
Atoace = 85°C max

Le contrble permanent de la qualité de la soudure entre la
pastille de silicium et 'embase confére su transistor un maxi-

3/6
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2N 4347

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE
Courant coflecteur en fonction de la tension

\ collecteur-émetteur
C

(A) l

o
-
N

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE
Tension collecteur-émetteur en fonction de la
résistance base-émetteur
CE Y
v) t

= 25°C
case
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130 |
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2
10° ° Rge
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}
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U S 1 B
L [
80 1 tt
S /‘h
~ .
pa
| &
()
S
S
40_7 iy 5
7 2
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10772 10

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

g mA

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant coflecteur
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2N 4347

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonctipn de la tension base-
dmetteur
's
(mAIEVoe =4V L = [~
6 S —
4 —t— l//q”'/ ~
£ S
c? / \06
2 4
/|
103, 7
6 /

O b —

1 15 2 VBE(V)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en
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Yeewt —
|
C
=10
Te
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
base-émetteur
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3ASE-EMITTER SATURAT!ION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en
fonction du courant collecteur

e
]
L=10
B
2
15 &oc..
1
-
——
05
0
107 2 a samo 2 4 G(C‘Al
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2N 4347

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base

220
(pF)

8

1]

4

<
N\\

2 A

10?
2 4 6 8101 2 4 6 v

CE V)

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la rési th ique en
régime d'impulisions

K

/'
8 H LA
nizq
P
v g
PP
OV//O«:
a 7% A
R
5 =
T
2 Zin =K Ry

2 5 2 5 2 5 2 b 2
1% 103 102 " 0P e
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE

2N 4901
2N 4902
2N 4903

- LF large signal power amplification
Amplitication BF grands signaux de puissance

- Switching medium current
C jon courant moy

Dissipation and lg/g derating
Veriation de dissipation et de Ig/g

100%

I e
T \ ~

I » 66 %
50 ,\

75

-40V 2N 4901
Veeo —60V 2N 4902
-80V 2N 4903
Ic -5A
Prot 875W
Reh( j-c) 2°C/W max.
ha1g (1A)  20-80
fr 4 MHz min.

Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages

Bottom view
Vue de dessous £

26
B
Weight : 1449 Collector is connected to case
o 50 100 150 (“”(ocp Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION case (Sauf indications contraires)
2N 4901 2N 4902 2N 4903
Coliector-base voitage Vv . _
Tension collecteur-base CBO ~-40 60 80 v
Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEO ~40 —60 —80 v
Collector-emitter voltage — V,
Tension collecteur-émetteur RBE 100 2 CER —40 —60 —80 v
Collector-emitter voltage = _
Tansion collecteur-émetteur VBE 15V VCEX ~40 60 —-80 v
Emitter-base volta
Tension émamur-bugae VeBo -5 -5 -5 \
Collector current
Courant collecteur I('; -5 -5 -5 A
Peak coliector current . |
Courant de créte de collecteur tp TEms fem -10 —-10 -10 A
Base current
Courant base ! B -1 =1 -1 A
Power dissipation —. 950
Dissipation 0o puissance tease = 25°C Piot 87,5 875 87,5 w
Junction temperature t. °
Température de jonction max i 200 200 200 c
Storage temperature min t —-65 —65 —65 °Cc
Température de stockage max stg + 200 + 200 + 200 °C
74-3 1/7
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2N 4901, 2N 4902, 2N 4903

STATIC CHARACTERISTICS ¢ ____ 25°C
CARACTERISTIQUES STATIQUES case

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

[ Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vep = —40V
CE 2N 4901 -1 mA
‘B =0
Collector-emitter cut-off current Vep = —60V i
Coursnt résiduel collecteur-émetteur |BCE -0 CEO 2N 4902 -1 mA
v =80V
 CE _ % 2N 4903 -1 A
g =
NP 01| ma
V BE= 15V
2N 4901
V,C E= —-40 V
Vgg = 15V -2 mA
== =T
tt:ase = 150°C
vV =-60V
CE —0,1 mA
Vg =15V
Collector-emitter cut-off current |
Courant résiduel collecteur-émetteur v = —60V CEX 2N 4902
CE ™
VBE = 1,5:/ -2 mA
toase = 150°C
Veg = —80V o A
Vgg =15V
2N 4903
Veg =80V
Vg =15V -2 mA
tczlse = 150°C
Veg =40V 2N 4901 01 mA
IE =0
Collector-base cut-off current Veg =—60V \
Courant résiduel collectour-base ”E ) cBO 2N 4902 0,1 mA
:’CB =—8ov 2N 4903 0,1 mA
E =

217
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2N 4901, 2N 4902, 2N 4903

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Emitter-base cut-off current Vgg =5V
Courant résidusl émetteur-base lc =0 leso -1 mA
2N 4901 | —40
. } = 200 mA
Collector-emitter breakdown voltage C v *
Tension de claquage collecteur-émetteur IB =0 {BR)CEO 2N 4902 -60 v
2N 4903 | -80
Vee=-2V 20 80 v
Static forward current transfer ratio | lg =-1A *
Valeur statique du rapport de fert ha1g
direct du courant VCE =—2V
Ic =-5A ? v
=D |
Collector-emitter saturation voltage B : v *
Tension de i | A CEsat
c =~ —
g =—1A 1.5 v
Base-emitter voltage Veg=-2V *
Tension base-émettour ICC =—1A VBE -1.2 v
Base-emitter saturation voitage lc =-5A *
Tension de saturation base-émetteur |§ =—1A VBEsat .7 v
VCE =40V
Second breakdown collector current t =1s | 125 A
Courant collecteur de second claquage s/B ’
ta5e = 100°C
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour grands signaux)
=-10V
Forward current transfer ratio Vee _ haq 20
Rapport de transfert dirsct du courant Ic =-05A e
f = 1kHz
Transition frequency :/CE i _:OAV f 4 MH
Fréquence de transition c =~ T z
f =1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction case thermal resistance i o
Résistance thermique (jonction-boitier} Rinlj-c) 2 c/w
* pulsed t =300us 5 2%
Impulsions P
3/7
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2N 4901, 2N 4902, 2N 4903

05

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

N i
N N 1
. A )v 1
'Y %ﬁ_
N Y
‘»._L\% -
ALY
\ 4 \
Ny
N R
\
N\
2N 4901 ——of s
2N 4902
2N 4903
Excm=25°c
|- Continuous
Continu
" Pulsed ———
- Impulisions
1 2 10 20 50 Veetv)
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2N 4901, 2N 4902, 2N 4903

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de ls tension
|c collecteur-émettour {  collecteur-émetteur
AV T —Zec (A} T T
toase = 26° B , teoes
—
o
-4 1// - — 04 [/ / ¥
7 ﬁmA oy . 7/ /
mA T /
-3 gD 03 Qg / /
/ / 80 mA ~
/ | &
(/ 80 A / ].,‘.‘ (
-2 0,2 L/ & /
—T"20 mA % f
/
X
-1 " 1g= 20 mA 0,1 T
/V 20045,
d—t=T 1g =
0 0 T
0 -04 -08 —-12 -16 V.V 0 20 4 60 80 vV
cE 2N 4901 .} ! ! cE
MNagoz ' |
Nagoa___ '

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du

hoye en f ion du ; -
U Vee =12V
80 _,,/'é/ \
/4
60 IA— )"& \
% \
0 \

20

0 i
_10‘2 2 4 _10-1 2 a _100 2 46 IC(A’
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2N 4901, 2N 4902, 2N 4903

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
émetteur base-émetteur
's 'e
{mA} tVop=-2V — 3 (A; - Veg=—2V i cl',
< T
. A . et |
A v =
(3 1ce®
2 §§ 2
—102 —102 A
8 8 7
6 6 / /
4 4
/A /
2] 2
—10! —107
8 T 8
[} 8
4 4
2 2
~10° | —10°
0 -1 -2 VBE(V) 0 -04 -08 -1,2 -1,6 VgetVi
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en
v fonction du I v fonction du 7
CE sat r BE)sat .
v 1 v
! I_C =10 .o i
B I
-0,8 -1,6

2
§ =28°C =
7 Y T S WSS
4
0.2 dfﬁ ; -0,4 — ase,‘\oO"C
C
L~
0 0
68 2 4 68 2 46 1) 4 68 2 4 6
—102 7 Dyt -100 I _02” et ¢ oo Ic!Al




2N 4901, 2N 4902, 2N 4903

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fré det ition en fc ion du
tension collecteur-base §,. courant collecteur
c22b A Y (MLZ) 304
(pF) tease = 25°C tease = 26°C
Vgg=—10V
8
6
10 \\
s N S
\ \ 9
2 \
8
102 7
2 4 6 8 2 4 6 _
~10° 210 VeptV? —10" 2 a 6 8 1A
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la résistance thermique en
régime d‘impulsions
K

AR NANAN

N o
0
!

to {sec.)
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE 2 N 4%4
TRANSISTORS SILICIUM PNP, BASE EPITAXIEE 2 N 490 5

2N 4906

- LF large signal power amplification v 2N 4904
ph i ianaux de DUissanc —40
Amplification BF grands signaux de puissance VCEO _60V 2N 4905
- Switching medium current —80 VvV 2N 4906
Ce jon courant Y
Ic -5 A
Pyot 875w

Rth(j-c) 2°C/W max.

h21E(2,5 A)25 — 100
fT 4 MHz min,

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages

Dissipation and IS/ g derating Boitier Voir dessin coté CB-19 dernidres pages
E

Variation de dissipation et de lg/p

100 % \
/
) 5,
75 \ \8
\ P T~ 66 %
s0 N
Bottom view
26 Vue de dessous
] Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 150 t “(°c) Masse Le collecteur est relié au boitier
<8
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t... = +25°C (Unless otherwise staged)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)

2N 4904 2N 4905 2N 4906

o o e Vo | w0 e w |
Topiren somvetmue oty Veeo ~40 60 80 v
gf"l‘llg::or-emitter voltage Rgg = 100 VeeR —40 —60 _80 v
Collctor ot ole Vg =-15 | Voex | w0 e w0 | v
e emoner Vo | s 5 s | v
Cosrant s 'c -5 -5 -5 A
2::5.:?3: eotee a0 coectaur tp=5ms lem -10 -10 -10 A
Courst gt 's 1 1 -1 A
Z‘,i!?,‘ii,ﬁf,‘f .i:g?.i,%:m toase = 25°C Prot 875 875 875 w
Tommtronns s rometion max 5 200 200 200 oc
?_torage temperature min tg —65 —65 —65 oG
‘empérature de stockage max 200 +200 +200 oc
74-1 117

[onitod 375



2N 4904, 2N 4905, 2N 4906

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Ve =40V 2N 4904 . mA
g =
Collector-emitter cut-off current Ve =—60V |
Courant résiduel collectsur-émetteur g =0 CEO 2N 4905 —1 mA
Vep =80V
,BCE —o 2N 4906 -1 mA
\ =—40V
CE
Vge =15V —0.1 mA
2N 4904
Veg =-40V
Vge =15V -2 mA
Ll
tease = 150°C
Ve = 60V
CE
Vge =15V —01 mA
Collector-emitter cut-off current lcex 2N 4905
Courant résiduel collecteur-émetteur \Y) CE = —60V
Vgg =15V _2 mA
toase = 150°C
Vo =—80V
CE
Vge =15V —01 mA
2N 4906
Vcg =80V
Vge =15V -2 mA
tease = 150°C
Vag =—40V
cB 2N 43904 -0,1 mA
IE =0 ’ =
Coflector-base cut-off current Veap =—60V |
Courant résiduel collecteur-base |ECB =0 CBO 2N 4905 ~0.1 mA
:’cs = ;80 v 2N 4906 —01 mA
E = ’

217
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2N 4904, 2N 4905, 2N 4906

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tamp = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Emitter-base cut-off current Veg = -5V |
Courant résiduel émetteur-base l c = 0 EBC -1 mA
* 2N 4904 | -40
Collector-emitter breakdown voltage le = —200mA; Vv
Tension de claquage collecteur-émetteur g =0 (BRICEQ | on 4905 | —60 \
2N 4906 | —80
Vap =2V
CE=
. . Ic =-25A 25 100
Static forward current transfer ratio h *
Valeur statique du rapport de t fort 21E
direct du courant . VCE 2V
lc =-5A 7
\ =-25A
c =7 _
lg =-025A i v
Collector-emitter saturation voltage VCE *
Tension de j 1 -Smetteur sat
le = -5 A 15 v
lg =-1A T
Base-emitter vottage Veg = -2V v * _
Tension base-émetteur 'Cc =-25A BE 1.4 v
Base-emitter saturation voltage ) =-5A *
Tension de saturation base-émettéur |§ ——1A VBEsat 1.7 v
Veg = 40V
Second breakdown collector current t 1s |
Courant coll de second cl = S/B 1,25 A
toase = 100°C
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
{ =-10V
Forward current transfer ratio VCE hoq
Rapport de transfert direct du courant lc =-05A e 40
f =1kHz
i Vap ==—10V
Transition frequency CE = f
Sréquence de transition 1 c = —-1A T 4 MHz
* puised -
Impulsions tD =300us 8<2%
317
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2N 4904, 2N 4905, 2N 5906

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Junction-case thermal resistance Ropis
s thermique (jonction-boitier) thij-c) 2 “CIW
SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
Ic T
(A} -
50
20
10
——— 7, L
N & ?_‘4‘ 2
5 D 1
™, Vo L]
N 1y
2 |tcase = 25°C \\ ‘\
A Y
Continuous \
Continu N
\
1 [ Putsed — ~
Impulsions = “
0.5
2N 4904
2N 4905
02 ansson S —tf |
0,1
2 5 10 20 50 Vee!V!
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2N 4904, 2N 4905, 2N 4908

TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de ia tension

COLLECTOR CURRENT VERSUS COL1LECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

collscteur-émetteur (A) collectour-émetteur
teaa=28C| |
0 s (8 —— / / 4
A (/1]
'/7 .-100 wA — ]
/4 —80 mA
T" 4
/A // 1 ~80 mA
-t —40 mA — /
/
- aat /
o 7
Ig =—20 mA| &N
f
4 f
=072 mA A
ig= 0
1 —.
Y 04 08 1,2 16 -vv) 40 60 80 v V)
. STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIOQ VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
h21 E on f ion du
..\\ VeE = -2V

1
l/
90*)“’/

\

g
Vi
75

¢ N
) \
60 //q,// \\
vl N\
45 | \ \
30 HH
15
0
10_2 2 4 5310_1 2 4 3?100 2 4 E'C(A,
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2N 4904, 2N 4905, 2N 4906

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
1. émetteur —l¢  base-émetteur
(mAN-Veg=—2V LA ) g[Vee=—2v 1l - %
6 A 6 %
[ / T 4’1«
* o) s T
B 1case
2 O 2
v s
2 -
102 S 10°% 7,
- -
6 |—] | [ & 6 //
a 4 !
R AV
10 -1
10 s
6 6
a 4
2 2
100 102
1] 1 2 3 4 ~Vggi¥) 0 0,4 0,8 1,2 16 Vg (V)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
CEsat Tension de Z He -t

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

-V

en

(V) fonction du courant collecteur ‘VBE sat fonction du courant collecteur
| [\] Te
L=10 =10
B B8
0.8 1,6
06 1,2 /'
/ /4
S/l 4
04 7 R 038
4 LA
“'g 5-—-——— tease = 25°C ﬁ/
P
/ ol
0,2 0,4 —00°C
U / tcase
#4
//
0 2 4 68 2 4 68 2 4
102 ) 100 ~IglA) 102 2 4 621‘0_1 2 a sswo 2 468

—IC(A)
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2N 4904, 2N 4905, 2N 4906

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de Ia f_ Fré de transition en f ion du
C,yo, tension collecteur-base T courant collecteur
22b (MHz)
(PF) [t = 25°C tease = 25°C
8 Veg=-10V

4 ™ \

N 9,5 \

2 4 6 8 (V)

10!

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de ia résistance thermique en

K régime d'impulsions

“ A
//
6
~ I/;AV
r" 4
o
I, N / /
//
s =12
T
Zih =K R
107!

2 5 2 N
105° %109 %103 %1027 Cio” tolse
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NPN SILICON TRANSISTORS EPITAXIAL COLL
TRANSISTORS SILICIUM NPN COLLECTEUR EPITAXIE

2N 5038
2N 5039

ECTOR

- High current fast switching transistor
{ de jon rapide fort courant

- High frequency applications as switching
power supply, convecter.

Applications haute frég

découpage et convertisseurs.

m

tels que jons &

Dissipation derating
Variation de dissipation

v 90 Vv 2N 5038
CEO 75V 2N 5039
|c 20 A
Ptot 140 W
Rth(j-c) 1,25°C/W max.
hgg 20 min.
Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages

Boftier Voir dessin coté  CB-19 derniéres pages

E
100 %
75 \\
=]
50 AN
\ Bottom view )
25 \ Vue de dessous
Weight : 14,4 g Collector is connected to case
o 50 100 150 200 tiase cc) Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)  _ 25°¢ (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION case (Sauf indications contraires)
2N 5038 2N 5039
Collector-base voltage v
Tension collgcteur-base CBO 150 120 v
Collector-emitter voltage V)
Tension coliecteur-émetteur Ceo 90 7% v
Collector-emitter voltage Rae = 50 Q v
Tension collecteur-émetteur BE CER 10 95 v
Collector-emitter voltage v
Tension collecteur£metteur CEX 150 120 v
Emitter-base voltage v -
Tension émetteur-base EBO 7 v
Collector current |
Courant collecteur c 20 20 A
Peak collector current _
Courant de créte de collecteur tP =10ms lCM 30 30 A
Base current .
Courant base ! B 5 5 A
Power dissipation ) _ oEo P
Dissipation de puissance Tcase = 25°C tot 140 140 w
Junction temperature t.
Température de jonction max. 1 200 200 °C
Storage temperature min t -65 —65 °C
Température de stockage max. stg ‘+200 +200 g
74-3 1/4
THOMSON - CSF 383
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2N 5038, 2N 5039

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

toase = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Veg =55 \%

| o 2N 5039 20 mA
Collector-emitter cut-off current B = IcEo
Courant résiduel collecteur-émetteur v —70V
CE ™= 2N 5038 20 mA
g =0
= \'
VCE 11105 y 50 mA
Vge =—1
= 2N 5039
Veg =85V
VBE ==15V 10 mA
o
tease = 190°C
Collector-emitter cut-off current lCEX
Courant résiduel collectéur-émetteur \Y; CE = 140 V 50 A
m
Vge =—15V
Veg =100V 2N 5038
Vge =-15V 10 mA
togee = 150°C
Veg =5V 2N 5038 5 mA
lc =0
Emitter-base cut-off current Veg =5V
Courant résiduel émetteur-base 1 c = 0 lEBO 2N 5039 15 mA
Ve =7V
EB 2N 5038
Ic =0 2N 5039 50 mA
2N 5038 90 \Y)
Collector-emitter breakclown voltage lc =200mA v *
Tension de claquage collecteur-émetteur L =15mH (BR)CEQ
2N 5039 75 \
N 503 110
o tor breakd | lo =200mA . 2N 5038 v
ollector-emitter breakdown voltage _ Y]
Tension de ck e RBE =50 (BR)CER
L =15mH IN 5039 95 v
Vgg=-15V 2N 5038 150 \Y
Collector-emitter breakcdown voltage lc =200mA V(BR)CEX*
Tension de e -émetteur RBE =100%2
L =2mH 2N 5039 120 \%

* pylsed tp = 350 s §<2%

Impulsions

2/4
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2N 5038, 2N 5039

STATIC CHARACTERISTICS 1 = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Emitter-base breakdown voltage lg =50mA v *
Tension de claquage émetteur-base | c = 0 (BR)EBO 7 v
Veg =5 \ 50 200 v
IC =2A
2N 5038
Vap =56V
CE
'C =12A 20 100 Y]
Static forward current transfer ratio ha1 E*
Valeur statique du rspport de transfert ")
direct du courant CE = 5V 30 150 v
lc =2A
2N 5039
Vagp =5V
CE 20 100
Ilc =10A v
lg =10A ] v
'B =1A
2N 5039
1 =20A
c 5
lg =5A z v
Collector-emitter saturation voltage v *
Tension de saturation collecteur-émetteur CEsat
{ c = 12A 1 v
lg =12 A
2N 5038
lc =20 A 25 v
lg =5A
. N | =20 A *
Base-emitter saturation voltage C Vv
Tension de saturation base-émetteur IB =5A BEsat 33 v
=5V
Ve =5 2N 5039 18 v
'C =10A
Base-emitter voltage VgE
Tension base-émetteur v 5V
CE ™= 2N 5038 18 v
le =12A
VCE =28V 5 A
Second breakdown collector current t =1s lg/g
Courant collecteur de second claguage v
Ve =45 0,9 A
t =1s
Vgg=—4V
Second breakdown energie Rpe =20 Q Eg/B 13 mJ
Energie de second claquage le =1 2A
Le =180uH

*puised . =350p5 5 < 2%

tmpulsions P
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2N 5038, 2N 5G39

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals}
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vee = 0V

Forward current transfer ratio | —~2A h 12

Rapport de transfert direct du courant c = 21e
f =5MHz
Veg =10V

Transition frequency —

Fréquence de transition IC =2A fT 60 MHz
f  =5MHz

Output capacitance Veg =10V (o]

Capacité de sortie f c8 = 1 MHz 22b 300 pF
Ic =12A
g1 =12A 2N 5038 05 us
lgp =—1.2A

Rise time 1

Temps de croissance r
Ic =10A
lgp =1A 2N 5039 0,5 us
lgg =—1A
Ic = 12A
lgg =1.2A 2N 5038 1,5 us
Igg =-12A

Carrier storage time t

Retard 3 la décroissance S
le =10A
lgy =1A 2N 5039 15 s
lgp =-1A
lc =12A
g =12A 2N 5038 0,5 us
lgp =-1,2A

Fall time 1

Temps de décroissance £
lc =10A
gy =1A 2N 5039 05 ps
IB2 ==1A

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance Rth(j-c) 1.25 oC/W

Résistance thermique (jonction-boitier}

* Pulsed t =3650pus 5 <2%
Impulsions P

4/4
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NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASES
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASES

Compl. of ESM 132, 133, 134

2N 5294
2N 5296
2N 5298

- Complementary power amplification stages
Amplificati " Py 14 :
mp/ification dé p & symétrie comp ¢ 70V 2N 5294
. . V 40V 2N 5296
- Medium power switching CEO 60V 2N 5298
Commutation moyenne puissance
| c 4 A
- Regulation Ptot 36w
Régulation
Rth(j‘c) 3,5 °C/W max
f-|- 0,8 MHz min
Dissipation Plastic case TO-220 AB - See outline drawingCB-1170n last pages
Variation de dissipation Boftier plastique Voir dessin coté CB-117 dernidres pages
100
%
” \
50 \
g ¢
25 c
E
4 - Weight :2 g. Collector is connected to case
50 100 150 te,.0(°C) Masse Le collscteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
2N 5294 2N 5296 2N 5298
Collector-base voltage V,
Tension collecteur-base cBO 80 60 80 v
Collector-emitter voltage \'
Tension collectour<metteur CEO 70 40 60 v
Collector-emitter voitage - \
Tension collectour-émetteur RB E™ 100 CER 75 50 70 v
Collector-emitter voltage =_ Vv,
Tension cotlecteur-émetteur VBe 15V CEX 80 60 80 \
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 7 5 5 Y
Collector current )
Courant collecteur ¢ 4 4 4 A
Base current |
Courant base B 2 2 2 A
Power dissipation - P
Dissipation de puissance tcase 25°C tot 36 36 36 w
Junction temperature t.
Température de jonction max ] 150 150 150 °c
Storage temperature min ty —65 —65 —65 °Cc
Température de stockage max 9 +150 +150 +150 oc
74-1 711
THOMSON - CSF
387
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2N 5294, 2N 5296, 2N 5298

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Vap =65V
CE 05 mA
Vge =15V
2N 5294
Veg =65V 2N 5298
Vg =-15V 3 mA
t = 150°C
Collector-emitter cut-off current case lcex
Courant résiduel collecteur-émetteur v =35V
Ver =15V 2 mA
BE ™ '
_ 2N 5296
Veg =3V
Vgg =—15V 5 mA
tease = 150°C
R o0 2N o298 o5 | ma
) BE ~ 25 2N 5298 ’
Collector-emitter cut-off current case |
Courant résiduel collecteur-émetteur CER
Veg =50V 2N 5204
Rgg = 1002 2 mA
= 150°C 2N 5298
tease =
=7
Vep =7V 2N 5294 1 mA
. lc =0
Emitter-base cut-off curtent |EB 0
Courant résiduel émetteur-base
Veg =5V 2N 5296 1 mA
Ic =0 2N 5298 1 mA
2N 5294 | 70 v
. | =100 mA *
Collector-emitter breakdown voltage Cc \
Tension de claquage collecteur-émetteur IB =0 CEOsus ;: :gg: ;g \\:
- 2N 5294 | 75 v
Collector-emitter breakdown voltage Il =100mA Y *
Tension de c " Roc = 100 Q CERsus 2N 5296 | 50 v
BE IN5298 | 70 v
. - * 2N 5294 | 80 v
Collector-emitter breakdown voltage lc =100mA V.
Tension de ci 1 Vog =15V CEXsus | 2N 5206 | 60 v
BE 2N 5208 | 80 v
Vee =4V 2N 5294 1
lc =05A 30 2
Static forward current transfer ratio Ve =4V *
Valeur statique du rapport de transfert CE h21 E 2N 5296 | 30 120
direct du courant 'C =1A
V =4V
CE 2N 5298 | 20 80
'C =15A

* Pulsed 1, =300pus & <2%

Impulsions

2N
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2N 5294, 2N 5296, 2N 5298

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

I =05A
Cc 4 p
lg =005A 2N 6294 1 A
Collector-emitter saturation voltage lc =1A Vege § N 5296 1
Tension de 7 |B =0,1A CEsat v
i =15A
C ’ 1
lg =015A 2N 5298 v
Vo =4V
CE P
I =05A 2N 5204 11 \
= *
Base-emitter voltage VCIE =4V V,
Tension base-émetteur 1 c = 1A BE 2N 5206 1.3 v
Vee =4V 2N 5208 15 v
IC =15A
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Transition f Veg =4V
ransition frequency -
Fréquence de transition Ic =02A fT 0.8 MHz
f =1MHz
| =05A
C 4 s
lg =005A 2N 5294 5 H
Turn-on time e =14 g+t | 2N 5206 5 ps
Temps total d'établissement IB =0,1A
lc 154 2N 5298 5 bs
IB =0,15A
| =05A
C "
o =+005A 2N 5204 15 us
Turn-off time 'c =1A
Temps total de coupure g =%01A L+ 2N 5296 15 us
t =158A
c ‘ us
IB —+0,15A 2N 5298 15
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Ripii °©
Rési thermique (jonction-boitier) thij-c) 35 cw
Junction-ambient thermal resistance Rihij-al 70 ocM
#* pylsed t,=300us & <2%
Impulsions P
3/11
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2N 5294, 2N 5296, 2N 5298

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

10 us ?—' Non inductive resistances
B1 [ Résistances non inductives
|
B1
R
| = B - sy A
B o +/ Rg | Re
'82 2N 5294 100 2| 56 2
8 <1% 100
t, and t; <50 ns 2N 5296 47 2| 330
N N 2N 5298[{ 33Q]22Q
A W
SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE
I
(A)
4 KR VRS
\\\ AN \\ .\)&
S, N N,
AN S Y e,
\\ S b ‘(\,% AN A

1 A
— \‘
— tcase=25°c \‘
|— Continuous
0,5 |__Continu
Pulsed  ________
[ Impulsions
2N 5298
|
2N 5296 —~»-
02 } i
2N 5294
0,1 [
1 2 5 10 20 50 102 Vo)
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2N 5294

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COL.LECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant cotiecteur en fonction de la tension

Ic coliecteur-dmetteur

fmA)

/"T@[’ml\
Lot—TE0 mA
1.6 I
40 mA
1
| /"‘—1 30 mA
1,2
=] 20 mA
0.8
o= 10 mA
0.4
=0
B
0

0 1 2 3 4 5 VgtV

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
en foncti 1

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant coltecteur en fonction de ia tension

Ic collecreur-émetteur

—
{mA) AS((\P‘ L]
P L
8 L] //
400 ._,’Ic,m"‘
-l wh //ﬂ
3 —
~
300 1 -1'5;\"]/1/{
|1 e
208 T
//

200 o= /‘r"

_—
100
0,5 mA
T
0 B

0 10 20 30 40 50 VeVl

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

Hate du Vg basedmatteur
Vee =4V (v} Vee =4V
toase = 25°C
150
1,6
Lo
100 N 1.2
A1\
AN 1%
N toge = 25°C // /
50
04 4
\ ’ case 25°¢
] 0
2 4 68 2 4 68 2 68 2 4 68 2 4 68 2 4 68
102 10! 10° A 102 107 100 [RTY
5/11
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2N 5294

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tensiqn de saturation collecteur-émetteur en

VeEsat au
o)

B=10
0,8 [
06 I
'/
/
tease = 125°C/
0,2
P 7 / toase = 26°C
1411 I l
0 68
5 2 4 . 2 4 68 2 4 68
102 10" 100 tcla)

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
s dmeteur

{mA1 4 Veg =4V
4
2
102 '/
: 7
4 7 V.
) tease = 1250(:/ /case = 25°¢
oLV
y
6
o /
/
2 /
10° / /
04 06 08 1 12 vgw

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en

BEsar f du ©
v} B=10 /
08 /|
52 d /|
X o
0.6 i |
z
R
0,4 =5
0,2
o
2 4 68 2 4 68 2 4 68
102 't 10° Il
TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT
Fréq de ition en fe du
t1  courant collecteur
{MHz)
VCE =4 \i
tcase = 25°C
2.5 M — \N
2 /]
/ N
1.5
1
0,5
0
1 2 4 6 8 2 2 4
10 10 Ig(ma)
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2N 5294, 2N 5296, 2N 5298

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE

Tension coll émetteur en fe ion de la
VCE résistance base-émetteur
) Ig =100 mA
2N 5294
|
5 N
80 2N 5298 N\
o
N
2N 52
60 5296
N
N
40
20
0
2 8 26 ,2 6§ ,2 6 2 5 2 5
1007 10" 107 10% 10t 10°5 R
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Temps de commutation sn fonction du
t courant collecteur
{us) 1
8
: ]
\ cc™ 0V
4 t =10 us
le =40
[}
2 1
oot —
><’u-—“
%100 1 - —
8
& t
a4
2
107

0 t 2 3 4 g

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS

COLLECTOR-BASE VOLTAGE

Capacité de sortie en fonction de la
C22b tension collecteur-base

(pF) 1 e = 25°C
8
6
4 s
2
10!
1 2 a4 6 8
10 VgV

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la résistance thermique en
régime d’'impulsions

(T 11 1]
5=03
o
4
1
67
%
2 /’5=0rrono
10"
8 _ %
. 5= ]
Zih=KRy
4 -
z !J ’
102 L iil |
5 2 5 2 5 2 5 2
105 w0 %109 %102 gt e
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NPN SILICON TRANSISTOR, HOMOBASE 2N 5490 2N 5492
TRANSISTOR NPN SILICIUM, HOMOBASE 2N 5494 2N 5496

Compl. of 2N 6107 series

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
- LF large signal power amplification 2N 5490
Amplification BF grands signaux de puissance v 40V { 9N 5494
. —_ CFO 55 V 2N 5492
- ?lgh current switching 70V 9N 5496
ommutation fort courant
Ic 7A
Ptot 50 W
2A 2N 5490
25A 2N 5492
h21E ) 3 2NGags  20-100
35A 2N 5496
Rth{j-c) 25° C/W
Dissipation Plastic case TO-220 AB - See outline drawing CB-117 on last pages
Variation de dissipation Bofitier plastique Voir dessin coté CB-117 dernigres pages
100%
I\
75 N\

o\

\

25
Weight : 2g Collector is connected to case
0 50 100 150 toggal °c) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
2N 5490 2N 5492 2N 5494 2N 5496
Collector-base voltage V)
Tension collecteur-base C8O 60 75 60 90 v
Coltector-emitter voitage vV
Tension collecteur-émetteur CEO 40 55 40 70 v
Collector-emitter voltage Rep = Q Vv
Tension collecteur-émetteur BE 100 CER 50 65 50 80 \
Collector-emitter voltage -
Tension collecteur-émetteur VBE 15V VCEX 60 75 60 90 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso 5 5 5 5 v
Collector current
Courant collecteur l Cc 7 7 7 7 A
Base current
Courant base ‘B 3 3 3 3 A
Power dissipation P
Dissipation de puissance tot 50 50 50 50 W
Junction temperature t.
Température de jonction max 1 150 150 150 150 Y
Storage temperature min t —65 —~65 —65 —65 °C
Température de stockage max 19 +150 +150 +150 +150 °c
74-10 1/6
THOMSON - CSF 399
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2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap =70V
VE sy 2N 5492 1 mA
BE 4
VCE =70V
Vgg =~15V 2N 5492 5 mA
tease = 190 °C
Veg =55V
Vgg =—15V 2N 5494 1 mA
Collector-emitter cut-off current _ 1
Courant résiduel collecteur-émetteur Veg =55V CEX
VBE =-15V 2N 5494 5 mA
tase = 150°C
vV =85V
VCE 18y 2N 5496 1 mA
BE ~ "
VCE =85V
Vgg =—15V 2N 5496 5 mA
e = 150°C
Veg =40V 2N 5490 2 mA
Rge = 100 2N 5494 05 mA
VCE =40V
Rog = 1009) 2N 5450 5 mA
t = 150°C 2N 5494 35 mA
case
Vgg =55V
Rgg = 1002 2N 5492 0,5 mA
Collector-emitter cut-off current I
Courant résiduel callecteur-émetteur Veg = 55V CER
Rgg =100 Q2 2N 5492 3,5 mA
tgase = 150°C
Veg =70V
Rgg = 1000 2N 5496 05 mA
VCE =70V
RBE =100 2 2N 5496 3,6 mA
tCLse =150 °C
Emitter-base cut-off current Vgg =8V
Courant résiduel émetteur-base e =0 'eBo 1 mA
2/8



2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
2N 5490 | 40 A\
Collector-emitter breakdown voltage lc =100mA v x| 2N5492 | 55 v
Tension de claquage coll -émetteur lg =0 CEO(sus) 2N 5404 | 40 v
2N 5496 | 70 \
2N 5490 | 50 A
Collector-emitter breakdown voltage Ic =100mA v * | 2N 5492 | 65 \Y
Tension de claquage collecteur-émetteur RBE =100Q CER(sus) IN 5494 | 50 Vv
2N 5496 | 80 v
2N 5490 | 60 v
Collector-emitter breakdown voltage I =100mA v *| 2N 5492 | 75 \
Tension de ct 1he émetteur Voo =15V CEXlsus) | 5N 5494 | 80 v
v BE = ¥
2N 5496 | 90 v
\ =4V
CE _ 2N 5490 | 20 100
IC =2A
Vop =4V
) Ce 2N 5492 | 20 100
Static forward current transfer ratio lc T25A *
Valeur statique du rapport de fert h21 E
direct du courant VCE =4V
_ 2N 5494 | 20 100
IC =3A
Vap =4V
CE _ 2N 5496 | 20 100
lc =35A
lc =2A 2N 5490 1 v
ig =02A
'c =254 5492 1 v
) g =025A 2N
Collector-emitter saturation voltage Vee X
Tension de saturation collecteur-émetteur | =3A sat
¢ 2N 5494 1 v
g =03A
lc =354 2N 54 1 v
lg =035A 96
Vap =4V
CE _ 2N 5490 1,1 v
Ic =2A
\% =4V
CE e 2N 5492 1,3 v
. c . *
Base-emitter voitage vV £
Tansion base-émetteur Vv =4V B
\ CE _ 3A 2N 5494 1,5 v
Cc
Vep =4V
CE '
o =354 2N 5496 1,7 v
* pylsed t =300pus 5 <2%
Impulsions
3/6
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2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) t = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case {Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Tvp. Max.
Transition § Veg =4V
ransition frequency _
Fréquence de transition IC =05A fT 08 MHz
f = 1MHz
Veg =30V
lc =2A 2N 5490 5 ps
lg = 0,2A
Vee = 30V
lc =25A 2N 5492 5 us
tg =025A
Turn-on time o+t
Temps total d'établissement d7
Vpe =30V
CcC
lc =3A 2N 5494 5 us
ig =03A
Veg =30V
le =35A 2N 5496 5 us
lg =035A
Veg =30V
‘C =2A 2N 5490 15 us
|I3 =%02A
Vog =30V
lc =25A 2N 5492 15 us
IB =+0,25A
Turn-off time L+t
Temps total de coupure s f
Vee = 30V
lc =3A 2N 5494 15 us
lg =% 03A
Veg =30V
le =35A 2N 5496 15 us
IB =*035A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance "
Résistance thermique (jonction-boTtier) Rth(l'C) 25 °c/w
;l‘un.ctlon-a‘rhnblest tr’n_erma] res:lstgn?f‘ Rth(i-a) 70 oCIW

4/6
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2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

(A} 500],15-—#256 us- }l
@
<XTNTYN il
N N—N -
5 A AN ANEAN )o‘ }2“ \ 1
MR N
\ . WG N\
& Y
2 NN
ASEAY A
\ NN NN
N
2 \ \] N "
N\Sh
\}
1 A
toase = 25°C
CONINUOUS memmmrme e
Continu
0,5 Puised o — i ———
Impulsions
2N 5490
02 2N 5492
2N 5494
2N 5496
0,1
1 2 5 10 20 50 VCE(V)
SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION
L
Re -
Rg Rc
i
B1 RB B 2N 5490 25 Q2 150
o—t_—_)———( 3oV 2N5492 | 200 120
-—
82 2N5434 | 15Q 100
2N 5496 12Q 82Q
- \

5/6
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2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la rési: h ique en
régime d’impulsions

K

0.8

0.6 -
Berz1

0,4

0.2

6/6
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NPN SILICON TRANSISTORS,EPITAXIAL COLLECTOR
TRANSISTORS SILICIUM ,NPN COLLECTEUR EPITAXIE

2N 5671
2N 5672

- High speed, high current, high power transistor

Transistor de puissance rapide fort courant

- Fast switching and amplifier applications

Transistors d‘amplification et de commutation rapide

Dissipation derating
Variation de dissipation

100 %!_,\
|
|

75

N

v { 90V 2N 5671
CEO 120V 2N 5672

Ic 30 A

Prot 140 W

Rth(j-c) < 1,26° C/W

VCEsat(154) < 075V

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages

Boitier

Voir dessin coté CB-19 dernidres pages

Bottom view
Vue de dessous

|
i
l
)
0 2
|
25 { N
|
L Weight : 14,4 g Collector is connected to case
©° se 100 180 tiace ey Masse Le collecteur est relié au boTtier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) ¢ — 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION cas! (Sauf indications contraires)
2N 5671 2N 5672
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base CBO 120 150 Y]
Collector-emitter voltage \%
Tension collecteur-émetteur CEO 90 120 \4
Collector-emitter voltage _ v
Tension collecteur-émetteur Rgg =50 2 CER 110 140 v
Collector-emitter voltage _ Vv
Tension collecteur-émetteur VBE =-15V CEX 120 150 \
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 7 7 \
Collector current I
Courant collecteur c 30 30 A
Base current |
Courant base B 10 10 A
Power dissipation _ 25° P
Dissipation de puissance Tease = 25°C tot 140 140 w
Junction temperature t. R
Température de jonction max. i 200 200 C
Storage temperature min t —65 —65 °C
Température de stockage max st9 +200 +200 oc
74-3 13
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2N 5671, 2N 5672

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tegse = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions d¢ mesure Min. Typ. Max.
Cotlector-emitter cut-off current Veg =80V
Courant résiduel collecteur-émetteur \ BC ~0 'ceo 10 mA
Vap =110V
CE 12 mA
Vgg = -15V
= 2N 5671
Vee = 100 V
Vg =—18V 15 mA
toase = 150°C
Collector-emitter cut-off current 1
Courant résiduel collecteur-émetteur v 135 V CEX
CE ™ eV 10 mA
VB E= -1,5
Veg =100V 2N 5672
Vgg =-15 \ 10 mA
togse = 190°C
Emitter-base cut-off current Vgg =7V \
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 EBO 10 mA
| =200 mA
Coilector-emitter breakdown voltage c 0 v (BR)CEO 2N 5671 90 v
Tension de claquage collecteurémetteur lg = ING672 | 120
Lt =16mH
1 =200 mA
Collector-emitter breakdown voltage RC ~ 508 V(BRICER 2N 5671) 110 v
Taension de claquage collecteur-émetteur BE & (BR) IN 5672 140
L =15mH
Vgg =—158V
Collector-emitter breakdown voitage lc =200mA v 2N 5671 120 v
Tension de claquage collecteur-émetteur Rgg = 505 {BR)CEX 2N 5672 150
L =2mH
Veg =2V 20 100
Static forward current transfer ratio e = 15A h *
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant Ve = 5V 20
lc =20A
Collector-emitter saturation voltage lc =15A v * 075 v
Tension dé saturation collecteur-émetteur 'B =12A CEsat ’
Base-emitter saturation voltage i =15A *
Tension de saturation basa-ématteur 'g —12A VgEsat 15 v

* Puised

t,=300us 6§ <2%
Impulsions P

2/3
406



2N 5671, 2N 5672

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

toase = 25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure

Base-emitter voltage Ve =5V

Tension base-émetteur lc =15A VgE 1.8 v
:/CE - f4 v 5,8 A

Second breakdown coltector current =1 i

Courant coll de second S/8
VCE =45V 09 A
t =1s
Vgg =—4V

Second breakdown energie | =15 A E

Energie de second claquage RCBE _200 S/B 20 md
L =180 uH

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for smali signals)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Veg =10V

Transition frequency - f

Fréquence de transition lc =2A T 50 MHz
f =5 MHz

Output capacitance V =10V C

Capacité de sortie f cB - 1 MHz 22b 900 pF

T i Wee=30v)| € =14

urn-on time =

Temps total d'établissement cc gy =12A gttt 0,5 us
'82 =-12A

Fall ti Veg-aov)| € =I1°A

alt time =

Temps de décroissance cc IB‘l =12A tf 0,55 us
|32 =-12A
l~. =16A

Carrier storage time ~ {(Vao=30V)| ©C

Retard & la décroissance cc gy =12A t 15 us
IB2 =-12A

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance Rupr: o

Résistance thermique [jonction-boitier) thij-c) 1,26 C/W

3/3
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NPN SILICON TRANSISTORS,EPITAXIAL COLLECTOR
TRANSISTORS SILICIUM ,NPN COLLECTEUR EPITAXIE

2N 6032
2N 6033

- High current, High speed, high power transistor

Transistor rapide fort

nt, forte pui:

- Fast switching and arpplifier applications

Transistors de

Dissipation derating
Variation de dissipation
100 %

et d'amplification rapide

AN

75

N

Veeo 90 V 2N 6032
CEe (’"‘){120 V 2N 6033
Ic {50 A 2N 6032
40 A 2N 6033
Piot 140 W
Rth(j-c) 1,25° C/W max.
1 15 us max,
t; 05 us max.

Case TO-3 —Seeoutlinedrawing CB-19 on last pages
Voir dessin coté CB-19 dernidres pages

Boitier

Bottom view

Vue de dessous E

|
i \
il @y
|
2 Lt
25 t
|
L Weight : 144 g Collector is connected to case
° S0 100 180 t,,, ¢°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
2N 6032 2N 6033
Collector-base voltage V
Tension collectsur-base €8O 120 150 v
Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEOV 90 120 v
Collector-emitter voltage _
Tension collecteur-émetteur Rgg =50 & VCER 110 140 v
Collector-emitter voltage _
Tension collecteur-émetteur Vpe=-15V VeEx 120 150 \
Emitter-base voltage \Y]
Tension émetteur-base EBO 7 7 v
Collector current
Courant coliecteur 'C 50 40 A
Base current 1
Courant base B 10 10
Power dissipation _ P
Dissipation de puissance toase = 25°C tot 140 140 W
Junction temperature t
Température de jonction max. i 200 200 °C
Storage temperature min, 1 —65 —65 5C
Température de stockage max. stg +200 +200 og
74-3 14
THOMSON - CS8F
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2N 6032, 2N 6033

STATIC CHARACTERISTICS

t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg =80V lceo 10 mA
Courant résiduel collecteur€émettour 'B =0
Vap =110V
CE mA
Vge =~15V 12
Veg =100V 2N 6032
Vgg = -15V 15 mA
toase = 150°C
Collector-emitter cut-off current leex
Courant résidue! collecteur-émetteur
VCE =135V 10 mA
VBE =15V
VCE — 100V 2N 6033
VB E= -15V 10 mA
tease = 150°C
Emitter-base cut-off current Vegg=7V
Courant résiduel émetteur-base g =0 leBo 10 mA
I =200 mA
Collector-emitter breakdown voltage IC =0 Vigriceo™ 2N 6032) 90 v
Teasion de claquage collecteur-émetteus 8 = 2N 6033 120
L =15 mH
Collector-emitter breakdown voitage RC ~508 V(BRICE r* 2N 6032 110 v
Tonsion de BE = { 2N 6033 | 140
L =15 mH
Vgg =-186V
Collector-emitter breakdown voltage lc =200mA VigR) cex* 2N 6032 120 v
Tension de claquage collecteuvrémetteur RB E= 50 2 2N 6033 150
L =2mH
Vog =26V 2N6032! 10 50
Static forward current transfer ratio ic =850A "
Vaiteur statique du rapport de t h2‘| E
diract du coursnt VCE =2V
lC =40 A 2N 6033 10 50
:C = ZOAA 2N 6032 13 v
Coliector-emitter saturation voltage _ B VCEsat &
Tension de { i ~40 A
c - 2N 6033 1 v
IB =4A
* Pulsed 1, =300us 6§ <2%
Impulsions
2/4
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2N 6032, 2N 6033

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

Test conditions
Conditions de mesure

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Min. Typ. Max.

o [ =50 A
c = 2N 6032 2 v
Base-emitter saturation voltage }_lB =5A VgE *
Tension de saturation base-émetteur 1 —40 A BEsat
¢ 2N 6033 2 v
‘B =4 A
Vap =2V T
(OB oA 2N 6032 2 v
Base-emitter voltage c = Vag
Tension base-émetteur VCE =2V B v
o = 40 A 2N 6033 2
Vegp =24V 5.8 L A
Second breakdown collector current t =Is s/
Courant de second cf: VCE ~ 40V 09 A
t =1s '
Ve = -4V
Second breakdown energie le = 20A ES/B 62 mJ
Energie de second claquage R £= 50
L =031mH |
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
VCE =10V
Forward current transfer ratio ! —_2A hote 10
Rapport de transfert direct du courant c =-
f =5 MHz
Transition frequency Veg =10V fr 50 MHz
Fréquence de transition | c = ZA
| =50 A
S _sa 2N 6032 1 us
Turn-on time (Veg=30w_8 ~ gt
Temps total d'établissement | c = 40 A r
g =4A 2N 6033 1 s
IC =50A
gy =5A 2N 6032 05 us
=-5A
Fall time {(Vee=30V) B2 5 1
Temps de décroissance e = 40 A
g1 =4A 2N 6033 05 us
IBZ =-4A
lc =50A
g1 = 5A 2N 6032 1.5 us
Carrier storage time Ve =30V) lag = -5 A 1
Retard & Ia décroissance 'C =40 A s
gy =4A 2N 6033 15 Hs
lgp =—4A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance . Rth(i-c) 1,26 oC/W
Résistance thermigue {jonction-boltier) i
* pulsed to =300us & < 2%
Impuisions
3/4
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2N 6032, 2N 6033

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

C
(A) +
[
T
50 lemax 2N 6032 u
N 0 il
2']\(]3max N \\ '\ b \\ | ‘@' [ [
2N 6033 NN
i \\ \\’o:?f(' T J H
0 N YRS T
NOERE NN Y
\\6@ N, \\ A
10 NN i
A ]
\ ‘\
5
WL I
W N
\ \ A \
2 \ \ |
\ \ 1
= 25°C \ Js
:ase = AY \
1 |- Continuous
- Continu \
[~ Pulsed —————— AN \;
|- Impulsions AY
0,5 N
\
N TN
\
0,2
2N 6032 ——ﬂ
2N 6033
0,1 i s
1 2 5 10 20 50 100 200 Vee v)

4/4
412



NPN SILICON TRANSISTOR, HOMOBASE
TRANSISTOR NPN SILICIUM, HOMOBASE

Compl. of ESM 141, ESM 142

2N 6099
2N 6101

LF iarge signal power amplification

Amplification BF grands signaux de puissance

- High current switching
Commutation fort courant

Dissipation derating

v { 60V 2N 6099
CEO 70V 2N 6101

Ic 10A

Prot 75 W

Rth(i-c) 1,67 °C/W max

h { (4A) 20-80 2N 6099
21E} (5A) 20-80 2N 6101

Plastic case TO-220 AB — See outline drawing CB-117 on last pages

Variation de dissipation Boftier plastique Voir dessin coté CB-117 derniéres pages
100%
75 N —
50 \
25 \
Weight : 29 Collector is connected to case
o} 50 100 tease!°C) Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (Lll'_VIITING VALUES) t = 25°C (Unle_sst?thgrwise staFed)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION case (Sauf indications contraires)
2N 6099 2N 6101
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 70 80 v
Collectar-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEO 60 70 v
Coliector-emitter voltage o = 100 O Y]
Tension collecteur-émetteur BE CER 85 75 v
Emitter-base voltage \4
Tension émetteur-base EBO 8 8 \Y
Collector current
Courant callecteur ic 10 10 A
Base current
Courant base lg 4 4 A
Power dissipation
Dissipation de puissance PtOt 75 75 w
Junction temperature t.
Température de jonction max i 150 150 °C
Storage temperature min t —65 —65 °C
Température de stockage max stg +150 +150 og
74-10 un
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2N 6099, 2N 6101

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vee =680V
|BCE - 2N 6099 2 mA
Collector-emitter cut-off current 1
Courant résiduel collecteur-ématteur CEO
=60V
:’CE 6 2N 6101 2 mA
g =
Veop =65V
v§§ = 15V 2N 6099 2 mA
Vep =65V
Vg =—15V 2N 6099 10 mA
tcase = 150°C
Collector-emitter cut-off current \
Courant rdsidusel collecteur-émetteur CEX
Vop =75V
ng =15V 2N 6101 2 mA
E ==
VCE =75V
Ve =-15V 2N 6101 10 mA
tease = 150 °C
Emitter-base cut-off current A 8V i
Courant résiduel émetteur-base | CEB 0 EBO 1 mA
Collector-emitter breakdown voltage lg =200mA v x| 2N 6099 | 60 v
Tension de claquage collecteur-émettour g = CEO(sus) 2N6101 ] 70 v
Collector-emitter breakdown voltage le = 200 mA v * | 2N 6099 | 65 \
Tension de claquage collecteur-dmettour Rgg = 100 2 CER(sus) ane101 | 75 v
=4V
Vee = 2N 6099 | 20 80
‘C =4 A
Static forward current transfer ratio Y] CE™ 4V h *
Valeur statique du rapport de transfert | =5A 21E 2N 6101 | 20 80
direct du courant [
Vop =4V 5
le. =10A
# pylsed ty =300 us 5 < 2%
Impuisions
2/11

414



2N 6099, 2N 6101

STATIC CHARACTERISTICS t. .. =256°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test diti 1 )
est conditions .
| Conditions de mesure Min. Typ. Max.
. - L -
Collector-emitter saturation voltage lc =10A v *
Tension de saturation collecteur-émetteur ] B =2A CEsat 25 v
Vap =4V
CE_, 2N 6099 17 v
c T4A
Base-emitter voltage Ve ¥
Tension base-émetteur BE
Vap =4V
CE _ 2N 6101 1,7 v
J 'C =5A
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Veap =4V
Forward current transfer ratio | CE — 05A h 15
Rapport de transfert direct du courant G 21e
£ =1 kHz
Transition f Vegp =4V
ransition frequency — )
Fréquence de transition ! =05A fT 038 MHz
f = 0,1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case therma! resistance Rop
Résistance thermique (fonction-boitisr) thij-c) 1,67 °C/W
Junction-ambient thermal resistance N
Résistance thermique (jonction-ambiante) Rth(l‘a) 70 °C/IW
* Pulsed 1, =300us & < 2%
Impulsions
3
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2N 6099, 2N 6101

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

te
(A)
50 f———M1+—
1]
T I
20 !
150 us
10 A Y -~ <K
N W N
Y hY 6‘0
S N NGO
5 NS SN
70, )
1 @fo\i R
RN
2 B \ -
| NN
toage = 2° °C \.\
1 —Continuous
—Continu
[ Pulsed ———— o
0,5 —tmpulsions l
T
2N 6099
02 |- 2N 6101
0,1 L J
1 2 5 10 20 50 VCE(V)
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2N 6099

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant callecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de Ia tension
collecteur-émetteur collecteur-émetteur
I |
C (o]
—
{A) =60 A (‘60'0 m’A (mA) !h ///
0 mA 35
| -
o T T
8 400 mA. 400 1‘5 o
—-——"’1 I L~ S
300 mA - -
— 7_/“"?‘//
6 200 mA 300 r —
et
15 [l e
100 mA ’ —
4 200 P- 7 oA
L
0,5 mA ="
2 100 1
s Tl
g =0 i
0 = 0
0 1 2 3 4 5 Vel 0 10 20 30 40 50 VeelV)
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur
Ha1e
VCE =4V
300
250
tase = 125°C
200 \\
150 K N
tease™ 25°C, ‘N
A w\
100 \\
. N
6

12 4 68

0t %5 ?

. 8
10 lclA)
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2N 6099

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE COLLECTOR CURRENT
Tension -émetteur en fe ion de la Tension basg-émetteur en fonction du
résistance base-émetteur - courant collecteur
Ve 1o =200 mA Vee
V) c = m V) VCE=4V
— O
tcase 25°C
1,2
70 \
\N 09 7
A
60 1 oase = 29°C
f 1 V
f/ ,/
0,6
- tease = 125°C .
——
50
0,3
40 0
26 25 ,25 .25 ,25 .25 2 468 ,2 468 . 2
1007 10" 10?7 103 0% 10%T e 102 107! o?

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation coflecteur-émetteur en

p jon du P

VCEsat
V) B = 5|

1,2

0,9

0,3 .
Toase =125°C
L -
0 cas.e_‘lsolc
2 468 .2 468 o2 468
102 w0’ 10° IgtA)
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2N 6099

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VERSUS COLLECTOR CURRENT VOLTAGE
Tension de saturation base-émetteur en Courant base en fonction de la tension base-
f jon du llecteu émetteur
VBEsat 's
v) 8 =5 (mA) 8 Veg =4V
6 Lt
a4 %
1,6
2 //
/ 102 ]/
8t == 125°C
12 6 case rAv4
/ .
]t:ase = 25°C
08 z
' t . =25°C L7V
case N 1
i 17 10",
el 6 11
0.4 . 'ca e =126°C 4 / /
2
0 10° L I
2 468 2 4 68 2 68
102 0! 10° Ic(A) 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 VgeV)
TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT
Fréq de ition en f jon du
courant collecteur
fr
{MHz}

) N

2 /,
16—~
/ VCE =4V
j t = 26°C

case
1,2
08
0,4
0
2 2 4 68 . 2 4 68
10 10 (TS

711
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2N 6099, 2N 6101

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS SWITCHING TIMES VERSUS COLL “TOR
COLLECTOR-BASE VOLTAGE CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la

A ? Temps de commutation en fonction du
tension coflecteur-Hase

courant collecteur

&
e us
P tease = 25°C 8 Ve =30V
8 6 t =10 ps
]
6 4 Tg =10
's1 =—'s2
2 1,
4 Y
fton’ — 1
h 1o° e
P\ s 5
&
2 \ 4
\\
4
10 L 101
100 2 4 6 8101 2 4 6 \S/CB(VI o p 2 3 4 IC(A’
111



2N 6099, 2N 6101

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS SWITCHING TIMES VERSUS COLL “TOR
COLLECTOR-BASE VOLTAGE CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la

A ? Temps de commutation en fonction du
tension coflecteur-Hase

courant collecteur

&
e us
P tease = 25°C 8 Ve =30V
8 6 t =10 ps
]
6 4 Tg =10
's1 =—'s2
2 1,
4 Y
fton’ — 1
h 1o° e
P\ s 5
&
2 \ 4
\\
4
10 L 101
100 2 4 6 8101 2 4 6 \S/CB(VI o p 2 3 4 IC(A’
111



NPN SILICON TRANSISTOR, HOMOBASE
TRANSISTOR NPN SILICIUM, HOMOBASE

Compl. of ESM 141, ESM 142

2N 6099
2N 6101

LF iarge signal power amplification

Amplification BF grands signaux de puissance

- High current switching
Commutation fort courant

Dissipation derating

v { 60V 2N 6099
CEO 70V 2N 6101

Ic 10A

Prot 75 W

Rth(i-c) 1,67 °C/W max

h { (4A) 20-80 2N 6099
21E} (5A) 20-80 2N 6101

Plastic case TO-220 AB — See outline drawing CB-117 on last pages

Variation de dissipation Boftier plastique Voir dessin coté CB-117 derniéres pages
100%
75 N —
50 \
25 \
Weight : 29 Collector is connected to case
o} 50 100 tease!°C) Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (Lll'_VIITING VALUES) t = 25°C (Unle_sst?thgrwise staFed)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION case (Sauf indications contraires)
2N 6099 2N 6101
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 70 80 v
Collectar-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEO 60 70 v
Coliector-emitter voltage o = 100 O Y]
Tension collecteur-émetteur BE CER 85 75 v
Emitter-base voltage \4
Tension émetteur-base EBO 8 8 \Y
Collector current
Courant callecteur ic 10 10 A
Base current
Courant base lg 4 4 A
Power dissipation
Dissipation de puissance PtOt 75 75 w
Junction temperature t.
Température de jonction max i 150 150 °C
Storage temperature min t —65 —65 °C
Température de stockage max stg +150 +150 og
74-10 un
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2N 6099, 2N 6101

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vee =680V
|BCE - 2N 6099 2 mA
Collector-emitter cut-off current 1
Courant résiduel collecteur-ématteur CEO
=60V
:’CE 6 2N 6101 2 mA
g =
Veop =65V
v§§ = 15V 2N 6099 2 mA
Vep =65V
Vg =—15V 2N 6099 10 mA
tcase = 150°C
Collector-emitter cut-off current \
Courant rdsidusel collecteur-émetteur CEX
Vop =75V
ng =15V 2N 6101 2 mA
E ==
VCE =75V
Ve =-15V 2N 6101 10 mA
tease = 150 °C
Emitter-base cut-off current A 8V i
Courant résiduel émetteur-base | CEB 0 EBO 1 mA
Collector-emitter breakdown voltage lg =200mA v x| 2N 6099 | 60 v
Tension de claquage collecteur-émettour g = CEO(sus) 2N6101 ] 70 v
Collector-emitter breakdown voltage le = 200 mA v * | 2N 6099 | 65 \
Tension de claquage collecteur-dmettour Rgg = 100 2 CER(sus) ane101 | 75 v
=4V
Vee = 2N 6099 | 20 80
‘C =4 A
Static forward current transfer ratio Y] CE™ 4V h *
Valeur statique du rapport de transfert | =5A 21E 2N 6101 | 20 80
direct du courant [
Vop =4V 5
le. =10A
# pylsed ty =300 us 5 < 2%
Impuisions
2/11
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2N 6099, 2N 6101

STATIC CHARACTERISTICS t. .. =256°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test diti 1 )
est conditions .
| Conditions de mesure Min. Typ. Max.
. - L -
Collector-emitter saturation voltage lc =10A v *
Tension de saturation collecteur-émetteur ] B =2A CEsat 25 v
Vap =4V
CE_, 2N 6099 17 v
c T4A
Base-emitter voltage Ve ¥
Tension base-émetteur BE
Vap =4V
CE _ 2N 6101 1,7 v
J 'C =5A
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Veap =4V
Forward current transfer ratio | CE — 05A h 15
Rapport de transfert direct du courant G 21e
£ =1 kHz
Transition f Vegp =4V
ransition frequency — )
Fréquence de transition ! =05A fT 038 MHz
f = 0,1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case therma! resistance Rop
Résistance thermique (fonction-boitisr) thij-c) 1,67 °C/W
Junction-ambient thermal resistance N
Résistance thermique (jonction-ambiante) Rth(l‘a) 70 °C/IW
* Pulsed 1, =300us & < 2%
Impulsions
3
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2N 6099, 2N 6101

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

te
(A)
50 f———M1+—
1]
T I
20 !
150 us
10 A Y -~ <K
N W N
Y hY 6‘0
S N NGO
5 NS SN
70, )
1 @fo\i R
RN
2 B \ -
| NN
toage = 2° °C \.\
1 —Continuous
—Continu
[ Pulsed ———— o
0,5 —tmpulsions l
T
2N 6099
02 |- 2N 6101
0,1 L J
1 2 5 10 20 50 VCE(V)
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2N 6099

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant callecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de Ia tension
collecteur-émetteur collecteur-émetteur
I |
C (o]
—
{A) =60 A (‘60'0 m’A (mA) !h ///
0 mA 35
| -
o T T
8 400 mA. 400 1‘5 o
—-——"’1 I L~ S
300 mA - -
— 7_/“"?‘//
6 200 mA 300 r —
et
15 [l e
100 mA ’ —
4 200 P- 7 oA
L
0,5 mA ="
2 100 1
s Tl
g =0 i
0 = 0
0 1 2 3 4 5 Vel 0 10 20 30 40 50 VeelV)
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur
Ha1e
VCE =4V
300
250
tase = 125°C
200 \\
150 K N
tease™ 25°C, ‘N
A w\
100 \\
. N
6

12 4 68

0t %5 ?

. 8
10 lclA)
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2N 6099

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE COLLECTOR CURRENT
Tension -émetteur en fe ion de la Tension basg-émetteur en fonction du
résistance base-émetteur - courant collecteur
Ve 1o =200 mA Vee
V) c = m V) VCE=4V
— O
tcase 25°C
1,2
70 \
\N 09 7
A
60 1 oase = 29°C
f 1 V
f/ ,/
0,6
- tease = 125°C .
——
50
0,3
40 0
26 25 ,25 .25 ,25 .25 2 468 ,2 468 . 2
1007 10" 10?7 103 0% 10%T e 102 107! o?

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation coflecteur-émetteur en

p jon du P

VCEsat
V) B = 5|

1,2

0,9

0,3 .
Toase =125°C
L -
0 cas.e_‘lsolc
2 468 .2 468 o2 468
102 w0’ 10° IgtA)
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2N 6099

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VERSUS COLLECTOR CURRENT VOLTAGE
Tension de saturation base-émetteur en Courant base en fonction de la tension base-
f jon du llecteu émetteur
VBEsat 's
v) 8 =5 (mA) 8 Veg =4V
6 Lt
a4 %
1,6
2 //
/ 102 ]/
8t == 125°C
12 6 case rAv4
/ .
]t:ase = 25°C
08 z
' t . =25°C L7V
case N 1
i 17 10",
el 6 11
0.4 . 'ca e =126°C 4 / /
2
0 10° L I
2 468 2 4 68 2 68
102 0! 10° Ic(A) 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 VgeV)
TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT
Fréq de ition en f jon du
courant collecteur
fr
{MHz}

) N

2 /,
16—~
/ VCE =4V
j t = 26°C

case
1,2
08
0,4
0
2 2 4 68 . 2 4 68
10 10 (TS
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2N 6099, 2N 6101

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS SWITCHING TIMES VERSUS COLL “TOR
COLLECTOR-BASE VOLTAGE CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la

A ? Temps de commutation en fonction du
tension coflecteur-Hase

courant collecteur

&
e us
P tease = 25°C 8 Ve =30V
8 6 t =10 ps
]
6 4 Tg =10
's1 =—'s2
2 1,
4 Y
fton’ — 1
h 1o° e
P\ s 5
&
2 \ 4
\\
4
10 L 101
100 2 4 6 8101 2 4 6 \S/CB(VI o p 2 3 4 IC(A’
111



2N 6099, 2N 6101

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS SWITCHING TIMES VERSUS COLL “TOR
COLLECTOR-BASE VOLTAGE CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la

A ? Temps de commutation en fonction du
tension coflecteur-Hase

courant collecteur

&
e us
P tease = 25°C 8 Ve =30V
8 6 t =10 ps
]
6 4 Tg =10
's1 =—'s2
2 1,
4 Y
fton’ — 1
h 1o° e
P\ s 5
&
2 \ 4
\\
4
10 L 101
100 2 4 6 8101 2 4 6 \S/CB(VI o p 2 3 4 IC(A’
111






PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS SILICIUM PNP, BASE EPITAXIEE

Compl. of 2N 5490 series

2N 6107
2N 6103
2N 6111

- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

- High current switching
Commutation & fort courant

Dissipation and Ig/pg derating

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
-30V 2N 6111
VCEO —-50V 2N 6109
-0V 2N 6107
ic - 7A
Ptot 40w

Plastic case TO 220 AB — See outline drawing CB-117 on last pages

Variation de dissipation et de /S /8 Boitier plastique Voir dessin coté CB-117 derniéres pages
100%
|
BN
N
\ S/
50
| @ B /é
| ot c
26—+ E
l
L Weight :/2 g Collector is connected to case
4] 50 100 150t ase(OC) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION case (Sauf indications contraires)
2N 6107 2N 6109 2N 6111
Collector-base voltage V) _ _ _
Tension collecteur-base CBO 80 60 40 v
Collector-emitter voltage v _ - -
Tension collecteur-émetteur CEO 70 50 30 v
Collector-emitter voltage Roc = 1 Vv - _ _
Tension collecteur-émetteur BE 0o Q CER 80 60 40 v
Emitter-base voltage \v _ _ _
Tension émetteur-base EBO 5 5 5 v
Collector current | _ _ _
Courant collecteur c 7 7 7 A
Base current
Courant base Ig - 3 -3 - 3 A
Power dissipation P 4
Dissipation de puissance tot 40 10 0 w
Junction temperature t °
Température de jonction max i 150 150 150 ¢
Storage temperature min t — 65 - 65 — 65 °C
Température de stockage max stg +150 + 150 + 150 og
74-10 1/6
THOMSON - CSF
DYSION SEMICONDUCTEURS, 1425



2N 6107, 2N 6109, 2N 6111

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications cantraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vo =—-60V
| CE _ o 2N 6107 -1 mA
B
Collector-emitter cut-off current Veg =—40V
Courant résiduel collacteur-émetteur |B E =0 'CEO 2N 6108 ~1 mA
Vo =—20V
CE o 2N 8111 -1 mA
B - ¥
Vep =75V
vgé 15V 2N 6107 -0,1 mA
Veg = 70V
Vgg =15V 2N 6107 -2 mA
— 0,
tcase = 150 °C
Ve =56V
V:E =15V 2N 6109 ~0,1 mA
Collector-emitter cut-off current IcEX
Courant résiduel cotlecteur-émetteur VCE =-50V
Vag = 1,5V 2N 8109 -2 mA
tease = 150 °C
Vap =—378V
VgE=1 5y 2N 6111 —-0,1 mA
VCE =-30V
Vge =15V 2N 6111 -2 mA
Tegse = 150°C
Vo =75V
Rg: =100 Q 2N 6107 -0,1 mA
VCE =_-70V
Rgg = 1000 2N 6107 -2 mA
tpse = 150°C
Vo =55V
R;E =1000 2N 6109 -0,1 mA
Collector-emitter cut-off current — |
Courant résidusi cotlectsur-émetteur VCE =-50V CER
Rgg =100 Q 2N 6109 -2 mA
toase = 150°C
Vo =35V
RCE =100 2N 6111 —-0,1 mA
BE
VCE =-30V
RBE=1009. 2N 6111 -2 mA
toase = 150°C

* pylsed t =300us &5 < 2%

Impuisions

2/6
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2N 6107, 2N 6109, 2N 6111.

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Emitter-base cut-off current Vgg =5V |
Courant résiduel émetteur-base Ic 0 EBO -1 mA
2N 6107 | =70 v
Collector-emitter breakdown voltage | !¢ =-—100mA | *| onG100 | —50 v
Tension de claquage collscteur-émetreur 'B =0 CEO(sus)
2NB111 | -30 A\
Collector-emitter breakd olt lc = ~100mA * 2N 6107 | —80 v
Tec;uipnda le haivs owj v“,:,ge Rge = 100 Q2 VCER(sus) | 2N 6109 | —60 v
. =2mH 2N 6111 -40 v
(Fig. 1)
Veg =4V an6107 | 30 150
IC =-3A
=4V
Vee _ 4 2N 6109 | 30 150
. . I =-25A
Static forward current transfer ratio c *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant Vv —_4V
CE _ 2N 6111 | 30 150
'C =-2A
Veg =4V 5
|C =-§5A
{ =-3A
C —
‘B =_03A 2N 6107 1 \
] =-25A
C ‘ —
© —o2sA 2N 6109 1 v
Collector-emitter saturation voltage *
Tension de 7 -dmetteur A VCEsat
. =-2
C -
S ~To2a 2N G111 1 v
i =-65A
C . =
lg =-163A 2 v
-4V
Vee = 4 2N 6107 -1,5 Y
'C =-3A
Base-emitter voltage Veg =—4V Ve ¥ s _
Tension base-émetteur e = -25A BE N 6103 1.8 v
Veg =4V N 6111 -15 v
'C =~2A

* pyised
Impulsions

tp=300us 5 <2%

3/5
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2N 6107, 2N 6109, 2N 6111

DYNAMIC CHARACTERISTICS {for small signals) t = 25°C (Uniess otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case (Sauf indications contraires)

Test conditions i

Conditions de mesure Min. Typ. Mex.
Forward current transfer ratio ?’CE - _8 ;’ A h 20
Rapport de transtert direct du courant c =% 21e

f =60 KHz
Transition frequency VCE i
ansiti =_
Fréquence de transition Ic 05A fr 10 MHz
f =1 MHz
Qutput capacitance Veog = —10V
Capacits de sortie 8 = 1 MHz Ca20 250 oF
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
dunction-case thermal resistance Rth(j-c) 3,13 oc/W
iurgction-a[nbiept t!l:grma_l msis}_anoel R thij-a) 70 oW
50 Hz
oo * =4 ox
L=2mH
[1100 Q 1000
150
Ei = & QY
o+10V
10 ]
T

4/
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2N 6107, 2N 6109, 2N 6111

€]

05

0,2

0,1

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

| tease = 25°C
CONtiNUOUS emmmemmm———
Continu
2N 6111
2N 6109
2N 6107
!
1 2 5 10 20 50 VeetV)

5/6
429






NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 71 T?
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 72 T?

- LF large signal amplification up to 2 A
Amplification BF grands signaux jusqu'ad 2 A VC EO 60 V
Ic 2A
Piot 1B W
Rth (i_c) 10°C/W max.
30- 90 71 T2
h21e (1 A) { 75-200 7272

Dissipation derating Case F 88 — See outline drawing CB-44 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté CB-44 derniéres pages

100%
—i\ Bottom view
78 | \ Vue de dessous
[
| @
50 5 ] o
o o
E C
25 N
L \ Weight : 3,6 g. Collector is connected to case
0 50 100 150 t__(°C) Masse Le collecteur est relié au boftier

case

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension col/ecreur-basag VCBO 80 \
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEO 60 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso 5 v
Collector current |
Courant coliecteur c 2 A
Power dissipation tamb = 25°C Piot 2 w
pbily : o

Dissipation de puissance toase = 25°C 15 w
Junction temperature t.
Température de jonction max. i 175 °C
Storage temperature min. t 65 °C
Température de stockage max. stg +175 og

73-1 1/2
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7172,727T2

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

toase = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Collector-emitter cut-off current Veg =60V | 50 A
Courant résiduel collecteur-émetteur IB =0 CEO H
Collector-emitter cut-off current VcE =60V \
Courant rdsiduel collecteur-émetteur Vgg =2V CEX 0,3 HA
Collector-emitter breakdown voltage Ic = 100 mA *
Tension de claquage collecteur-£émetteur lg =0 V(BRICEO 60 v
Collector-base breakdown voltage lc =01mA *
Tension de claquage collecteur-base g = V(BRICBO 80 \
Emitter-base breakdown voltage lg =01mA *
Tension de claquage émetteur-base e = V(BRIEBO 5 v
Veg =2V 71712 | 20
'C =01A 7272 35
SV:stic f:;\_/va;ddcurrint’ tt(r;:n:'.ferf r'z:tio Veg =2V hos E* 71 T2 | 30 90
e statiqu U rappo; ranste: _
direct du courant I =1A 7272 75 200
Veg =5V 7172 | 25
L(‘ =2A 7272 40
| =1A
g =01A ! v
Collector-emitter saturation voltage Y;
Tension de saturation collecteur-émetteur CEsat
1 c = 2A i
g =02A 15 v
! =1TA
C
g =01A 15 v
Base-emitter saturation voltage v
Tension de saturation basg-émettsur BEsat
1 =2A
C
g =02A 1.6 v
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rip (o) 10 oC/W

Résistance thermique (jonction-boitier)

* Pulsed tp=300ps 6<2%
Impulsions.

2/2
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR

TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX

1312
74712

- LF large signal amplification up to 1 A
Amplification BF grands signaux fusqu’d 1 A

Dissipation derating

VCER 60 V

ic 1A

Peot 1B W

Rth (j—c) 10°C/W  max.

30- 90 7372

h21€ (0,2 A) { 75200 74 T2

Case F 88 - See outline drawing CB-44 on last pages

Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté CB-44 derniéres pages
100%
‘}\ Bottom view
{ Vue de dessous
75 t N &
| <
|
50 +
|
1
25 }
| N
| \
—1 Weight ;: 3,6 g. Coliector is connected to case
o 50 100 150t e (°c) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voitage Vv,
Tension collecteur-base CBO 80 v
Collector-emitter voltage _ v
Tension collecteur-émetteur Rgp =1k& CER 60 v
Emitter-base voltage v
Tension émeatteur-base EBO 5 v
Collector current 'C 1 A
Courant collecteur
Power dissipation tamb =25°C P 2 w
Dissipation de puissence toase = 25°C tot 15 w
Junction temperature t
Température de jonction max. ] 175 °C
Storage temperature min. t —65 °C
Température de stockage max. stg 175 oC
73-11 112
THOMSON - CSF
433
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7372,74T2

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Coliector-base cut-off current Veg =80V \
Courant résiduel collectour-base g =0 CcBO 75 HA
Collector-base breakdown voitage Ic =75uA *
Tension de claquage collecteur-base e =0 V(BRICBO 80 v
Collector-emitter breakdown voltage lc =16mA ¥
Tension de é RCBE =1k V(BR)CER 60 \%
5 | = 0,25 mA
Emitter-base breakdown voltage: E v *
Tension de claquage émetteur-base IC =0 V(B R}EBO 5 v
Veg =10V 7372 | 30 90
lc =02A 74 T2 75 200
Static forward current transfer ratio hoa ¥
Valeur statique du rapport de t 21E
direct du courant
Veg =15V 7372 | 10
lc =1A 74 T2 20
H g I~ =1A
Collector-emitter saturation voltage C vV, *
Tension de i e g =01A CEsat 1 v
Base-emitter saturation voitage '(: =1A v * 15 v
Tension de saturation base-émerteur lg =01A BEsat E
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rop g
Résistance thermique (jonction-boitiar} thij-c} 10 °C/W

* Pylsed o
impuisions

=300us 8<2%

22
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NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES

*108 T2
*109 T2

- LF and HF large signal amplification
Amplification BF ou HF grands signaux

- High current fast switching
Commutation rapide fort courant

- Thermal fatigue inspection
Contrble en fatigue thermique

Dissipation and lg/g derating
Variation de dissipation et de I/

100 \

BEL N

K Preferred device

Dispositif recommandé
v 80 vV 108 T2
CEO 125 v 109 T2
g 30 A
Piot 175 W
Rth(j-c) 1°C/W max.
h21E (104) 20 - 60
fr 10 MHz min.
Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages

Boitier

Voir dessin coté (CB-19 derniéres pages
E

Bottom view
Vue de dessous

Y A | \_—/
3o
50 N D>
\,,\
25 N 30% B
o Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 180 1 ,4.1°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = +25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraices]
108 12 109 T2
Collector-base voitage V,
Tension collecteur-base CBO 120 160 v
Collector-emitter voltage \%
Tension collecteur-émetteur CEO 80 125 v
Emitter-base voltage \Y
Tension émetteur-base EBO 10 10 Vv
Collector current |
Courant collecteur c 30 30 A
Base current 1
Courant base B 15 15 A
Power dissipation _ ogop P
Dissipation de puissance toase = 25°C tot 175 176 w
Junction temperature t.
Température de jonction max. i 200 200 °C
. o
Storage temperature min. tseg ~65 —65 OC
Température de stockage max. 4200 +200 C
74-5 1/8
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*108 T2, *109 T2

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tegse = 25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Veg = 125V

g = 0 109 T2 1 mA
Collector-base cut-off current lcBO
Courant résiduel collecteur-base
-
Veg =80V 108 T2 1 mA
“E =0
Colt i ff Vee =80¥
ollector-emitter cut-off current 10 | mA
Courant résiduel collecteur-émetteur R BE ~ 10 Sz CER 10
twse = 100°C
Emitter-base cut-off current Vgp =10V lego 5 mA
Courant résiduel émetteur-base i c =0
Collector-emitter breakdown voltage IC =100 mA VCEO( ws;" 10872 80 v
Tension de claquage collecteur-émetteur ‘B =0 109 T2 125
| =5 mA
C 10872 | 120 v
'E =0
*
Collector-base breakdown voltage v
Tension de claquage collecteur-hase (BR)CBO
IC =5mA
IE -0 109 T2 160 v
Veg=4V 20 60
IC =10A
Vpg =4V
CE 15
Static forward current transfer ratio | Il =20A *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant
Vop =4V
CE
le = 10A 10
0,
tease = -»30°C

* Pulsed

Impulsions

1 =300us E<2%

2/8
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*108 T2, *109 T2

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

toase = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
lc =10A 14 v
g =1A ’
Collector-emitter saturation voltage v *
Tension de i g CEsat
| =15 A
o] 09
g =15A v
lc =10A 2 v
s 1 A
Base-emitter saturation voltage Ve *
Tension de saturation base-émetteur sat
1 =15 A 14
lg =15A ’ v
Veg =60V
Second breakdown collector current t =15 I 1 A
Courant collecteur de second claquage s/B
tease = 100°C
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour netits signaux)
Vo =15V
Transition frequency CE
Fréquence de transition 'C =1A fT 10 30 MHz
f =10 MHz
Qutput capacitance Vg =10V
Capacité de sortie 5 CB — 1 MHz c22b 400 pF
Turn-on time ic .I et 05 us
Temps tatal d'établissement g = 1.5 d™ e r
ic =15A
Turn-off time .
Temps total de coupure lgy =15 ¥ 1 13 Hs
gy =-15
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rery: o
Résistance thermique (jonction-boitier) thij-c) 1 c/w
%* pulsed t. =300us 6<2%
Impulsions
3/8
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*108 72, *109 T2
SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
e
{A)
50
N N G
7 N
N AY D
20 \\ S \ , \\\4‘ h_
\\ N\ \"(o Mo
e, INUMI
10 N > AT Y
AN N
AN LN
N\ N - M
[ LN %
5 ~ \
NI ) \
A \
" \
2 ‘}\ T\
1
\
0,5 - A
L ‘case = 100°C
Pulsed
b tmpuisions - - \
02 |oontimi® 108 72
l l HH 100 72 H
o | 111 |
1 2 5 10 2u 80 100 200 500 Veg W
THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE
Mounting silicon chip on a molybdenum header Le montage de la pastille sur un support en molybdéne limite
bounds mechanical constraints and provides maximum tes contrai) i et confére au istor un maxi-
insurance against thermal fatigue. mum de garantie contre fa fatigue thermique.
Pulsed test : Contrdig cycligue ;
.10 000 cycles
on’ ¢ 2 minutes {0 >JOW)
“off”: 1 minute (70+0W)
tease = 126°C max
Atgage =110°C max
4/8




*108 T2, *109 T2

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT

SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

| .
TRIR tg 1 t
T

Yon _L Lotf

Rg - Rg : non inductive resistances
ty: Pulse width =10 us
Form factor <1%
Rise and pulse time < 50 ns
R - Rg : résistances non inductives
t* Largeur d’impuision =10 ps
Facteur de forme <1%
Temps de montée et descente <50 ns

-— Oscilloscope Tektronix7603

or equivalent

Oscilloscope Tektronix 7603
— ou equivalent

Ig1 and Ig5 mesured with Tektronix probe P 6021 and
Amplifier type 134

gy et gy sont mesurés avec une sonde Tektronix P 6021 et
Amplificateur type 134

5/8
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*108 T2, *109 T2

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de Ia tension

collecteur-émetteur 3
. ———— —
c [t =25cC I
(a)] = wM L
Al
P
8 300 A romer
17
S 250 MA
| ]
8 7 200 mAv——J
(’l
150 mA 7
| T
100 mA
2 J] g =50 mA
.
0 <
0 1 2 3 4% Ve v

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
p e

en f du
P2iE Veg =4V
L
. /]
80 4 /, \
60 §°/ Zlh\\
~ <
nfSA L LN
7 84 ‘
WA
40 7\(’
7 \\
20 / \\
\
\
02251 5,602 5 12 By (a)
10 10° 10 10 c

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de ls tension

) collecteur-émetteur
(f\:) | tease = 25°C ’
N
2505
8
/J/ 200 O 41
i —T
8
/ 10 mA
”'—
N/
100 mA
2 lg=50mA
0
0 4 8 12 16 Ve W)

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension

basg-émetteur

c r
lA)5 Vg =10V
2 S =
A o
10" ’// ]
\@@ /¢\W
5 ]/‘/ [y
2
10° /[
s /
2
10"
5
2
102
0 04 08 12 16 Vg




*108 72, *109 T2

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
T

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURREN
Tension de f A en Tension de saturation base-ématteur en
f ion du e f ion du P
VeEse [T VBEsat ic
V) T==10 V) =10
8 B l
1,6 1,6 K
| /y
7
-]
12 1,2 ..ﬁ 3
, ”
3
é &
0'8 i (,‘é, —J_J 0/8 >
g ) L1
os /// 04
7
0 0
2 5 2 s 5 52 . 5 2 5
102 10! 10° 10! 1 (A 102 107! 10° 10* 16 A
OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base
Co
8
i\
6
N
4
N
2
10° 6 8 2 4 68
2 4
1 Ves [V}

100 10




*108 T2, *109 T2

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

%
(us) Vee =75V
€10
"
25 A o = 2mc
case —
2 \\
N,ﬁ
1‘5 \\“\
1
05 e
“"’/"‘on
0 [
0 5 10 Ic(A)

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la rdsistance thermique en
régime d’impulsions

K

St

4

11

T
=9

104

5 2 5
103" 10’

225

10

12 AL

8/8
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NPN SILICON TRANSISTOR, HOMOBASE
TRANSISTOR NPN SILICIUM, HOMOBASE

BD130

- LF large signal power amplification
Amplificateur BF grands signsux de puissance

- High current switching
Commutation fort courant

- Regulated DC power supply
Alimentations régulées continues

Dissipation derating
Variation de dissipation

100 %

78 \

Vego B0V

I 15 A
Peot 100W  (t,,., = 45°C)
Rth(j-c) 1,55°C/W max.

Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages
Bofitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages

% \ @3
25 N\ Bottom view
Vue de dessous
[} Weight 14.4 Collector is connected to case
50 100 160 ‘case' ©) Masse G- Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collecteur-bass VCBO 100 v
Coliector-emitter volta
Tension mlllct-urémormgf Veeo 60 \
Collector-emitter voltage 15
Tension collecteur-émetteur Vpg=-15V Veex 100 v
Emitter-base voltage
Tensian ématteur-base Veso 7 v
Collector current
Courant coflectour lC 15 A
Base current
Courant base s 7 A
Power dissipation Ty
Dissipation de puissance tcase = 45°C Ptot 100 w
Junction temperature
Températurs de jonction tj 200 °c
Storage temperature t —55 °C
Température de stocksge stg +200 oc
73-11 1/6
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BD 130

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tegse = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vo =100V
vcE 15V 5
BE =7/
Collector-emitter cut-off current Yeex
Courant résiduel collecteur-émetieur
Veg =100V
Vgg =—15V 30 mA
togge = 150°C
. Vep =7V
Emitter-base cut-off current EB i
Courant résidusl ématteur-bass lg =0 EBO 5 mA
. . =200mA "
Collector-emitter breakdown voltage (o] v
Tension de lg =0 (BR)CEO 60 A
Static forward current transfer ratio Veg =4V h *
Valeur statique du rapport de transfert I —=4A 21E 20 70
direct du courant c
Collector-emitter saturation voltage ic =4A *
Tension de saturation colk ,g _O0AA Veesat 05 1.1 v
Base-emitter voltage Vee =4V Vge * 18
Tension base-dmetteur Ic =4A B 0,95 1, \'
DYNAMIC CHARACTERISTICS {(for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES [pour petits signaux)
- Vop =4V
Transition frequency CE f.
Fréquence dé trensition | c = 0,1A T n MHz
* Pulsed t. =300us §<2%
Impulsions P
26
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8D 130

THERMAL CHARACTERISTICS t = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES THERMIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
:luqmion-c?se :I:ern}_al res_ist.-inc‘:le;w Reh(jic) 1,56 oc/W
SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
'c
(A}
50 t
I
IR
. |
- o Y )
™N SR N2
10 S NN
B — ,&75’{
N 20, N
5 A
N T\l
WHEE
togse = 45°C
2 [Continuous
Continu
Pulsed P,
Impulsion ‘ \
1 = I
0,5
0,2 .
0,1
1 2 5 10 20 50 Veptv)




BD 130

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TVPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de Ia tension Courant collecteur en fonction de is tension
[} c collecteur-émetteur 'C . collecteur-émetteur
w a1 @ =2
FI 60 ma =T ’m,l*r
8 500 mIA 08 e A o
/ 400 A, LT
T
T md
300 mA d | T
6 — 08 4 amA =
/ 200 mA - ——“"T
> — T A
3 mi
4 g =100 mA . 04 T
/ " !
2 mA
—T] |
2 0,2 - .
Ig=1mA
(¢} 0
0 1 2 3 4 Vee v) 0 10 20 30 40 Vee (v}
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT EMITTER VOLTAGE
Valeur statique du rapport de transfert direct du Courant collecteur en fonction de /a tension
h21 E an f jon du e base-émetteur
= [ PP P
Veg =4V (AVee =4V 110
| a— & 7
TP T N s A
90 ry 4 a 2
Ky //" N o
7 N
-w? ‘ ‘L?OO 2 /
70 Vi /
[~ 108
\ 8
50 \ 6
/ .
30
2
A
10 2 68 2 4 68 27 A 68 10" -
4 k
102 10! 10° e (A) 0 0,6 1,2 1,8 24 Vg v)
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BD 130

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLEQTOR CURRENT

VCES&I Tension de en
(V) _fonction du L
|
I_Q =10
B
2

15 (

A
k<)
1 $ z%?-{
Y w
:
/ot
05
P
[~
0 — 111
1 2 4 6 8 0 2 3
10° 10 Ic (Al

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT
Fré de ition en T ion du

fT courant collectour

MHz) | tease = 25°C
(MHz) Veg =4V

1.4 7

1,2 /( \\

08 /

0,6

04

0.2 2 468, 2 468, 2 8
100 10’ 10? I (mA)

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
\4 Tension de saturation base-émetteur en
BEsat . 1
du
v
I
TQ =10
B

-.6’[

o, = 25°C -
,.9&/
05 r—
0
2 4 6 8 0 2 4 6 8
10 10 Ic (A
TRANSIENT THERMAL RESISTANGE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de /a rési: hermique en
régime d'impulsions
K
8
o s
|
a
L
ﬁfl
2
10!

10¢ %109 %102 S0t Pi007 gptsee
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NPN SILICON TRANSISTORS, PLANAR
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR

Compl. of BD 136, BD 138

BD 135
BD 137

These transistors are intended for a wide variety
of medium power complementary symetry appli-
cations : Hi-Fi driver, AF output amplifier up to
5 watt, convergence circuit in color TV, vertical
deviation in black and white TV.

Ces transistors sont destinés & une large gamme d‘appli-
cations dans le dorname des ampllf/cateurs moyenne
puissance & symétrie P it : driver
d‘ampli Hi-Fi, étages de sortie BF /usqu ‘a5 W, circuit de
convergence en télévision couleur, balayage image en
télévision noir et blanc.

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE
v 45V BD 135
CEO 60V BD 137
Prot 65W
Rthij-c) 10°C/W  max
hp1g(150 mA) 40 min
fr 250 MHz typ

Dissipation Plastic case = TO-126 — See outline drawing CB-16 on last pages
Variation de dissipation Bottier plastique Voir dessin coté CB-16 dernidres pages
100
75 I \
50 /
. 1 \ //
[ B
[ E
o Weight :0,7 g. Collector is connected to case
50 100 150 1 ,,(0C) Masse Le coliecteur est refié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) o = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (Sauf indications contraires)
BD 135 BD 137
Collector-base voitage \Y
Tensian collecteur-base CBO 45 60 v
Collector-emitter voltage \YJ
Tension collecteur-émetteur CEQ 45 60 v
Emitter-base voltage V.
Tension émetteur-base EBO 3 5 v
Collector current { A
Courant collecteur c 05 05
Peak collector current = |
Courant de créte de collecteur tp 10ps M 15 1.5 A
Power dissipation = P
Dissipation de puissance Case 60°C tot 6.5 6.5 w
Junction temperature t. o
Température de jonction max 1 125 125 c
Storage temperature min te -55 —-55 °C
Température de stockage max stg +125 +125 °C
74-10 1/2
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BD 135, BD 137

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
a Veg = 30V
c8 —100 nA
lg =0
Collector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-tase VCB =30V €8O
g =0 —10 HA
tyi) = 125°C
f Vep =56V
Emitter-base cut-off current EB
Courant résiduel émetteur-base | = 'eso —10 HA
Collector-emitter breakdown voltage IC =50mA v * ' BD 135 | —45 v
Tension de claguage collecteur-émetteur 1 B =0 CEO{sus) BD 137 -60 v
Vap =2V
CE h 5
Il =5mA 21E 2
%/?}i:;r :gr,:(vard current transfer ratio VcE =2V (1) BD 135 40 240
aleur que du rapport de transiert - A
direct du courant lc =150m " BD137 | 40 160
= 21E
VCE =2V 25
\ = 500 mA
[
Collector-emitter saturation voitage ‘C =500 mA v * 05 v
Tension de saturation collecteur-émetteur ”B =50 mA CEsat 4
. I = 500 mA
Base-emitter voltage C * -
Tension base-émetteur VCE =2V VBE 12 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux}
Ve = 5V
Transition frequency - §
Fréquence de transition | 50 mA T 250 MHz
f = 100 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance . P
Résistance thermique (janctionambiante) Rth(l'a) 100 °ciw
Junction-case thermal resistance Ropss o
Résistance thermique (jonction-boitier) thij-c) 10 cw
(1) Three ha1g classes are available on request cl.6 40- 100
Trois classes de gain son: livrables sur demande ci. 10 60-160

cl. 16 100 - 240

hy g ratio for a matched pair BD 135/8D 136 or BD 137/BD 138
Rapport de h 21 POUr une paire BD 135/8B0D 136 ou BD 137/8BD 138

* Pulsed t. =300 us

Impulsions

:21E1 <16
21E2

2/2
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PNP SILICON TRANSISTORS, PLANAR
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR

Compl. of BD 135, BD 137

BD 136
BD 138

These transistors are intended for a wide variety
of medium power complementary symetry appli-
cations : Hi-Fi driver, AF output amplifier up to
5 watt, convergence circuit in color TV, vertical
deviation in black and white TV.

Ces transistors sont destinds & une large gamme d’appli-
cations dans le domaine des amplificateurs moyenne
puissance & symétrie complé 'aire no t : driver
d‘ampli Hi-Fi, étages de sortie BF jusqu’a 5 W, circuit de
convergence en télévision couleur, balayage image en
télévision noir et blanc.

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
v -45V  BD 136
CEo {-—60 V BD138
Prot 65W
Rth(j-c) 10°C/W  max
h21e(150 mA) 40 min
fr 250 MHz typ.

Dissipation derating Plastic case
Variation de dissipation Bofitier plastique
P
tot

w)
N
6 |

NI
=L\

50 100 150 1 ,e(°C)

T0Q-126 — See outline drawing CB-16 on last pages

Voir dessin coté CB-16 dernidres pages

sf//é /

Weight :0,7 g. Collector is connected to case

Masse

Le collscteur est relié au boitier

{Unless otherwise stated)

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) te — 25°C s oth ted
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires
BD 136 BD 138

Collector-base voltage V, - —

Tension collecteur-base CBO 45 60 v

Collector-emitter voltage v, -

Tension collecteyr-émetteur CEO 45 —60 v

Emitter-base voltage v i —

Tension émetteur-base EBO 5 5 v

Collector current 1 _ _ A

Courant collecteur c 0.5 0.5

Peak collector current = I L .

Courant de créte de collecteur tp 10 ps CcM 15 15 A

Power dissipation = BO° P

Dissipation de puissance tIZase 60°C tot 6,5 6,5 w

Junction temperature 1. o

Température de jonction max i 125 128 c

Storage temperature min t —55 -55 °C

Température de stockage max stg +125 +125 °C

74-10 1/2
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BD 136, BD 138

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C
CARACTERISTIQUES STATIQUES case

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Vo =-30V
cB
g =0 —100 nA
Coltector-base cut-off current {
Courant résiduel collecteur-tase Veg = —-30V cBO
e =90 —10 A
Yy = 125°C
Emitter-base cut-off current Vegg =8V
Courant résiduel émetteur-base e = Q leso —10 HA
Collector-emitter breakdown voltage | lc = ~B0mA v * | BD136 | —45 v
Tension da claquage collecteur-émetteur g =0 CEO(sus) | gp 128 | —60 v
Vep =10V
CE h
e = 5 mA 21E %
Static forward current transfer ratio v CE™ ~2V (N BD 136 40 240
Valeur statique du rapport de transfert ) =150 mA
direct du courant c - m heo K 8D 138 40 160
— 21E
VCE =-2V 25
| c = -5 mA
. . ! =—-500 mA
Collector-emitter saturation voitage C * .
Tension de 7 |B =-50 mA VCEsat 0,5 v
Base-emitter voltage Veg=-2V * _
Tension base-émetteur I c = —500 mA VB E 12 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS {for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
‘ VCE =-5V
Transition frequency L
Fréquence de transition e = 50 mA r 250 MHz
f = 100 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance . °
Résistance thermigue fjonction-ambianta) Rth(]-a) 100 c/w
Junction-case thermal resistance Ropt:
Résistance thermique {jonction-boitier) thij-c) 10 cw
{1)  Three h21E classes are available on request cl. 6 40 - 100
Trois classes de gain sont livrables sur demande cl. 10 60-160
cl. 16 100-240
h, g ratio for a matched pair 8D 135/BD 136 or BD 137/8BD 138 h21E1 <16

Rapport de h 21 Pour une paire BD 135/BD 136 ou BD 137/8D 138 h21 E2

* pulsed t.=300us & <2%

Impulsions

202
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NPN SILICON TRANSISTOR, HOMOBASE BD 142
TRANSISTOR NPN SILICIUM, HOMOBASE

- LF large signal power amplification
Amplificateur BF grands signaux de puissance

Vego | 45V
ic 15 A
Prot M7 W

Rth (i'c) 1,5OC/W max.

Dissipation derating Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages
Bottom view
Vue de dessous

100 % -]
AN
75 |

N

|
o \
T o
l
N
251
' B
L Weight : 14,49 Collector is connected to case
[} 50 100 150 t . o {°c) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tease = 25°C [Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION . (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage v
Tension coliscteur-base cBO 50 v
Collector-emitter voltage Veeo 45 v
Tension collecteur-émetteur ¢
Cetiector-emitter vbitage Vop =—1,5V v
Tension colfectsur-émetteur BE CEX 50 v
Emitter-base voltage Vego 7 v
Tension émetteur-base
Collector current |C 15 A
Courant collecteur
Base current Ig 7 A
Courant base
Power dissipation t — 25°C
Dissipation de puissance case Ptot uz w
Junction temperature max. t]- 200 oc
Température de jonction
Storage temperature min. tg —65 oG
Température de stockage max. +200 °C
73-12 1/4
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BD 142

STATIC CHARACTERISTICS
CABACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Collector-emitter cut-off current Vg =40V
Courant résiduel collecteur-ématteur Vgg =~18V Icex 2 mA
Emitter-base cut-off current Vegg =7V '
Courant résiduel émetteur-base - =0 EBO 1 mA
Collector-emitter breakdown voltage 'C =200 mA V(BR)CEO* 45 v
Tension de claquage collecteur-émetteur IB =0
f . =100 mA *

Collector-emitter breakdown voltage '(, v v
Tension de claquage collecteur-smetteur VBE =-15V (BRICEX 50

VCE =4V 20

lc =05A
Static forward current transfer ratio h *
Veleur statique du rapport de transfert T 21E
direct du courant v av

CE= 12,5 1

I(‘ =4 A ’ 60
Collector-emitter saturation voltage lg =4A v 11 v
Tension de saturation collecteur-émetteur lg =04A CEsat '
Base-emitter voltage VCE =4V v * 15 v
Tension base-émetteur I c = 4 A BE ’
Second breakdown collector current Veg =39V ls/m 3 A
Courant coll de second claquag t =1s
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rops: o@
Résistance thermique (jonction-bofitier) thij-c} 15 cw

¥* Pylsed
Impulsions

tp-_—300ps 8<2%

214
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BD 142

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
coffecteur-émetteur

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTQOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
coffecteur-émetteur

IC
(A} =GO mA (A) -
=S m ] gmb r
A Py
8 600 ™) 0,8 Pl ]
iy TN H/
2400 mA
| o yng /[/
68 300 MA 06 b
amA ’P
200 mA ‘l
ST N asEEEE
1 o
I = 100 mA 1 i
I Bt —A’“"—‘ T
2 0.2 ’_T—rj
‘ ’7 'B =1mA
7 -
0 0
o 1 2 3 4 VeE V) 0 10 20 30 40 v v}
STATIC FORWARD CUARRENT TRANSFER TRANSITION FREQUENCY VERSUS
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du Fré de transition en fi jon du
en ft ion du / courant collecteur
h21E . . fr ——
Vg =4V (MHz) Veg =10V
| t = 26°C
"l' cas
4
200 /\ I~
N
150 \
< N
N \ R N
P "N
100 L_&o‘? o \\
/ P N N
300—‘ W\
55 AN
50 o N
3, P 2
| \
| b
0 1,5
2 468 2 468 2 46 2 4 6 8
102 10" 10° I (A) 107! 1A
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BD 142

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
émetteur
s
(mA) "c==“ﬁy [ A==
6 r I T rvlu'\-J
4 ‘ //W / :,Bé\
&
L e T
107
ps /)
N/
2
o' L
8 _
‘it
1]
2
10°
05 1 1,5 2 25 VBE v)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en

VieEsat fonction du courant collecteur

v}

oo
1
o
f=)

1 /
g()
T ase;125°C f//q
79-—‘ o xo&% ]
0 11 { -
2 4 68 2 4
102 ? * %o 0 e (&)

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de /a tension base-
émetteur
i c . i
(As) Vc‘ =4V T 4§’c'
7Y ] oC
a
‘\-C:s; /\
2 / “:,;'
(4]
10 8
6
. (|
, / ]
10'1 1
. 1
i ]
L
102 l
0 05 1 15 2 vy

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

V BEsat fonction du courant coflecteur

(V) —
'c
E=10
4
3
A
2
V/
e
= C
1:tcase’2 ; ﬂ'
- =125°C
se
0 ﬁ l I[ i
2 468 . 2 468,32 46
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NPN SILICON TRANSISTORS, TRIPLE DIFFUSED MESA BD 157
TRANSISTORS SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSES BD 158

BD 159

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE
BD 157 to BD 159 transistors are designed for
class A audio output stages in main operated 250 V BD 157
consumer products such as : television, radio, VCEO 300V BD 158
phonograph and for horizontal deflexion driver. 350V BD 159
Les transistors de la série BD 157 & BD 159 sont Ic 500 mA
destinds aux étages de sortie basse fréguence classe A Piot 20 W
des appareils alimentés sur secteur : téléviseurs, récep-
teurs radios, électrophones ainsi qu'aux étages driver de Rth(j-c) 6,25°C/W
balayages lignes. fr 35 MHz
Dissipation and |g/g derating Plastic case TO-126~ See outline drawing CB-16 on last pages
Boitier plastique Voir dessin coté CB-16 derniéres pages

Variation de dissipation et de Ig/p
100%
NN
78 ——N
|
|

, /%)
&/9
TRE /
B
Ce

&
NG,

25
Weight : 0,7g Collector is connected to case
0 50 100 160 tu”("c) Masse Le collectaur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)

BD 157 BD 158 BD 159

Collector-base voltage v )
Tension collecteur-base cso 275 325 375 v
Collector-emitter voltage Veeo 250 300 350 v

Tension collecteur-émetteur

Collector-emitter voltage Rge = 100 Q2 VeERr 270 320 370 \

Tension collecteur¥émetteur

Emitter-base voitage v
Tension émetteur-base EBO 5 5 5 \

Collector current |

Coursnt collecteur c 0,5 0,5 0,5 A

Peak collector current t =1ms |

Courant de créte da collecteur P cM 1 1 1 A

Base current ]

Courant base B 0,25 0,25 0,25 A

Power dissipation = 95° P

Dissipation de puissance Loase 25°C tot 2 20 20 w

Junction temperature t o

Température de jonction max J +150 +150 +150 c

Storage temperature min t —65 —85 —65 °C

Température de stockage max stg +150 +150 +150 oC
74-10 1/4
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BD 157, BD 158, BD 159

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires}

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vag =275V
cB _ BD 157 100 uA
g =0
v =325V
Collector-base cut-off current CB {
Courant résiduel collecteur-basy 'E =0 CBO BD 158 100 HA
Vap =375V
,l_CB -0 BD 159 100 uA
Emitter-base cut-off current Vgg =5V )
Courant résiduel émetteur-base lg = EBO 100 KA
BD 157 250
Collector-emitter breakdown voltage Il =1mA v * 8D 158 200 v
Tension de claquage collécteur-ématteur lg = {BR)CEO 250
BD 159
Static forward current transfer ratio Vg =10V *
Valeur statique du rapport de transfert CE h21 E 30 240
{ =0,05 A
direct du courant C ’
Collector-emitter saturation voltage Ic = 03A V. *
Tension de saturation collecteur-smetweur g = 0,03 A CEsat 03 v
Base-emitter saturation voltage 1 =03A Vv, %
Tension de saturation base-émettour |g =0,03A BEsat 0,7 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux/
Vog =10V
Transition frequency CE
Fréquence de transition lc =01 A r 35 MHz
f = 10 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rur s
Résistance thermique (jonction-boitier) thij-c} 6,25 °c/w
* pylsed tp =300uA § < 2%
Impulisions
2/4
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BD 157, BD 158, BD 159

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

[
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2
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&
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CONtiNUOUS s \ \ |
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. AR\ Y
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\
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BD 157, BD 158, BD 159

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la résis h ique en
régime d’impulsions

K
8 L ) /a
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T
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o & tp
AVE 5 =+
o —_—
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b
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS SILICIUM NPN, BASE EPITAXIEE

Compl. BD 166, BD 168, BD 170

BD 165
BD 167
BD 169

These transistors are intended

tary or quasi complementary symetry ampli-
fiers : audio driver, convergence circuits in TV
receivers, audio output stages up to 5 W.

Ces transistors sont destinds aux amplificateurs a
symétrie complémentaire ou quasi complémentaire :
étages driver, circuits de convergence en télévision,

étages de sortie BF jusqu’a 5 W.

Dissipation and lg/g derating
Variation de dissipation et de Ig/g
100%

75 ”
K S
50

|
!
]
I
25
|
|
1
) 50 100 150 1

L&

PRELIMINARY DATA

for complemen-

NOTICE PRELIMINAIRE
45V BD 165

v 60V  BD 167

Ceo 80V  BD 169
I 15A
Prot 20W
Rth (j-c) 6,25 °C/W max
h21€ (150 ma) 40 min
fr 3 MHz min

Boitier plastique TO-126 — See outline drawing CB-16 on last pages

Piastic case

Weight : 0,7 g.

toc Masse

Voir dessin coté CB-16 derniéres pages

ECB

Collector is connected to metal part of case
Le collecteur est relié & la partie métallique du boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)

VALEURS LIMITES ABSOLUES

D’UTILISATION

o0 = 25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indicationscootraires)

THOMSON - C8F
DIVBON SEMICONDUCTEURS |

BD 165 BD 167 BD 169

o eesssar o Veso a5 60 80 v
oo o ooy Veeo a5 60 80 v
e e imatiosy Rge=1002|  Veer 45 60 80 v
Silbadnmiirag Veso 5 5 5 v
e ot I 15 1,5 15 A
Coens o crote o oonocteur tp=20ms lom 3 3 3 A
323?3?2222‘ g 0,5 0,5 05 A
‘2513325,?335 ;Ei:::;:am tease=25°C Piot 20 20 20 w
T tanire o omotion max. y 150 150 150 oc
Storage temperature min. t —65 —-65 —65 °C
Température de stockage max. stg +150 +150 +150 °C

74-10 1/4
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BD 165, BD 167, BD 169

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease =25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications caontraires}

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg= 15V BD 165 100 uA
g =0
Collector-base cut-off current Veg= 60V
Courant résiduel collecteur-base ] ECB =0 'CBO 8D 167 100 HA
Ves= 80V BD 169 100 RA
Ig =0
Emitter-base cut-off current Vgg=5V |
Courant résiduel émetteur-base I c =0 EBO 1 mA
BD 165 45 \Y
I = 100 mA
Collector-emitter breakdown voltage Cc *
T:ns/acn d:» laquage coll ig =0 VCEO(sus) 8D 167 60 v
BD 169 80 v
Vagp =2V
CE
ic =015A 40
Static forward current transfer ratio P,
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant v =2V
CE 15
1~ =05A
Collector-emitter saturation voltage lc =05A v * 05 v
Tension de i -émetteur g = 0,05 A CEsat ’
Base-emitter voltage Veg =2V VgE * 0.95 v
Tension base-émetteur |(\ =05A ’
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)}
Vg =2V
Transition frequency ,c" =05A fr 3 MHz
Fi de itie ’
réquence transition f =1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Ryps:
is thermique (jonction-boitier) thj-c) 6.25 °cw
* Pulsed t =300ps 86<2%
Impulsions I
2/4
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BD 165, BD 167, BD 169

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

A
1ms
5 2ms A 0.8 ms j
5ms — 0,2ms
10 ms /4 0,1 ms H
20 ms § q \ / ‘Z(l\ps
N\
N \?\\\;\\ N r\
2 ASL Y AN Y, S AN L
Navy NN
NSRS
\\\\\ \* \\ %‘\ \lL\ﬂ
BN L R D
1 O
A\ \ \
ARVAY (WA
VAN
Naan
A “ \ \
- R
= 250 \|
[ Yease = 25°C \
Continuous W\\ wﬁ
+ Continu - \ N
Pulsed ~  ______ 8D 165 L NM \
Impulsions \\ \ J
0,2 T N
2 N
BID167 +——o \
BD 169
0,1
1 2 5 10 20 50 VCE(V)
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BD 165, BD 167, BD 169

TRANSIENT THEAMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la rési: ique en
régime d’impulsions
K -y
8
4
6 § = 05
| i
02 /]

I/o‘
%
LY Fy =lp.
& T
2 £ Zy =K Ry,
°
7
! I!
1077 PR

2 6 2 6 2 5 2 85
ws 1wt 10?102 t (see)
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE BD 166
TRANSISTORS PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE BD 168

BD 170

Compl. of BD 165, BD 167, BD 169

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
These transistors are intended for complemen-
tary or guasi complementary symetry ampli- 45V BD 166
fiers : audio driver, convergence circuits in TV Veeo —60V BD 168
receivers, audio output stages upto 5W. ¢ 80V BD 170
Ces transistors sont destinés aux amplificateurs & ] -15A
symétrie complémentaire ou quasi complémentaire : Pc 20 'W
étages driver, circuits de convergence en télévision, tot
étages de sortie BF jusqu’d § W. R thij-c) 6,25 °C/W max
h21E (—150 mA) 40 min
fr 3 MHz min
Dissipation Plastic case TO-126 — See outline drawing CB-16 on last pages
Variation de dissipation Boi'tier plastique Voir dessin coté CB-16  derniéres pages
100% |
!
75 —— 4
l G
I i
60 [—t o
T (el
| \\
|
25
|
L o Weight: 0,7 g. Collector is connected to metal part of case
) 150 T (°C) g 9
50 100 case Masse Le collecteur est relié 3 I3 partie métallique du boTtier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 256°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)

BD 166 BD 168 BD 170
—45 —60 —80 v

Coltlector-base volitage v
Tension collecteur-base cBO

Collector-emitter voltage
Tension collecteurémetteur

Collectos-emitter voltage =
Tension collecteur-émetteur R BE 100 ©2 VCE R —45 —-60 —-80 A\

Veeo —45 -60 ~80 v

P e oy Veso -5 -5 -5 v
Corant sttt Ic 15 ~15  —15 A
Eeobes s crote o setocteur tp=20ms lem -3 -3 ~3 A
st g ~0,5 -05 05 A
Emwipeion o pusancs tgase = 25°C Prot 20 20 20 w
Tomoaature gt onetion max Y 150 150 150 oc
Storage temperature min t —65 -65 —65 °C
Température de stackage max stg +150 +150 +150 o¢

74-10 1/4
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BD 166, BD 168,BD 170

STATIC CHARACTERISTICS

t = 25°C {Unless otherwise stated,
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap= —45 V
ce= —% BD 166 -100 HA
g =0
Vep= —60V
Collector-base cut-off current cB 1
Courant résiduel collecteur-base ig =0 CBO BD 168 —100 uA
Vap= —80V
c8 BD 170 ~100 A
le =0
Emitter-base cut-off current VEB= -5V 1
Courant résiduel émetteur-base I =0 EBO -1 mA
BD 166 | 45
Collector-emitter breakdown voltage IC =-0,1A
Tension de claquage collecteurémetteur |B = VCEO(SUST BD 168 | 60 v
BD 170 | 80
Vee i -2V 40
Static forward curreat transfer ratio lc =-015A
Valeur statique du rapport de transfert h *
direct du courant _ 21&
Vag =—2V
CE 15
]C =-05A
Coliector-emitter saturation voltage i~ =-05A *
Tension de saturation collecteur-émetteur lg =_0,05A VCEsat 0.5 v
Base-emitter voltage Veg =—2V Voe*
Tension bass-émetteur | CCE =_0,6A BE —0,95 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals}
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
—[ Veg =2V
Transition frequgqcy |. =-05A fT 3 MHz
Fréquence de transition c
f =1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Ruuy: .
Résistance thermique (jonction-boitier) th{j-c) 6,25 °C/W

* pylsed
Impulsions -

t,=300ps 5 < 2%
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BD 166, BD 168, BD 170

c
tA)

g5

0,2

0,1

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

[ [ I T T T 7T ol
—1 4 r tease = 25°C[]
. o= 1ms |
1 I 2ms \L TL
1 T 5ms 0.5 ms
10 ms o2ms
20 ms 01 ms I
“TTaa \\\\ R[] om
_’ AR \B\
- i t \‘Q‘b\\ \\\‘ \'r \\
AN\ N\ | N
NN \L\ A \1\ N
NN
I I \\\ AN \
1 NN G A
[ i ANWAY WV
I ANLNY
N AN WY
[ WA
\ Al
I A
[ \\ } \
" Continuous = ~ 1N \
Continu —i \\\\
Pulsed = | ) A\
impufsions N 80 jEG A\ \
} { BD 168 \
—
} 8D 170
2 5 10 20 50 Ve
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BD 166, BD 168, BD 170

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la rési: h ique en
régime d’impulsions

/
V,

L2

IS

o

A\ p—
(-]

—ﬂ
Cs
9

R0

JQ
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PNP SILICON TRANSISTORS, HOMOBASES BD 18]
TRANSISTORS PNP SILICIUM, HOMOBASES BD ]82

BD 183

- LF large signal power amplification

Amplification BF grands signaux de puissance 45 V BD 181
- High current switching VecEO 60 Vv BD 182
Commutation fort courant. 80 Vv BD 183
Ic 15 A
Piot 1M7 W

Rth(j-c) 1,5(’C/W max.

Dissipation derating Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté  CB-19 derniéres pages
100 ¢ Bottom view
i ]7 J Vue de dessous g
75 % -
| J N\ ‘
50 1 N N
!
|
25 b——
I
[ Weight : 14,4 g Collector is connected to case
[s) 50 100 150 ‘case("C) Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Untess otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires)
o BD 181 BD 182 BD 183
Collector-base voltage ‘ Vv
Tension collecteur-base C8oO 56 70 85 v
(_Zollector-emitter voltage \Y]
Tension collecteur-émetteur CEO 45 60 80
Coitector-emitter voltage . v,
Tension collecteur-émetteur Rae = 100 & CER 56 70 85 v
Collector-emitter voltage _ v
Tension collecteur-émetteur Vge = 15V CEX 55 70 85 \4
Emitter-base voltage Vv
Tension émetteur-base EBO 7 7 7 v
Collector current i - A
Courant collecteur c 15 15 15
Base current |
Courant base B 7 7 7 A
Pawer dissipation — 95° P w
Dissipation de puissance tease 5°C tot nz 17 "7
Junction temperature t ¢
Température de jonction max ] 200 200 200 C
Storage temperature min 1 —65 -65 —65 °C
Température de stockage max st 4200 +200 +200 °Cc
73-12 1/6
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8D 181, BD 182, BD 183

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

t = 25°C

case

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap =45 V
t; — 200°C BD 181 2 m
Collector-base cut-off current VCB =60V ]
Courant résiduel collecteur-base ti = 200°C CBO 8D 182 5 mA
Veop =80V
cB A
T — 200°C BD 183 5 m
) |
Emitter-base cut-off current Vegg=7V |
Courant résiduel émetteur-base |C =0 EBO 5 mA
8D 181 45
Collector-emitter breakdown voitage Ilg =200mA v *! gD 182 60 v
Tension de claquage collecteurémetteur IB =0 (BR)CEO BD 183 80
BD 181 55
Collector-emitter breakdown vottage lc =200mA v * 8D 182 70 v
Tension de claquage collecteur-émetteur RBE = 100 (BRICER BD 183 85
Vap =4V
CE BD181 | 20 70
‘C =3A
Static forward current transfer ratio Vap =4V
Valeur statique du rapport de transfert ) CE —4A hotE BD 182 20 70
direct du courant Cc
Veg =4V BD183 | 20 70
IC =3A
| =3A
c 1
lg = 03A BD 18 1 \
Collector-emitter saturation voltage IC =4A v BD 182 1 v
Tension de saturation collecteur-émetteur | 8 =04A CEsat
IC =3A b 183
Iy =03A BD1 L v
DYNAMIC CHARACTERISTICS {for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES {pour petits signaux)}
. Vap =4V
Emitteur-common cut-off frequency CE £
Fréquence de coupure en émetteur commun ‘C =0,3A h21e 15 kHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rintj-o 15 °oC/W
Résistance thermique (janctipn-boitier) thiyc ’
* Pylsed t =300us 8§<2%
Impulsions P
2/6
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BD 181, 8D 182,BD 183

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

[
{A)
50
( | |
. Lo
‘—\ \ \T\ ”
\\ \\ N\, /‘ 004,
1 \ N\, N2 I
0 T N\ N, PN T
- AN KA C
N RS
| — XY
[tcase = 25°C 1 - N N
5 fContinuous +— L J\ \\
Continu i\ A
Pulsed +
’-I:)pss/sians mmm—— \\ \\
N, 1\
\
: ‘a
BD 181 —w] N\
BD 182
BD 183 ~
1 2 5 10 20

50 VCE(V)
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BD 181, BD 182, BD 183

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR.-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension ] Courant collecteur en fonction de la tension
) _collecteur-émetteur US collecteur-émetteur
(A) 1 ot
T Teo mA i 13/ )“V/ =1
140 mA ( 1 I
| P \/
N /d 120 mA 08 L A —
""L‘_—TEO - ',°‘ L1 o m frne]
I
4 — " T
_1 — 50 mA A ok
3 . 06 [ 4
/""‘ﬂ' 60 mA L~ Aol //\4
/ !7 Jl /r/
40 mA
24 04 — 3mA —
-l
f IE =20 mA 2 mA I
| 2 —
1 0, ——
\ I, =1mA
B
BD 181 BD 181
0 BD 183 0 BD 183
0 1 2 3 4 Vee (V) 0 10 20 30 40 Veg W)
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de /a tension
| collecteur-émetteur I . collecteur-émetteur
c C
(A} o 800 mA (A) /‘./‘
2 700 mA, e i
|~ 600 mA /P« -
8 5()'(,) A 05 L"/‘“"f'l —
m,
- QA &R V/
- 400 mA,___|
‘ L 5 mA Lt
6 =1 300mA ___| 0,4 |
/ L L 1 |amp L—1
" 200 mAS T
4 03 3 mby =
Ig = 100 mA.
T
2 0,2 i
f =1 mA
B
BD 182
0 1 2 3 4 Vee tv) 0 10 20 30 40 Ve v)
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BD 181, BD 182, BD 183

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value} RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension collecteur-émetteur en fonction de Ia Valeur statique du rapport de transfert direct du
résistance base-émetteur {valeur minimum) h courant en fonction du courant collecteur
VCE(V) 21E — .
\ VCE =4V
t, = 25°C,
P ase
™ 8D 183
80 80 // \
70 S 60
N
N
80 18
60 = 182 a0 5
T ) <
AN
-
N | SN
™N 3,
[
50 J 20 _J \\
N
N BD 181 |
40 [ l
R (@} 2 5 12 8 o 2 5 1 2 5
BE -2 1 10 1~ (A}
100 10" 102 102 10 108 10 10 10 c
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de Ja tension base- 1 Courant collecteur en fonction de la tension
| €émetteur C  pase-émetteur
8 —r—1— T Al T
(mAs) »VCIE:4V + /,Jﬂl Vegp =4V
1 A 7
a 7 A Al it B
'y /\Q |
<G Z 2,4
/ ,0 ’ ,
2 —-—r <
: /
10%, , /4
P / 1.8

[] | 06 |
4 | :’25°C T
tcase
’ {
10° 0
0 1 15 2 v 2 4 6 8 2 4 6y __ (V)
0.5 I Vge VI 107! 100 BE
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BD 181, 8D 182, 8D 183

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
VCESB! Tension de saturation collecteur-émetteur en VB  7ension de saturation base-émetteur en
Vi fonction du courant collecteur ) fonction du courant collecteur
T T
t |
C=10 C=10
L's 18
2 2
/
il A
15 4 - / 15 YA
| A
© 4 o
Q - .
S = 75 [T
//\ [Ny, 7
1 1 &
& O
N /{gu / r
7177 T
i/ /
L
0,5 .- & 0,5 = - 1
-
o
L1+
0 6 0 4 6 8 2 4 6
N 2 4 68 2 4 A) _ 2 1. (A}
107! 100 e ! 10" 10° c'a

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
S

FACTOR UNDER PULSES CONDITION:
Facteur de réduction de la résistance thermique en

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
C tension collecteur-base régime d’impulisions
22b’
(pF) |
. " 8 A |
7
. ”
L
4
N
\ 5 =2
AN T
2 2 Zipn =K Ren
102 107" ] .
2 4 5 8 2 4 6y v 2 5 2 : 4,2 5 ~
100 10" ca v 1047 1037 020 q007 100 " tp lsec)
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS SILICIUM NPN, BASE EPITAXIEE

Compl. of BD 234, BD 236, BD 238

BD 233
BD 235
BD 237

These transistors are intended for complemen-
tary or quasi complementary symetry amplifiers :
audio driver, audio output stages up to 10 W,
convergence and vertical deflexion circuits in TV

receivers.

Ces transistors sont destinés aux amplificateurs 4 symé-
trie complémentaire ou quasi complémentaire : étages
driver, étages de sortie BF jusqu'a 10 W, circuits de

convergence et de déviation verticale en télévision.

Dissipation and ig/g derating
Variation de dissipation et de / s/8

100%
1
PN
75 i Z
| <G
50 t
| <
-
| o
25 t
|
|
1
o
4] 50 100 150 1! C)

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

v 45V BD 233
60V BD 235
Cceo 80V BD 237

Ic 2 A
Ptot 25 W
Rth(j-c) 5°C/wW ma:lx
h21E (1A) 25 min
fr 3 MHz min

Plastic case

Boitier plastique

Weight : 0,7 g.

Masse

TO-126 — See outline drawing CB-16 on last pages
Voir dessin coté CB-16 dernidres pages

Bc

£

Collector is connected to metal part of case
Le collecteur est relié & la partie métallique du boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION

t = 25°C {Unless otherwise stated)
case (Sauf indications contraires)

BD 233 BD 235 BD 237

Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 45 60 100 v
Collector-emitter voltage
Tension coflecteur-émetteur Veeo a5 60 80 \%
Collector-emitter voltage -
Tension collecteur-émetteur Rp E 1k VCER 45 60 100 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Vego 5 5 5 v
Collector current
Courant collecteur lC 2 2 2 A
Peak collector current -
Courant de créte de collecteur tp=20ms fem ] 6 6 A
Base curreat
Courant base s 03 0,3 0,3 A
Power dissipation — 950
Dissipation de puissance Loase 25°C Prot 25 25 25 w
Junction temperature .
Température de jonction max tl 150 150 150 °C
Storage temperature min tyy -55 —55 —55 °C
Température de stockage max 9 +150 +150 180 o
74-10 1/4
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BD 233, BD 235, BD 237

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Veg =45V
2B o BD233 100 HA
E =
Veg =60V
‘ECB -0 BD 235 100 uA
Vg =100 v
g =0 8D 237 100 HA
CoMlector-b ff Ve Z 45V
ollector-base cut-off current -
Courant résiduel collecteur-base e = 0 Iceo BD 233 3 mA
toase = 150°C
VCB =60V
lg =0 BD 235 3 mA
toase = 150°C
Veg =100V
lg =0 BD 237 3 mA
tease = 150°C
Emitter-base cut-off current VEB =5V
Courant résiduel émetteur-base ] c = 0 IEBO 1 mA
BD 233 45 v
. | = 100 mA
Cotlector-emitter breakdown voltage [} Vv *
Tension de claguage collecteur-émetteur IB =0 CEO(sus} BD 235 60 M
BD 237 80 Vv
VCE =2V
Ic =1A 2
Static forward current transfer ratio *
dV:s/sur statique du rapport de transfert Ve =2V h2‘l E BD 233 40 250
lirect du courant | CE —o15A 8D 235 a0 250
¢ ’ BD237 | 40 160
. : I =1A
Collector-emitter saturation voltage C *
Tension de 7 1e g I\B =0,1A VCEsat 0,6 \'/
. Vep =2V
Base-emitter voltage CE Voo ¥
Tension base-émetteur | c = 1A BE 13 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for smalil signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Ve =10V
Transition frequency = f
Fréquence de transition 'c 025A T 3 MHz
f = 1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
:Lunction-case t!wm!;al registaLngfiar) ’7 Rin fi-c) 5 °C/W

* Pulsed t
Impulsions P

= 300 us

5 < 2%
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BD 233, BD 235, BD 237

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

C
(A) ] T
=
5
—
2 uE
1 L
N— ,_T_q
0,5 - R JH
‘case=25 C
Continuous
Continu L
!
Pulsed
impulsions
0.2 ;—’]
0,1
1 2 [\"2]
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BD 233, BD 235, BD 237

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de 1a rési: h ique en
régime d’impulsions

. ;
el 77d

A
Z02
g
N
/ia//g‘ %‘9

AN\

102
2 5] 2 5 2 5 2
10°° 0* 103 102

5
tp(sec)
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE BD 234
TRANSISTORS SILICIUM PNP, BASE EPITAXIEE BD 236

BD 238

Compl. of BD 233, 235, 237

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
These transistors are intendad for complemen-
tary or quasi complementary symetry ampli- —45 Vv BD 234 y
fiors : audio driver, audio cutput stages up to Veeo —60 V BD 236
10 W, convergence and vertical deflexion —80V BD 238
circuits in TV receivers. Ic —2A

Ces transistors sont destinés aux amplificateurs 8
symétrie complémentaire ou quasi complémentaire : Ptot 25 W
dtages driver, étages de sortie BF fusqu'da 10 W,

circuits de convergence et de déviation verticale en Rih(j-c) 5°Cc/w max
télévision. h21E(__1 A) 25 min
T 3 MH2 min
Dissipation and Ig/g derating Plastic case TO-126 — See outline drawing CB-16 on last pages
Variation de dissipation et de 15, Boitier plastique Voir dessin coté CB-16 dernidres pages
100%
|
| \
7% N
} s/
|
50 || \
Prot
. N
Weight : 0,7g Collector is connected to metal part of case
<] 50 100 150t se("c) Masse Le collecteur est relié & la partie métallique du boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES] 1 = 25°C (Unless otherwise stated}
case {Sauf indications contraires)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION

BD 234 BD 236 BD 238

Collector-base voltage Vv . - _
Tension collecteur-base cBO 45 60 100 v
Collector-emitter voltage VCE o —a5 —60 —80 v

Tension collecteur-ématteur

Collector-emitter voltage Rac = 1 k v . . B
Tension collecteur-émetteur pe = 1 k& CER 45 60 100 v

Emitter-base voltage — —
Tension émetteur-base VEBO -5 5 5 v
Collector current i = . -
Courant collecteur [of 2 2 2 A
Peak collector current t. =20 ms i - — —
Courant de créte da collecteur P CM 6 6 6 A

Base current | . .
Courant base 8 Q,5 0,5 —0,5 A
Power dissipation = o P
Dissipation de puissance Lease 25°C tot 25 25 25 w
Junction temperature t. o
Température de jonction max ] 150 150 150 c
Storage temperature min T ~56 —55 —55 °C
Température de stackage max 9 +150 +150 +150 °C
74-10 1/4
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BD 234, BD 236, BD 238

STATIC CHARACTERISTICS

t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vo =45V
c8 —
g =0 BD 234 100 pA
Vg =60V
Cs _ BO 236 —100 uA
g =0
Vep =100V
LGB _ BD 238 -100 A
E
Collector-base cut-off current v —45V t
> CB = CBO
Courant résiduel collecteur-basy IE —0 8D 234 3 mA
tease = 190°C
Veg =60V
g =0 BD 236 3 mA
tease = 150 °C
Veg =—100V
g = BD 238 3 mA
tease = 150 °C
Emitter-base cut-off current Veg =5V { _
Courant résidusl émetteur-base { ‘..E =0 EBO 1 mA
4 | 45 v
Collector-emitter breakdown voltage e = 100 mA v * gg 326 60 v
Tension de claquage collecteur-émetteur g =0 CEOQ(sus) o v
BD 238 0
Vep=—2V
o =—1A 25
Static forward current transfer ratio *
V:sleur statique du rapport de fert h21 E
direct du courant v v BD 234 40 250
B o15a BD 236 | 40 250
c = % BD 238 | 40 160
Collector-emitter saturation voltage 'c: =—1A v %*
Tension de i I lg = —0,1A CEsat —0.6 v
Base-emitter voltage Veg =—2V v _
Tension base-émettour e = —1Vv BE 13 v
*Pulsed t, =300 us 5 <2%

En impufsions
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BD 234, BD 236, BD 238

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case {Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap =—10V
Transition frequency CE )
Fréquence de transition Ic =—025A fy 3 MHz
f = 1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case tt:em!.al ref:stag:cq , Rehij-c) 5 /W
SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
l
(AS [ t . =26°C
5 RRCN IR
N ‘”\ N ‘\\ \\ h
NS, o AN
SN N
b3 \\:\‘\
RS
AR
2 LCAX
‘\
1,5 AN\,
166 v\ '\
1
0,5
Continuous  { )
Continu
Pulsed [ —
Impulsions
0,2
BD 234
8D 236
80 238
0,1 1 I 1
2 5 10 20 VeeV)
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8D 234, BD 236, BD 238

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la rési: h ique en
régime d’impulsions

K

!

] = j'ﬂ' - 74
4:-5'40 o Vi
ok
Y 5

4
2 O
AN
10 :1- 7
8}-<%

w0 e
5 5
105 %10¢ %103 C107 107 totsec)
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS NPN SILICIUM, BASE EPITAXIEE

Compl. of BD 242,A,8,C

BD 241, BD 241A
BD 2418, BD 241C

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
- Complementary symetry stages amplifier:
Etages amplificateur 8 symétrie /é jre v é’g \\; gg %2:: A
- Switching CEO {gov BD2418
Commutation 100V BD242C
'C 3A
Piot 40 W
Rth(i-c) 3,1 °C/W max
on 0,3 us typ.
toff 1 us typ.
Dissipation and | derating Plastic case — See outline drawingCB-1170on last pages
Variation de dissipagfyg etde Ig;g Bofi'tier plastique TO-220 AB Voir dessin coté CB.117 dernibres pages
100%
|
L
v NG
o
60 IL \,o’
LN
25 |—t
|
| Weight : 2 g. Collector is connected ta case
o 50 100 180 {°) Masse Le callecteur est relié au boitier

'case

ABSQOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

tea

s = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

BD 241 BD241A BD241B BD421C

Collector-emitter voltage \
Tension collecteur-émetteur CEC 45 60 80 100 v
Collector-emitter voltage = Vo
Tension callecteur-€metteur RBE 1002 CER 50 70 90 115 v
Emitter-base voltage Y,
Yension émetteur-base EBO 5 5 5 5 v
Coliector current | 3 3 3 3 A
Courant collecreur c
Base current 1
Courant base B8 ! 1 ! ! A
= 2 2 2 2
Power dissipation tamb = 25°C P " w
DOissipation de puissance =
tease ™ 25°C 40 40 40 40
Junction temperature t; °
Température de jonction max i 150 150 150 150 o]
Storage temperature min Ty —65 —65 —65 —65 °C
Tompérature de stockage max g +150 +180 +150 +150 °c
74-10 1/4
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BD 241,BD 241 A,BD 241B,BD 241C

STATIC CHARACTERISTICS

t =250C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb {Sauf indications contraires}
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Vep =30V lcEo 05 mA
Courant résiduel collectour-émetteur lg =0 c
://CE = 35 v BD 241 03 mA
BE =
Vap =60V
CE~ BD 241 A 03 mA
Vee =
Collector-emitter cut-off current — —_] legs
Coursnt résiduel collecteur-émettour
Vop =80V
voE BD 241 B 03 mA
BE ™
\Y =100V
CE o BD 241C 0.3 mA
Ve =
Emitter-base cut-off current Vep =58V lero 1 mA
Courant résiduel émetteur-base lg =
BD 241 | 45 v
=10 BD 241 A| 60 Vv
Collector-emitter breakdown voltage Ic =100mA v *
Tension de 98 coll g = CEO{sus)
BD 241B| 80 A
BD 241 C| 100 Vv
Vee=4V 20 v
| c = 1A
Static forward current transfer ratio h
Valeur statiqus du rapport de transfert - 21 gﬁ
direct du courant
Vog =4V 8 v
Ilc =3A
Collector-emitter saturation voftage le =3A VeEsd* 12 Vv
Tension de i He |B =06A CEsat .
Base-emitter voitage Vap =4V
Tension base-émetteur \ CE _ 3A VBE 1.8 \'
e =
* Pylsed ty = 300us 6 <2%
Impulsions
2/4
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BD 241,BD 241 A,BD 241 B, 8D 241C

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) t = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) — ©ase (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =10V
Farward current transfer ratio = h
Rapport de trensfert direct du coursnt 'C 054 21e 20
f = 1 kHz
Vep =10V
Transition frequency CE ‘
Fréquence de transition e = 0,5A fr 3 Mz
f =1 MHz
Turn-on time lc =1A
Tomps total d'établissament lg; =O1A W+t 0,3 ps
T " 'C =1A
urn-off time = .+t 1
Temps total de coupure 'Bl 01A s” s
1 =~0,1A
B2
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Raps
j thermique {j ion-boitier) thij-c) 31 °c/w
{un.ction-ambie.nt trl\'erma_l resistgneel Rth(j-a) 62,5 oC/W

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

All resistances are non inductive
Toutes les résistances de type non inductif

820 v 0 Oscilloscope
Oscilloscope

tr <15ns
R, >10MQ
208 C, <115pF

- t. < 15ns
=20V te < 15ns
Rg = 6508

1

]- P = 10 us
. 0 8 < 2%

* pulsed t. =300pus § <2%

Impulsions

°
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8D 241,BD 241 A,BD 241B,BD 241C

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

'c
{A)
5
1
BD 241
0,5
\ BD 241 A
BD 241 B
0.1 BD241C
0,05
— tca” =26°C
Continuous ()
| Continu
0,01
1 5 10 B0 100 VCE(V)
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE

Compl. of BD 241, A, B,C

BD 242, BD 242A
BD 2428, BD 242C

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE
- Complementary symetry stages amplifiers
A Y ” . -45V  BD 242
Etages amplificateur a sy ie P
o VCEO —60V BD242A
- Switching -80V BD2428
Caommutation -100V B8D242C
Ie -3A
Ptot 40 W
Rth(i-c) 3,1°C/W max
ton 03us typ.
toff 1 us  typ.
Dissipation and | deratin Plastic case g — See outline drawingCB-1170n last pages
Variation de d/'ssipafi{og etde g, /: Bofttier plastique T0-220 AB Voir dessin coté CB-117 dernidres pages

100%

75 \
\ /
\ S
o
50 %

l
l d
[ N B
LN c
25 [+ E
[
I Weight : 2 g. Collector is connected to case
Q 50 100 150 0% Masse Le coliecteur est rolié au boltier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION case (Sauf indications contraires)
BD 242 BD 242 A BD242B BD242C
Collector-emitter voltage Y — _ _ _
Tension collecteur-émetteur Ceo 45 60 80 100 v
Cotlector-emitter volta -
Tension collunur-dmnwg: Rgg = 10082 VeeR -50 -70 ~90 -115 v
Emitter-base voltage \'4 _ - - -
Tension ématteur-base EBO 5 5 5 5 v
Collector current - — - -
Courant collecteur l‘c 3 3 3 3 A
Base current { — _ _ _
Courant base B 1 1 1 1 A
gower dissipation tamb = 25°C Prot 2 2 2 2
ssination de pui
issipation de puissance tcase = 25°C 40 40 40 40
Junction temperature t.
Température de jonction max 1 150 160 180 150 °C
Storage temperature min tey —65 —65 ~65 —65 °c
Tompérature de stockege max i +150 +150 +150 +150 °C

THOMSON - C8F
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BD 242, BD 242 A, BI> 242 B,BD 242C

STATIC CHARACTERISTICS t =250C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Tast conditions X
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
" Ve =—=30V
Collector-emitter cut-off current CE | —
Courant résidus! collecteur-dmrtteur lB =0 CEO 05 mA
Vg =—
CE 045 v BD 242 —0,3 mA
VBe =
Vop =—60V
CE BD 242 A —-03 mA
Vge=90
Collector-emitter cut-off current - ] !
Courant résiduel coliecteur-4émetteur ’_ cEs
Vop =-80V
VCE - BD 242B -0.3 mA
BE —
Vep =— v
vE 5o BD 242C -03 mA
BE ~
Emitter-base cut-off current Vg =5V 1 —
Courant résiduel émetteur-base lc =-5V EBO 1 mA
BD 242 [-45 v
- — BD 242 A|-60 A\
Collector-emitter breakdown voltage I(; = —100mA v *
Tension de claquag ig= 0 CEO(sus)
BD 242 B [-80 \%
BD 242 C|—100 v
Vee =4V —20 v
lc = -1A
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de fort h21 E’.l
direct du coursnt v av
CE™ -
Ic =-3A 8 v
Collector-emitter saturation voltage "c =—3A v - —12 v
Tension de 7 1 | B = —0,6A CEsat '
Base-emitter voltage Vg =—8YV *
Tension base-dmetteur ICCE ——3A VBE -1,8 v
* Pulsed tp=300us 5§ < 2%
Impulsions

2/4
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BD 242, BD 242 A, BD 242 B, BD 242C

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for smail signals) ¢ = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES {pour petits signaux)  ©aseé {Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCE =-10V
Forward current transfer ratio | =—0,5A hate 20
Rapport de transfert direct du courant c
f =1 kHz
Vap =10V
Transition frequency CE
Fréquence de transition le = -05A fr 3 MHz
f = 1 MHz
Turn-on time le = -1A
Temps total d*dtablissement gy =-01A gt 0.3 s
" IC = 1A
Turn-off time - t .+
Temps total de coupure gy =-01A st ' bs
lgg = t01A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
O e e paccir) Rinj-o 31 | ccmw
Juqction-ambie‘nt ﬂ).ermll nsistancc. Rth(i-a) 62,5 oC/W
SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION
All resistances are non inductive
Toutes les résistances de type non inductif
-0 Oscilloscope
Oscilloscope
h 1 <15ns
200 R = 10MQ
820 C; < 15pF
- t < 15ns
= 64V =20V y < 15ns
T o 22
(p = ns
) -0 8 < 2%
* Pulsed 1, =300us 8 < 2%
Impulsions 7
3/4
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BD 242,BD 242 A, BD 242 B, BD 242C

SAFE OPERATING AREA

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

'c
(A}
5
1
BD 242
05
BD 242 A
BD 2428
A
0,1 BD 242C
0,05
tease 25°C
Continuous  frmmmm=)
.Continu
ool L 1IN

1 5 10

100

VgtV
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE

TRANSISTORS NPN SILICIUM, BASE EPITAXIEE

Compl. of BD 302, 304

BD 301
BD 303

BD 301 and BD 303 transistors are intended
for complementary symetry amplifiers : audio
output stages up to 25 W, vertical deflexion
circuits in color TV receivers.

Les transistors BD 301 et BD 303 sont destinés aux
amplificateurs 3 symétrie complémentaire ou quasi
complémentaire : étages de sortie BF jusqu’é 25 W/,
circuits de déviation verticale en télévision couleur.

Dissipation and Ig/g derating Plastic case

Variation de dissipation et de 15/g Boitier plastique
100 ]
%1
\ i
75 To ———
|
-]
| 55% _|
50 [l \’o,
25—t
|
|
o L Weight © 2,5¢.

50 100 150t ,,(°C) Masse

v { a5V BD 301
CEO Y0V BD 303

Prot 55 W

Rth(i-c) 2,3°C/W max.

hy1e(3A) { 30 min.  BD 301
21{32 { 30 min.  BD 303

fr 3 MHz min.

TO0-220 AB — See outline drawingCB-1170n last pages
Voir dessin coté CB-117 derniéres pages

Collector is connected to case
Le collacteur est relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D°UTILISATION

{Uniess otherwise stated)
(Sauf indications contraires!

tyj) = 150°C

BD 301 BD 303
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 60 60 \
Collector-emitter voltage Vv
Tension collecteur-émetteur CEO 45 60 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso 5 5 v
Collector current
Courant coflecteur IC 8 8 A
Peak collector current t =10us \ 12 12 A
Courant de créte de collecteur P cM
Base current \
Courant base B8 2 2 A
Power dissipation t — 25°C P
Dissipation de puissance case tot 55 65 w
Junction temperature | t
Température de jonction max. i 150 150 °C
Storage temperature min, te —65 —65 oC
Température de stockage max stg +150 +150 g
74-4 1/7
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BD 301, BD 303

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg =30V \ A
Courant résiduel colflecteur-émettsur g =0 CEO 1 m
VCB =40V
Collector-base cut-off current _
Courant résidusl collecteur-base 'e = 0 |CBO 1 mA
tyj) = 180°C
Emitter-base cut-off current Vegg =5V
Courant résiduel émettauc-base Ic =0 leBo 5 mA.
Collector-emitter breakdown voltage g =200mA BD 301 45
Tension de claquage cotlecteur-ématteur ‘B =0 V(B RICEQ 8D 303 60 v
Vap =2V
CE BD 301 30
‘C =3A
Static forward current transfer ratio o
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant v 2y
CE = BD 303 30
‘C =2A
Collector-emitter saturation voltage 'C =3A v * 1 v
Tension de saturation collecteur-émetteur 'B =03A CEsat
Base-emitter saturation voltage 'C =3A v * 15 v
Tension de saturation base-6metteur lg =03A BEsat 4
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals}
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Transition frequency Ve =3V £. Y
Fréquence de transition lc =03A T 3 MHz
THERMAIL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance X .
Rési thermique (fonction-boitier} Rth(]-c) 23 °C/IW

* Puised t,=300us 5<2%

Impulsions
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BD 301, BD 303
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BD 301, BD 303

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

} . collecteur-émetteus

C
{A) |
a0 A E =
4 /—,J)’Fi P“F"A———‘—-—
L—20 mA |t
BO A ==
B IR
3 /L"‘ 20 A r—
=
T30 mA
2 B —fP'JF_J
= 20 MmA:
1
1 LP—‘}’T‘;___ T0mA
0
0 1 2 3 4 Vg tvi

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de /a tension
|c collecteur-émetteur
[

{mA) | / /
160 4/( /

oy & 4
1o | / 02?7@;/
L
4 \ 4
80 / / ; @L/ ' /
(/71 V7 oA //
P r —;‘«\"‘
4 = P

{A)

0 1 2 3 4

e

(mA}

160

120

80

40

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

I E——
180 mA
160 M

A
0’“‘1\__—
0 mA

\

(B
ot

-
>

1)

\

0 mA

0 m/'\”_r
60 mA

Amﬁ[

0 mA

—
B

X

1
»

-0

Vee (v}

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
€a//ecrew-émerreur

-
/
/
/
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8D 301, 8D 303

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum vatue)
ion de la

Tension colle en f

v Z base-émetteur (valeur minir )

& —

tc so ::?)"é
60
N
N

55 \

50 |

45 r Py \

2 4 6 2 4 6 2 4 6
10° 10" 102 Rgg ()

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
h courant en f jon du e
21E —_—
' NCE= v
o /——J>
120 3
AV
7
100 | %, |/
7 (00
53
v
wl/l A \
& \
60 //
40 /
4 N\
20
0
2 4 68 2 4 68 2 4 6
102 10" 10° icta

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
| €émetteur
B R

(mA) le=2V

[

b
4
2
(9

102 (,5 /

8 ~N (3)

6 4 f@

4 S

, // g
LY

] l’

L

2
1a° I l

0 04 08 12 18 V(W
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8D 301,8D 303

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

VCEss
)

1,6

1,2

08

04

0
1

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de fa tension
base-émetteur

lc T T
(A; Veg =2V
2
10’
. -

§E’s‘,c,
N

_.
<
Sase

4

Case == 250c

N owm
[~
~—

102

0 04 08 12 16 VgV

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de 2 en Tension de saturation base-émetteur en
fonction du . v fonction da |
BE:
Jeio W g0
' i)
B
16
1,2 H
/ 08 ]
=26°C Lot ¢
1,
c?ﬂ_m" 4’/
/ CMW
0,4 —1%%
4 ’ = tcese
A/ 1
= 126°C = 4 B
toase = L1 7‘;#“1 0
2 468 42 4 68 2 46 5,2 4 68 2 4 68 2 46
02 10 100 Ic A 102 10" 100 'e
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BD 301, BD 303

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fréquence de transition en fonction du
tension collecteur-base caurant collecteur
Ca2b — e .
(pF) Tcase = 25°C {MHz) Vee=3V
BD 301 =~— teose = 25°C
BD 303 wae
2
12
T
\ / ™
1
10 TS 10
8
6 s
8
4
6
101 2 4 & vV 107 2 4 S g

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de fa i e ique en
régime d’impulsions
K
T :
=05 1
65 =X
" /
2 4
1~
1 -1
a . ? e ]
- 1
o § =2 |
T
a Zin=KRy ]
10°2 L1t 1
2 S5 2 S 2 5 2 5 2
104 103 107 101 1007 fplee
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE

TRANSISTORS SILICIUM PNP, BASE EPITAXIALE

Compl. of BD 301, 303

BD 302
BD 304

BD 302 and BD 304 transistors are intended
for complementary.symetry amplifiers : audio
output stages up to 25 W, vertical deflexion
circuits in color TV receivers.

Les transistors BD 302 et BD 304 sont destinés aux
amplificateurs & symétrie camplémentaire ou quasi
complémentaire : étages de sortie BF jusqud 25 W,
circuits de déviation verticale en tlévision couleur.

v {—45 \Y BD 302
CEO —60 V BD 304

Piot 55 W

Rth(j-c) 2,3°C/W max.

hy E(-—3A){3O min, 8D 302
1E(_2a)\30 min.  BD 304

fr 3 MHz min.

TO-220 AB- See outline drawingCB-1170n last pages
Voir dessin coté CB-117 derniéres pages

Dissipation and 1g/g derating Plastic case
Variation de dissipation et de | /g Boftier plastique
100

: \
75

7
s
55 %
50 \ o
N
25 L
|
1
|
0 i Weight: 25g.
50 100 150 t ,a4e(°C) Masse

Collector is connected to case
Le collectaur est relié au boitier

{Unless otherwise stated)

ABSOLUTE RATINGS (LlMlT")lG VALUES) o = 160°C s othe t
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (vi) (Sauf indications contraires)
BD 302 BD 304

Collector-base voltage

Tension collecteur-base VeBo -60 —60 v

Cotlector-emitter voltage

Tension collgcteur-émetteur Veeo -45 —60 v

Emitter-base voltage

Tension émetteur-base VEBO -5 -5 v

Collector current

Courant collecteur IC -8 -8 A

Peak collector current = 10pus | _ _

Courant ds créte de collecteur % # cM 12 12 A

Base current

Courant base 5 -2 -2 A

Power dissipation _ 960

Dissipation de puissance Lease = 26°C Prot 55 55 w

Junction temperature .

Température de jonction max. t(Vl) 150 150 °C

Storage temperature min, t —~65 —65 oQ

Température de stockage max. stg +150 +150 og
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8D 302, BD 304

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease =25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Vee = —30Vv ) -1 mA
Courant résidue! collecteur-émetteur { B = 0 CEO
Veg =—40V
Collector-base cut-off current | =0 )
Courant résiduel collecteur-base E S [¢:1¢} -1 mA
tyyj) =150 c
Emitter-base cut-off current Vgg=—5V
Courant résiduel émetteur-base | CE =0 EBO -5 mA
Collector-emitter breakdown voltage | lg =—200mA 1 iceo* BD302 | —45 v
Tension de claquage collecteur-émetteur |B = (BR)C BD 304 —60
Vo =2V
LB 5A BD302 | 30
Static forward current transfer ratio c - *
Valsur statique du rapport d¢ transfert h21E
direct du coursnt 2V
Vee =~ BD304 | 30
Ic =—2 A
Collector-emitter saturation voltage lg =—3A v * _
Tension de e e tour g = ~0,3A CEsat 1 v
Base-emitter saturation voltage Ilc =-3A *
Tension de saturation base-émetteur |: =-03A VBEsat -15 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES fpour petits signaux)
Transition frequency Veg =—3V P
Fréquence de transition I c = -0,3A T 3 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance i
Résistance thermique (fonction-boTtier) Rthij-c) 2,3 °C/W

%* Pulsed
Impulsions

tp=300,us 8 <2%

2/7
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8D 302, BD 304

SAFE QPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

C
(A) T ]
1
50
[ | [
| ik
20 —[ T
251 |
o
e 7 <
10 Ty o e,
\Io—‘l\% Ny
AN
5 NN — 1
-+ NN AWAY
T j \é N\ J\ “ );
2 \\. v\
\ 1
XA \ \
i\ At
1 NV e
[~ tcase = 25°C A4\ Y ¥
| Continuous 11 ]
|_ Continu 1 .
05 Puised e | \
[~ En impulsions \ \
1 \
02 |
BD 302 —#~
01 BD 304
1 2 5 10 20 50 Ve

3/7



BD 302, BD 304

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collectzur en fonction de la tension

i c collecteur-émetteur

(A)

et

BomA T
-

4 oA —

R

I
50 mA

- r’J
3 70 mA

-
=730 mA

AT

2 r——”m,r

IS S
1 T 10 mA

0 1 2 3 4 VeV

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE .
Courant collecteur en fonction de la tension

.. collecteur-émetteur

{mA) /

160

120

/
wl/ )/
P
L1

40

/0|’1m\ /

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLE

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
'C collecteur-émetteur

CTOR-

(A)
e mIA
[
4 140 mA
1 0"\"*
]
T T Lo
)i
r 0 mA t
2 - ‘LO mlA
[/ lg= 20 mA’
1
0
[0} 1 2 3 4 Vee v}
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- -
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension
|, collecteur-émetteur
(ma)
m / A
> >
// "
160 < V
<«
A
7:«{ =
AP 27 | A L~
120 1 - X e
/2;.1/““; d -~
- (3
T
80 e
g e | A
—
wl T AT L
g et 0,2 mA
e ig=01 mA
0 L 1
0 i0 20 30 40 Vee v
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BD 302, BD 304

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension colk & en fe fon de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
v - résistance base-émetteur h21E en fc ion du e
—
v tease = 25°C Veg=—2V
|
|
60
N\
55 \
50

\
‘\§
40 0 8 4 68 46
2 468 2 4 68 2 468 2 468 42
10° 10 102 Rgglf) 1072 o’ 10° IgA)
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE
Courant base en fonction de Ia tension base-
| eémetteur
B -
mA Vg =22V 1
6
a / A
<}
2 r@’ /
Y[
102 v AAS
8 2 Y]
6 -\.C'F 2
4 w
2 /
10,
: 1
) /
2
10° / [
] 04 08 1,2 1,6 Vae V)
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BD 302, BD 304

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE

VERSUS COLLECTOR CURRENT

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
base-émetteur

=-2V]|

Ve

05 15 2

Vge v}

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation collecteur-émetteur en Z'onsiqn f saturation bﬁse-émﬂttaur en
f ion du e ol
ko - .
\"
e 10 ! le o 10]
']
1.6 1.6
12 1.2
W“
£0C
08 Jﬂ 08 ™ L~
jprant=] Y
/ L
04 / 04 T
) /oQ
v
P
— 125°C K4
tease 12 :/ "
" P l
0 0o
2 68 2 4 68 2 46 2 4 68 2 468 2 468
102 107 10° Ic ™ 102 10" 1° I A
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8D 302, BD 304

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fi ition en f du
tension collecteur-base courant ca/lacteur
Coap: fr
A B R R !
(PF) | 8D 302 toage = 25°C (MHz) Vee =3V
8| BD 304 emmwa tease = 25°C
4.5
[
I

. 4 /7
/

3,5
2
N
™
3
10’ 2,75
10’ ? ‘ ® VetV 10" 2 ‘ ¢ A
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réd de la ique en
régime d’impulsions
|
.0
6 l & =0,
v
4
40:‘ /
2+ 6@{‘
[
10 . »a
5 =2
1) T b
. Zn=XRun |
’ -‘
102 [T
5 1 2 6

2
107! 100 tp(sOC)
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE BD 433

TRANSISTORS SILICIUM NPN, BASE EPITAXIEE BD 435
Compl. of BD 434, BD 436
PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE
These transistors are intended for complemen-
tary or quasi complementary symetry ampli- v 22V BD 433
fiers with low power supply voltage : audio CEO 32v BD 435
output stages in car receivers, vertical de- i aA
flexion circuits in TV receivers. c
Ces transistors sont destinés aux amplificateurs 8 Peot 36 W
symétrie complémentaire ou quasi complémentaire, A
3 faible tension d’alimentation : étages de sortie BF Rth(j-c) 35°C/wW max
dans les récepteurs “auto-radio” circuits de déviation h 21 E( 2 A) 50 min
verticale en télévision. P 2 MHz in
T m
Maximum power dissipation Plastic case TO-126 - See outline drawing CB-16 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boftier plastigue Voir dessin coté CB-16  derniéres pages
100%
1
|
75 + \\ /
L7
{ (]
| p
50 o s
T \a g é/
| [
25 t \ E
]
L l Weight: 0,7 g Collector is connected to metal part of case
[} 50 100 150 ‘case( °c) Masse Le collecteur est relié & la partie métallique du boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tease = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 2 (Sauf indications contraires)
BD 433 BD 435
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso 22 32 Y
Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEO 22 32 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vees 22 32 "
Emitter-base voltage Y]
Tension émettgur-base EBO 5 5 v
Collector current |
Courant coflecteur c 4 4 A
Peak collector current I =
Courant de créte de coflecteur tp 10 ms 'CM 7 7 A
Base current
Courant base IB 1 ! A
Power dissipation -
Dissipation de puissance tease 25¢°C Piot 36 36 w
Junction temperature . o
Température de jonction max. tJ 150 150 c
Storage temperature min. t —55 -55 °Cc
Température de stockage max. sig +150 +150 o
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BD 433, BD 435

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
=22
Ves M BD 433 100 pA
g =
Veg =22V
lg = 8D 433 3 mA
tcase = 150°C
Vep= 32V
B BD 435 100 A
E Ico
Collector-base cut-off current Veg=32V
Courant résiduel collecteur-base |E = BD 435 3 mA
Yy = 150¢C
]
VCB =10V
tlg =0 1 mA
tease = 150°C
Emitter-base cut-off current Vegg =5V leBO 1 mA
Coursnt résiduel émetteur-base Ic 0
= BD 43 2
Collector-emitter breakdown voltage Ic 100 mA VeEo! *)' 3|2
Tension da claquage collecteur-émetteur g =0 sus BD 435 | 32
Veg =5V 10
e = 0,01 A
Static forward current transfer ratio VCE =1V
Valour statique du rapport de transfert — h2‘l E* 85 475
| 05A
direct du courant [ ’
Veg=1V
CE
Ic =2A %0
Knee voltage Ic =2A Voo ¥
Tension de coude lg = note 1 CEK 8D 433 0,8 v
Cotlector-emitter saturation voltage e =2A v *
Tension de j 7 ‘(; =02 A CEsat 0,5 Vv
Base-emitter voltage Veg=1V Vo
Tension base-émetteur e = 2A BE 11 v
* pylsed t_ =300 pus 5<2% Note 1 : Ig value for which I =2,2 Aat Ve =1V
impulsions P 1 8 valeur pour laquelle IC =22A8 VCE =1V
2/3
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BD 433,8D 435

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) t = 25°C (Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) ~¢ase (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

T ‘ Veg =1V

ransition frequency = f.
Fréquence de transition ! 0,25 A T 3 MHz
f =1 MHz

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance .

Résistance thermique (jonction-boitier! Rth(!-C) 35 °C/W

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

‘e
(A)
5
N\ 3A
s 12v
2 \\ am
\
1
N\ 1
\
\
\
05
Tcase = 25°C
1 Continuous {
0.2 Cg;t;:: e ) 'BD 433
BD 435
0,1
1 2 4] 10 20 50 VCE(V)
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS SILICIUM PNP, BASE EPITAXIEE

BD 434
BD 436

Compl. of BD 433, 435
PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE
These transistors are intended for complemen-
tary or quasi complementary symetry ampli- Veeo '2322‘\,1 gg 2332
fiers with low power supply voltage : audio —
output stages in car receivers, vertical de- ic -4 A
flexion circuits in TV receivers. P /W
Ces transistors sont destinés aux amplificateurs 3 tot
symétrie complémentaire ou quasi complémentaire, o
& faibie tansion d’alimentation : étages de sortie BF Rth(j-c) 35°C/W  max
dans les récepteurs “auto-radio” circuits de déviation h {2A) 50 .
verticale en télévision. 21E min
fr 3 MHz min

Maximum power dissipation

Case TO-126 - See outline drawing CB-16 on last pages

OVIBION_ SEMICONOUCTELRS,
GaNd

Dissipation de puissance maximale Bofitier Voir dessin coté CB-16 dernidres pages
100% |
|
756 |1 \\ ”
| &
1 ©
50
] o
|
25 [—1
|
{
Weight : 0,7g Collector is connected to case
o 60 100 180t (°C) Masse Le collecteur est relié au boltier
ABSOLUTE RATINGS {LIMITING VALUES) tease = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION (Sauf indications contraires)
BD 434 BD 436
Collector-base voltage V, =
Tension collacteur-base CcBO 2 -3 v
Collector-emitter voltage _ -
Tension collecteur-émetteur Veeo 22 32 v
Collector-emitter voltage Vv - -
Tension collecteur-émetteur CES 22 32 v
Base-emitter voltage Vv _ _
Tension base-émetteur EBO 5 5 v
Collector current
Courant coliacteur ‘e —4 -4 A
Peak collector current =
Courant de créte de collecteur tP 10ms ICM -7 -7 A
Base current |
Courant base B -1 - )
Power dissipation b =250C -
Dissipation deé puissance case PtOt 36 36 w
Junction temperature L
Température de jonction max. Y4 150 150 °C
Storage temperature min. e, —55 —5§ °C
Température de stockage max. stg +150 +150 o
74-10 1/3
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BD 434, 8D 436

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg=-22V —100 uA
lg =0
Veg==~22V BD 434
cB .
g =0 -3 mA
= o
toase = 150 °C
=-32V
Collector-base cut-off current Vea= -3 IcBO —~100 HA
Courant résiduel collecteur-base lg =0
Veg= ~32V BD 436
|E =0 -3 mA
tease =150°C
Veg =—10V
g =0 =1 mA
toase =150°C
Emitter-base cut-off current Vegg =-5V \ —1 mA
Courant rédsiduel émetteur-base Ilc =0 EBO
BD 434 | -
Collector-emitter breakdown voitage lc =100mA Veeoised -22 v
Tension de lg =0 (sus 8D 436 | ~32
Vpp ==6V
CE 40
Ic =-0,01 A
Static forward current transfer ratio Veg=-1V *
Valeur statique du rapport de transfert | =-05A h2‘l E 85 475
direct du courant c
Vep=-1V
CE 50
IC =_-2A
| =-2A *
Knee vol C Vv -
Tension dltac':ldl ‘B = note 1 CEK BD 434 0.8
Collector-emitter saturation voltal e == 2A v ] —05
Tension de i I - lg =—02A CEsat ,
Emitter-base voltage Veg=-1V Vag* —11 v
Tension ématteur-base |c = —2 A
¥* Pulsed t, =300 5 <2% Note 1 : 1g value for which I =22AatVog =1V
Impulsions P I 5 valeur pour laquelle | c =22A8 VCE =1 ¥
2/3
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BD 434, BD 436

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for smalil signals) t = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case (Sauf indications contraires)
Test conditions ;
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
T ion £ VCE =—1V
ransition frequency o 1.
Fréquence de transition lC =—025A T 3 MHz
f = 1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance
Rési thermique {ji fon-bortier) Rth (j-c) 35 °Cc/W
SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE
‘C .
{A)
5
N 3 A
12V
2 \\ i
1 | \ |
{ \ I
11 \ 1
\
0,5
BD 434
(case =C ‘B
0,2 | Continuous _{ D 436
Continu \
0,1
1 2 5 10 20 50 VCE(V)
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NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE BD 675 , A
TRANSISTORS DARLINGTON SILICIUM NPN, BASE EPITAXIEE BD 677 A

BD 679 ,A

Compl. of BD 676, A ; BD 678, A ; BD 680, A

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
These transistors are intended for comple-
mentary symetry power amplifiers, audio- 45 v BD 675, A
drivers, convergence and vertical deflexion VcEo 60V BD 677, A
circuits in TV receivers. 80V BD 679, A
Amplificateurs de puissance 3 symétrie comple- | 4A
mentaire, drivers, circuits de convergence et de C
déflexion verticale dans les récepteurs TV. Ptot aow
Rth(j—c) 2,5°C/W max
h21E(1,5 -2A) 750 min
Dissipation and Ig/p derating Plastic case TO-126 ~ See outline drawing CB-16 on last pages
Variation de dissipation et de I g/g Boitier plastique Voir dessin coté CB-16 derniéres pages
100
S l
INN\LE
75 G
|| 60%
50 i
-~
L \s
25 t
o | Weight :0,7g Collector is connected to case
50 100 150 1 460(°CH Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) ey = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)

BD 675, A BD 677, A BD 679, A

Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 45 60 8 v

Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEO 45 60 80 A
Collector-emitter voltage _ v
Tension collecteur-émetteur RBE = 1K@ CER 45 60 80 \
Emitter-base voltage Y]
Tension émetteur-base EBO 5 5 5 \J
Collector current |
Courant collecteur c 4 4 4 A
Base current |
Courant base B 0,1 0.1 0,1 A
Power dissipation — 950 4
Dissipation de puissance Tease = 25°C tot 40 40 40 w
Junction temperature t. °
Température de jonction max ] 125 125 125 c
Storage temperature min 1, —55 —55 —55 °C
Température de stockage max stg +125 +125 +125 oC
74—10 1/4
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BD 675, A, BD 677, A,BD 679, A

STATIC CHARACTERISTICS

t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions r ;
Conditions de mesure Min." Typ. Max.
VCE =225V
| -0 8D 675, A 500 uA
g =
. V =60V
Collector-emitter cut-off current CE I
Courant résiduel collecteur-émetteur lB = CEO BD 677, A 500 HA
Veap =40V
CE — BD 679,A 500 _{ UA
IB =
VCB =45V 02 A
IE =0 ’
BD 675, A
Veg = a5V
1E = 2 mA
tease = 100°C
N |
Vep =80V 02 T mA
IE =0
Collector-base cut-off current 1
Courant résiduel collecteur-base CBO BD 677, A
2 mA
0,2 J mA
—
BD 679, A
2 mA
Emitter-base cut-off current |
Courant résiduel émetteur-base EBO 2 mA
BD 675, A 45
Collector-emitter breakdown voltage IC =50 mA V(BR)CEO* BD 677, A] 60 \Y
Tension de claquage collecteur-érmetteur ] B = BD 679, A| 80

* pyised to =300 us

Impulisions

6 K2%
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BD 675, A, BD 677, A, BD 679, A

{Unless otherwise stated}

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
BD 675
Vo =3V
CE™ BD 677 | 750
lc =15A BD 679
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courent
Veg =3V BD 675 A
Ic =2A BD 677 A| 750
BD 679 A
BD 675
] ==
c 154 BD 677 25 v
lg =003A BD 679
Collector-emitter saturation voltage v *
Tension de saturation collecteur-émerteur CEsat
IC =2A BD 675 A
g =004 A BD 677 A 2,8 \
BD 679 A
BD 675
=3V
Vee 73 BD 677 25 v
lc =18A BD 679
Base-emitter voltage Y] *
Tension base-émetteur BE
VCE 3v BD 675 A
BD 677 A 2,8 \
le A
8D 679 A
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
T
Junction-case thermal resistance VCE T3V f
Rési thermique (jonction-boitier) le =15A T 1 MHz
f =1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Transition frequency Rinfis
Fréquence de transition thij-c) 25 °cru
* Puyised to =300 us § <2%
Impulisions
3/4
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BD 675, A, BD 677, A, BD 679, A

(A)

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

\‘
\ 114A
/Y ]
\
i \
B
D;675, é \
BD 677, A »
! i
BD|679, A = ma
1Y
I tcase =25°C !
[ Continuous
Continu e {
1 2 10 20 50 VCE(V)
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PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE BD 676, A
TRANSISTORS DARLINGTON SILICIUM PNP, BASE EPITAXIEE BD 678 A
14

BD 680, A

Compl. of BD 675, A ; BD 677, A ; BD 679, A

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

These transistors are intended for comple-

mentary symetry power amplifiers, audio- -45Vv BD 676, A
drivers, convergence and vertical deflexion VcEo —60V BD 678, A
circuits in TV receivers. -80V BD 680, A
Amplificateurs de puissance 3 symétrie comple-
mentaire, drivers, circuits de convergence et de lC —4A
déflexion verticale dans les récepteurs TV. P. tot 40w
Rth(i-c) 25°C/W  max
h21E(1,5-2A) 750 min
Dissipation and lg/g derating Plastic case TO-126 — See outline drawing CB-16 on last pages
Variation de dissipation et de Ig/g Boftier plastique Voir dessin coté CB-16 derniéres pages
100%
N
80 4
T e
60| |
.' j
-~
a0l \'%-
]
20 |
| \
oL Weight : 0,7g Collector is connected to case
[} 50 100 t _ (°C} Masse Le collecteur est relié au boitier

case

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES} t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)

BD 676, A BD678, A BD680, A

T s poas® VeBo —45 —60 —80 v
S cotectous smattoss Veeo —45 60 80 v
S oty Rgg =1KQ Veer —45 —60 —80 v
S Veso -5 -5 -5 v
o ot e —4 —a —a A
g:ﬁaﬁl:g:;‘ g ~0,1 —0.1 —0,1 A
Zfigs.:ff;ga;ﬁlm Togse = 25°C Prot 40 40 40 w
T e o metion max b 125 125 125 °c
Storage temperature min 1 ~b5 —b55 —556 °C
Température de stockage max stg +125 +125 +125 oc
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BD 676, A, BD 678, A, BD 680, A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated}
{Sauf indications contraires)

T N
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =225 V
BD 676, A —500 uA
g =0
Collector-emitter cut-off current Veg = -30V | —
Courant résiduel collecteur-émetteur |B =0 CEO BD 678, A 500 A
Vap =—40V
CE BD 680, A —500 HA
IB =0
Veog =45V
cs BD 676, A 02 mA
g =0
g =0 BD 676, A -2 mA
i,tcase =100°C
Vag =—60V
| cs - BD 678, A —0,2 mA
E =
Collector-base cut-off current lego
Courant résiduel collecteur-base \Y cB = —60 V c
lg = BD 678, A -2 mA
toage = 100°C
Vog =80V
B _ BD 680, A ~0.2 mA
lg =0
Veg =—80V
g =0 BD 680, A -2 mA
tease = 100°C
Emitter-base cut-off current Ve = 8V | — mA
Courant résiduel émetteur-base 'C' =0 EBO
. 50 mA BD 676 Ay —45 v
Collector-emitter breakdown voltage c =7 * -
Tension de claquage collecteur-émetteur | = V(B R)ICEO BD 676 A 60 M
B BD 680A| —80 %
Vegp =—3V BD 676
-E BO678 | 750
lc =—15A
Static forward current transfer ratio * BD 680
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant BD 676 A
Veg = -3V
I - —-——2A BD 678 A| 750
c =
BD 680 A
* Puised 1 =300us & < 2%
Impulsions
2/4
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BD 676, A, BD 678, A, BD 680, A

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C (Unless otherwise stated!
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Ic =—15A BD 676 v
' BD 678 ~25 v
=-—0,03 4
) ) 's 0.03A BD 680 %
Collector-emitter saturation vcltage v *
Tension de saturation collecteur-émetteur CEsat T
Ic =—2A BD B76 A v
-2,8 )
g =—004A BD 678 A : '
BD 680 A v
Ve =—3V BD 676 v
O isa BD 678 —25 v
) c = v BD 680 Y
Base-emitter voltage V¥
Tension base-émetteur BE
Vap ——3V BD 676 A Y
1 CE —2A BD 678 A -2.8 v
¢ BD 680 A v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Veg = -3V
Transition frequency n f
Fréquence de transition Ic ="15A T t MHz
f =1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance . °
Résis thermigue (f ion-boitier) Rth(l'c) 2.5 C/w
* Pulsed t. =300us & < 2%
Impulsions
3/4
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BD 676, A, BD 678, A, BD 680, A

(A)

0,6

0,2

0

0,05

0,02

0,01

SAFE OPERATING AREA

Aire de fonctionnement de sécurité

1,14 A
—3s v
e ]
1]
4t
\\ u
\\ i
™ tease =25°C BD 676, A | \ i
CONtINUOUS s st BD 678, A
Continu BD 680, A T\
)
1 1 ]
\
1 2 5 10 20 50 VeeV)

4/a
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE

Compl. of 2N 3054

% BDX 14

- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

- Medium current switching
Commutation courant moyern

Dissipation derating
Variation de dissipation

kPreferred device

Dispositif recommandé
Vceo B8V
ic -4 A
Peot 29W
Rth(j-c) 6°C/W max.
h21E {0,5A)25 — 100
fr 4 MHz min.

Case TO-66 — See outline drawing CB-72 on last pages
Boitier

Voir dessin coté CB-72 dernidres pages

100 %y
| Bottom view
Vue de dassous
75 LN E
!
|
. AN o
50 T O O
|
1 \ -
| AN
l Weight : 6,4 g. Collector is connected to case
g
50 100 150 ¢ (°C) Masse Le collecteur est relié au bojtier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)

Collector-emitter voltage v .
Tension collacteur-émetteur Cc8O 90 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Veeo ~55 v
Collector-emitter voitage Ror = 100 2 V,
Tension collecteur-émetteur BE CER ~60 v
Collector-base voitage -
Tension collecteur-base VBE 15V VCEX ~90 v
Emitter-base voitage v = v
Tension émetteur-base EBO 7
Collector current | c —4 A
Courant collecteur
Base current ‘B _2 A
Courant base
Power dissipation P
Dissipation de puissance ot 29 w
Junction temperature t o
Température de jonction max ) 200 ¢
Storage temperature min g, -65 °Cc
Température de stockage max 9 +200 °C
73- t1 16
THOMSON - CSF
DIVIBION SEMICONDUCTEURS, 523
(N RN R SYATN



*BDX 14

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

[ Test conditions : I

Conditions de mesure Min. Typ. Max.

VCE =-90V i A

VBE =+15V
Collector-emitter cut-off current |
Courant résiduel collecteur-émetteur CEX

Ve = =30V

Vgg = +15V -5 mA

toase = 150°C !

i
- 7
*
Collector-emitter breakdown vottage lg =-100mA
Tension de claquage collecteur-émetteur |B =0 CEO(sus) —55 v
; | =-—100 mA *
Collector-emitter breakdown voltage C \Y -60
Tension de claquage collecteur<émetteur RBE =100 2 CER{sus) v
Emitter-base breakdown voltage g =—-1mA v * 7 v
Tension de claquage émetteur-base IC =0 (BRIEBO
Static forward current transfer ratio V.o =-4V *
Valeur statique du rapport de transfert ) CE ha1g 25 100
direct du courant c = —05A
Collector-emitter saturation voltage lc =-05A v * v
Tension de saturation collecteur-émetteur { ——005A CEsat -1
B = B

Base-emitter voltage Vee = -4V Vae * 17 v
Tension base-émetteur lc =-05A !
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour grands signaux)

VCE =-10V
Transition frequency ——02A £
Frégquence de transition ‘C =02 T 4 MHz

f = 1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Ron: o
Résistance thermique {jonction-boitier) thij-c) 6 cw

* Pulsed
Impulsions

tp=300us §<2%

2/6
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*BDX 14

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

'
c
w [— - +H

1
|
|

- 0‘7
05 Flease = 25°C

i Continuous

Continu
Pulsed
I En impulsions
0,2
-
L |
1 2 5 10 20 50 Vee V)

3/6
625



*BDX 14

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

I Courant collecteur en fonction de la tension

C  coilecteur-émetteur

,_.AF——-‘
-
”
L oo
16 [
! 100 (A
furarant m. e Bl
A
80 M
mA
1,2 T [ Ot
4 — 60 MA et
T s0mA
et ry
0.8 fa i
2 f’- 3? mAI
20 mA
04 }
I, =10 mA
0 1 2 3 4 Vee (v}
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
h en fc ion duy He
21E ——r
Veg=-4V
120 [
/ P\:
100 %
\R
&
80
é
60 %\X
) §
40 \\\\
20 \&
\\
N
0 2 468 2 468 2 46
10-2 107! 10° —IC(A)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

( Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

(A}

04

0,3

0,2

0,1

4700
e,
A,

&

/Y

o6
N

>
K

VA

0 20 40 60 80 VvV

65

60

55

50

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE

Tension collecteur-émetteur en fonction de la
résistance base-émetteur

T
toase = 25°C
Ig =100 mA

4/6
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*8DX 14

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE

Courant base en fonction de la tension base-
|B émetteur
(mA)—vCE=_4v J'aV 7
6 S
o
v dgo 1
& P N
O <z
2 / /d,, |
L//rw
2 y
10 7,

10°
0 05 1 1,6 2 -Vag [\'2]
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation coilecteur-émetteur en
CE 13 ion du
V) — -
|
o /
-1
1,6 l
1,2 / /
0.8 / /
y
§CI
N
4
0,4 & V4
G
oG
A %
— i~ aaadid
v r
0 |
5 2 4 68 2 4 68 2 4 6
1072 107! 10° —ital

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE R

Courant collecteur en fonction de la tension
-1 c base-émetteur

{A} Ve =4V

a ”
L

102

0 05 1 15 2 —vg

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE

VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-dmetteur e
?S,‘at fonction du courant collecteur

A
I_=10

2,418
: U]
16
1,2 /

P4

C
2

&
08 o ’L/r//

04 to
0 2 4 68 2 4 68 2 4 6
102 107 10° Igta)
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*BDX 14

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT
Fré iti

f det en fe du
t courant collecteur
T L T
(MHz) Veg=10V
P
6 —
\\
\\
4
2
0
2 a4 8 8
107! -1 C(A)

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS

COLLECTOR-BASE VOLTAGE

Capacité de sortie en fonction de la

tension collecteur-base

Ca2p ;
{pF) tease = 25°C
8 \
6 \\
4
N
2
10! L
-] —
0 2t %% 7 Ves

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la résistance thermique en
régime d’impulsions

K
8 - 7
6/0'5 // //
6
s’oﬂ /;///
4 g of‘—'dco =
//64 0‘(\0/
V/ 3?4
Al /
/
10“ 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
104 103 T107 01 1007 e

v}
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PNP SILICON TRANSISTOR,EPIBASE
TRANSISTOR SILICIUM.PNP EPIBASE

Compl. of 2N 3441

* BDX 16

- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

Dissipation derating
Variation de dissipation

3 Preferred device
Dispositif recommandé

Veeo —140 Vv

Ic —3A

Prot 25 W

Rth(i-c) 7°C/W max.
h21g(05 A) 20 -80

fr 0,8 MHz min.

Case TO-66 — See outline drawing CB-72 on last pages
Boitier

Voir dessin coté CB-72 derniéres pages

100 Bottom view
% { Vue de dessous
75 + \ E
| o
X
Lo}
* | % O o O
%
14
25 1 B
|
0 ! Weight : 6,4 g Collector is connected to case
50 100 160 t.,0(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated}
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION case — (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collecteur-base vCBO —160 \
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEO —-140 v
Collector-emitter voltage _
Tension collecteur-émetteur Rgg = 100 Q Vee R —150 ] \
Collector-emitter voltage o v}
Tension colfecteur-émetteur Vge =18V CEX —160 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Vero -7 Y
Collector current i
Courant collecteur Cc -3 A
Peak collector current -
Courant de créte de collecteur tp is lem -4 A
Base current ]
Courant base B -2 A
Power dissipation — 9r0 P
Dissipation de puissance tease = 25°C tot 25 w
Junction temperature t R
Température de jonction max j 200 C
Storage temperature min t ~65 ¢
Température de stockage max. stg +200 o
74-4 1/8
THOMSON - CSF
. VV\!ID:&EM\CON’EL‘JCY:U:S. 529




*BDX 16

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

Test conditions
Conditions de mesure

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

rMin. Typ. Max.

Vee = -140 V 1 mA
Vge = 15V
‘Coltector-emitter cut-off current |
Courant résiduel collecteur-émetteur Vv CE = —140 V CEX
Vgg = 1.5V -5 mA
tease = 180°C
-
Emitter-base cut-off current Vegg =-7V |
Courant résiduel émetteur-base e =0 EBO -1 mA
Collector-emitter breakdown voltage lc = —100 mA v *
Tension de claquage collecteur-émetteur lg = 0 (BRICEQ —140 v
Collector-emitter breakdown voltage e = —100 mA *
Tension de claquage collecteur-émetteur RBE —100 Q2 V(B RICER —150 v
Collector-emitter breakdown voltage Il =-100mA * _
Tension de claquage collecteur-émetteur Vge =15V V(BR)CEX 160 v
Static forward current transfer ratio Ve =—4V
Valeur statique du rapport de transfert CE h21 E * 20 80
direct du courant IC =-05A :
Collector-emitter saturation voltage lc =-05A Vv -1 v
Tension de saturation collecteur-émetteur IB =-0,056 A CEsat
Base-emitter voltage Veg =4 v _
Tension base-émetteur lc =-05A VBE 1.7 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour-petits signaux)
Transition f Vee = —-10V
ransition frequency
Fréquence de transition 'c =-02A f‘[' 4 MH2z
f =1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermat resistance
Résistance thermigue {jonction-boitier) Rth(i'C) 7 °C/wW

* Pylsed
Impulisions

t,=300pus 5<2%

2/6
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*BDX 16

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

I
(A}
6
4 2
\ \ ‘\ , \\ \ni\"oo\-l <
AT EK)‘%‘?"
NV R
\\\ \ \)L\% “’\ \\
A\ Y2 2, NS
2 N\ ‘U}\%‘k N Y
\ L N2 \
v ‘4 NN
NN TN
\ \\ N N
1 WAL HIK
ANN AN
\ A
.
toaee = 25°C LY Ry
06 |- case \ N
! Continuous I
I” Continu N W
Puised
0'4LE"?'eﬂpulsions-_~'--' K ‘\‘ﬂ
NN W
TTIN
NN\
0,2
0,1
1 2 4 6 10 20 40.60 100 200 400 Vcetv
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*BDX 16

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de I3 tension

| collecteur-émetteur

(A) _,L—-L’_ —
150 mA | —
—
I | e
s B W
08 f— GO mA
Lt
T
(/ — 2Q mA
/r/ et
0.6 LT
! I |
_,.—_-—"" 0 mA
et
I
|t
04 -l
/—"" | 0 m‘A
_ ]
0,2 L~ lp =5 MA
0
0 1 2 3 4 Ve (v)
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE {minimum vatue)
Tension collecteur-émetteur en fonction de la
résistance base-émetteur (valeur minimumj
vV,
CE T T lo T
v tease = 25°C
150

148

146 \
144 \

142 \\
N\
140 A
138
p 4 68 2 4 68 2 4
w0 102 10° Rgg (2

h

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

{mA) A{j;/(

160 /

120 l//

N

NN

80

<
N, \\\\ \\

\

40

\
\

0 20 40 60 80 v, V)

CE

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

21E

120

100 —'» \

\
oy

|

J

yAavd

80 ///// A% N

e N \
60 N

” N

y/4

20

2 4 68 .
102 1072 10
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*BDX 16

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-

EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de Ja tension

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
|B émetteur base-émetteur
(mA)8 \Z 4V (‘AC) vV 4 V
CE="— - —
6 6 CE
4 A al—
2
2 / 2 r /
2 I 0 7
10 s o | 10 s *lrgo V7
o
6 & ffo 6 o
4 u j T8 4 Z/
& [l &
2 — .8 9 2 = 0
‘ & 1 [1]#
10, 10 7 "
6 N p 2
L RNl
2 2+
100 / 102
0 0,4 0,8 1,2 1,6 Vggtv) 0 0,4 0,8 1,2 1,6 Vee
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en
v fonction du courant collecteur v fonction du courant collecteur
CE)sat — BE)sat
v \ i
Ic =10 { Je =10
s 's
2,4 !
: - I
4 2 ( -
3 i J
16
5 1.2 . J(
] =257C_L
5 0,8 e s
o
, £ -
] 0,4 F—
V/ s 111
ot 4
0 . 0
2 4 68 2 4 68 2 4 @& 2 4 68 2 4 68 2 4 6
. . A . - s (A)
102 107 10° Ig A 102 10" 10°
5/6
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*BDX 16

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fi de t jtion en f fon du
tension collecteur-base courant coflecteur
Caap — fe
{pF} t = 25°C (MH2Z) Veg=-10V
case
8 f =1MHz

\ 3 tease = 25°C
b ]

2,5 ‘ﬁ

10° 05

4 6

8
10! VgVl 10" & gl

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la résistance thermique en

régime d'impulsions
K

.

s L6=05 LT

L - //,

bt
a _8:0,3 //
» r
L
2 [
isy
10" - oA
8 o7 .1
5 =2
6 T R
o Zin =K Ry |
’ !J 1
102 1L iply

25 25 25 25 25 25, .

10% 104 10% 102 107 100 P

6/6
634



PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE

Compl. of 2N 3055

BDX 18
BOX 18 N

- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

- High current switching
Commutation fort courant

- Thermal fatigue inspection
Contrdlé en fatigue thermique

Dissipation derating
Variation de dissipation

Vceo —60V

ic -15A

Peot 117w

Rth(j-c) 1,5°C/W max.
h21E(4 A) 20-70

fr 4 MHz min.

Case TO-3 —Seeoutlinedrawing CB-19 on last pages
Boftier

Voir dessin coté CB-19 derniéres pages

100% E
75 \\ o
50 N °
26 Bottom view B
Il Vue de dessous
ol 1 Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
0 50 100 150t . (°C) Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 256°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION case (Sauf indications contraires)
BDX 18 BDX 18N
Collector-base voltage v - ) —
Tension collecteur-base cBO 100 70 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo ~60 —60 v
Collector-emitter voltage _ _
Tension collecteur-émetteur Rgg = 100 a VCER -70 65 v
Collector-emitter voltage - V) _
Tension collecteur-émetteur Ve =+ 15V CEX —90 70 v
Emitter-base voltage v, -
Tension émettaur-base EBO -7 7 v
Collector current _ -
Courant collecteur Ic 15 15 A
Base current
Courant bese g -7 =7 A
Povwer dissipation -
Dissipation de puissance tcase 25°C Ptot 17 17 w
Junction temperature t
Température de jonction max 200 200 °c
Storage temperature min ty -65 —-65 °C
Températurs de stockage max stg +200 +200 oC
74-9 17
THOMBON - CSF
Omou sEuscoNUCTELRS, 535
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BDX 18, BDX 18N

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vep=—90V
CE —
Vpg = +15V BDX 18 5 mA
Veg =60V
Vge=*t15V BDX 18 —-10 mA
tease = 150°C
Collector-emitter cut-off current | CEX
Courant résiduei coliecteur-émetteur v 70V
CE™" BDX 18N -5 mA
Vg =+15V
Veg=-60V
Vgg=t15V BDX 18N -10 mA
tease = 150°C
Emitter-base cut-off current VEB =-7V |
Courant résiduel émetteur-base Ic = 0 EBO -5 mA
| = 200 mA
Coo BDX 18 | —60 v
Collector-emitter breakdown voltage B v *
Tension de claquage collecteur-émetteur | 200 mA CEO(sus)
= m
¢ _ BDX 18N| -60 v
lg =
1 = —200 mA
c m BDX 18 | -70 v
. Rgg = 1008
Collector-emitter breakdown voltage v *
Tension de claquage collecteur-émetteur CER{sus}
| = —200 mA
[ -
Rgg = 1009 BDX 18 N 65 A\
=-1
lc 00 mA BDX 18 | —90 v
Vge=+15V
Collector-emitter breakdown voltage V] *
Tension de claquage collacteurémetteur : 100 mA CEX(sus)
[ _
Vgg = +15V BDX 18 N 70 \
Static forward current transfer ratio Vo =—4V *
Valeur statique du rapport de transfert CE —_4A hoE 20 70
direct du courant e =-
Collector-emitter saturation voltage IC =—4A vV * —11 v
Tension de saturation collecteur-émetteur IB = —0,4A CEsat ’
Base-emitter voltage Veg=—4V Vop* -18 v
Tension base-émetteur | c =—4 A BE ’

* Pulsed
Impulisions

tp=300us 5 2%

217
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BDX 18, BDX 18 N

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) t — 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case {Sauf indications contraires}
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition f Veg=—10V
ransition frequency _
Fréquence de transition ’C =-1A fr 4 MHz
f = 1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance
Résistance thermique (jonction-boitier) Rth(]-c) 1.5 °C/W
THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE
Permanent inspection of soldering quality between Le contrdle permanent de la qualité de la soudure entre |a
silicon chip and header provides maximum insurance pastille de silicium et | au istor un maxi-
against thermal fatigue. mum de garantig contre la fatigue thermique.
Pulsed test : Controle cyclique :
10 000 cycles
"on” : 2 minutes (0>48W)
“off’’: 1minute {48>0W)
Yase = 100°C max
Aty yce = 85°C max

3/7
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BDX 18,BDX 18 N

(A)
80

60

a0

20

10

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

]
|

[

|

—

|
uaoj
TN T
N NSNS é‘o‘L
N A »((&\1
\ ’\V N\
N\ &)
NI
AN AN
%\
\\
tease = 25°C \
[ CONntinuOUS me——
Continu
Pulsed ———
Impulsions
1 2 4 6 8 10 20 40 60 80 v

V)
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BDX 18, BDX 18 N

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur collecteur-émetteur
-1 -
9 C

— A U
(a) // R (mA) / oy = 25°C
8 160 IR Y T
/ﬂ 300 mA q% /
&1
6 200 mA 120 >

- v
\
(S
v?"
— g =100mA______| M
4 B 80 ,/ G2
A [N
2 40 /,\00\L
.\/7
tpep = 25°C L —T e
case /
0 0
0 1 2 3 4 -—VCE(V) ] 20 40 60 80 Ve
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension collecteur-émetteur en fonction de la Vialeur statique du rapport de transfert direct du
résistance base-émetteur u en f ion du
~Vee Ic = —200 mA T 1
T = L
BDX 18 tcase = 25°C ce=—14
—J |
N
70 BDX 18 N
\

\ ™ 80 N \
" N
\\
NN
5% 2 5 2 2z 5 2 5 0 2 468 2 468 2 68
2z 5 - -
10 10" 102" e 10t Ry 107 w0’ 10° S1giAl
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BDX 18, BDX 18 N

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE

Courant base en fonction de Ia tension base-
émetteur

(mAé FVeg=-4V

4 ,1(:_‘,’04/ .
7 W
&l
2 A
LS 2z
’?0
102 =5
6 7

o ®

0 05 1 15 2 25 3 -vgv

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE

VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension

base-émetteur

_\/C =

0 05 1 1.5

3 —VBE(V)

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE

VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

f du fonction du courant collecteur
~VCE sat T ~VBE sat — T
[{Y! e V) e
To= 10 ——=10
B B
3 T 3
2 2
1 §° 1
< J
//" 43 toase = 25°C |
Py o
r4 //q' -
& 5 - —100°C
& case ‘ l l
0 l o ||
2 4 68 2 4 8 2 4 2 4 68 2
10-2 101 1 0 —IC(A) 102 10.1 _IC(A)
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BDX 18,BDX 18 N

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSIENT THERMAL.-RESISTANCE DERATING
COLLECTOR-BASE VOLTAGE FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Capacité de sortie en fonction de la Facteur de réduction de Ia ique en
tension cotiecteur-base régime d'impulsions
Caz T K
(pFl togse = 25°C 4 J
8 8 e —
> L+
6 6 5, = Ot

ya
\
\
g
(4
N\
N

o

o\
\
NN

o
E-
N\
RN
A AN
\g,

\ 5 ==
/ T
2 2 ' Zn=KRy ||
102 \ 10! O
2 4 6 8 2 4 6 8 5 s 2 F 2
100 10" T Vgl 1087 1047 10% 1077 10 100 Ty sec)
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PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL BASE
TRANSISTOR PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE

Compl. 2N 3442

*B0X 20

- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

- High current fast switching
Commutation rapide fort courant

- Thermal fatigue inspection
Contréle en fatigue thermique

Dissipation and |g/g derating
Variation de dissipation et de /g/g

K Preferred device

Dispositif recommandé

VCEO —140V

|c -10A

Peot 1MM7W

Ren(i 15°C/W  max

th(j-c) .

h21E (3 A) 20 - 70

fT 0,8 MHz min
Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages

100% Bottom view
| Vue de dessous  E
HRAN
75
T o
| \fO’
l 7
50 — o
|
N
25 N
|
|
o Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
0 50 100 150 ‘:case(OC) Masse Le collecteur est relié au boltier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires)
Collector-base voltage Vv
Tension collacteur-base cBO -160 v
Collector-emitter voltage v _
Tension collecteur-émerteur CEO 140 A
Collector-emitter voltage = v _
Tension collecteur-émetteur VB E 15V CEX 160 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso -7 v
Coltector current |
Courant collecteur C -10 A
Base current | _7 A
Courant base B
Power dissipation
Dissipation de puissance PIOI 17 w
Junction temperature t
Température de jonction max ] 200 °C
Storage temperature min t —65 oC
Température de stockage max stg +200 °C
74-10 1/7
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BDX 20*

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C {Unless otherwise stated)}
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current Veg =—140V \
Courant résidusel collecteur-base lg =0 cBO -1 mA
Vg =—140V . A
Vgg =15V - m
Collector-emitter cut-off current ]
Courant résiduel collecteur-émetteur — CEX
Ve =-—140V
Vgg =15V -10 mA
toase — 190°C
Emitter-base cut-off current Vg =-7V |
Courant résiduel émetteur-base | c = EBO -5 mA
Collector-emitter breakdown vottage | I = —200 mA *
Tension de claquage collecteur-émetteur I: = VEEO(sus) -140 v
Collector-emitter breakdown voltage | ¢ =—100mA *
Tension de claquage collecteur-émetteur Ve =+1,5V VCEX(SUS) -160 v
Vee =4V 20 70
lg =-3A
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant
Ve =4V 10
I =10A
Il =-3A v
g =-03A . -1
Collector-emitter saturation voltage v
Tension de saturation collecteur-émetteur CEsat
lc =—10A
g =-2A -5 v
Veg =4V 1,7 v
Ic =-3A " '
Base-emitter voltage vV
Tension base-émetteur BE
Vap = -4V
CE _
e =-10A 5.7 M
* Pulsed t,=300pus 8 <2%
Impulsions
2/7
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*BDX 20

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

{Unless otherwise stated)

— o

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signatx) tcase =25°C (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

T ivion 1 VCE =-10V

ransition frequency _
Fréquence de transition ‘C - _1, A fT 4 MHz
f = 1'MHz

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance

Résistance thermique (jonction-boitier) Rth(i-C) 1.5 °crw

THERMAL FATIGUE INSPECTION

Permanent inspection of soldering quality between
siticon chip and header provides maximuim insurance
against thermal fatigue.

Pulsed test :

10 000 cycles

“on'' : 2 minutes {0+ 48 W)
"off’ ;1 minute (48>0W)
Tease = 100°C max
Dtaee ™= 85°C max

CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE

Le contrdle permanent de la qualité de la soudure entre la
pastifle de silicium et 'embase confére au transistor un maxi-
mum de garantie contre la fatigue thermique.

Contrdle cyclique :

3/7
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BDX 20*

(A)

50

20

10

05

0,2

0.1

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

&
e e cmfn “,
TN S I
N\ N NN N
— \'@{a s
A wSeN
% )
K
N N,
AN
\
toase = 25°C \ N
CONINUOUS rmmemsmmmiss \ N
Continu \
——Pulsed \“
—/Impuisions \
1 2 5§ 10. 20 50

190 200 500 Veg (V)
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*BDX 20

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-

EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

e
A -
/' 1 Bt
P
~
// 06~ J "]
A
' et
p. 5 A
V /‘P""I’
Q’iA proseness|
posaet”
r 1A
jgERErD e
0,06 A
5=
0 2 4 6 8 VeVl

{mA)
180

140

100

60

20

COLLECTOR CURRENT VERSUS COtLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

collecteur-émetteur
—
2T
g7 1/ /] )
4 §? 5 /,
ﬁ
y& 4 QVZ ]
)94 ,%
// Y
- /
p //
yd g
[ —
o 50 100 150 VeeW!

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base

22b

{pF}

10

10°

4 8 vuglv)
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BDX 20%*

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation collecteur-émetteur en
fonction du courant collecteur

VCEsat
V)

1.6

Lo = 72557

"] .

N
S

c"‘?e

|
\\
X,

4 68 2 4 68

VBEsat
(V)

0,5

R 0 2 46
107! 10 IgtA)

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en
fonction du courant collecteur

Lease
,/
== |

L1 xces?

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

21E

\ v

Cl

|

E

|

|
av

150

N
TN

50

2

4 6
IC(AD

2 48
IC(A)
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*BDX 20

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de Ia tension base-
émetteur
e = ko —
FVae =4V —
m o CE 717 Vep=—4V|
< YV
4 o 6’0——
4 /\"L 2
s
* VLl |
102 /
8
6 V4 15 }
a 1( (
/ | /
2
/ 1
10 ,/
8 = 28°C
6 { ‘case"l foe
4 0,5 4’\0300
2 P Y ease,
10° 0
2 468 2 468 2 68
o 05 15 2 Vgg gV 102 10! 10° 1glal

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de Ja résistance thermique en
régime d'impulsions

N
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NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA *BDY 23 ,180 T2
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES b 3 BDY 24 18‘] T2

*BDY25,182T2

K Preferred device
Dispositif recommandé’

- LF large signal power amplification 60 V BDY 23- 180 T2
Amplification BF grands signaux de VCEO 90V BDY 24 - 181 T2
puissance o 140V BDY 25-182T2

- High current fast switching | 6A
Commutation rapide fort courant C

Ptot 87,5W
Rth(j-c) 2°C/W  max
15-45 modéle A
h21 E(ZA) 30-90 modédle B
75-180 modéle C

Dissipation and lg/g derating Case TO-3 — Seeoutlinedrawing CB-19 on last pages

Variation de dissipation et de I g, /8 Bofitier Voir dessin coté CB8-19 derniéres pages

100% T

\\\\\ )
75 N e
i
\\
60%
50 \\
25
\ B
Weight : 14,4 q Collector is connected to case
o] 50 100 150 tcﬂse(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t — 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
BDY 23 BDY 24 BDY 25
180 T2 181 T2 18212

Collector-base voitage A"}

Tension collecteur-base CBO 60 100 200 v

Collector-emitter voitage v

Tension collecteur-émetteur CEO 60 90 140 v

Emitter-base voltage \Y]

Tension émetteur-base EBO 10 10 10 v

Collector current

Courant collecteur lc 6 6 6 A

Base current

Courant base 's 3 3 3 A

Power dissipation — 950

Dissipation de puissance tease™ 25°C Prot 87,5 87,5 87,5 w

Junction temperature ) o

Température de jonction max tl 200 200 200 C

Storage temperature min tyg —65 —65 —65 °C

Température de stockage max +200 + 200 +200 °c

745 1/9
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*BDY 23, 180 T2, *8DY 24, 181 T2, *BDY 25, 182 T2

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vep= 60V
CE BOY 23 1 mA
. Vapr=90V
Collector-emitter cut-off current CE | A
Courant résidual collecteur-émetteur IB =0 CEO BDY 24 1 m
Vo= 140V
CE BDY 25 1 mA
lg =0
Vap=60V BDY 23
CE
Vpe=0 180 T2 08 mA
Collector-emitter cut-off current Veop=100V 1 .
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE =0 CES ?g 1Y -?g 1 mA
BE
V=180V
CcE BDY 25 1
Vge=0 182 T2 mA
Emitter-base cut-off current Vegg=10V
Courant résiduel émetteur-base 1 c = : EBO 1 mA
BDY 23
180 T2 | 60 v
Collector-emitter breakdown voltage ‘C =50 mA v * BDY 24
Tension de claquage collecteur-émetteur |B = (BR)CEO 181 T2 90 v
B8DY 25 v
182 T2 140
BDY 23
180 T2 | 60 v
Collector-base breakdown voltage Il =3mA v * Bpy 24
Tension de claquace collecteur-base g =0 (BRICBO 181 T2 | 100 Y]
BDY 25
182 T2 | 200 v

* Pulsed t.=300us 2%
Impulsions

2/9
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*BDY 23, 180 T2, *BDY 24, 181 T2, *BDY 25, 182 T2

STATIC CHARACTERISTICS t < 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf jndications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
- A 55
|VCE: : X B 65
¢ - c 90
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant
A 15 20 45
,VCE =4V B 30 45 90
c =24 c 75 82 100
BDY 23 1 v
180 72
Collector-emitter saturation voltage e =2A Vegsat ¥ | BDY 24 0.6 v
Tension de saturation collecteur-émetteur IB =025A 181 T2
8DY 25
182 T2 0.8 v
BDY 23
180 T2 2 v
Base-emitter saturation voltage le =2A Vggsar ¥ | BDY 24 12 v
Tension de saturation base-émetteur lg =025A 181 T2 !
BDY 25
182 T2 1.2 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
T . f Vc‘:= 15V
ransition frequency =
Fréguence de transition lc =05A fr 10 MHz
f =10 MHz
. i =5 A
Turn-on time ty+1
Temps total d’établissement |B =1A d7 03 05 us
(fig. 1}
1 =5A
Turn-off time f =1A t+t 15 2 s
Temps total de coupure |B1 =_05A 5Tt ’ s
N B2 4
(fig. 1)
* puised 4L =300us 2%
Impulisions
3/9
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*BDY 23, 180 T2, *BDY 24, 181 T2, *BDY 25, 182 T2

THERMAL CHARACTERISTICS ¢ = 25°C
CARACTERISTIQUES THERMIQUES case

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Junction-case thermal resistance Ry
Rési: thermique (i ion-boitier) thij-c) 2 °C/w
SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
te T—T TT T T — T
(A} |-
5 —— BN 300 us
N SN
N
1
2 ‘orila
‘ \'.’ﬂ ‘
\\ \1 \
\
1 h 1
1
|
_.H\' "
0,5 “
1\
W\
\)
0.2 | case =25°C 1
[ \!
Continu
P
01 | Enimpmien
0,05 BDY 23
BDY 24
BDY 25
0,02,
0,01
1 2 5 10 20 50 100 200 VeV

49
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*BDY 23,180 T2, *BDY 24, 181 T2, *BDY 25, 182 72

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS

CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

Generator
Générateur

Repetition frequency <500 Hz

@—

Fréquence de répétition

I81
t < 20ns

Figure 1

C=8uF RB2 =50 o —®
Oscilloscope
QOscilloscope
2 = MQ

C = 20pF
t. < 20ns

6/9
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*BDY 23, 180 T2, *BDY 24, 181 T2, *BDY 25, 182 T2

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension

| c collecteur-émetteur
(A) [180T2-BDY 23
classe B pe
o
a0
4 /4 L1
20
= et LS W e
3 / ol %‘)“‘/‘*//
g A L —
// ’\00 wh el
. g /r
s0mA |
——
\q =20 mA
1 8
—t""1
0
0 1 2 3 VetV
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension
|, collecteur-émetteur
(a) [182T2_BDY 25 [
classe B (S
e
4 P
1 5 N
1~ /// =
3 ] ; e
S L~
P’ T N
2 Nt
——
L1 | A
—~20m
/ et
1 - -
L~
0 i
0 1 2 3 VegV)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de Ia tension

| ¢ collecteur-émetteur
(A) | 181 T2 -BDY 24
classe B K
1
S
'300«\ //
4 750 b -~
T 900 wb
L~ A LT
o
180
3 r/ / -~
A st
s I
/ —T som® al
2 o e
///
A
g ,|B=7.0“‘ —
1
-1
[/
0
0 1 Y 3 VeV
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
?ASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value}
ension émetteur en f de ia
Vg résistance base-émetteur (valeut minimum)
) To = 200 mA
teas = 25°C
200 [ BRY 28
175
150 e -
125
100 BDY 24 e
75
50
25
0
1 5 5 2 5 2 5
10 102 10% 104 Rggia)
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*BDY 23, 180 T2, *BDY 24, 181 T2, *BDY 25, 182 T2

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR GURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique

d_u rapport de transfert direct du

h courant en fonction du courant collecteur h courant en 1t du
21 LT 21E T T fcase = 100°C
Veg= 4V \Vcs = f v
120 -~ '14 120 // ] ‘1 l I
100 c 100 / . \
80 /T\ 80 / 7/ +T \
A
B 7
=TT \ 60 / / o \ N\
60 r g T v // 4
A
A/( / f/ 4—;-\\\\ VA/ \
AT N W, 7% \
AT \ L/
Z el N\ |
20 X\N‘ 20
0 0
2 4638 2 4 68 2 4 68 2 468 2 468 2 4 68
10 102 10° 1gimA) 10! 102 10% ItmA)
3?)SL§|_(A38’E?RENT VERSUS BASE-EMITTER (EIOLLECTOR CURC?EENT VERSUS BASE
MITTER VOLTA
| Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
B émetteur e base-émetteur
mAlg e =av T ” mA}8iVeE =4V T a1 oo
s CE I{) P4 » y 6 CE GD':( ) BD»( A
a “12 Vi S a , 95 __|
»y /\@o & 4 o 2
2 2/, 7 2 Y 7
gé"/ & 2 4 ( o
(vd &/ §
102 z 103 -
: i B
T/ F P
4 1, 4 1 l
. ) b
i
10" 102 iy
: 8 fIT]
a s TH
i Ih
: 2 HT
100 10 I 1
0 04 08 12 16 2 vgm 0 04 08 12 16 Vgev
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*BDY 23, 180 T2, *8DY 24, 181 T2, *BDY 25, 182 T2

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION YOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de en
VCE sat f du
[\"2 2 | T !
I£ =10
N
. | tcase = 25°C
1.8

1,2

f—

0,8 /

0,4 A o
£ > A
BDY 23 et )
0 T

1 2 4 68 2 4 68 2 468
10 102 108 I(ma)

+OLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de i en
fonoti P

VCE sqr fonction du co

(v) Ic

-——=10

Is

tegsn = 100°C
[l 1

1,6

08 /

0,4
R 12 (A

2

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-ématteur en
f jon du e
BE sat
v) T
=10

v

£
's
toase = 25°C

1,0

1.2

%
0,8 1 ) q?"’» -
‘ . 74 [_
BDY 23 3

\\

0,4

2 4 68 2 4 68 2 468
10! 10? 10° IgimA}

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en
vV, fe ion du
BE sat - T
V) [
= 10
B

tease = 100°C
1'6 [

4
LT A
30:‘/ ’l/

3

0,4

2 4 68 2 4 68
10! 102 10°
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*BDY 23, 180 T2, *BDY 24, 181 72, *BDY 25, 182 T2

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

NSITION FREQUENCY VERSUS QUTPUT CAPACITANCE VERSUS
ggﬁLESCT(?R CURRENT COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Fi de transition en f ion du Capacité de sortie en fonction de I3
f  courant collecteur 022b tension collecteur-base
MH
Mz =15 v (pF)
8
17,5 -
6
15
B
12,5 a N

\\\ \
T~ \

10

7.5

5 \k
~
2,5 N
~
0 102
2 4 68 2 4 6
o 2 4 6 8 IC(A) 10° 10! V(V)
CcB
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS CURRENT
Facteur de réduction de 13 résistance thermique en Temps de commutation en fonction du
régime d'impulsions ( ‘s) courant collecteur )
R - ” —
K i 8 Vg =30V, t=10pus
— ' ]
6 - 7 6 C_g _C 10—
L=5 _C_19
S, o // IB1 IBz
a4 ,/ r's
T Ly
Bics?’
2 M A/ 2 ]
A//// ﬁ_\_‘ .
- / s
10! 10!
8
6 5 _lli 6
T
4 A Z, =KR 4 Atlon
/ th — th //r/
_l_ t
102 10°
2 B8 2 6 2 5 52 § .2 051 2
105" %% 10 "2 S0t e 8 4 5 6 A
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NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES

*BDY 26,183 T2
*BDY 27,184 T2
+BDY 28,185 T2

- LF large signal power ampiification
Amplification BF grands signaux de puissance

- High current fast switching
Commutation rapide fort courant

Dissipation and Ig/g derating

K Preferred device
Dispositif recommandé

180V BDY 26,183 T2
Veceo 200V BDY 27,184 712

250V BDY 28,185 T2
I 6A
Piot 875W
Rth(j-c) 2°C/W  max.

15-45 modéles A
ha1e(2 A) 30-90 modéles B

75 - 180 modeéles C

Case TO-3 - Seeoutlinedrawing CB-19 on last.pages

Variation de dissipation et de Ig/g Boftier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages
100% Bottom view E
| Vue de dessous
1
BN
Y s
<
S
50 ‘o, }\ <D
| \ \ i
| 9
25 Jl 30%
B
l
Weight : 14,49 Collector is connected to case
o 50 100 15| Masse Le collecteur est relié au boitier
tcasel °C)
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 256°C (Unless othervvise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES DUTILISATION case (Sauf indications contraires)
BDY 26 BDY 27 BDY 28
183 T2 184 T2 185 T2
Collector-base voltage Vv
Tension collecteur-base CBO 300 400 500 v
Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEO 180 200 250 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 10 10 10 v
Collector current
Courant collecteur |C 6 6 6 A
Base current |
Courant base B 3 3 3 A
Power dissipation —
Dissipation de puissance tcase 25°C Ptot 87,5 87,5 87,5 w
Junction temperature .
Température de jonction max. b 200 200 200 °C
Storage temperature min t —65 —65 -65 °C
Température de stockage max. stg +200 +200 +200 °c
73- 10 1/9
THOMSON - CSF
561

DIVISION_SEMICONDUCTEURS,
= ©




*BDY 26, 183 T2, *BDY 27, 184 T2, *BDY 28, 185 T2

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

case =29°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Ve =180V
| CE_ 0 BDY 26 1 mA
B
. Ve =200V
Collector-emitter cut-off current CE !
Courant résiduel collecteur-émetteur 'B =0 CEO BDY 27 1 mA
Ve =260V
CE BDY 28 mA
g =0 1
Vap =250 V
BE - BDY 26 . mA
Vge =0 183 T2
Collector-emjtter cut-off current Ve =300 V |
Courant résicuel collecteur-émetteur VEE =0 CES ?:4YT227 1 mA
Vap =400 V
CE - BDY 28 1 mA
Vge=0 185 T2
Emitter-base cut-off current Vgg=10V
Courant résiduel émetteur-base lC = |EBO 1 mA
BDY 26
}
183 T2 180
BDY 27
i 50 mA 184 T2 200
Collector-emitter breakdown voltage =323Um BDY 28 A X
Tension de claguage collecteur-émetteur ICB: =0 V(BR)CEO 185 T2 A 250
BDY 28B| .,
185128 | 20
BDY 28C| ..
185T2¢ | 20
BDY 26
18372 | 300 v
Collector-base breakdown voltage- lc =3mA * BDY
Tension de claquace collecteur-base g =0 V(BR)CBO 184 T227 400 v
BDY 28
18672 | 500 v
* pylsed t,=300us 2%
Impulsions t
2/9
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*BDY 26, 183 T2, *BDY 27, 184 T2, *BDY 28, 185 T2

STATIC CHARACTERISTICS t =250C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg=4V A 55
io=1A B 65
c =
c 90
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert hotE
dirgct du courant
Vo4V A 1% 20 45
0 CE™ 2A B 30 45 90
c - c 75 82 100
BDY 26 0,6 v
183 T2
Collector-emitter saturation voltage e =2A Vegsat ¥ | BPY.Z 0.6 v
Tension de 7 e : lB =0,26A 184 T2
BDY 28
185 T2 0.6 v
BDY 26 12
183 T2 ’ v
Base-emitter saturation voltage Ic =2A Vggeat ¥ | BDY 27 12 v
Tension de ssturation dase-énetteur |B =0,25A 184 T2
BOY 28
185 T2 12 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vep= 15V
Transition frequency | CE .
Fréquence de transition c - 05A T 10 MHz
f =10MHz
Turn-on time le =5A bt
Temps total d’établissement 1 g =1 A d™ r 03 05 us
{fig. 1}
IC =5A
Turn-off time I =1A t+t
Temps total de coupure |B1 =_05A s” Ot 18 2 Hs
{fig. 1) B2 ’
* puised t=300us 2%
Impulsions P
3/e
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*BDY 26, 183 T2, *BDY 27, 184 T2, *BDY 28, 185 T2

THERMAL CHARACTERISTICS - 25°C {Untess otherwise stated)
CARACTERISTIQUES THERMIQUES case (Sauf indications contraires)
Junction-case thermal resistance Renij-c) 2 °oC/W
Résistance thermique jonction-boitier) ¢

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

(A} —] ——
x
7
N\ 2 RIS i
5 NS I&;: % A h: 1T
NG SE IR
2 A\ ved ! lT
NN VAR 1]
2 J A )‘ Ll 1 T
h \
\ NILY Y
YA
1 AN A
= Nt
T 1 NSOV VR
i A\T\ 'I
\ H
05 ] N 4‘\\\ ¥
— \ HA
| i \\\\.7‘
A\ \
0z AN

tease = 25°C

oz
AEAE IR
milli.

0,1 [ Continuous
|- Continu
}" Puised
0,05 - tmputsions === 7T — ]
- N
0,02 BDY 26-L —
BDY 27— |
BDY 28
0,01 I L
10 20 50 100 200 500 VgtV
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*B8DY 26,183 T2,*BDY 27,184 T2,*80Y 28,185 T2

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

Figure 1

Oscilloscope
Generator Oscilloscope
Générateur
. Z 2 1MQ
Repetition frequency < 500 Hz C = 20pF
Fréquence de répétition ~ P
t, < 20ns
|B1 z 1A
t, < 20ns 10 us
Vee=+50V

5/9
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*BDY 26, 183 T2, *BDY 27, 184 T2, *BDY 28, 185 T2

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- Eﬁ';#é’.{?,%f?ﬁéé“’ VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

Courant collecteur en fonction de /a tension
| c collecreur-émetteur 1

(A) |eoY 26 BDY 26
BDY 27 / BDY 27
BDY 28 00«\"‘ / BDY 28
4 Ao St e e
0 L
o
/ 200 /
/ ot
/i M ] 25mA ey
3 Yy e T f 120 - —
e —
2 mA
1
2 /so“l"‘/ %
1,5 mA
—| 20 A e — |
3 e, 40 y
— 1 mA
1
500 pf\
(] 0 |
0
0 1 2 3 4 Veglv) 20 40 60 80 veevi
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
BASE-EMITTER RESISTANCE Valeur statique du rapport de transfert direct du
Tension en f jon de la en ft ion tu e
\:S)E résistance base-émetteur = h21E T AT
1 = A -
H l e 150 . Veg=2V
'
BDY 28 K N\
500 4
| &/ \
L)
BDY 27 \
400 <
TN 100 7 {,ﬁ::.B\
BDY 26 \ \ .t oW N
300 N H/
\ \ N //
200 5 50 ,/ e
/ 1258 ot ‘\\
4 = S
100 rad
L
0
025 285 286 25 265 22 46812‘6802 N
10 10° 10 1a(A)
10° 10" 102 10® 10* 10° R@ c
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*BDY 26, 183 T2, *BDY 27, 184 T2, *8DY 28, 185 T2

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur slauqul du rapport de (ransfelt direct du

en ft ion du
1€ [BDV 26 A.ST A28 A TTT
BDY 26 B,27 8,28 B le
BDY 26 C,27 C,28 C™ [/ \
Veg =4V y i
80 | tease =25°C / } l ‘\
ANY:NE\
% TN
| A / A
-
0 / // / —H\\
1;// d \
\
20 /
0
2 4 68 2 4 68 2 4 6
10 102 10° folma)

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
émetteur
I
8 —_ ] | D
(ma) | VCE=4VY I L7
BDY 26 y '
4{gpy 27 — g / /[;G
BDY 28 N:% / 7
2 oy ¥4
:1/
102 &
8 I
: Vi
4
2
]
10 14
s 11
2
10° I
0 0,5 1 15 2

VBE(V)

h
21
Elveg=av 1
tease = 100°C o
120 BDY 26 A,27 A28 AN
DY 26,278,288 \
BDY 26 C,27 C 28 C,

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

100

" AN
/

/!

/
60 4 / A&
%
/]
MR/ \
20 ,//
0
101 2 4 65102 2 q 52;03 2 4 6|CB(mA)

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de ia tension
base-émetteur

c Veg =4V
A) CE
o 7 BDY 26
a BDY 27
o 4 BDY 28
2 /\QS
108 4
s £
&
° o
4 &
jll
2 1
[l
2
‘l()s 4
ek
4
2
10!
0 04 08 12 16 VgVl
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*BDY 26,183 T2,*BDY 27,184 T2,*BDY 28,185 T2

AN

2 5 2 5 .25 ,2 5 .2
. 1072 1071 xp(sec)
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NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA * BDY 53
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES * BDY 54

K Preferred device

Dispositif recommandé
- LF or HF large signal amplification
Amplification BF ou HF grands signaux
. . 60 V BDY 53
- High speed switching Veceo {
Commutation rapide 120V BDY 54
Ic 12A
Ptot 60 W
Rth(j-c) 2,9°C/W max.
fr 20 MHz min.
Dissipation and lg/g derating Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages
Variation de dissipation et de Ig/p Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages

100%

75

|
|
1
|
50 —— I
]
|

% \ =3
30%

25 Bottom view B
Vue de dessous
|
1 Weight : 144¢ Collectar is connected to case
‘50 100 150t (°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 26°C (Unless otherwise stated)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)

BDY 53 BDY 54

Collector-base voltage

Tension collecteur-base VCBO 100 180 v
Collector-emitter voltage VCEO 60 120 v
Tension collecteur-émetteur

Emitter-base voltage Y]

Tension émetteur-base EBO 7 7 v
Collector current |

Courant collecteur c 12 12 A
Base current |

Courant base B 5 5 A
Power dissipation = 950 P

Dissipation de puissance tcase ¢ tot 60 60 w
Junction temperature t. °
Température de jonction max. ) 200 200 ¢
Storage temperature min. t —65 —65 °C
Température de stockage max. stg + 200 +200 °C

74-6 1/6
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*BDY 53, *BDY 54

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tegse = 25°C

{Unless otherwise stated}
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
VCE =100V
VBE =-156V BDY 53 15 mA
toase = 150°C
Collector-emitter cut-off current leex
Courant résidue! collecteur-émetteur
Veg = 150 vV
VBE =-15V BDY 54 15 mA
toase = 150°C
Emitter-base cut-off current Vgg =7V \
Courant résidue! émetteur-base | c = 0 EBO 3 mA
Collector-emitter breakdown voltage | 'c = 100mA v *| BDY 53 80 v
Tension de claquage collecteur-émetteur IB = CEO(sus) BDY 54 120
Static forward current transfer ratio =15V
Valeur statique du rapport de transfert VCE s h21 E 20 60 v
direct du courant IC =2A
1 =4 A
Cc
Iy =0,4A 11 v
Collector-emitter saturation voltage VCE t *
Tension de saturation collecteur-émetteur sa
IC =7A 22 v
lg = 14A !
t =4A
o 2 \'4
‘B =04A
Base-emitter saturation voltage v *
Tension de saturation base-émetteur _ BEsat
le = 7A 25 v
IB =14A
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vogp =4V
Transition frequency CE -
Fréquence de transition lc: =05A fT 20 MHz
f = 10 MHz
Turn-on time lg =5A
Temps total d’établissement |B1 =1A td * tr 0.3 Hs
! c = SA
Turn-off time I =1A o+t s
Temps total de coupure l:; — -05A s f 18 a
* Pulsed 1o =300us 8 < 2%
Impulisions
2/6
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*BDY 53, *BDY 54

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

C
(A)
60
40
20
i e
o \- 2
5 SO\ ~\“ RN %,
NN
AR A
N \\\\\ \ j‘\
Sl
’ \\{o\% %
1 2N
AMNAVK
0.6 A
' P
0,4 t
Y
0,2 N 1l
0,1
0,06
0,04 + tcase = 25°C
Continuous —
| Continu
002 Pulsed — BDY 53 —»
Impulsions BDY 54
0,01 L . " s 1 J |
1 2 4 6 10 20 40 60 100 200 400 VeetV)
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*BDY 53, *BDY 54

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions f
Conditions de mesure Vin. Typ. Max.
Junction-case thermal resistance R °
Résistance thermique (jonction-boitier) thij-c} 29 crw
SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS )
CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)
Generator
Générateur
Repetition frequency < 500 Hz
Fréquence répétition
t, <20ns
p
Oscilloscope
Osciltoscope
= - =1
C=8uF Rgp=5Q ® ¢ = 20pF
o —— i
Joa  [Pe-vn
VBB =| .4
0,1 uF 10% uF VCC +50V
+ -—
181 and 182 mesured with Tektronix probe P 6021 and Amplifier type 134
/g1 et g2 sont mesurés avec une sonde Tektronix P 6021 et Amplificateur type 134
4/6
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*BDY 53, *BDY 54

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-

EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de /a tension

'C collecteur-émetteur
= T T &
I
/ ra0 A L
4 / /
" | 120mA
100 mA
3 A
60 mA" i
framameret
2 = il |
40 mA
1
1
/ 1g=20mA
0
0 1 2 3 v

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT |

Vsleur statique du rapport de transfert direct du
en f ion du e

h21Ee
Veg =4V

90

80

N
]
J

70

N

60

AN

==30°C

case = 25

50
40
W

20

case

|

10

2 4 6 8 2 4 6
1071 10° Igtal

|c collecteur-émetteur
_— T
(al tcase = 25°C 140 0P et
l
4 | 120mA | el
/) 1 100 mA
/1 - SA
/ 80 m. I
s /_,_I/'
L~
60 mA
"
2 20 mA
 amul|
1 Ig= 20 mA
0
0 5 10 15

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

VCE(V)

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE
Courant Hase en fonction de Ia tension base-

émetteur
BDY 54 |__
Vep =4V
/
1/

i

0,5 1 1.5 2 2,5 VBE(V)
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*BDY 53, *BDY 54

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
EMITTER VOLTAGE VERSUS COLLECTOR CURRENT
Courant collecteur en fonction de la tension Tension de saturation collecteur-émettéur en
base-émetteur | fonction du courant collecteur
1 [
T >~ —
) [eovsal [ 1o o< (A) [ o =25°C
Veg =4V b = 1
6 7 Al C_10
“‘0"% s
a V 1.6
1,4
2
/ / 1,2
100 1 1
111 0.8
6 !
a [ 0,6
04 /
2 d
02 L
10! 0
2 4 68 2 a
0.4 0.8 1.2 1.6 2 Vgetv 107" 10° VeesartY)
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
VERSUS COLLECTOR CURRENT FACTOR UNDER PUL.SES CONDITIONS
Tension de saturation base-émetteur en Facteur de réduction de la rési: hy ique en
fonction du courant collecteur régime d’impulsions
IC K
(A) [togee = 25°C { - [ Let=
I
B_
==10 6-6=05 =
16 ° al+ Il 4
/ 5=02 ///7
14 7 fr AN/
/ 528
1,2 o2 /
]
1 S
1 107"
/ s 4
|
0.8 6 5 =20
T
0,6 4 ;}9 Zih =K Ry
&
0,4
2
0,2
0 102
12 4 68 2 4 2 8 ,2 B .2 5 2 6 2
10 10° VeEsar!V) 105 104 103 102 107! tplsee)
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NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA * BDY 55
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES % BDY 56

% Preferred device
Dispositif recommandé

- LF large signal power amplification

Amplification BF grands signaux de puissance VeEo { 60V BDY 55
- High current fast switching 120V BDY 56
Commutation rapide fort courant Ic 15 A
- Thermal fatigue inspection Ptot nrw

Contrblé en fatigue thermique
o
Rth(j-c) 1,5°C/W max.

h21E(4 A) 20-70

fr 10 MHz min,
Dissipation and IS/B derating Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages
Variation de dissipation et de /S /B Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages
100 % Bottom view

Vue de dessous

785

50|
\ N30 %
25| \

V/
R4
¢b\o"\

B
Weight : 1449 Collector is connected to case
o 50 100 150 ¢ . (°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t...=25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires)

BDY 55 BDY 56

e oo Veso 100 150 v
Ao VcEO 60 120 v
S iiig Vego 7 7

e e Ic 15 15

et Ig 7 7
Z?l!f,f.',?fn‘i‘j",fu‘ﬁ"m, tcase = 25°C Ptot 117 17 w
FAGR il max. y 200 200

itorage temperature min, tstg —65 —65 °C
empérature de stockage max. +200 +200 °Cc

74 -1 177
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*BDY 55, *BDY 56

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

togse = 25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
=30V
:/CE 30 BDY 56 0,7 mA
Collector-emitter cut-off current B - i
Courant résiduel collecteur-émetteur CEO
Veop =60V
CE BDY 56 0.5 mA
g = 0
VCE =100V 5 mA
VBE =-15V
VCE =100V BDY 55
VBE =—15V 30 mA
o
tease = 150°C
Collector-emitter cut-off current 'CEX
Courant résiduel collecteur-émetteur
Vep =150V
Ve 1V 8 mA
BE =7
BDY
VCE =150V %6
Vgg = -15V 30 mA
o
toase = 150°C
Emitter-base cut-off current Vgg =7V | BDY 55 5 mA
Courant résiduel émetteur-base g =0 EBO BDY 56 3
Collector-emitter breakdown voltage lc =200mA Veeo(sus® BDY 55 60 v
Tension de claquage collecteur-émetteur |B =0 BDY 56 120
foe=2) 0w
Static forward current transfer ratio c = h *
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct di rant
C u cou. VCE - 4 V 70
le = 10A
‘C =4A 11 v
. 'B =04A
Coilector-emitter saturation voltage v *
Tension de saturation collecteur-émetteur CEsat
lc = 10A 25 v
IB =33A ’
Base-emitter voltage Vee =4V Vge * 1,8 v
Tension base-émetteur 1 c = 4 A
* Puised t, =300pus 86<2%
Impulsions P
2/7
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*BDY 55, *BDY 56

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition f Veg =4V
ransition frequency . MH
Fréquence de transition IC =1A fT 10 z
f = 10 MHz
H ‘ = 5 A
Turn-on time C
Temps total d‘établissement IB1 =1A 4+ ‘f 05 b
le =5A
Turn-off time - !
Temps total de coupure IB1 =1A Y 2 us
{ = —0,5 A
B2
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rusgs o
Résistance thermique (jonction-bofitisr} th(l'c) 15 cw
SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION
Generator
Générateur
Repetition frequency < 500 Hz
Fréquence répétition Oscilloscope
Oscilloscope
C=8uF Rps =58 Z Z1MQ
B2 ® C =20pF
'l t, <20ns
50 Rgy=10Q |Rc=102
10 us
t, <20ns
= +
VBB = 104 uF Vo +650 V
0,1 uf 8y s cc
T =
Ig1 abd g2 mesured with Tektronix probe P 6021 and Amplifier type 134
/g1 et Ig2 sont mesurds avec une sonde Tektronix P 6021 et Amplificateur type 134
3/7
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*BDY 65, *BDY 56

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
'C collecteur-émetteur | collecteur-émetteur
C
{A) T
{A) 10 PV
) ’
o
>
4 AT L 04
mA I
y s 8 M et
V | L
3 80 mA 0,3
L 5 mh
60 mA
) || 0.2
40 mA 4 mA
1 , - 0.1 A
|B =20m |B =2m
[
0 . ‘ 0
o] 1 2 3 4 VW) 0 10 20 30 40 Veev)
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE {minimum value) RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension é en f jon de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
VCE résistance base-émetteur (valeur minimum) f en fe ion du e
v) 21E
VCE =4V
150
60
™ fromten
~
N 1} // N
125 BDY 56 50 1
Y
2 <
a0 | Al

30

100 /wf/’//y A\
/|

\‘ 20

N BDY 55 10
50
| 0
2 4 68 2 4 68 2 4 2 4 68 2 4 68 2 4 6
10° 102 10° Rt 102 10! 10° Ic 1A
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*BDY 55, *BDY 56

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Caurant base en fonction de Ia tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
émetteur base-émetteur
g c
(mAlfv .. =4V ] e’ ANV =4V ol A 1 1A
6 |5 o LA I CE T =
. 1{1? P s P '// \0006
4 =
#/ = a | A
2 > =k y
V //4\ /
2 . ¢
10 8 7 /‘ ~ 2
6 II
4 o /
10
s /
z /
6
10! I
8 Ill, 4
1
a
2
2
10° 107!
0 05 1 1,8 2 Vee V) 0.4 0.8 1,2 1,6 2 Vg v}
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de i e en Tension de saturation base-émetteur en
v f jon du f ion du !
CEsat VBEsat
v T T V) | T
£ =10 C_10

! N ]

1.2 1.6

08 / /
/ y
/ 4
0,4 / 08 o 7
! : =25°C
=100°C // o V/
| tcase et oC (e
——— £78 —
1 o | —T 1 |
0 ] 0.4 il
10_1 2 4 6 8100 2 4 6 lc (A) 10_1 2 4 6 ?100 2 4 6 IC (A)
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*BDY 65, *BDY 56

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base

22b

{pF}

8

6

N
. \\
NG
N
\\

2 \‘\
10?

100 2 4 6 8101 2 4 6 VCB{V)
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Temps de commutation en fonction du
courant collecteur

t
{us) ] y
BDY 56
< 1
6 ™~ ts
~
-~
4
on
s
2
-1 t
f
10 —~—_

8

6

4

'e
2T~ "°
Vee=30V
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NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA BDY 57
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES BDY 58

- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de Vv 80V BDY 57
puissance CEO 125V BDY 58
- High current fast switching 1 25 A
Commutation rapide fort courant c
Piot 175 W
- Thermal fatigue inspection
Contr8lé en fatigue thermique Rth(j-c) 1°C/W max
hy1g(10A) 20-60
fr 10 MHz min
issipati i Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages
Dissipation and Ig/pg derating Boitier V:ir sessin coté CB-19 derniéres pages

Variation de dissipation et de 1g/g

100% Bottom view E
Vue de dessous

75

|

|

|

50 —1 '?'o\ D
R 8 \

| 30%

I ‘

]

!

25

B
° Weight : 14,49 Collector is connected to case
50 100 150,  (ogy Masse Le collecteur est relié au boitier
case
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tease = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (Sauf indications contraires)
BDY 57 BDY 58

Collector-base voltage v 120 160 v
Tension collecteur-base CBO
Collector-emitter voitage v
Tension collecteur-émetteur CEO 80 125 v
Emitter-base voltage
Tension émettsur-base Veso 10 10 v
Collector current lC 25 25 A
Courant collecteur
Base current |
Courant base B 6 6 A
Power dissipa.tion : — 950 P,
Dissipation de puissance tease= 25°C tot 175 175 w
Junction temperature t °
Température de jonction max 1 200 200 c
Storage temperature min te, —65 —65 °c
Température de stockage max stg + 200 + 200 °C

74 -3 1/8
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BDY 57, BDY 58

STATIC CHARACTERISTICS

t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions I
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current Veg=120V
Courant résiduel collecteur-base |E =0 ICBO 05 1 mA
Vap=80V
Collector-emitter cut-off current CE | 10 mA
Courant résiduel collecteur-bémetteur RBE =10Q CER
toase= 100°C
N Vep=10V
Emitter-base cut-off current EB |
Courant résiduel émetteur-base IC =0 EBO 025 05 mA
Collector-emitter breakdown voltage \
Tension de claquage collecteur-émetteur lc =100 mA \Y) CEO( )* BDY 57 | €0 v
lg =0 sush 1 BDY 58 | 125
Collector-base breakdown voltage 'C =65.mA %= | BDY 57 | 120
Tension de claquage collecteur-base IE =0 Vv (BR)CBO BDY 58 160 v
. ] =5 mA *
Emitter-base breakdown voltage E V(3RIEBG 10 v
Tension de claquage émettour-base ‘C = (BR)
Veap=4V
CE
e =10A 20 60 v
-
Static forward current transfer ratio VAc=4V &«
Valeur statique du rapport de transfert | CE ~20A h21 E 15 \'
direct du courant C
Vep=4V
Ic = 10A 10 v
toase™ —30°C
Collector-emitter saturation voltage g =10A V.. ¥ 05 14 v
Tension de 7 6 IB =1A CEsat , K
Base-emitter saturation voltage Ic =10A Vagsat* 14 2 v
Tension de saturation base-6metteu: |B =1A ’

* Puised 1, =300us & < 2%

Impulsions

2/8
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BDY 57, BDY 58

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) t = 25°C {Unless otherwise stated}
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition § Veg= 18V
ransition frequency -
Fréquence de transition IC 1A fr 130 MHz
f = 10 MHz
Turn-on time lc =15A i+t
Temps total d'établissement lg =15A d 025 1 us
lc =15A
Turn-off time ] =15A to+ 1 2 us
Temps total de coupure B1 _ '1 5A s
'g2 =1
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance
Rési hermique jonction-bo’ti Rihii-c) 1 °C/w
tp VCC== 75V
T 10% uF
[ 'B1 t
Ig S I | r—rb
| 5Q
B2
[}
‘B2
-— Oscilloscope Tektronix7603
or equivalent
Oscilloscope Tektronix 7603
? — J—— ou equivalent
Ve
t t
i
toff
Rg - Rp : non inductive resistances g1 and lgo mesured with Tektronix probe P 6021 and
t,: Pulsewidth = 10us Amplifier type 134
Form factor <1% 1gy 6t Igg sont mesurés avec une sonde Tektronix P 6021 et
Rise and pulse time <50 ns Amplificateur type 134

Rc - Rg : résistances non inductives

p Largeur d’impulsion =10 pus
Facteur ds forme <7%

Temps de montée et descente <50 ns

3/8
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BDY 57, BDY 58

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

c
(A)
50
2
(2]
20 AN N }C}"“%‘-‘ <
\ e oal; %
\ 0\4 4
v 1\\%1}4‘ AN
1) MY
10 2 i
N t
\ \ ) \
5
A\
\ Y A
\ [
9 N i\
tease = 25°C \ \L
1 [~ Continuous éAAv._ L

~ Continu

o \

I~ Pulsed ¥
051 Impulsions - Y
0,2

BDY 57 —
B
0,1 I?Y.58‘ . aN
1 2 5 10 20 50 100 200 500 Ve V)

THERMAL FATIGUE INSPECTION

Mounting silicon chip on a molybdenum header
bounds mechanical constraints and provides maximum
insurance against thermal fatigue.

CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE

Le montage de la pastille sur un support en molybdéne limite
les ¢ Z écani et fére au i un maxi-
mum de garantie contre la fatigue thermique.

Pulsed test : Contrdle cyclique :
10 000 cycles
"on” : 2 minutes (0> 70 W)
“off"; 1 minute (70>CW)
tease = 125°C max
Dtogge =110°C max
4/8

588




BDY 57, BDY 58

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

collecteur-émetteur
'c
(A)
500 oA
7
8 /] o F—""7250 mA
200 mA

4 100 mA
217 Ig = 50 mA
0
0 1 2 3 4 5 VCE\V)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

!

(m(l:\) 4]’5 mIA // ” BDY 58
. m.
A el // /
sma LA l
80 25 "‘lA /‘/ /
2mL 1 ,/,
il v
1,5 mA -
* 1 mA 4‘// // Lol |
0 = - yol /\?:/

0 40 80 120 160 Vgiv)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de Ia tension

collecteur-émetteur
Ic
{mA) BDY &7
200 mA
el /

N,

apmh [ L

el

mA
120

-
[=2]
o

T
|

A .~
2T |
| i
80 ‘2 mA —
(1.1 gzl
1] \
40 mA— T T = \
1
1 500 pA =1 Lo
0 ] By
0 20 40 60 80 100 VCE(V}

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

21E
VCE=4V
<
$
80 —}’x""b —
7/
.&7
60
4 AR
FatiEn
40 " I C N
[ N
o N\
1R =
/ ™ \
20 \\
0
2 4 68 0 2 4 68 1 2 4 68
107" 10 10 I (A)
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BDY 57, BDY 58

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)

Tension é en fi de ia
rési; base-é {valeur )
v
CE
) teage = 25°C
1 =200 mA
c
130
120 N
110 K\
100 \X
90 ‘\
80 -~
70
0 2 5 2 5 2 5 2 2 5
10 10! 102 108 104 Rgg (2
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value}
Tension en fi ion de la
résis base (valeur )
Vee
v} tease = 25°C
e =200mA
180
170
160
150 N
140 \\
N,
130 N
120—; 5 .2 5 , 2 5 2 2 8
100 10 10 103 104 Rgg (o)
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BDY 57, BDY 58

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE

Courant base en fonction de la tension base-

| émetteur

B
{mA}

8VeE =4V

6

COLLECTOR-E
VERSUS COLL

seV)

MITTER SATURATION VOLTAGE
ECTOR CURRENT

Tension de saturation collecteur-émetteur en
P

f ion du cou. 1
e
! 1
_C_-10
3| s
:|
W
2
2 £
1
<
Al Je
/'/ Y/ 4
2
—/ /// "é’l
0 ' l
- 500 2 4 6?01 2 468 a)

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de /a tension

base-émetteur

@
A =
8 Veg =4 V4
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& N ase:mo"c
2 © e
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s I 7

4
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10° 4
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I
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4

2
10°!

0 1 2 VgeV)
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en
fe jon du p

VBE)sa( : -
(v e 1o
's
3|
g’ /
i /
2 \g/
\
<
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1 4
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01"50 h 1 4 68 (A)
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NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA

TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES

* BDY 78
* BOY 79

- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

- Switching application
Application en commutation

Dissipation derating
Variation de dissipation

100 %

75 \

3K Preferred device

Dispositif recommandé

Vv 55 V BDY 78

CEO { 120 v BDY 79
Ic 4 A
Piot 25 W
Rth(j-c) 7°C/W max.
h21€(0,6 A) 25 - 100
fr 8 MHz min,

gaje TO-66 — See outline drawing CB-72 on last pages
oitic

Voir dessin  coté

CB-72 derniéres pages

Bottom view
Vue de dessous

\ E
¢.)
50 AN 9 o) ° 0O
i \ o
]
25— ™
! \ B
! Weight : 6,4 9. Collector is connected to case
[ 50 100 150t (°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) ¢ _ 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
BDY 78 BDY 79
Collector-base voltage \Y;
Tension collecteur-base cBO 90 150 v
Collector-emitter voltage V,
Tension collecteur-émetteur CEO 55 120 v
Collector-emitter voltage Vor = =185V v
Tension collecteur-émetteur BE ’ CEX 90 150 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base v EBO 7 7 v
Collector current |
Courant collecteur c 4 4 A
Base current | 2 9 A
Courant base B
Power dissipation t —. 25°C P
Dissipation de puissance case tot 25 25 w
Junction temperature X o
Température de jonction max tl 200 200 c
Storage temperature min t —65 —65 °C
Température de stockage max stg +200 +200 °C
73-1 16
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*BDY 78, *BDY 79

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

t = 25°C

case

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Veg = a0 v 1 mA
Vg = -15V
BDY 78
VCE =90V
Vge = -16V 5 mA
toase = 150°C
Collector-emitter cut-off current 1CEX
Courant résiduel collecteur-émetteur
VeE = 150 v 1 mA
Vgg = -15V
BDY 79
VeE = 150 vV
Vge =-15V 5 mA
toase = 150°C
Emitter-base cut-off current Vegg = v leBo 1 mA
Courant résiduel émetteur-base |C =
Collector-emitter breakdown voltage |C =100 mA V(BR\CEO* BDY 78 5,5 v
Tension de claquage coliecteur-émetteur ‘B = \ BDY 79 120
Collector-base breakdown voltage g =1mA v *| BDY 78 | 90 v
Tension de claquage collecteur-base g = (BRICBO | gpY 79 | 180
Ve =4V
CE 25 10
‘C =05A 0
Static forward current transfer ratio h *
Valeur statique du rapport de transfert 21E — e —
direct du courant
VeE = 4V 5
g = 3A
lg = 05A 4 v
IB =0,06 A
Collector-emitter saturation voltage VCEsa‘l *
Tension de saturation collecteur-émetteur
| c = 3A 3 v
'B =1A
Base-emitter voltage Ve = 4V v * 2 v
Tension base-émetteur | —~05A BE
c =U
* Pulsed 1, =30p §<K<2%
Impulsions P
2/6
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*BDY 78, *BDY 79

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour grands signaux)

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition frequency VeE = Vv f
Fréquence de transition |C =0,2A T 8 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance .
Résistance thermique (jonction-boitier) Rth(l‘c) 7 °C/W
SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE
IC
(A}
6
! AN Z
AV N ) e
N o\ e
LERARAA
2 \ %0%\%0 BN
K
ARAHAL
\ \ N N
\
NRHY
. NN NN
AY \
\
. X
06 [-tcase= 25°C ) A
Continuous \ \‘
[~ Continu _— \ AL
N| | M
0.4 [-puised
Impulsions o \\ \
N
N
0,2
BDY 78 —»
BDY 79 >
01 | A
1 2 4 6 10 20 40 60 100 200 400 Vg (V)
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*BDY 78, *BDY 79

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

c
(A) e
/ f e
A
04 3m
—_; 5 m}A
03 / 2 m|A
1 1,5mA
0,2 i
Vs 11 mA
0.1 a5 mA
0
0 4 8 12 18 Vel

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)

Tension , ur en 1 jon de la
v résistance base-émetteur (valeur minimum)
CE T T r.rr
(v} 1oase = 25°C
140 lc =100mAJ
130
120 NNL__BDY 79
110
100
90
80
70
60 BDY 78
50 T
2 468 2 4 68 2 4
101 102 10° Rge (¥

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

collecteur-émetteur
t
c T
(A) I - b
30 05
B R
14 L2
L1 A
1 P
s |
48 o mh
1'2 7, / Loarree=s]
/ 10 mA
—
[
0.8 /
IB =5mA
04 ]
0
0 1 2 3 4 VetV
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
h en fi ion du /
21E
VCE =4V
80
60 & N
N
4 ™
&06? < \
40 o
Y
; \
¢
20
0 4 4 2
2 68 2 68 4
102 107! 10" Ig (A
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*BDY 78, *BDY 79

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
émetteur
|B
{mA} VCE =4V
6
4
2 o0
%
|z o
2 22 G
10 e i Z \00"
6 7 R
e
4 7
2
/
10 /
7
8 // 7
a
2
100 /
0,6 0.8 1 1,2 14 VBE(V)

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en

£ ion du 1

VBE sat

v) Ta |

1,6

1,2 /

08 =125°C

0,4

10" 10°

6
IclA)

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
base-émetteur

c T ag
(A) Veg =4 V]
. |
4 2 2
teal 4\0@0
xcps?
2 /7
10° A/
s / 1/
o1 AL
) // /
AN,
107" / /
0,5 0,7 0,9 11 1,3 VetV

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en
v fonction du courant collecteur
CE sat
V)

LE

le _ 1o
lg

\\"\

08
0,4 > S /
e rffb
- =
0 — i I
2 4 6 8 2 4 6
107! 10° Ie A
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*BDY 78, *BDY 79

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base

Ca20

V)

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de Ia rési: h ique en
régime d'impulsions

K _
s L =288
e—-ﬁ:&s Earadlif,

»
]
ol 8 =03 1r ////
g
o .»”/’ /1
. 5= _”/ //
y
OQQ / 5 _ (p

10" o T
s L__q;/,/ Zypn =K Ry, ]
4 .
2 MRS W

2 8 25 5 25 28
105° 10¢° 907 02° 1077 00 tosec)
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NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASE BDY 80
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASE BDY 8 ‘l

Compl. of BDY 82 - BDY 83

- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance Veeo { 35V BDY 80
- Switching 50V BDY 81
Commutation Ic 4 A
Ptot 36w
Rth {j-c) 35°C/W max.
h21E (0,5 A) 40-240
fr 1 MHz typ.
Maximum power dissipation Plastic case TO-220 AB — See outline drawing CB-117 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boftier plastique Vioir dessin coté CB-117 derniéres pages
Ptot
W ba
N
30 +
| \
20 |
tlON
|
10—+ A fce
|
| Weight : 2g. Collector is connected to case
[+] 50 100 150 ease °c) Masse Le collecteur est relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) ¢ _250C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D°UTILISATION case (Sauf indications contraires)
BDY 80 BDY 81

B e oaage Veso 40 60 v
St cortanmes imotioay Veeo 35 50 v
S matgy Vgg=—=15V Veex 40 60 v
e e oy Vego 10 10 v
et e e 4 a A
eyl s 2 2 A
Drmioarion 2o pogmance Prot 36 36 w
i::ﬁ:&:ﬂ%ﬁﬁ max. % 150 150 o
Storage teiperature min. t —b5 -55 °C
Température de stockage max. stg +175 +175 oc

74-9 1/4
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BDY 80, BDY 81

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease =25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contrairas)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg= 20V |
Courant résiduel collecteur-émetteur |B =0 CEO 10 mA
Collector-base cut-off current Veg= 20V |
Courant résiduel collecteur-base 'E = CBO 0,2 mA
Emitter-base cut-off current Vgg=5V )
Courant résiduel émetteur-base |c =0 EBO 0.1 mA
= BDY 80 | 40 \
Collector-base breakdown voltage lg = 10mA Vv
Tension de claquage collecteur-base 'E =0 (BR)CBO 8DY 81 60 v
Collector-emitter breakdown voltage I =100mA v * BDY 80 35 v
Tension de cl. e g |B = CEO(sus} BDY 81 50 Vv
Emitter-base breakdown voltage lg =10mA
Tension de claquage émetteur-base Ic 0 v (BRJEBO 10 v
A 40 80
lc Z08A 70 140
Veg=5V
C 120 240
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert ] =1A h21 E
direct du courant Cc BDYS80 | 20 55
Veg=5V
1 =25A
A BDY 81 | 10 25
CE™
Base-emitter voltage Ic =05A * 3
Tension base-émetteur VCE= 5V VBE 0.68 09 v
! =1A
g = 0,05 A BDY 80 02 1 v
Collector-emitter saturation voltage VeEsat *
Tension de saturation collecteur-émetteur
g =03A BDY 81 05 15 \'
* Pulsed t,=300pus & < 2%
Impuisions P
2/4
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BDY 80, BDY 81

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) t =250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case (Seuf indications contraires)
Test conditions H
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Output capacitance V, B= 1oV C
Capacité de sortie f ¢ = 1 MHz 22b 250 pF
Transition f Veg =10V
ransition frequency - f
Fréquence de transition IE =05A T 1 MHz
f =1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance R,..:
Résistance thermique (jonction-boitier) thij-c) 35 oC/W
SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE
[
(Ac) tﬁﬁ=25 °c
4
2 \\\
. N
AN
0,5
|- Continuous  ( )
Continu
0,2
0,1
1 2 5 10 20 35 50 Veg (V)

3/4
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B8DY 80, BDY 81

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en

M ¢

du I
VBEsat
v} |
&=10
1,2 8
1 //
08 ] v
4’/
0.6 -
0.4
0,2
ol |
101 2 4 68102 2 4 68103 2 4 Ic(mA)

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
en fe ion du I

a1 .

120 N

. \
. \

\

? 68 2 4
4880 imay

Veesa
V)

038

0,6

0,4

0,2

0
1

{MHz)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation collecteur-émetteur en

f ion du

—
=10
B

B

2 4 68 2 4 68 2 4
102 10°

o' IgimA)

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Fréq de ition en f ion du
courant collecteur

VCE =10V

2 4 6?02 2 4 68103 2 4 lc(mA)

10!
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE BOY 82
TRANSISTORS PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE B DY 83

Compl. of BDY 80, BDY 81

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance VcEo {35 v BDY 82
- Switching 50 V BDY 83
Commutation Ic 4A
Piot : 36 W
Rih (jc) 36°C/W  max.
h21E (0,5 A) 40-240
fr 3 MH2 typ.
Dissipation and 1g/g derating Plastic case T0-220 AB — See outline drawingCB-1170n last pages
Variation de dissipation et de I 5/g Boftier plastique Voir dessin coté CB-117 derniéres pages
100%
|
RN
| \\ 5,
\ &
|
50 : \\4
5,
| ¢ B
B g
|
! Weight : 2 g. Collector is connected to case
[} 50 100 150 tase! °C! Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) teage =26°C (Unless otherwise stated)

{Sauf indications contraires)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

BDY 82 BDY 83

Collector-base voltage

Tension collecteur-base v CBO -35 -50 v

Collector-emitter voltage

Tension collecteur-émetteur v CEO -35 —50 \

Collector-emitter voltage =+ \

Tension collecteur-émetteur Ve 15V CEX -35 50 v

Emitter-base voltage

Tension émetteur-base v EBO —-10 -10 v

Coliector current | —4 -4 A

Courant collecteur Cc

Base current | _ _

Courant base B 2 2 A

Power dissipation

Dissipotion de puissance Piot 36 36 w

Junction temperature t

Température de jonction max. i 150 150 °oC

Storage temperature min. t —55 _55 oC

Température de stockage max. stg +175 +175 oc
74-10 1/4
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BDY 82, BDY 83

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Collector-emitter cut-off current Vee=-20V \ _
Courant résiduel collecteur-émetteur 'B =0 CEQ 10 mA
Collector-base cut-off current VcB= -2V |
‘Courant résiduel collecteur-base |E =0 CBO -0,2 mA
Emitter-base cut-off current Vgg= -5V _
Courant résidue! émetteur-base 1 CE =0 |EBO 0,1 mA
= BDY 82 |35 v

Collector-emitter breakdown voltage g = —100mA VCEO(sus) *
Tension de émetteur |B 0 BDY 83 | —50 Vv

I = _-10mA BDY 82 |-3% v
Collector-base breakdown voltage c "~ —iUm v
Tension de claquage collecteur-base IE =0 (BR)CBO BDY 83 | —50 v

.
Emitter-base breakdown voltage lg =-10 mA _
Tension de claquage émetteur-base lc 0 v {BRIEBO 10 v
A 40 80
Vap =-6V
CE 70 140
lc = -05A
C 120 240

Static forward current transfer ratio P
Valeur statique du rapport de transfert \Y; =-5V 21E
direct du courant CE BDY 82 20 55

| c = -TA

VC =-5V

) — 2BV BDY 83 10 25

c - !

le =-1A

g = -005A BDY 82 02 1 v
Collector-emitter saturation voltage v *
Tension de i H é CEsat

le = —

c : g’;A BDY 83 05 15 v
Base-emitter voitage Veg =5V (VR 0,68 09 \
Tensian base-émetteur IC =-~05A BE ' ’
* Pulsed to =300us & < 2%

Impulsions

204
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BDY 82, BDY 83

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

t =25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition frequency Vap =—-10V
Fréquence de transition ICCE =_05A 3 MHz
Output capacitance Veap= —10V
Capacité de sortie § CB= 1 MHz C22b 450 pF
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance R,
Résistance thermique (jonction-boitier) thij-c) 35 °C/w
SAFE OPERATING AREA
| AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE
C T T
) tcase =25 °C ]
4 L
: \\
1
A
0,5 N\
0,2
0.1
1 2 5 10 50 _VCE (V)
3/4
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BDY 82, BDY 83

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur gn
fonction du courant collecteur
VBEsat
V) |

1.2

08 /

0.4

0,2

2 a 6?04|C {mA)

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

h
21E
VCE =5V
120
100 AN

w2 TN

60

w0 \

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation collecteur-émetteur en
fonction du courant collecteur

VCEsat
v
L-1
s
1,2
1
0,8
0,6

v
(]
0 2 2 4 68 2 4 6
4 68
10" 102 10° Ic(mA)
TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT
Fréquence de transition en fonction du
courant collecteur
f
T
A =10V
(MHz) | CE
6
o
5 ATIN
/ \
4 :
| \
3 \
2 \
1
j
~ol |
2 468 2 468 2 48 A)
10" 102 108 lcm

a/a
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NPN SILICON TRANSISTOR, DIFFUSED MESA
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA DIFFUSE

BU 103 A

- LF large signal high voltage amplification
Amplification BF grands signaux {haute tension)

- For vertical deflection stage amplification
Amplification pour étage de déflexion verticale

Dissipation derating
Variation de dissipation

VeER 120 v

Piot 30 W

R‘th (i'c' 6°C/W max.
h21E (0,2 A) 50 — 200

Case TO-66 — See outline drawing CB-72 on last pages
Boitier

Voir dessin coté CB-72 derniéres pages

00%
! —|\ Bottom view
| Vue de dessous
75 } \ E
N
50 ! N °
I \ O ° O
25 } N
|
i \ B
1 Weight : 6,4 g. Collector is connected to case
° 50 100 150 tcase("c) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS‘_LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 120 v
Collector-emitter voltage _
Tension collecteur-émetteur Rgg =220 Q VCER 120 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 8 v
Power dissipation t = 25°C P 30 W
Dissipation de puissance case — tot
Junction temperature :
Température de jonction max. tl 200 °C
Storage temperature min t —65 °C
Température de stockage max. stg +200 °C
73-10 1/3
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BU 103 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Collector-base cut-off current Ve = 80V |
Courant résiduel collecteur-base lg =0 CBO 100 HA
Collector-emitter breakdown voltage Il =100mA *
Tension de claquage collecteur-émetteur RBE =220Q V(B RICER 120 v
Static forward current transfer ratio Ve =10V
Valeur statique du rapport de transfert CE h21 E 50 200
direct du courant IC =02A
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux}

Vap =10V
Transition frequency CE
Fréquence de transition lc = 0.1 A fr 100 MHz

f = 10 MHz
QOutput capacitance Veog =10V .
Capacité de sortie f cB — 1 MHz Coop 50 pF
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance .
Résistance thermique (jonction-boitier} Rth(l'c) 6 °c/wW

* Putsed §<€2%

Impulsions

th= 300 ps

2/3
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BU 103

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de ia tension
collecteur-émetteur

(mA)
m
e
L~
_
400 —
% /
/ e ]
300 /? b
-
| TR
200 (L] -
— e
—
100 T
— 1=0.5 mA
0,
10 20 30 40 v v

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
i lecté

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

‘C collecteur-émetteur
(mA)
fo""]
]
500 : /1 R
==
400 // - h
S
300 //
200 / > 2 mA
100
|B=1 mA
. |

Vee v}

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de /a tension

h courant en f du courant ) base-émetteur
21E o]
Veg=2V mA) Veg=2V
120
400
110 "] \‘
" \ 300
100 \
\ 200 A
20
100
80 /
0 2 4 68 2 4 68 0 /
102 107 e (A) 0 0,2 0,4 0,6 0.8 VgetV!
313
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NPN SILICON TRANSISTOR, D!FFUSED MESA
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA DIFFUSE

BU 104

- The BU 104 is a fast switching high volitage
transistor. It is primarly intended for use in
horizontal deflexion output stage of black and
white TV receivers fitted with 110° picture tu-
be.

Le BU 104 est un transistor rapide haute tension. I/
est particuliérement destiné & I'étage de sortie de dé-
viation horizontale dans les téléviseurs noir et blanc

équipés d’un tube image 110°.

VeEx 400 V
Ic

Ptot

Rth(j-c:) 2°C/W max.
h21E(5 A) 10 - 50

t max.

Dissipation and |g/g derating Case TQ.3 - See outline drawing CB-19 on last pages
Variation de dissipation et de Ig/g Bofitier Voir dessin coté (CB-19 derniéres pages
100
%
75
S0 [eni
30%
25
0 Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 150 t,.(°C) Masse Le coflecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) ¢ = + 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires)
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base CcBO 400
Coflector-emitter voltage V,
Tension collecteur-émetteur CEO 150 \
*Collector-emitter voltage _ v
Tension collecteur-émetteur VBE =5V CEX 400 A
Emitter-base voltage v
Tension émetteui-base EBO 10 v
Collector current i
Courant collecteur C 7 A‘
Peak collector current |
Courant de créte de collecteur = 10 ms CM 15 A
Base current |
Courant base B A
Power dissipation P,
Dissipation de puissance tcase = 25°C tot 85 w
Junction temperature t
Température de jonction max. ) 200 °c
Storage temperature min. t —65 °c
Température de stockage max stg +200 oc
74-4 17
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BU 104

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

togse = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current Veg =250V |
Courant résiduel collecteur-base g =0 CBO 05 mA
Collector-emitter cut-off current Veg =400V IcEX 1 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur VBE -5V
Emitter-base cut-off current Vgg =10V leBO 10 mA
Courant résiduel émetteur-base IC =
Collector-emitter breakdown voltage | =50 mA *
Tension de claquage collecteur-émetteur |§ =0 V(B R)CEO 150 v
Vee =175V 10 50
| ¢ =5A
. N *
Static forward current transfer ratio h
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant VCE =4V
lc =7A
Collector-emitter saturation voltage I'c 7A VCEsat* 2,5 v
Tension de saturation collecteur-émetteur s 1A
. . i =7A *
Base-emitter saturation voltage C \Y
Tension de saturation base-émetteur IB =1A BEsat 25 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals}) t = 28°C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case
Vee =10 v
Transition frequency 'C =05A fr 10 MHz
Fréquence de transition f — 10 MHz
car S A
all time = 1 1
. 81 f us
Temps de décroissance —
Vgez=—3V
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance .
Résistance thermique (jonction-boitier) J t ch(;-c) 1 2 L °c/w

* pulsed
Impulsions

tp=300ps 6<2%

27
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BU 104

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT

SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

130 uH e——
YYY_e Yo +24V

Adjust for Ig1 =1 A
Ajuster pour /g7 = 1 A 100 uF

BU 104

BY 191 P 400 R

y.y

Adjust for Icm =5 A
Ajuster pour Icpy = 5 A

== 47 uF

==0,14F

+2av,

Adjust for Vgg cut-off
Ajuster pour Vg blocage = -3 V

Leakage inductange, from secondary winding

Self de suite vue du secondaire : 0,8 uH =

VgE-— —

3V

64 us

L 0

20 us

Driver transformer

Ferrite core : LTT ref. FN 1034

Core area : 7,7 mm2 Air-gap : 0,4 mm
Ratio : n =7,7/1

Primary winding : 200 turns 28/100
wound on 16 mm wide in 4 layers

Secondary winding : 26 tours 55/100
(wound in one layer between the two
halves of the primary winding)
Primary resistance :r =4
Secondary resistance : r == 75 m£2
Leakage inductance, from secondary
Winding : 0,8 uH

(if necessary, add an external coil to
obtain 0,8 uH).

Transfo driver

Noyau ferrite LTT réf. FN 1034

Section : 7x7 mm?2 Entrefer : 0,4 mm
Rapportn = 7,7/1

Primaire : 200 tours 28/100e en 4 couches
bobiné sur 16 mm de large

Secondaire : 26 tours 55/100e (1 couche
bobinée entre les 2 moitiés du primaire)
rprimaire : 4 §

r secondaire : 75 m§

Self de fuite vue du secondaire : 0,8 uH
(si besoin est, ajouter une self extérieure
pour avoir 0,8 uH)

377
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BU 104

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

[
(A}
50
20
A 7
N\ N, (4]
0 <
1 ~ ‘,L%E&
N 0) L,"'
5 ~ ‘Io“—“ o
N X I,
N 3 “‘
\\ ‘l
: \ \
L}
[ tgase = 25°C .3
05 L Cc:zsinuous v \
| continu \
Pulsed o e \
02 En impulsions
0,1 A ¥
0,05
0,02
0,01
1 2 10 20. 50 100 200° 500

Veg V)

417
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BU 104

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Ay

VeE!
(v);
200}
300

200

100!

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

[ .
480 m:b.' ///_—
s
//‘%A(“:“p; /’_/
=120
//(““: I
/] [ A /\og{
1 et
(e aaB
|
v o |
// 40 mA
-
T
[
4 1g=20 mA
0! 1 2 3 4 5 VeetV)
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)
Tension émetteur an fi jon de la
résistance base-émetteur {valeur minimum)
Tt T
toase = 25 °(?
N
\\
N
2 5 5 .2 2 5
10! 102 108 1% Ry

(mA)

40

30

20

Pore

70

50'
40
30
20

10

0

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la.tension
collecteur-émetteur
I~

‘32 0 pA

4000 ¥
/"/

>
——

400 wA \
200 L//
l | 1g=0
0 100 200 300

VeV

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
en f¢ ion du /e

VCE=1,75 v

Pm

tease = 250‘5‘_—7/ \

)4 tcase = 25°C

ANER'S

2 468 2 468

2 4 68
10? 10° ItA)

107"

6/7
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BU 104

TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE

Courant base en fonction de la tension base-

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de /a tension

|B émetteur i c base-émetteur
(mA) : V=175V 11/ (A)g FVee =175V
4 a
. . V74
[¢]
t =125°C | te-—- t =25°C g /
102 <ase I ‘case 100 é? o
8 4 8 " e
6 [ 6 &-
/ F I
4 4 o @
/ i
2 2
10! / / 107
8 f 8
s +H o
) [ U )
2 I I 2
10° 102
0 0,4 0,8 1,2 1, Ve (V)
0 04 08 1,2 1.6 Vgg V) ’ 6 BE
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en
P i fe jon du 1
VeEsat d v
) 1 ' BEsat ]
8FC _ 10 V) 8rL 10
sllg eflls
4 4
2 y 2 P
/ Zd
10° 10° R %
e L/ s tcase
. / 74 —— A G
1/ | o] 1cas!
4 / / 4
//
2 725°C |/ qf.a"c‘ 2
lcase= 524
107! i l I 107!
2 4 68 2 4 68 . 2 4 68 2 4 6 By (A
10" 10° Ig (A) 107" 10° g
6/7
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BU 104

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fréquence de transition en fonction du
C22b tension collecteur-base fT courant collecteur
(pF} 8 tcase =<5 °C (MHz} Vee =10V
6 12 toace = 25°C
4 e ————
10 P~
2 ™~
\\ 8
102
8
] 6
6
4 4
2 2
10! 0
1 2 4 6 8 1 2 4 6 8
10 VCB(V) 10 IC(AJ

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la résistance thermique en
régime d‘impulsions

I

N O
1
|

717
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NPN SILICON TRANSISTOR, DIFFUSED MESA

TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA DIFFUSE

BU 109

The BU 109 is a fast switching high voltage
transistor. It is primarly intended for use in
horizontal deflexion output stage of black
and white TV receivers fitted with 110° pic-
ture tube.

Le BU 109 est un transistor rapide haute tension.

11 est particuliérement destiné a I'étage de sortie

de déviation horizontale dans les téléviseurs noir

et blanc équipés d'un tube image 110°.

Dissipation and lg/g derating

K Preferred device

Dispositif recommandé
Veex 330 V
e 10 A
Piot 85w
Rth(j-c) ZQC/W max.
h21g(5a) 15 min.
t 1us max.
Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages

Variation de dissipation et de Ig/g Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages
/ Bottom view
1%0 Vue de dessous E
75
* @3
30% T
25
0 Weight :14,4 g. Collector is connected to case
50 100 150 ..., (°C) Masse La collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
oCollector-base voltage
Tension collecteur-base VeBo 330 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEO 120 v
Collector-emitter voltage _
Tension collecteur-émetteur Vgg =5V VeEx 330 \
Emitter-base voltage V
Tension émetteur-base EBO 10 A
Collector current
Courant collecteur IC 10 A
Peak collector current |
Courant de créte de collecteur CcM 15 A
Base current
Courant base g 3 A
Power dissipation o
Dissipation de puissance tease = 25°C Piot 85 w
Junction temperature t.
Température de jonction max. ] 200 °C
Storage temperature min t —65 °C
Température de stockage max. stg +200 o
74-4 1/7
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BU 109

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

teage = 26°C

(Unless atherwise stated)
(Sauf indications contraires}

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Collector-base cut-off current Vcg =250V .
Courant résiduel collecteur-base g = 0 ‘CBO 05 mA
Coliector-emitter cut-off current Veg =330V lceEx 1 mA
Courant rédsiduel collecteur-émetteur \Y] BE = -5V
Emitter-base cut-off current Veg = oV leso 10 mA
Courant résiduel émetteur-base |c =
Collector-emitter breakdown voltage 1 =50 mA \Y * .
Tension de claquage collecteur-émetteur Ig =0 CEO (sus) 120 v
VCE =15V 15
X \C =5 A
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert ha1e
direct du courant E VCE =4V 2
lc = 7A
Collector-emitter saturation voltage IC 7A Vv, * 2 v
Tension de saturation callecteur-émetteur lB 1A CEsat
Base-emitter saturation voltage lgc =7A *
Tension de saturation base-émetteur 'B =1A VBEsat 2 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
T ition frequency VCE =10V £
ransiti T
Fréquence de transition lc =05A T 10 MHz
f = 10 MHz
e = 5A
Fall time | =1A
i B1 s 1 us
Temps de décraissance =
Vgga=-3V
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance . °
Résistance thermique (jonction-boitier} Rth(l'c) 2 C/W

* Pulsed
Impulsions

t =300u 6§ <2%
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BU 109

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

(A}
50
20
. -hd - 5
TP TN,
N MR-
A ul ?@ -
s\ g NI
N\
AN o\ N
N [ 2N
N
\ N
Sl
\ \
\ LN
I tease = 26°C \
[ Continuous L
’: Continu L]
Pulsed o e e e oo
[~ En impulsions
\
1 2 5 10 20 50 100 200 500 Vee V)

3/7
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BU 109

CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE DECROISSANCE
COLLECTOR CURRENT FALL TIME TEST CIRCUIT

130 uH — + 24 V
TS -
Adjust for g =1 A
Ajuster pour g1 = 1A 100 Adjust for lem=5 A
F .
H Ajuster pour |y, =5 A
d BY 191 P 400 R
BU 109 2 0,1 uF =47 uF.
50
O

+24V

Adjust for Vee cut-off
Ajuster pour VBE blocage = -3 V

Leakage inductance, from secondary winding

Self de fuite vue du secondaire : 0,8 uH f—
Vgg — ——|—-——|- - —|-—=0

|_ 64 us 20 us

I
Driver transformer Transfo driver
Ferrite core : LTT ref. FN 1034 Noyau ferrite LTT réf. FN 1034
Core area : 7,7 mm2 Air-gap : 0,4 mm Section : 7x7 mme Entrefer : 0,4 mm
Ratio :n =7,7/1 Rapport :n=7,7/1
Primary winding : 200 turns 28/100 Primaire : 200 tours 28/100e en 4 couches
wound on 16 mm wide in 4 layers bobiné sur 16 mm de large
Secondary winding : 26 tours 55/100 Secondaire : 26 tours 55/100e (1 couche
{wound in one layer between the two bobinée entre les 2 moitiés du primaire}
halves of the primary winding} r primaire : 4 §1
Primary resistance :r = 42 r secondaire : 756 mS§
Secondary resistance : r = 75 m§ Self de fuite vue du secondaire : 0,8 uH
Leakage inductance, from secondary (si besoin est, ajouter une self extérieure
winding : 0,8 uH pour avoir 6,8 uH)

(if necessary, add an external coil to
obtain 0,8 uH).

4/7
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BU 109

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

collecteur-émetteur collecteur-émetteur
lc 'C
(a) N - (mA)
1805
AT U
20 & o uh
L1 M 4200 L~
4 L 400 08 S 40 Vo =]
L1
ot 20 Jla) A
= o |
PP s
3 p 4 BO mA 30 T ’ |
el
/ - a0 ph
40 mA
2 / 20 T 7
% 600 1A
/] -
4 ‘ an
lg=20 mA [
1 / £ 10 400 ﬂb/
200 pA
1,=0
0 0 I l 8
0 04 08 12 16 2 VeptV! 0 40 80 120 160 200 VeetV)
COLLECTOR EMITTEFR VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value} RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension colle émetteur en fi jon de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
résistance base-émetteur (valeur minimum) courant en fonction du courant collecteur
A\ h
CE 21E
(v) VCE =16V
420 380 ({?(: N
va \
x,(?& \\
340 60 S
r—
\\ // 4’1?" /"\ \
‘ AN
260 40 r ,/
A \
/
\\ 4
180
TTH 0
\\
100 o
2 5 2 5 p 2 2 4 68 2 4 68 2 4 68
10" 10% 10° 10%° Rgg (! 102 101 10° IG(A)
6/7

623



BU 109

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
1 émetteur y,. base-émetteur
B c
(mA): Veg = 1.5V A (Ae)rvcE:Ls\i -~
v/
a // 4 T & é
© ¥ 3
o ~ v
2 AL 2 Vi
) o y
2//% 0 £ 2
102 FH 10 o
8 = &
6 i & JiN |
. . AN
: A
i A [ -1
10 117 10 s
s an 6
. [1f .
2 l 2
10° 1020 |
0 0,4 0,8 1,2 1,6 VggiVi 0 0,4 0,8 1,2 16 Vge (V)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en
fonction du courant collecteur fonction du courant collecteur
\ \%
CEsat - BEsat -
™ g | v e |
LT_z 10 — =10
6|'s &flg
4 4
2 2 L ’—
]
0 0 P
10 10 ——
8 8t e = 25°C /,
ca
. . / o M L1
5 ~125°C
N t
4 o+ 4 }—"case
4 4
& Vv
~FN/,
2 A 2
//
Z1f
107" 10"
2 4 6 8 2 4 6 2 4 6 B 2 4 B
10! 10° o A 107" 10° Ic (&)
6/7
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BU 109

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS

COLLECTOR-BASE VOLTAGE

Capacité de sortie en fonction de la

tension collecteur-base

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Fréquence de transition en fonction du
courant collecteur

Cazp — fr —
(pF) g tease =25 °C (MHz) Veg =10V
6 Tease = 25°C
4 18
2
16
\\
102 I —
P —
8
6 14 ™~
4
12
2
10’ 10
2 4 6 8
1 -1
10 VeV 10 Ic(A)
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de /a r t ique en
régime d’impulsions
K
1 —rE
obs =08 LT 1A
bt A 274
1 1
e T
A
2L A
y
‘ //
| o M
1wtk
8 _ % h
6 8 =7 4
. z, =KRy |
’ !J 1
10 § .2 5 lz é : L :
2 5 .2 i .
105" 0% 108 107 1ot e
/7
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NPN SILICON TRANSISTOR, MESA
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA

BU 112

- This transistor is primarily intended for deflection
circuits applications in color TV receivers fitted
with 90° kinescope
Ce circuit est destiné aux applications de circuits de déviation
dans les téléviseurs couleur équipés d’un tube image 90°

Dissipation derating
Variation de dissipation

100

s - INC

N

50 \

\

Vegx 550 V
Ic 10 A
tf 1 MuS
Rth(j-C:) 2,9°C/W max.

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages
CB-19 derniéres pages

Boitier Voir dessin coté

@

— T

J

25 Bottom view B
I Vue de dessous
|
o Weight : 14,4 g Collector is connected to case
S0 100 180 fopeel“C) Masse Le collecteur est relié au boTtier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) ¢ _ 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage A
Tension collecteur-base C8O 560 v
Collector-emitter voltage — v
Tension collecteur-émetteur VBE =-5V CEX 550 \Y
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 10 \)
Coltector current |
Courant collecteur c 10 A
Base current )
Courant base B 4 A
Power dissipation - P
Dissipation de puissance toase = 25°C tot 60 w
Junction temperature max tj —65 °C
Température de jonction +200 °C
Storage temperature min t, —65 °C
Température de stockage max 9 4200 o
74-5 1/6
THOMSON - CSF 627
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BU 112

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

togse = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires}

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
— —
Collector-emitter cut-off current Vce =560V |
Courant résiduel collecteur-émetteur Vgg =5V CEX 10 mA
E breakd | 1 30mA *
mitter-base breakdown voltage E = v
Tension de claguage émetteur-base i c = (BR)EBQ 10 v
Static forward current transfer ratio Ve =2V *
Valeur statique du rapport de transfert | CE 6A h21 E 7
direct du courant c =
[ 10 A *
Collector-emitter saturation voltage c Y]
Tension de saturation collecteur-émetteur |B =2 A CEsat 3 v
|
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Transition f Veg =4V ;
ransition frequency
Frégquence de transition IC =05A T 6 MHz
f =10 MHz
Qutput capacitance Vap =10V c
Capacité de sortie f cB — 1 MHz 22b 250 pF
le = 6A
Fall time gy =1 A t 1 s
Temps de décroissance VB —_3V
BE = ™
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rth(i~c) 29 /W

boitier)

f t que (]

* pulsed
Impulsions

tp=300us §<2%

2/6
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BU 112

CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE DECROISSANCE

COLLECTOR CURRENT FALL TIME TEST CIRCUIT

BC 211 50

Adjust for Ig
Ajuster pour g

1=1
=1

BU 112

A
A

BY 191 P400R

*0,1u
t,> 1500

f,::

130 uH —
Y'Y Y\ g Y Y __30V
Adjust for Icp =6 A
Ajuster pour Icpg =6 A
4,7 uF

A\

+24 vV

Adjust for VRE cut-off = -3V
Ajuster pour Vgg blocage = -3 V

Leakage inductance, from secondary winding

Self de fuite vue du secondaire : 0,8 uH

- —— e —

3v

64 us

20 us

3/6
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BU 112

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-

EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
¢ Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
lc collecteur-en.ctteur ‘C coilecteur-émetteur
(A) ‘ T (mA) 7
o
et — e B
> AD“\* [
4 1 SRR =t 80 ——p 5 mA fe
o U
/ " a0 ]
Y W P \

s A G%V 60 jl / ]

A L~ l
4 ,KV e 2hma |2
2 i 1 /‘/ﬂ—* 40 7
/ 7 / L } 15 wh V
{, =20mA 1
L I B ___‘
| -

1 — 200 b ] -

1 mA
————rﬂ / |
0 J 0 lE =05 m‘/-\ » & L
0 1 2 3 4 Ve 0 100 200 300 400 V.

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
h21 g couranten fonction du courant collecteur
U T 17
Yoz

TN
80 \

2 4 68 2 468 42 4IC(A)
10

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-

v)

4/6
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BU 112

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE

Courant base en fonction de la tension base-
g émetteur

(mA) —VCE=IV
: /
‘ /)
2
2
102, £
6 S I
4 & o
v I8
I i
2 —
3 .3
. 1.8
10! +H
: i
AN
2
100
0 04 08 - 1,2 1,6 Vgiv)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation coliecteur-émetteur en

VCEs fonction du courant collecteur
v) e
=5
7=
B
4

w
1250¢ ]
——

14
2 it g
g ]
Sl e
3
1
///
L
0
2 4 68 2 4 68 2 4
10" 10° 10! I

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE

Courant base en fonction de Ia tension base-
'C émetteur

Wgly T=av
: .

4

CE

2

10°

] 04 08 12 16 Vg (V)

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

VaEsat du courant colt
1) )
.5
-Ta
1,2
1
0,8 A
RN /
et
0,6 { @5’0 /
2
A
04 2 468 52 468 2 4 (A)
4ot 10° 10! c
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BU 112

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fréquence de transition en fonction du
Coop tension collecteur-base T courant collecteur
(pF} T = {MHz2) =
!case-25°c VCE_10V

4 ’\ tase = 25°C
7 X

N \

[
\\\
102
8
6
5 5
10" 2 4 6 Vg V) 0.1 0,2 04 06 I (A

6/6
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NPN SILICON TRANSISTOR,TRIPLE DIFFUSED MESA BU 1]3

TRANSISTOR SILICIUMMESA TRIPLE DIFFUSE

BU113 transistor is primarily intended for use
in horizontal deflexion output stage color
television receivers

Le BU113 est destiné & | étage de sortie de deviation
horizontale dans les téléviseurs couleurs

Dissipation derating
Variation de dissipation

“

75

N
NEREIA
R

Veex 700V

e 10 A

Piot 30W (tgqe = 90°C)
Rth(j-c) 2°C/W  max.

t 1 us max.

Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on tast pages
Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages

Bottom view
Vue de dessous B

Weight ;14,4 ¢ Collector is connected to case
o 50 100 150t (°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t — 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION case {Sauf indications contraires)
Collgctor-base voltage VCBO 700 V
Tension collecteur-base
Collector-emitter voltage — -5V vV
Tension collecteur-émetteur Ve = 5 CEX 700 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 10 v
Collector current |
Courant callecteur C 10 A
Base current IB 4 A
Courant base
Power dissipation t — 90°C [3
Dissipation de puissance case 0 tot 30 w
Junction temperature T o
Température de jonction max, 1 150 C
Storage temperature min. t —65 °C
Température de stockage max. stg +150 o
74-3 1/4
THOMSON - CSF 633
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BU 113

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure - Min. Typ. Max.
Veg = 250V 2 mA
\' BE = -5V
Collector-emitter cut-off current |
Courant résiduel collecteur-émetteur CEX
=7
Vee =700V 10 mA
VBE =-5V
. | =30 mA
Emitter-base breakdown voltage E v *
Tension de claquage émetteur-base I c = 0 (BRIEBO 10 v
Static forward current transfer ratio Veg =2V *
Valeur statique du rapport de transfert ! ~8A h21 E 7
direct du courant c -
: f I =10A
Collector-emitter saturation voltage C Vee %* 3 v
Tension de saturation collecteur-émetteur IB =2A sat
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Veg = 4v
Transition frequency -
Fréquence de transition IC =05 A fT 6 MHz
f =10 MHz
Output capacitance Veg =10V C
Capacité de sortie f =1MHz 220 250 pF
'C =8A
Fall time ] =16A t
Temps de décroissance BT =" f 1 Hs
| =-16A
B2
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance
Résistance thermique (jonction-boitier) Rth(i-C) 2 °c/W

* Puised
Impulsions

tp=300us 8 <2%

2/4

634



BU 113

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR.-
EMITTER VOLTAGE
Courant coftecteur en fonction de la tension

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant coilecteur en fonction de la tension

\ collecteur-émetteur collecteyr-émetteur
C Cc
(A) I l (mA}
NG i
—— 0 atl
\ 58 — Fl |
8 Se b 400 |- 6 AT ]
W BT
J/// 0;/ e r__ l ; 1 L
s AT 03 ] J_;,“EA _,.-p—l—"*-—
6 Py ] ~ 300 L \ 1 !
r on S $ 4 mz&'___\;_.
4 * 200 i
J r 3 mA [
\ [ L
2 t 100 —2 mA 1L
|| a1
——— l t Flg =1mA =
REREE B s
0 1 2 0 20 40 60 80 Vee v)
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER TRANSITION FREQUENCY VERSUS
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du Fréquence de transition en fonction du
h Ecaurant en fonction du courant collecteur fT courant collecteur
21
i i H (MHz) v E'= 4y
T t =10MHz
T 1 s | [
80 / \ (
N ) L
// T . l I
60 / \ Il . |
74 |
F_'ﬁ—l(o\\ ﬁL 1
4 | i j R
SR L ™
40 F—\\ 7 \ A
L& B
4 \ 2
I L]
|| L] 11
2 4 68 2 4 68 2 4 6 5 2 4 68 . 2 4 68 2 4 6
102 107 10° o A 102 107 10° e (Al
3/4
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BU 113

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
émerteur
IB :
— 950
(mP;) tase = 25 C‘ T
T
. /4
a
4 ,,,A
2 Aé’ 4
%
1028 AQ
6 A
4 // -
2 1
o /
8
-]
4 |
2
10° L
0,4 0,6 08 1 1,2 Vge [\

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation colfecteur-émetteur en

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de fa tension
‘base-émetteur

C —
>
tA) Lt e = 25°C g
a T.\ l,
o A
i AN
2
v
7/
10° &
. /i
4
2
-1
10 s
6
4
2
1072 L
0,4 0,6 08 1 1.2 Vg v)

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

v fonction du courant collecteur v fonction du courant collecteur
CEsat BEsat
V) V)
I S
2 l L
/
15 1.1 by
] //
1 0,9 e g //
==
1 / 8 A L1
£ =10 / I i
s =2 =10
0,5 0.7 — L] B -H
A B2 |
&5
0 2 468 2 468 2B4e 05 2 468 .42 468 g2 46
102 o 10° 1 {A) 102 ° 107! 100 Ig (A
4i4
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA BU 126
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
The BU 126 type is a fast high voltage transis-
tor, more specially intended for operating in
color TV receivers chopper supplies. VCEX 750 V
Le BU 126 est un transistor rapide haute tension plus \ 6 A
particuliérement destiné aux alimentations & découpa- cMm
ge dans les récepteurs TV couleurs. Prot 30W (togee = 50 °C)
Rth(j-C) 2,5° C/W max.
t 0,15 us typique
Dissipation derating Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté (g-19 derniéres pages
100
75 —
50
26 Bottom view
Vue de dessous
o Weight : 14,4 g. Collector is connected to case

50 100 150 1.,,(9C) Masse Le collecteur est reli¢ au boftier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES}  ¢___ = 25°C {Unless otherwise stated)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
e mar pacd Veso 750 v
e eeonas® Veeo 300 v
o antoun sty Vgg =15V Veex 750 v
Emitter boe voliage Veso 6 v
o ety e 3 A
Betost de e oo aatoctoar ty =2 ms 'em 6 A
Sinatros’ s | 2 A
Zﬁﬁ:ﬂ:?ﬁfﬁlm tease = 80°C Pior L - 30 W
Tomcanturs s onetion max. 4 125 °c
Storage temperature min. torg —65 °C
Température de stockage max. J | 125 °C
74-9 113
THOMSON - C5% o3
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BU 125

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tcase = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCE =750 V 05 “mA
Vgg =0V
Collector-emitter cut-off current
Courant résidus! collecteur-ématteur Veg =750V Ices
Vgg =0V 2 mA
toaee = 125°C
. \Y 6V
Emitter-base cut-off current EB |
Courant résiduel émetteur-base e ¢} EBO 5 mA
. I =100 mA
Collector-emitter breakdown voltage i | € m v
Tension de claquage collecteur-émetteur lB = CEO({sus) 300 \2
L =25 mH
Static forward current transfer ratio _ *
Valeur statique du rapport de transfert VCE =5V h21 E 15 60 A"
direct du courant 'C =1A .
| =25A
c ’
. - Iy =025A 10 v
Collector-emitter saturation voltage B V) *
Tension de i e CEsat
| c = 4A 5
IB =1A \'
Base-emitter saturation voltage Il =4A v * 15
Tension de saturation base-6metteur | |B =1A BEsat .5
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Transition f Ve =10V
ransition frequency
Fréquence de transition IC =02A fT 8 MHz
' f =1 MHz
Output capacitance VCB =10V c
Capacité de sortie £ =1 MHz 22b 85 pF
£ IC =25A
all time
Temps de décroissance lB1 =025 A 4 0,15 Hs
VBE2= -15V
Ilc =25A ]
Carrier.storage time .
Retard 4 la décroissance. lgy = 0,25 A % 1.2 b
VB E2=-1 SV
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junctibn-case thermat resistance Rth(i-c) 25 oC/W

Résistance thermique (jonction-boftier)

* Pyised
impulsions

1. =300us 6§<2%

2/3
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BU 126

SAFE OPERATING AREA"
Aire de fonctionnement de sécurité

(A)

t se=50°CT

2

0,02

N\
AN
RY
\

0,01

10

120

50 100 200 500 Veg V)

1 3/3
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BU 129

NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA TRIPLE DIFFUSE

- The BU 129 transistor is primarly intended
for use in horizontal deflection output stage
for 110° - 12" 20 mm neck black and white
picture tube.

Vegx =~ 400V

| 5A
Le transistor BU 129 est destiné & I'étage de sortie de c —
déviation horizontale dans les TV portables NB équi- h21 E(3A) 20 mini
pés d'un tube 110° - 12” avec un col de 20 mm. t 1us  max.

Rth(j-c) 2°C/W max.

Dissipation derating Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages

VBN SEMICONUCTEURS,

Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté CB-19 dernidres pages
100
75
50 \ () [
25
° Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 150 Tc0e(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless ch:erwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D‘UTILISATION case {Sauf indications contraires)
Collector-base voltage \"
Tension coliectsur-base CBO 400 v
Collector-emitter voltage Vor = =6 V v .
Tension collecteur-émetteur BE CEX 400 \%
Emitter-base voltage A\
Tension émetteur-base EBO 10 v
Collector current |
Courant collecteur [ 5 A
Base current g 1 A
Courant base
Power dissipation = 100°C P,
Dissipation de puissance tease tot 25 w
Junction temperature t. o
Température de jonction max. 3 +150 c
Storage temperature min, 1 —65 °C
Température de stockage max. 9 +200 °C
74 - 1/8
THOMSON - CSF 641



BU 129

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated}
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg =400V lcEX 10 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur VBE =-5V
Emitter-base breakdown voltage 'E =10 mA \Y *
Tension de claguage émetteur-base ] c = (BRIEBO 10 v
Static forward current transfer ratio Vap =15V P
Valeur statique du rapport de transfert CE 21E 20
direct du courant 'C =3A
Collector-emitter saturation voltage lC =5A Veesat¥ 3 v
Tension de i I Smetteur IB =05A
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Transition f Veg=10V
ransition frequency f
Fréquence de transition IC =05A T 10 MHz
f =10 MHz
. Vo =10V
Output capacitance cB
Capacité de sortie f =1MHz C22b 130 pF
e = 3A
Fall time | =03A t
Temps de décroissance VB ! ——35V f L ps
BE,™ T
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rth(i-c) 2 °oC/W
Résistance thermique {jonction-boitier)
* Puised 1, =300us 5<2%
Impulsions
2/%
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BU 129

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

200 uH ——————— + 24V
Y
Adjust for IB} =03A
Ajuster pour Ig1 = 0,3 /1100 . Adijust for Icm = 3 A
I'#— Ajuster pour Iy = 3 A
ESM 41/400
-
BU 129 = o= d0nF S apF
58 TS > 1500 V
BC 211
® O
{
+24V 8
Adjust for VBg cut-off = ~3,56 V
Ajuster pour Vg cut-off = -3,5 V
Vgg - — —|-- -1 —— =0
L 64 us 20 ps
e
Driver transformer Transfo driver
Ferrite core : LTT ref. FN 1034 Noyau ferrite LTT réf. FN 1034
Core area : 7,7 mm2 Aijr-gap : 0,4 mm Section : 7x7 mmZ2 Entrefer : 0,4 mm
Ratio :n =7,7/1 Rapport :n =7,7/1
Primary winding : 200 turns 28/100 Primaire : 200 tours 28/100e en 4 couches
wound on 16 mm wide in 4 layers bobiné sur 16 mm de Jarge
Secondary winding : 26 tours 85/100 Secondaire : 26 tours §5/100e (1 couche
(wound in one layer between the two bobinée entre les 2 moitiés du primaire)
halves of the primary winding) rprimaire : 4 Q
Primary resistance :r =4 r secondaire : 756 m<)
Secondary resistance : r = 756 m§2 Self de fuite vue du secondaire : 0,8 uH
Leakage inductance, from secondary (Si besoin est, ajouter une self extérieure
Winding : 0,8 uH pour avoir 0,8 uH)
(if necessary, add an external coil to
obtain : 0,8 uH).
3/%



BU 129

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT VOLTAGE
Valeur statique du rapport de transfert direct du Courant base en fonction de /a tension base-
courant en fonction du 1 lg émetteur
h _ {mA) —
1€ VCE_1,5V . VCE =15V
"
a
yan 7
80 4
2
s/
& 102
V4 TN 8
60 w4 6
#
<
L /7 N
&(3‘3/,/ \ 2
40 I/
\ 10y
N 6
N
20 4
2
0 10°
i 68 2 8 2 468 0,4 0,6 0,8
102 10! (4] 'c (A) 1 1,2 Vge (V!
COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension
base-émetteur
i
C V =15V
(A) ce
4
SN
2 7 [
ud"‘? feo’ /
10° 7/
. 7T
s P4
a
2 / /
107
8
6
Rl
2
162 I
0,2 0,4 0,6 0,8 1 Vgg V!
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BU 129

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

M ion du fonction du courant collecteur
VeEsat R VBEsat ]
) =10 ) £=10
B 8
1,6 1.6
1,2 1.2
L 4'),‘.)00
08 o117 08 [ e
o 1 A=
& o = 7
4 L
, /Y& T
0,4 N WP 1+ 0.4
Vi
&
0 2 8 2 A 68 2 46 (A) 0 2 68 2 468 2 a6l 1A)
I~ (A R "

102 107 10° c 102 10" 10° ¢
OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fré de ition en fc ion du

c tension collecteur-base courant collecteur
22b T Ft L '5°'C
{pF) tease = 25°C {MHz) tcase = 2

-]

4 18

2 //

\* 16 .
10?

8 ~

6 ~] 14

4

12
2
1 '
10 10
2 4 6 8 2 4 6 8 _ 2 4 8 8
100 10! Veg W 10! I (A
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NPN SILICON TRANSISTOR, DIFFUSED MESA
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA DIFFUUSE

BU 134

The BU 134 is a high speed, high voltage power
transistor primarily intended for use in power
supply chopper circuits in TV receivers.

Le BU 134 est un transistor rapide, haute tension, parti-
culiérement destiné aux alimentations & découpage dans
les récepteurs de télévision.

Dissipation and lg/g derating
Variation de dissipation et de I/

100

) \

75 \

4
50 0 o —
(O'
30%

25

o

VCEO 350 v 1
Vego 500 V

Piot 85 W

Rth(j-c) 2,05°C/W  max.
h21g(1A) 30-120

t 1us max.
Guaranted safe area

Aire de sécurité garantie

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages

Bottom view
Vue de dessous  E

>

Weight : 14,4 g.

B
Collector is connected to case

s0 100 160 T aea(°C) Masse Le collecteur est relié au boltier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) ¢ _ _ 25°C {Unfess otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage V,
Tension collecteur-base CBO 500 \Y
Collector-emitter voltage v,
Tension collecteur-émetteur CEO 350 v
Emitter-base voltage Vv
Tension émetteur-base EBO 8 v
Collector current )
Courant collecteur (o} 4 A
Peak collector current - |
Courant de créte de collecteur = 10 ps cM 7 A
Base current |
Courant base B 1 A
Power dissipation __ 950 P
Dissipation de puissance tease = 28°C tot 85 W
Junction temperature t. °
Température de jonction max. 1 200 c
Storage temperature min, g, —65 °C
Température de stockage max. 9 +200 °g
74-4 /7
THOMSON - C8F 647
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BU 134

STATIC CHARACTERISTICS

t = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case - {Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Vge =400V | 7 mA
Courant résiduel collecteur<émettaur VB £= CES
Emitter-base cut-off current Vegg =8V
Courant résiduel émetteur-base e = 0 leBo 1 mA
Collector-emitter breakdown voltage IC =30mA *
Tension de claquage collscteur-émetteur tg =0 V(BR)CEO 350 v
Static forward current transfer ratio Veg =5V
Valeur statique du rapport de transfert | c 1A hore * 30 120
direct du courant c -
Collector-emitter saturation voltage le =3A
Tension de i ! I(B: =0,3A VCEsat* 1 v
Base-emitter saturation voltage le =3A *
Tension de saturation base-émetteur lg =03A VBEsat 1.5 v
Base-emitter voitage Veg = 5V
Tension base-émetteur Ic =3A Vge* 15 \4
Veg =300V
t =10 us .
0,7 A
teae = 75°C
f = 18 kHz
Second breakdown collector current |
Courant collecteur de second claquage s/8
Vg = 160V
t =1s o1 A
tease =75°C ’
f =156 kHz
DYNAMIC CHARACTERISTICS {for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
V=6V
Transition frequency CE 3
Fréquence de transition lc =05A T 10 MHz
f = 10 MHz
Output capacitance Veg =10V
Capacité de sortie £ 21 MMz Coop 120 pF
| c = 3A
Fall time ] =06A
Temps de décroissance Iz; —-06A N 1 HS
* Pulsed t,=300us 8<2%
Impulsions 4
2/7
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BU 134

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance
: o TS

q

tier]

Rehij-c)

°Cc/w

SAFE OPERATING AREA
Ajre de fonctionnement de sécurité

(A)

N
\

NIRE!

L ) I

10

1

0,5 R

0.2

A}

\

Y

\ \

A

\

\

\

o tease = 25°C X
—Continuous  _____

|—Continu

0,05

[~ Pulsed

t—En impulsion

-

0,02

0,01

50 100 200

500 VCE(V)
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BU 134

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

tp Vee

5600 uF

Oscilloscope Tektronix7603
or equivalent

Oscilloscope Tektronix 7603
ou equivalent

Ve = 150V
RC =50 Q
Ry =100Q
R¢ - Rg : non inductive 1esistances g1 and g mesured with Tektronix probe P 6021 and
th: Pulse width = 10 us Amplifier type 134
Form factor <1% Igy €t g, sont mesurés avec une sonde Tektronix P 6021 et
Rise and pulse time <50 ns Amplificateur type 134

R - Rg : résistances non selfiques

rp : Largeur d'impuision =10 us
Facteur de forme <1%
Temps de montée et descente <50 ns

4/8
650



BU 134

TYPICA

L CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

lC collecteur-émetteur

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de /a tension

). collecteur-émetteur

(mA [ U (A) M /J
i ] Sk
B Eey ) et
40 ] /| ol r ’T——
4 7 720 = =
700 % r
A
Dol 2 amn=s
30 3 / / ABY | g
/ flal l 1
7 4100
w2 A 1] L
20 / 2 ( 0 h |
< ]
0,4 mA \ il
10l lr 1 —
0,2 mA 4 J
[
0 il 0
0 100 200 300 400 Vee v) 0 1 2 3 4 Veg (V)
COLLECTOR EMITTER VOLT/(\GE VERSUS ) STATIC FORSWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension collecteur-émetteur en fonction de la Valeur stavique du rapport de transfert direct du
rési: base-émetteur (valeur ) courant en fonction du courant collecteur
Vee v ——5E hy1E T——T"T
tease = [ ch =5V
L%wﬁ /
g 4
N
460 T 80 % /
Q
>
o f \
420 \ 60 - & IS
\ e \
N o/
&
380 40 /, - T/(
~
340 20 -y
300 V]
2 468 ,2 468 452 46 (n) 22 468 ,2 468, 46 (a)
10! 10 10 BE 10 10 10 c
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BU 134

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
| émetteur IC base-émetteur
8
{mA} Veg =8V (A) Vee =5V |
6 6
4 b a o
<
A o)
2 2
© / & 4
¥ 0 74 [
102 N LA 10 5/ £
8 7 K 8 &7 4
& "5& 4 6 o
wof o j 5
4 & 4 e
N A
2 / 2
1 } / 1 /
10 s ~ 17— 10 s
6 3
4 4
2 | 2
10° 107
04 0,6 08 1 1,2 Vae ) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Vee v}
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturstion collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en
v fonction du courant collecteur v f ion du e
CEsat — BEsat -
[\ (v} le
=10 E=10
8 B
1,2 1,2 /
1 L 1 7
08 0,8 /
d A ///
* o "]
foert
0,6 0,6
Ao
/ Pie
/ 1« £
0,4 04
<3 "
S
7
0.2 4 0,2
t_ = 125°C Y/ .
Lose L
 —— | 1 “"ﬂ
0 CIT 0
2 468 ,2 468 2 4 6| (A) 2 468 .2 468 2 4 6| _(A)
107 107" 10° c 102 107" 10° c
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BU 134

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de fa

Cazn

tension collecteur-base

(pF) case

t =25°C

10"

)

10"

8 vegtv)

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Fréquence de transition en fonction du
courant collecteur

fT
(MHz)

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la résistance thermigue en
régime d’impuisions

=

11
T

\
\

3\

>
/

7.
y

|

) WL

P

2
0-2

102
2 5 2 5

108 10°% 10

2 5 2 5

1
2
10° 1 -1

tp(sec)
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED *BUX 10
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFIJSE

kPreferred device

Dispositif recommandé
- High speed, high current, high power transistor
Transistor de puissance rapide, fort courant Y; CEO 125 V
- Thermal fatigue inspection Ic 25 A
Contrblé en fatigue thermique Piot 150 W
- Switching and amplifier transistor
Transistor d’amplification et de commutation K
Rth(j-c) <1,17°C/W
VCE sat (20 A) <12V
t¢ (20 A) <0,3us
issipati i Case TO-3  — See outline drawing CB-19 on last pages
Dlssmatnon and |S/ B deratmg Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages

Variation de dissipation et de Ig/p

100
% \
75 N
50 D>
30% Bottom view g
s Vue de dessous
o Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
£ 100 150 t,q(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 26°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires)
Collector-base voltage V,
Tension collecteur-base CBO 160 v
Collector-emitter voltage \Y
Tension collectaur-émetteur CEQ 125 Y]
Collector-emitter voltage Roe = 100 2 \
Tension collecteur-émetteur BE CER 150 v
Collector-emitter voltage Ve =—156V V,
Tension collecteur-émetteur BE CEX 160 v
Emitter-base voltage Vego 7 v
Tension émetteur-base
Collector current |
‘Courant collecteur c 25 A
Peak collector current _ [
Courant de créte de collecteur o = 10 ms Cm 30 A
Base current |
Caurant base B 5 A
Power dissipation _ P
Dissipation de puissance tease = 25°C tot 150 w
Junction temperature t.
Température de jonction max ) 200 °C
Storage temperature min ttg —65 oc
Température de stockage max +200 sg
73-12 1/8
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*3UX 10

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
T i :
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg =100V Iceo 15 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur ‘B =0 "
Vep = 160V
CE
VBE =-15V 15 mA
Collector-emitter cut-off current leex
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE =160V
VBE =~15V 6 mA
toase = 125°C
R . Vepg =5V
Emitter-base cut-off current EB 1
Courant résiduel émetteur-base Ilc =0 EBO 1 mA
Ic = 200 mA
Collector-emitter breakdown voltage | = \
Tension de ciaquage collecteur-émetteur LB = 25 mH CEO({sus) 125 v
{fig. 1)
Emitter-base breakdown voltage lg =50mA "V(BR)EBO 7 v
Tension de claquage émetteur-base IC =
Vep =2V
CE
lc = 10A 20 60
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant v CE™ 4V
g =20A 10
lc ~10A 03 08 v
lg =1 A 2 ,
Collector-emitter saturation voltage Vee sat *
Tension de -émetteur ‘c —20A ,
g =2A 07 v
Base-emitter saturation voltage lg =20A v * 15
Tensian de saturation base-émetteur IB =2A BEsat ‘ 2 v
VCE =48V 1 A
t =1s
Second breakdown collector current Is/s
Courant collecteur de second claquage
VCE =30V 5 A
t =1s
* pulsed o= 300us  5<2%
Impulsions
2/8
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*BUX 10

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signatix)

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions R
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
T . f VCE =15V
ransition frequency - f.

Fréquence de transition Ic =1A T 8 MHz

f = 10 MHz
. | =20A

Turn-on time . C ty+t

Temps total d'établissement tfig. 2) fgy =2A a7 r i 18 Hs

¢ le = 20A

all time . . 1

Temps de décroissance {fig- 2) Ig1 2A f 0,15 03 us
lgg = —2A
le = 20A

Carrier storage time y i =2A

Retard 8 lg décroissance (tig. 2) B1 % 06 1.2 us
lgo = -2A

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance Ropis

Résistance thermique (jonction-boitier) th(]'c) l l 1,17 °C/W

THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIQUE THERMIQUE
Mounting silicon chip on a molybdenum header Le montage de la pastille sur un support en molybdéne limite
bounds mechanical constraints and provides maximum los i dcaniques et confére au un maxi-
insurance against thermal fatigue. mum de garantie contre la fatigue thermique.
Pulsed test : Contrble cyclique :

10 000 cycles

“on’” : 2 minutes (0>70W)

“off” + 1 minute (70> QW)

tease = 126°C max

Dtgase= 110°C max

3/8
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*BUX 10

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

[+
(A) %
T
50
‘0
s
\ NN | 3\1\ {
20 \\ \\ . A0 —F
N N NG
NS
10 -z
N, %m
N\ A A ¥
L Y
® T
\ \
\ \
2 1
N )
\ \
1 Continuous ) \
Continu
Pulsed e e e e e e y
t/mpulsion
05 tcase = 25°C
0,2
01 |
1 2 5 10 20 50 100 200 500 Vev)

4/8
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*BUX 10

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST "CEOlsus)  (fig. 1)

horizontal
horizontal

50 Hz

I

test transistor
transistor en test

L=256mH

l vertical

vertical @)

R
19 ‘
i gjo»sov

common
Rg = 100 E’IOV leommun
WL S L MR e

Note :

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point "A”.
Les tensions Vg sont acceptables lorsque fa trace passe au-defd du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) {fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

Vee

-4—-‘9—— »!

+ o108 uF
-
£} '81 . =
3¢ ot
iz [ y
[~
- Vee = 30V
Re =150
90 % Rg =33Q
s h )
28
©
24 __10%
] ~ t Rc - Rp : non inductive resistances
§ g ‘e 1‘L Yo ki to : Pulse width = 10 us
S8e t onﬂ—Jq :[——- t ot Forme factor< 1%
Rise and fall time < 50ns
Ig1 and 1g2 mesured with Tektronix probe Rc- Rg : résistances non inductives.
P 6021 and Amplifier type 134 A : Largeur dimpulsion =10 us
1g1 8t | g2 sont mesurés avec une sonde Tekiranix Facteur de forme <1%
P 6021 et Amplificateur tvpe 134 Temps de montde et desconts <50 ns

5/8
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*BUX 10

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension | Courant collecteur en fonction de Ia tensian
¢ collecteur-émetteur C cofiecteur-émetteur
{(A) [ (A}
N o1 -
< P
S, Q 1A 20 mA
1
16 V. 6 —
/| 74/ 200,00
/ /_—-—ﬂ‘
12 pubd - 1,2 15 mA
// 200 mA | ——T
/A
s 4 i i 0.8
p g =100 mA 10 mA
| et
4 0,4 lg=56mA '
1
0 0 J
0 1 2 3 4 VCE(V) 0 10 20 30 40 VeetV!
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value) RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension colk en ion de la Valeur statique du rappaort de transfert direct du
VcE rési; basg-émetteur (valeur mini ) en f ion du e
(V) [Tease = 25°C] N Po1e Vg =4V
o}
160 .\'ﬁ/r’ \\
100 -w#/
150
\ 80
o J"i\
S A N
Pig ™
140 60— 7
% \\\
40
130 N
) - "
120 0
2 468 2 468 2 a4 2 468 2 468 2 a
10’ 102 10° Rgg!®) 10 109 10! gl

6/8
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*BUX 10

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

COLLECTCR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
'B émetteur |, base-ématteur
{mAllVee =4 v V- (a)fVee =4V
[ 6
4 7 4
-
2 7 2 —
102 / / o 7
8 ATV AY 8 V4
6 [/ 6 /
$ /
a 8 j9) a /
(2] o y
~ 3
I ~ /
2 8 I 2 f
i < g ) / l
10° - 10 o
l g o
6 6 —& b
SPgf
4 4 o
£
2 l 2 —1 w2 ..g
10° l 10"

0 04 08 1.2 1.6 VgetV! 0 04 08 1.2 16 VgVl
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
‘Tension de saturation collecteur-émetteur en v Tension de saturation base-émetteur en

VeE sat du co (m)z sat du ¢ t coll
) i A2 I
=10 ‘ £=10
B8 B8
1,6 ] ‘1;6
1,2 I 1,2
©
gl
i L
08 8 O 4 08 500 /
< f‘\?—_‘ 1, e=2
» casf
i L ,l‘_‘cb Va
y / 4 =]
S o8
0.4 7 04 :
/ |
0 0 |
2 4868 2 468 2 4 4 2 468 2 468 2
107 10° 10" 1Al 107 100 10" fetA
78
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*BUX 10

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de Ja

‘c22b tension collecteur-base
(pF) ‘case = 25°

8

7

6 N

2 4 68 2 4 VagiV}
10° 10 &¥cs

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Temps de commutation en fonction du
t courant collecteur
st i 1o Vee=30V
sl's

_J—"""——’_ﬂ—‘tf

107

6 10 14 18 221

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT
Fi de ition en fi ion du

f courant collecteur

(MHz2)| tcase = 25°C Veg =15V

15

10 AN

5
0
2 4 5 8 2
107" 10° e (A)
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de ion de la rési: h ique en
régime d’impuylisions
K
% |
6505 =
. 74
c V]
=02 L
5=
_——rH A
\ .
2} ¢ =9
B 4
- . A
2]
L
107 pp—' &
o
sl 1 ,
© t
[} § ==L
V4 T
4 Zen =K Ry,
: !J
102
"2 56 2 S .28 .2 6 21 (sec)
105" 10 %109 %102° Cigr¥ et
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA *BUX T
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

SKPreferred device

Dispositif recommandé
- High speed, high current, high power transistor
Transistor de puissance rapide, fort courant VCEO 200 V
- Thermal fatigue inspection Ic 20 A
Contrdlé en fatigue thermique Pto 1 150 W
- Switching and amplifier transistor
Transistor d’amplification et de commutation
Rihij-c) <1,17°C/W
VCE sat (12 A) <15V
tr (12A) <0,4pus

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages

Dissipation and Ig/g derating Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages

Variation de dissipation et de Ig/g

100
% \
»HN
50
30% Bottom view B8
25 Vue de dessous
0 Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 150 tae0l0C) Masse Leé collecteur est ralié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage V,
Tension collscteur-base cBO 250 \
Coliector-emitter voltage \
Tension collecteur-émetteur CEO 200 A
Collector-emitter voltage - v
Tension callecteur-émetteur Rgg = 100 £ CER 240 \
Collector-emitter voltage Ve = —15V Vv,
Tension collecteur-émetteur BE ! CEX 250 v
Emitter-base voltage A
Tension émetteur-base EBO 7 v
Collector current |
Courant collecteur [ 20 A
Peak collector current _ t
Courant de créte de collecteur tF) =10ms cM 25 A
Base current ]
Courant base 8 4 A
Power dissipation _ og, F.
Dissipation de puissance tcase = 25°C tot 150 w
Junction temperature 1,
Température de jonction max i 200 °C
Storage temperature min te —65 °C
Température de stockage max 9 +200 °C
73-12 1/8
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*BUX 11

STATIC CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current VCE = 160V lCEO 15 mA
Courant résidusl collecteu r-émetteur lg =0 ‘
Vg = 250V
CE
= 1.5 mA
VBE =-15V
Coltector-emitter cut-off current tcEx
Courant résiduel collscteur-émetteur \Y] CE= 250 V
VBE =-15V 6 mA
tease = 125°C
Emitter-base cut-off current Veg =56V lEBO 7
Courant résiduel émetteur-base lc =0Q mA
i =200mA
Collector-emitter breakdown voltage | = vCEO(sus) 200
; A
Tension de claquage collecteur-émetteur L =26 mH
(fig. 1)
. | =50 mA
Emitter-base breakdown voltage £ \
Tension de claquage émetteur-base IC = (BR)EBO 7 v
VCE =2V
'C = 6A 20 60
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant VCE =4V
Ic =12A 10
IC =6A
lg =06A 03 06 A
Collector-emitter saturation voltage VeEsat
Tension de saturation collecteur-émetteur
| c = 12A
lg =15A 07 15 v
. . | =12A *
Base-emitter saturation voltage C v
Tension de saturation base-émetteur ‘B =15A BEsat 1.2 15 v
Vep =140V
CE 1y 0,15 A
Second breakdown collector current IS/B
Courant collecteur de second claquage
VCE =30V 5 A
t =1s L
|

* Pylsed 1, =300 5<2%

Impulsions

218
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*BUX 11

DYNAMIC CHARACTERISTICS {for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Teansi p Veg=15V
ransition frequency _ f
Fréquence de trensition ;C = _1' OAMH T 8 MHz
= z
Turn-on time ) Ic =12A to4t
Temps total détbiisssmen:  \119- 2} g =15A d" 045 1 us
e = 12A
Fall time ) _
Temps de décroissance (fig. 2) gy =15A % 02 04 us
lg2 =-15A
lg =12A
Carrier storage time . | —15A
Retard & la décroissance (fig. 2) IB] 15A ts 12 1.8 us
g2 =7

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERM/QUES

Junction-case thermal resistance

q tier

e [T

1,17 T °C/W

insurance against thermal fatigue.

Pulsed test :

THERMAL FATIGUE INSPECTION

Mounting silicon chip on a molybdenum header
bounds mechanical constraints and provides maximum

CONTROLE EN FATIQUE THERMIQUE

les contraintes

mum de garantie contre la fatigue thermique.

Contrdle cyclique :

10 000 cycles

“on'' : 2minutes (0>70W)
“off” : 1minute (70>0W)
tease = 125°C max

Megse= 110°C max

Le montage de la pastilie sur un support en molybdéne limite

et fére au i un maxi-

3/8



*BUX 11

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

C
(A}
50
2z
(2}
-~ <
AN A &1
20 A Y N g2
N \ NN \&
N, NN \
e
10 o Tt
\’»>‘P ATt
\‘L
AW
L)
T
- NENTHARY
CONINUOUS e jmeevamtant— \ A
Continu \ A \ A
Puised ——————a \ \\ *
1 Hmpulsion \
tcase = 25°C \ 3
|
1
0,5
' 18
R
%7
\
02 \ \‘\
0,1
1 2 5] 10 20 50 100 200 500 VCE(V)

4/8
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*BUX 11

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST  'CEOlsus) (fig. 1)

horizontal
horizontal

50 Hz AIc (mA)

test transistor
transistor en_test

r_______oci L =25 mH

vertical
vertical @
+
I ]o +50V
cornmon
Rg = 100 Q ?[*‘110_\/ commun
L § 40

Note :

The sustaining voltage VGEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point "A”.
Les tensions VCEO sont accep tables lorsque la trace passe au-deld du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)
¢ CC
¥ ~— S ’ _-; 10% uF
s} 'B1 @ .
5% L AN 1
88 l g2
- =150V
=125Q
90 % RB = 3:9 9
g3 ? [
=~ B
i
=3 ; - L 10%
= t Rc¢ - Rg : non inductive resistances
M 3 ot 3 C - Rg : non inductive resis
E 3 d -r LS ‘ tp : Pulse width = 10 us
& ‘ton o et off Forme factor < 1%
Rise and fall time < 50ns
181 and 182 mesured with Tektronix probe Rc-Rg : résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 t : Largeur d’impulsion = 10 us
181 et g2 sont mesurés avec une sonde Tektromix Facteur de forme <1 %
P 6021 et Ampfificateur tvne 134 Temps de moniée et descente <.50 ns




*BUX 11

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant coltecteur en fonction de la tension \ Courant collecteur en fonction de la tension
lc collecteur-émetteur C collecteur-émetteur
T
(A) r\% A (A) r l
[ 3
Al
g 148 ul 10’
16 Pl r/‘\ 25 0,4 mA*
L~ — 1A —-" ( J
Y, / 9 2 B J \
V 8 mA
12 S /f\z&ﬁ(d 03
/ ol "
; il o
Lo
8 =02A 0,2 T,
)/ ,_J 4 mA
cal il
4 0,1 I
lg=2mA
_i7
. 0 L]
0 1 2 3 4 VCE(V) 0 10 20 30 40 VCEW)
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE(mmImum value} RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension colle teur en f de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
\" CE résistance base-émetteur (valeur mm/mum) n en ft jon du 1
V) Veg=4V 'c<15mA 21E | Vep =4V
t == 25°C
amb Il 411
B
260 \‘ 80
AT
™ L P
b
230 60 R
=
%
Ao
\\ Tease = 25°C
210 S 40 A
190 | 20
170 s - 0
2 4 & 2 4 68 2 2 468 2 4 68 2 4
10’ 102 108 R, (@) 107 10° 10 W

6/8

668



*BUX 11

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de /s tension base- Courant collecteur en fonction de Ia tension
'B émetteur [} c base-émetteur
(Al veg =4V / W Veg =4V
6 6
4 4
2 2
107 / 10! 7
8 i A 8 7/
s s [y 4
4 ) 4 5’
o O 7 fo
& [y &
2 ~ 2 &fle
i <
2 /;' l I}
10! X v X 1 Oo8 1 .,5?
[} l [} J
2 2
10° 107

0 04 08 1,2 1,6 Vel 0 04 08 1,2 16 Vgev)

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
v Tension de saturatio e en Tension de saturation bass-ématteur en
M du fonction du
CE sat BE sat
vy I [ V) !
C q
=8 =8
T T
16 olto 1.6
glla ]
TH
i
1,2 ‘_§ .g 1,2
0 /
0,8 08 . ) ‘T/
%
- =\
] s
0,4 04—
P74
o B 0 L
2 468 2 4 68 4 . 2 468 2 4 68 2 4
107 10° 10! IclA) 10! 10° 10! tolA)

nHe



*BUX 11

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS

COLLECTQR-BASE VOLTAGE

Capacité de sortie en fonction de la
C b tension collecteur-base

2
(p;) Tease =%
8
7
6
. \\
A
4 \\
2 AN

: AN

N

AN

102
100 2 4 6 8101 2 a4 6VgplV)

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT

Temps de commutation en fonction du
courant collecteur

t
tus) fic Ve =180V
g
B

=8

AN

A

107! J ‘

0 4 8 12 16 (Al

TRANSITION FREQUENCY VERSUS

COLLECTOR CURREN
de en f du
'T cauram‘ collecteur
{MHz)
15

JATN

2
10" 10° e (A)

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la on

q

K régime d’impulsions
} 1 I
615 =05
4 ! ll ]
5 =02 r
| 5 =07 /5
2|02
- 3
.1 Qc /
10 S/
8 7
o 1. s =2
/ T
4 Zin =K Ry,
2 !J
102

105" "o %103° %102 Py
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED *BUX 1IN
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE

K Preferred device

Dispositif recommandé
- High speed, high current, high power transistor
Transistor de puissance rapide, fort courant VC EO 160 V
- Thermal fatigue inspection e 20 A
Contrélé en fatigue thermique Piot 150 W
- Switching and amplifier transistor
Transistor d’amplification et de commutation
Rehj-c) <1,17°C/W
VCE sat (15 A) <15V
t¢ (15 A) < 0,5 us
Dissipation and Ig/g derating Case TO-3 -~ See outline drawing CB-18 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages

Variation de dissipation et de I g/p

190
50 0 NS —1
’OI
30%

Bottom view 8

28 Vue de dessous
o o Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 150 Teaeel°C) Masse Le coflecteur est relié au boitier

= 25°C {Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case

sonipebrmdiyio Veso 220 v
Sontion somocesur-émotsanr Vceo 160 v
Conion cometnor-Smattens Rgg = 10082 VeenR 200 v
e oo Ve =18V | Ve 20 y
Tonsion énseteeren VEBo 7 v
Casrant oot Ic 20 A
B o = Lo 2 A
Soetren. E :
Zﬁﬁa’gﬁs‘i’gﬁﬁlﬂa tease = 25°C Prot 150 w
Tomcinun i fonetion max Y 200 °c
Storage temperature min tstg —6% °C
Température de stockage max +200 o
73-12 1/8
THOMSON - CSF 671
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*BUX 11N

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg =130V Iceo 15 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur g = 0 !
Veg = 220V
CE
- 1,5 mA
Vg =-15V
Collector-emitter cut-off current lcex
Courant résidus! collecteur-émetteur VCE = 220V
Vgg=-15V 6 mA
— Q
toase = 125°C
Emitter-base cut-off current Veg =5V 1
Courent résiduel émetteur-base ic =0 £BO 1 mA
e = 200 mA
Collector-emitter breakdown voltage ] = VCEQ(SUS) 160
; B \
Tansion de claquage collecteur-émetteur L =25 mH
{fig. 1)
Emitter-base breakdown voltage lg =50mA v
Tansion de claquage émetteur-base |C = (BRIEBO 7 v
Vep =2V
CE
Ic = 8A 20 60
Static forward current transfer ratio *
Valeur statiqus du rapport de transfert hyE
direct du courant VCE =4V
ic =15A 10
I = BA
g = 08A 03 086 v
S:;Ig:;z:-emitte'r satu‘r'ation voltage VCEsat *
* g =15A
lg =188A 08 15 v
. . | =15 A *
Base-emitter saturation voltage c v,
Tension de saturation base-dmettour g =188A BEsat 14 18 v
Veg = 140V 015 A
t =1s '
Second breakdown collector current s/
Courant collecteur de second claquage
VCE =30V 5 A
t =1s
* pyised = 300us 65<2%
Impulsions
2/8
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*BUX 11N

DYNAMIC CHARACTERISTICS {for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES {pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Résistance thermique (jonction-boitier)

Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition f VCE =15V
ransition frequency _ §

Fréquence de transition lc =1A T 8 MHz
1 = 10 MHz

T lg =18A

urn-on time X _ ty+t

Temps total d’établissement {fig. 2) (B'l =188A d r 075 1.5 us
le = 15 A

Fall time " —188A t

Temps de décroissance (fig. 2) IBI ’ f 03 05 MS
| =-188A

B2

le =15 A

Carrier storage time . | —1,88 A

Retard & la décroissance (fig. 2) B1 T 09 15 Hs
g2 =-— 1,88 A

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance —[ Rth(j-c) l l 1.17 oC/W

THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIQUE THERMIQUE
Mounting silicon chip on a molybdenum header Le montage de /a pastille sur un support en molybdéne limite
bounds mechanical constraints and provides maximum los it dcaniques et confére au un maxi-
insurance against thermal fatigue. mum de garantie contre Ia fatigue thermigue.
Pulsed test : Contrdle cyclique :

10 000 cycles

“on' ¢ 2 minutes {0 > 70 W)

“off”’ 1 1minute (70> 0W)

tease = 125°C max

Dtease= 110°C max

3/8
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*BUX 11N

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

c

{A)

50

7o

20 et et T et o v —\——— “ ““ §—1/Q’°.

N Y bRSAR LY
N\ N\ N “3%’{ w\'

\ N | AR

10 AL RN

AN /0\ 1
A s
o -k LWL
5 \ \y
\ i
\ ‘\"

\

) NAALIAN
CONtiNUOUS e \ K \ |
Continu \ \I
Pulsed \

1 Limpaision ) \

[“tcase =25°C !
|

05 —t

t

\‘ 1

]

0,2 \ Y
!

o1 )

1 2 5 10 20 50 100 200 500 VCE(V)

4/8
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*BUX 11N

TEST CIRCUIT

v ’
MONTAGE DE TEST  CEQlsus)  (fig. 1)
horizontal
horizontal
50 Hz
test transistor
transistor en test
—————OK L=25mH
vertical
vertical @
+
18
W E]O »>50V
010V comman
Rg = 100 .,LE—‘_ commun
— LT

Note :

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point "A™".

Les tensions VCEO sont acceptables lorsque la trace passe au-deld du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

t
e —— P——

+

'81
Y

jr‘b

Base current
Courant base

-
1

\/q:

Collector voltage
Tension collecteur

g1 and Ig2 mesured with Tektronix probe
P 6021 and Amplifier type 134 4
ig1 et 1gp sont mesurés avec une sonde Tektronix

P 6021 et Amplificateur tvne 134

@ . Pulse width

Rise and fall time

(fig. 2)

=30V

]

29
33Q

Rc - RB : non inductive resistances
= 10 us
Farme factor<< 1%

< 50ns

: résistances non inductives
: Largeur d'impulsion =10 us
Facteur de forrme

<7%

Temps de montée et descente <50 ns

@
@
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*BUX 11N

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension | Courant collecteur en fonction de la tension

C collecteur-émetteur C collecteur-émetteur

{A) AR (A} —— I
) 2P 1[2 e
e 1
16 / - 900'“‘}‘%—' 0,4 10 mA
/ T
| A 600 mA
~ Lt
l / | ] 8 mA
12 // 400 ™A 0,3 T
e
A ] # A
lg= 200 mA §m
y. AN et 0.2 !
8 P I F
J/ 4amA
a |/ 0,1 | - | -
’ \'B 2 mA 1
AN
0 0 1 - — ¢
0 1 2 3 4 Veetvd 0 10 20 30 40 VeetV!
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE_ VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE{minimum value) RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension collie émetteur en ¥ fon de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
\J g résistance base-émetteur {valeur minimum) en f ion du co e
\? T T T T T h21E —
M1 c<isma toase = 8 C Vee= 4V
a0 o
160 =
tese A TT] Y
75 ~ \
210 /
\ 60 | \
o
%
- -as‘f e ™
46 (1o
190 \ /( \
30
170 g
- 20
150 0
2 4 68 2 4 68 2 4 2 468 2 4 68 2 4
10" 102 10° Rgel@) 107 10° © o IgiAl

©/8



*BUX 11N

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
IB émetteur.
) =
{mA Ve = 4V

6+ ] i

o] 04 0,6 1,2 1,6 vgetv)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en

VCE sat fonction du courant collecteur

V) (
|
el
8
16 1
1,2
Ry
08 &
# J f
.13
S
04 oAV 3
i
"
o <
0 Zfll
2 58 2 468 2 4
107! 10° 10" iglAl

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de Ja tension
lC base-émetteur

(A 1 Vee = 4V
r3
2 d
10‘8
/
-3
. /
o/ /
W,
2 & 5
%
(¢] i &
10 s
& I
€ -~ Fs
4 i}

0 04 08 12 1B VW

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

v Tension de saturation base-émetteur en
¥ ion di I

8E saf u courant
[4%] [ ,
L_-,-C- = 10|
i /
1,6
1,2
7,
& )
08 = %
cos® Y
(AV]
iz
014 tca‘ﬁ
0

2 468 ,2 468 2 a
10

10—1 10! IC(A)
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*BUX 11N

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS

COLLECTOR-BASE VOLTAGE

Capacité de sortie en fonction de la
Conr tension collecteur-base

F = 250
P} ¢t o=25°C

10?
100 2 4 68101 2 4 5VCB(V)

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Temps de commutation en fonction du

t courant collecteur

) e Tvee =30v
o8
6—'B
4
~N
2 \‘
\\
\\ X ot
100 S
8N S~
o\ -~ 5
N
| %
2
10"
0 5 10 15 I (A)

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT
Fi de ition en ft ion du

rreq
* courant collecteur

T
{MHz) Tease = 25°C

15

\
10

5
0
2 a6 8 2
1071 100 fg )
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la rési: h ique en
régime d‘impulsions
K,
]
|
615 =05 /
NN ’
=0,2 L i
5 =0,
et r /; ‘
2 —»—84'3' /
1 o/
. 4
10! A
8 .___{)///
6 5 =2
/ T
4 Zip =K Ry,
: !J
102 3 s .2
2 B 5 42 22 .12t (sec}
10°° 10¢ %109° S102° Sip1¥ el
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA * BUX 12
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIFLE DIFFUSE

Sk Preferred device

Dispositif recommandé
- High speed, high volitage, high power transistor
Transistor de puissance rapide, haute tension VCcEO 250 v
- Thermal fatigue inspection Ie 20 A
Contrdlé en fatigue thermique Ptot 150 W
- Switching and amplifier transistor
Transistor d‘amplification et de commutation
Rth(j-c). < 1,17°C/W
VCE sat (10 A) <15V
ty (10 A) < 05us
Dissipation and |g/g derating Case TO-3 ~ See outline drawing CB-19 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-19 dernidres pages

Variation de dissipation et de /g/g

100 ’
NEAN
75 \\
so (@]
30% Bottom view B
28 Vue de dessous
° Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 180 1.,,,(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 26°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage v
Tension collacteur-base cBO 300 v
Collector-emitter voltage \%
Tension collecteur-émetteur CeO 250 v
Collector-emitter voltage Rure = 100 2 v
Tension collecteur-émetteur BE CER 290 v
Collector-emitter voltage Vo = —1,5V V,
Tension collecteur-émetteur BE CEX 300 v
Emitter-base voltage Veso 7 v
Tension émetteur-base
Collector current }
Courant collecteur c 20 A
Peak collector current . _ |
Courant de créte de collecteur b = 10 ms M 25 A
Base current J
Courant base B 4
Power dissipation t = 250C Piot 150 W
Dissipation de puissance case
Junction temperature t.
Température de jonction max ) 200 °C
Storage temperature min tg -85 o6
Température de stockage max +200 oC
73-12 1/8
THOMSON - GSF 679
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*BUX 12

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Collector-emitter cut-off current Veg = 200V IcEO 15 mA
Courant résiduel collectour-émetieur. g =0 '

Vg = 300V

CE -

Vg = =15V v5 mA
Collector-emitter cut-off current leex
Courant rdsiduel collecteur-émetteur VCE =300V

VBE =-15V 6 mA

toase = 126°C
Emitter-base cut-off current Veg =5V lego 1 A
Courant résiduel émetteur-base IC = m

lc = 200 mA
Collector-emitter breakdown voltage IB = VCEO(sus) 250 v
Tension de claquage collecteur-émetteur L = 25 mH

(fig. 1}

Emitter-base breakdown voltage lg =50mA 'V(BRIEBO 4 v
Tension de claguage émetteur-base ‘C =

Vae =4V

LCE A 20 60
. . : C
Static forward current transfer ratio *
Valsur statique du rapport de transfert ha1e
-direct du courant Veg = 4v

= 10
IC 10A
| =bA
Cc

g =O05A 02 1 \Y
Collector-emitter saturation voltage VeEsat *
Tension de 7 /i

IC =10A

g =1.25A 05 15 v

. . l =10A *

Base-emitter saturation voltage Cc v
Tension de saturation base-émetteur IB 1,25 A BEsat 12 15 v

V, =140V

CE 1 0,15 A
Second breakdown collector current Ig, /B
Courant coll de second ce

VCE =30V .

t =1s 5 A
* Pulsed .= 300ps 5<2%

Impulsions

2/8
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*BUX 12

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires/

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
T vion f VCE =15V
ransition frequency _ f

Fréquence de transition lg =1A T 8 MHz
L = 10 MHz

. . { =10A

Turn-on time . Cc ty+t

Temps total d’établissemen: {fig. 2) 'B =1,25A d r 05 1 HS
'C =10A

Fall time . . 1

Temps dg décroissance (fig. 2) IB1 =125A f 0,25 05 HS
IBZ =-128A
‘C =10A

Carrier storage time " i =

Retard & la décroissance (fig. 2} B1 1.25 145 2 Hs
lgg = -1,25A

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance [ - .

Résistance thermique (jonction-boitier) J thij-c) [ 1,17 L °C/W

Pulsed test :

THERMAL FATIGUE INSPECTION

Mounting silicon chip on a molybdenum header
bounds mechanical constraints and provides maximum
insurance against thermal fatigue.

10 000 cycles
or’’ 1 2 minutes {0>70W)
1 minute {70>0W)

I

“off

CONTROLE EN FATIQUE THERMIQUE

Le montage de la pastille sur un support en molybdéne limite
les contraintes mécanigues et confére au transistor un maxi-

mum de garantie contre /a fatigue thermique.

Contrdle cyclique :

tease = 125°C max
Atgase= 110°C max

3/8



*BUX 12

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

C
(A}
50
7
(7]
— A
~ A ——era Y
20 N SO o
20V \ 0 \\/;) 64\,\'&?\'(("
10 75 A NG <D
N~ A, u i
.
N X X “: !
5 N
NN JL\\ “.‘ L
2 \ | v\ g
\ vy
1 NS\
AN ST XH
0,5 X
] Y \
\ ~
T X
0.2 \ LY
ContinUouS e e \ b
Continu N
01 |
[~Pulsed
" impuision
0,05 Htease = 25°C
0,02
0,01
1 2 5 10 20 50 100 200 500 Veiv)
CE
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*BUX 12

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST " CEOlsus) (fig. 1)

horizontai
horizontal
@ A
50 Hz [ c {mA)
test transistor
transistor en test
N 1 ; L=25mH
vertical
vertical @
+
18 [
i L] _ :]o >80V
common
Rg = 100 2;—10\ v commun
3 ~ -0
g
Note :
The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point "A”.
Les f Veep sont p tables lorsque la trace passe au-defé du point A.
SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) {fig. 2)

CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

t,
+ P 5600 uF
Eg [
£4 61 _ =
3 - >
T ]
%3 - i
ad B2
g
- ‘ = 150 V
! =.158Q
[ 90 % =47 Q
g3 )
3
g4
°8 |
-3 . (. _10%
g ‘E T 1 ™ — t Rc - Rg : non inductive resistances
23 d r 5:-‘*“- o . Pulse width = 10 us
38 ‘lon g Forme factor< 1%
Rise and fall time < 50ns
Ig1 and Ig7 mesured with Tektronix probe ARc-Rg : résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 % : Largeur d'impulsion = 10 ps
{g1 et g2 sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1 %
P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temps de montée et descente <50 ns




*BUX 12

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de Ja tension ) Courant collecteur en fonction de /a tension
/e émetteu. C collecteur-émetteur
T (A) |
A 1 o ] 12 mA| 1
oA T 1 |
. —
== T
16 }‘* 04 . | |
= A 4 10 m.
LT3 & o
Y/ 1 :: = — T
7 1A -
12 r_% il JA/J’ 03 8 mA
pomerT 08 I ey
‘/,/ ol ’Q?'A" — ?
- r" 6 mA
8 " ‘ﬂLr 02 b m,
In=02A 4 mA
] =1 |
4 3 0,1
l lg=2mA
0 l T 0 <
0 1 2 3 4 Ve 0 10 20 30 40 VeV
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE_ VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE{minimum vaiue) RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension colle émetteur en f jon de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
v résistance base-émetteur (valeur minimum) en fc ion du courant
w T =250 ha1e T
™ Tease = 7°C 1 Veg=4V
< 4 o0
. IC\1,5 mA 60 //\’If’ L
»
200 ] \
50 (2]
280
3 40 \
\ .
z
PraillIN
30 %
270 \ / \\
\ 20
260
10 \ .
250 ™ ]
2 4 68 2 4 68 2 4 2 468 2 4 68 2 4
10' 102 10 Rgg(@) 10" 10° 10! et
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*BUX 12

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE

Courant base en fonction de la tension base-
|\, émetteur
(mAlf Vg =4 v
sl CE yd
4
2 —
<
2 2 (&)
1 4 /
0 8 & -g?;
6 i Vi
& @
4 __87 &
2
. i
10" +
]
6
. [ |
2
10°

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE

VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en

0 04 08 1,2 16 Vg

2 4 68 2 4 ¢

V(C\;E) sa" ; ﬂ
'c
175~ °
1,6
1.2
0,8 '
0.4 A ] <
. =125°C #
tcase e
o et
i 8

IC(A)

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension

ic base-émetteur
twfvee=4v
6 I
a “"_Jr
2 +—— =
1 i
10 o 7 mn
6 $ / |
4 4 S
T
& e
2 /‘ 12 ]
¥ |
1008 7 .,3’*_(___{ 1
6 J 17 -
[ 1] |
a4 —
2 j—L_a
10!

0 0,4 08 1,2

18 VggtV!

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE

VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en

VBE satfonction du courant collecteur
T

|
o
L7 —
1,6
1,2
/4
L°C /
038 e
/4’]—
e
0,4 =T <o
0
2 468 . 2 468 .2 4
10—1 100 101 IC(A)
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*BUX 12

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIOUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS

COLLECTOR-BASE VOLTAGE

Capacité de sortie en fonction de la
(322 tension collecteur-bast

(pF} | tcase = 25°C

5 N

™

2 a sVCB(V)

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Temps de commutation en fonction du

t courantcollecteur

s -Vc;: =150V
|
L lc
6 |_B=8
-
\t:\
2 — ]
T
10°
B;tan
N L1
AK
2 U ~—
107!
2 4 6 8 10) (a)

TRANSITION FREQUENCY VERSUS

COLLECTOR CURRENT

Fréquence de transition en fonction du
1. courant collecteur

T —
(MHz)] tcase = 25°C

15

o PanN
P N

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la résistance thermique en
régime d’impulsians

1| ]
T -
6l5 =05 A
N 74
zlsﬁl“'}r‘/ o
Nd4
2 —5::0
] 4
o
R4
10! = %
RER 4 5 =1p
4 T
4 Zin =K Ry,
|
102
10_52 51‘0_42 510.32 510,22 510_12 1 lsec)
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA * BUX 13
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

*KPreferred device

Dispositif recommandé

- High speed, high current, high power transistor
Transistor de puissance rapide, fort courant VC €0 325 V
- Thermal fatigue inspection e 15 A
Contrblé en fatigue thermique Ptot 150 W
- Switching and amplifier transistor
Transistor d’amplification et de commutation
Rthj-c) < 1,17°C/W
VCE sat (8 A) < 1,5 \"
tf (8 A) < Vus
Dissipation and Ig/g derating Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages

Variation de dissipation et de Ig,p

100

%

75

s0 (=)

25 30% Bottom view g

Vue de dessous
o Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 150 1 ... (°C) Masse Le collecteur est relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage \%

Tension collecteur-base CBO 400 v
Collector-emitter voltage Y

Tension collecteur-émetteur CEO 325 v
Collector-emitter voltage Roe = 100 Q v

Tension collecteur-émetteur BE CER 390 \
Collector-emitter voltage Vor =—15V vV,

Tension collecteur-émetteur BE CEX 400 \
Emitter-base voltage VEBO 7 v
Tension émetteur-base

Collector current |
'Caurant collecteur c 15 A
Peak collector current _ 1

Courant de créte de collecteur b = 1 ms ™ 20 A
Base current i

Courant base B 3 A
Power dissipation _ P,

Dissipation de puissance tcase =25°C tot 150 w
Junction temperature t.

Température de jonction max 1 200 °C
Storage temperature min tg —65 oG
Température de stockage max +200 oG

73-12 1/8
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*BUX 13

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

[ Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Collector-emitter cut-off current Veg = 260V Iceo 15 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur. tg =0 4
VCE =400V 15 A
Vg =-15V :
B8E .
Collector-emitter cut-off current 1CEX
Courant résiduel collecteur-émetteur VC E= 400 V
Vgg = =15 \ 6 mA
tease = 126°C
r
Emitter-base cut-off current Veg =5V leBO 1 A
Courant résiduel émetteur-base lc =0 Lt
lc = 200 mA
Collector-emitter breakdown voltage g = VCEO(sus) 325 v
Tension de claquage collecteur-émetteur L = 25 mH
(fig. 1) N
Emitter-base breakdown voltage 'e =50mA VIBRIEBO - v
Tension de claquage émetteur-base IC =
~—
Vap =4V
CE
i c = 45 15 60
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant VCE =4V
lc =8A 8
I =4 A
'B =08A 02 08 A
Collector-emitter saturation voltage VeEsat *
Tension de saturation colfecteur-émetteur | ~8A
g =16A 0,35 15 Y,
Base-emitter saturation voltage IC =8A VBEsat * 117 15 v
Tension de saturation base-émetteur g = 16 A .
:/CE - :450 v 0,15 A
Second breakdown collector current ls/B
Courant colle de second claq v 30V
CE =Y. i
t =1s 5 A
* pylsed t,='300us 6<X2%"
Impuisions
2/8
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*BUX 13

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux}

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires!

Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
T tion f VCE =15V
ransition frequency _ §
Fréquence de transition ;C = :OAMH T 8 MHz
= z
| c = 8A
Turn-on time . = ty+t y
Tomps total détablissemen:  \119- 2) iz 1.6A d™ 0,55 1,2 us
'C =8 A
Fall time . - t
Temps de décroissance (fig. 2) :B 1 = 1’16 ;\A f 0,26 1 us
B2 =~
lc =8A
Carrier storage time . —18A N
Retard & Ia décroissance (fig. 2) :B1 ’1 A s 1,7 25 us
B2 =7

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance
Résistance thermique {jonction-boitier)

Rihij-o 1

[ [ ow

THERMAL FATIGUE INSPECTION

Mounting silicon chip on a molybdenum header
bounds mechanical constraints and provides maximum
insurance against thermal fatigue.

Pulsed test :

o

on

10 000 cycles

* : 2 minutes (0>70 W)
"off' : 1 minute (70> 0W)
tcase = 125°C max

Atcase= 110°C max

CONTROLE EN FATIQUE THERMIQUE

Le montage de la pastille sur un support en molybdéne limite
les contraintes mécaniques et confére au transistor un maxi-
mum de garantie contre la fatigue thermique.

Contréle cyclique :

3/8
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*BUX 13

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

C
(A)
50
Z
(%
20 < < <
N h\ 3 ,\ 6 |
N [PANY
NINDNG, I
10 I, | RN
N N i —3 -
~ AY '
5 " ) \‘ 1)
1 “ 1
\ \ \‘
2 NI \\
\ VY
1 Y\ \‘ \‘\
X
L\
0,5 A A
A\ “ A
™ Continuous e \\ \\
Continu A S
02
Puised e \ ~
lepu/sion \ \i
0,1 | tcase = 25°C
(S
0,05
0,02
0,01
1 2 5 10 20 50 100 200 500 VCE(V)

4/8

690



*BUX 13

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TesT  'CEOlsusl (fig. 1)

horizontal
horizontat
©
50 Hz
test transistor
transistor en test
[ — ;
vertical
Verrica/@
+
1Q
W :] 0-5V
_ 0-10V common
RB' 100 2 N cammua o
S L i

Note :

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point A",
Les tensions Vopp sont acceptables forsque fa trace passe au-dela du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

/
t o
A+ P == 5600 uF
s§ t fen @
= ——
3% F . - !
% 3| . i
a8 | B2
| S
‘ = 160 V
! =20 Q
| - 90 % =39Q
® + - - -
23
5% $ l /
28
Y - 10 % ,
2 n [t T . = 1 Re - Rg : non inductive resistances
23 d-e L i o 1 :Pulse width = 10 us
85 o -l Lt o Farme factor<< 1%
Rise and fall time < 560ns
181 and g2 mesured with Tektronix probe Re-Rg : résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 A : Largeur dimpulsion =10 us
1g1 et {gp sant mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <7%
P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temps de montée et descente <50 ns




*BUX 13

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension ) Courant collecteur en fonction de la tension
C collecteur-émetteur C collecteur-émetteur
(A) (A)
1 ]
( 1§
1 4 —
‘* sudinnE
g
2,2%7"/ N
[t — B 1
12 - 3 F oA _}
] |
ot .
; =T S s S
1 1A T~ i
L [ A
T - 08 —
8 - 4 24— | L
6 o T N
T SUINEENE
— 04 AT ] T \ -
z :/ ] ] I
4 P A g =02A 1 l: 2 TATﬁ ﬁT#
N '“ZmLU Bl
0 i 0 1 .

0 1 2 3 4 Vv 0. 120 160 VeV
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE(mlmmum valueT RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension coll teur en f jon de la Valeur statique du rapport de transfert direct du

VcE résistance base-émetteur (valeur minimum) h courant en fonction du couram ao/lec!eur
y T —
V1 (1 g50 = 26°C ‘CSLS mA 21E VCE_
e
™ 60

390 \ ‘jﬁ:M’ ﬁ\\
370 \ 20 | \

~125°C

—tcase
350 c/

L~ \

20
M

330 -uy \

] N
310 0

2 4 68 2 4 68 2 4 - 2 4 68 2 4 68 2 4
10' 10? 10° gl 107 T U S

68
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*BUX 13

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de Iz tension base-
1, émetteur
B r—r
(mAIV e =4 V. y/
6
4
(4]
o
2 L‘e é—
102 v iy
8 & g
6 ~7 ‘-Q
4
2 /
U
10 s 1171
bs 1
. I
2
100
0 04 0.8 1.2 1.6 Vge(v)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTQR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en
V(CVE) sat i du co
i
B_g
e L
1.6
12
il
0,8
’ P4 < N
- 425°C / A7
tcase /“,1;3'
0 t |
2 468 2 4 68 a
107 10° 10! fe®

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de /a tension

| . base-émetteur

(A)-VCF =4V

b‘cc

V3

2 &

Se
3
Case = 2550

100

1

oo

“‘Nh}_

107!

1.2

16 v

e

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

VBE satfonction du courant collecteur

vl
| Ic

-2 5

1,6

08

0,4

4 6

8
10’

2

Py
Io(A)
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*BUX 13

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fréquence de transition en fonction du
C22b tension collecteur-base f courant collecteur
Y T T
(pF) tease = 25°C (MH2z) Ve =16V ]
5 f =10 MHz
15 - tease = 25°C

N 5
2 ™
10
9 —1
8
7
6 0 i 1
2 4 &
10! 2 4 % sVCB(V) 107 100 Ie A
CTOR TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
%ZVJQRC;\‘R'G TIMES VERSUS COLLE FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Temps de commutation en fonction du Facteur de réduction de Ja résistance thermique en
t courant collecteur K rég‘/m_e[d’imnuls/ons J T
{us) S
HS's Ve =150 V| T
6 - i 65 =05
\\ G 4
T
¢ =0,2_41 /
™ % x 2 R o)
2 N =gy
s fr
o
10°! S
10 -~ R /‘/0
L' .
8 )%
& 22 A 6 5 =1
kd‘\ /
S 4 r4
TN &
Rl
2 2
100 10-2 2 S 2 5 2 S 2
52 5 3 . 121 lsec)
0 4 8 12 A 105" 0% 0¥ 10?7 ot R

8/8'
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED *BUX 14
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE

K Preferred device

Dispositif recommandé
- High speed, high voitage, high power transistor
Transistor de puissance rapide, haute tension Vceo 400 V
- Thermal fatigue inspection Ic 10A
Contrdié en fatigue thermigue Piot 150 W
- Switching and amplifier transistor
Transistor d’amplification et de ¢ tation
Rth(j-c) < 1,17°C/W
VCE sat (6 A) <15V:
tf (6A) <12ps

Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages

Dissipation and lg/p derating Boftier Voir dessin coté CB-19 dernidres pages

Variation de dissipation et de /g/g

100
%
75 Q
50
30% Bottom view ]
25 Vue de dessous
0 . Weight : 14,4 g. Collector is connected to case

50 100 150 1.,,(9C) | Masse Le coflecteur est relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tease = 25°C (Uniess otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION ca (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage V, .

Tension collecteur-base CBO 450 v
Collector-emitter voltage . V, .

Tension collecteur-émetreur . CEO 400 v
Collector-emitter voltage Ruc = 100 £ V.

Tension collecteurémetteur BE 0 CER. 440 v
Collector-emitter voltage Vo =—15V Vv, .
Tension collecteur-émetteur BE CEX 450 : v
Emitter-base voitage Vego - v
Tension émetteur-base -

Collector current ]
'Courant colfecteur o 10 A
Peak collector current’ . _ \ .

Courant de créte de collecteur tp =10ms CMm 15 A
Base current 1

Courant base B 2

Power dissipation t = 280 ‘Ptot 150 W
Dissipatiarz de puissance case — bl A
Junction temperature ; 1. R
Température de jonction max I 200 °C
Storage temperature min tag —65 °C
Température de stockage max. . +200 oC

73-12 18
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*BUX 14

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current VCE =320V ‘|CEO 16 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur. ‘B =0 4 :
Veog = 450V
CE -
Vgg = =15V 5 mA
Collector-emitter cut-off current lcex
Courant résiduel collecteur-émetteur Vv CE = 450 V )
VBE =-15V 6 mA
toase = 125°C
Emitter-base cut-off current Vegg =5V 'EBO 1 .
Courant résiduel émetreur-base le = mA
lg =200mA |
Collector-emitter breakdown voltage ’B = VCEO(sus) 400 N
Tension de claquage collecteur-émetteur L = 25 mH .
(fig. 1)
Emitter-base breakdown voltage lg =50mA v .
Tension de claguage émetteur-base 'C = (BRIEBO 7 v
Veap =4V
CE
. ic =3A 16 80
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du raspport de transfert hoyE
direct du courant ‘VCE =4V
ic =6 A 8
dg =3A S .
g =06A ‘0,15 086 "
Collector-emitter saturation voltage ' V(eEsat *
Tension de saturation collecteur-émetteur \ ~6A
c . - )
g =12A 03 1.5 v
. . { =6A v [ 3
Base-emitter saturation voltage [ Vv . .
Tension de saturation base-6metteur lg =12A BEsat 1 15 v
Vap =140V
t cE =1s 0,15 A
Second breakdown collector current ’IS/B
Courant collecteur de second claquage
VCE =30V .
t =1s 5 A
* Puylsed t,='300ps  6<2%"
Impulsions
2/8
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*BUX 14

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals}
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Résistance thermique {jonction-boitier)

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Tramsition Veg =15V
ransition frequency _ §
Fréquence de transition Ic =1A T 8 MHz
£ = 10 MHz
Turn-on time lc =6A ty+t
Temps total d’établissement (fig. 2}( |B = 1'2 A d r 0'7 1'4 L
‘C =6A
Fall time . _ 1
Temps de décroissance {fig. 2) |Bl =12A f 07 1,2 us
gy =—12A
IC =6A
Carrier storage time - -
Retard & Is décroissance (fig. 2} g1 1.2A L 15 3 us
lgg =-12A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance J Rehij-o) 117 oW

Pulsed test :

THERMAL FATIGUE INSPECTION

Mounting silicon chip on a molybdenum header
bounds mechanical constraints and provides maximum
insurance against thermal fatigue.

10 000 cycles
“on" : 2 minutes (0> 70W)
“off” : 1minute (70>0W)

CONTROLE EN FATIQUE THERMIQUE

Le montage de la pastille sur un support en molybdéne limite

£3,

les

mum de gerantie contre la fatigue thermique.

Contrdle cyclique :

tcase = 125°C max
Mgase= 110°C max

au Z un maxi-

3/8
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*BUX 14

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

C
(A}
50
20 5
()
N Y ~N R e 30
. "\, \ N,
" *&
N\ NN
0 SNONE X
;‘ ' ;
5 QR m ¥
- Vi i
2 N TR
\ R
1 \ At
Ut
i 1
A 1 H
0,5 \ !
gominuous ¥ AW |\
ontinu
0,2 {Pulsed R, \ \ \‘
Impulsion - \\ N J
01 1cgse = 26°C \
. =
0,05
0,02
0,01
1 2 5 10 20 50 100 200
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*BUX 14

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEsT " CEOlus) (fig. 1)

_____o: L=25mH

horizontal
horizontal

4
50 Hz I (mA

test transistor
transistor en test

Note :

vertical
vertical @
+
19
2] Ego ~sov
3 common
RB =100 Q 2[:.9[1/ lcommun

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace fails to the right and above point “A"".
Les tensions V g sont acceptables lorsque la trace passe au-dela du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) {fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

Base current
Courant base

Collector voltage

Tension collecteur

. “ce
+ P
Tes
Y r——.* t
82
4

_ 90%
_ . . 10%
P Lot | - "t R¢ - RB : non inductive resistances
d f ST : S :Pulse width = 10 us
ton-m—— " off Forme factar < 1%
Rise and fall time < 50ns
g1 and Ig2 mesured with Tektronix probe Rc-Rg : résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 t : Largeur d'impuision = 10 us
gy et 1go sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%

P 6021 et Amplificateur tvna 134 Temps de montée et descente <50 ns




*BUX 14

(A)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR.

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension

collecteur-émetteur

] T
128

™

%
|

by
: //ogl/—’\
Lt

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE[minimum valug]

Tension collecteur-émette
P b

ur en fonction de la
]

Vee tteur {valeur mini
V) [T =280C <15 mA
Coase '} B
}_ | =)
520
N
480 |— \ ——h’—u
N\
440 N
\N\
400 1+
‘ u
380 Jz
2 468, 2 4 68 a
10’ 102 10% Rgg (@)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant coflecteur en fonction de la tension

I(: collecteur-émetteur

(A) L - Ay 1
0,4 }.j’ | | | [
oaf

— 1t
—t -
»

3-

>

’ 'L | ] 3mA
/_' —
 AmEmmma
] T
T HJ
o L] HERRs
0 20 40 80 80 Velv)

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant aollecteur

"21e vee=4av [ T
11
T r
160
AT
0@04 —L
120 —*+ ~# B
14
o L
80 l =
= Jv
416 A L1
2] \
40 v \ L]
A,
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*BUX 14

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
IB émetteur
(%l L Veg=4Vv
. //
2 /]
102
-]
6
o]
)
a ‘5, o /
2 e
of #
g sl
10! <18
8 e 3
[t
13
a
2
10°

0 04, 08 12 16 VgV

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE

VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tensiqn de saturation collecteur-émetteur en

VeE sat” au
\%] ]

|
C =
P

0,8

0,4

v

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
i ¢ base-émetteur

(2) Ve =4V ~
. //
"

10° /
8

6 [

4

: 125°C
=

=
289¢ ¢

ase™

Bl

Tcase =
1,

[ 0,4 08 1.2 1.6 vgeiv)

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-ématteur en

BE satfonction du
v o

L_5

L g
1,6
1,2

7
08 1 i r‘//
o]
w02 2 4 %857 4 6810" 2 4 oA
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*BUX 14

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGF
Capacité de sortie en fonction de la

CZZb tension collecteur-base
(pF) -
Tease = 25°C
6
4

: T
i TN

102 ™~
8 ™
6
4
2
10!
100 2 4 8 810.‘ 2 4 6VeglV}

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR

CURRENT
Temps de commutation en fonction du
t courant collecteur
tus), Ic Veg =10V
g =5 A =10us
[ =
iB1="lg2
4
NG ]
2 \\ :
\\1
by,
8 7
[ Y
al-\
N L1 /‘]on
- .
2
10° .
0 2 4 6 8 A

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT
z de iy

Frég en fi jon du
'T courant collecteur
(MHz2) | tgase = 25°C
15
o TN
5
0
2 4 6 8
107 10°

1c (A)

TRANSIENT THEHMAL RESISTANCE DERATING

FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la ré

que en

régime d'impylsians
11

|
!
JEHT LA

102

o

N o
i
I

2 5 5 2 5 2 85
105° 10¢ 108 %102° Syo

2'tp(sec)
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED *BUX 15
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE

*KPreferred device

Dispositif recommandé
- High speed, high voltage, high power transistor
Transistor de puissance rapide, haute tension VC EO 500 V
- Thermal fatigue inspection e 8A
Contrblé en fatigue thermique Ptot 150 W
- Switching and amplifier transistor
Transistor d‘amplification et de commutation
Rthij-c) < 1,17°C/W
VCE sat (4A) <1v
tr (4A) <1,4us
Dissipation and Ig/g derating Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages
Variation de dissipation et de I g/ Boitier Voir dessin cot¢ CB-19 dernidres pages
100 '
%
7%
50
28 Bottom view B
Vue de dessous
o Weight : 14,4 g. Collector is connected 1o case
5o 100 180 tq06(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unle'ss gth_ewvise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires)
Collector-base voltage V,
Tension collectsur-base CBO 500 v
Collector-emitter voltage vV
Tension collecteur-<émetteur CEO 500 \
Collector-emitter voltage Roe = 100 2 \Y
Tension coffecteur-émetteur BE CER 500 v
Collector-emitter voltage Ve =-~15V Vv
Tension colfecteur-émetteur BE CEX 500 v
Emitter-base voltage Vego 7 v
Tension émettaur-base
Collector current |
‘Courant collecteur c 8 A
Peak collector current . _ {
Courant de créte de collecteur tp =10ms cMm 10 A
Base current ]
Courant base B 2 A
Power dissipation = 25 P
Dissipation de puissance tt:ase = 25°C tot 150 W
Junction temperature t. A
Température de jonction max ) 200 °C
Storage temperature min tyg —65 °C
Température de stockage max +200 °C

73-12 1/8
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*BUX 15

704

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case ’ (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Collector-emitter cut-off current Vg = 400V .'CEO 15 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur. lg =0 '

\ =500V "

CE -

Vgg =-15V 18 mA
Collector-emitter cut-off current lcEx
Courant résiduel collecteur-ématteur VCE =500V

Vgg =-15V 6 mA

tease = 125°C
Emitter-base cut-off current Veg =5V 'EBd 1 .
Coursnt résiduel émetteur-base IC = mA

le = 200 mA
Collector-emitter breakdown voltage | = VCEO(sus) 500 v
Tension de claquage collecteur-émetteur L =25 mH .

(fig. 1}

Emitter-base breakdown voltage g = 50 mA v . ;
Tension de claquage émetteur-base |C = B RIEBO 7 v

\ =4V

CE
e = 2A 15 60

Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert hatE
-direct du courant 'VCE =4V

lc =4A 8

! c = 2A

lg =04A 02 06 Y
Collector-emitter saturation voltage V(Esat *
Tension de saturation collecteur-émetteur

IC =4 A ;

g =08A 0.45 \Y
Base-emitter saturation voltage g =4A VBE 135 15 v
Tension de saturation base-émetteur lg =08A sat . .

Veop =140V

OB 0,15 A
Second breakdown collector current VIS‘/B
Courant de second claguag v a0V

Veg= .

t N 1s 5 A
* Pulsed th='300ps 6 <2%"

Impulsions

2/8



*BUX 15

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals}
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions N
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
T tion § VCE =156V
ransition frequency _ 'f.
Fréquence de transition 'C =1A T 8 MHz
1 = 10 MHz
Turn-on time . Ic =4A ty+t
Temps total d'établissemen:  \1g- 2) g =08A a4n 055 1.6 s
c le = 4A
all time . = t
Temnps de décroissance (fig. 2) |B1 =08A . £ 07 14 us
Igg = -08A
e =4A
Carrier storage time . -
Retard & la décroissance (fig- 2} 'B1 08A % 35 5 s
{ =-0,8 A
B2
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance =3 o
Reésis thermique (jonction-boitier) thij-c) ’ [ 117 j cIw

Pulsed test :

THERMAL FATIGUE INSPECTION

Mounting silicon chip on a molybdenum header
bounds mechanical constraints and provides maximum
insurance against thermal fatigue.

10 000 cycles

on” : 2 minutes (0> 70 W)
1 minute {70>0W)
tecase = 1256°C max

Atgage= 110°C max

-

"off

CONTROLE EN FATIQUE THERMIQUE

Le mantage de la pastille sur un support en molybdéne limite
fes-contraintes i et dre au 7 un maxi-
mum de garantie contre la fatigue thermique.

Contréle cyclique :

3/8
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*BUX 15

(A}
50

20

10

05

0,2
0,1
0,05

0,02,

0,01

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

7
N ¢
> N o1
.4 \03 }:F‘\S\o\(oj&c :
- NG NG J
A R X A
19V \_ Ny \
N VRV
\ X [ )
\\ \‘ ‘\ 1 ;
\ AN
YA
SHLERER
x X
A Y Y At
\ (WA
A \ AEANAY
AT ATV
. \ \ \
Cont e
'—Connl‘rr:xous \ y \‘ .
Pulsed )\ \ N A
" . ———— HRSES
| [Impulision 0,15 A \ -
tcase = 25°C 140 V AT
1 2 5 10 20 50 100 200 500 VeeW)
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*BUX 15

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST  CEO(sus)  (fig. 1}

horizontal
harizontal

50 Hz 4‘IC {mA}

test transistor

transistor en testt
_—0 ; L=25mH

vertical

vertical é')

+
I3 [jo ~50V
common
RB =100 2 0->10V commun
'——-'———(:}—"——-l+ EL —0

Note :

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point A"
Les tensions Vg sont accep tables lorsque la trace passe au-deld du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

1 TAON
+ P R == 5600 uF
- C
£3 'a1 'B2 @
3 ——- - t
LS
2 S r e Rg
a8 B2 B1
- VCC = 150V
Re =375Q
Rg =868 Q
©
o v
2g
= O
22 t R - RB : non inductive resistances
23 to . Pulse width = 10 us
o3 Forme factor< 1%
o= Rise and fall time < 50 ns
1g1 and g2 mesured with Tektronix probe Rp- Ry : résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 t : Largeur d'impulfsion = 10 us
g1 et!gp sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de formg <1%
P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temps de montée et descente <50 ns




*BUX 15

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fanction de la tension

emetteur
(A)
8
Iy
T
o T
6 o e e e
—T1
L
=T 03 A
V/ Y in | ]
PR s
0,
>
[ //340.2‘\
2 [//
0 |
0 1 3 4 Ve

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

lc collecteur-émetteur

(mA) /_%“_‘;L_————‘

160

120 // —
80

2 mA

40 L

L

ig=1mA

0 | l 1 ¢

0 4 60 80 100 VgV

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
forcti I

ten du

21E
Vo =1V

40—+ o A |

yd

7 é]
/ xc’fe)’
20 7
0
1072 2 4 e? ;2
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*BUX 15

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

BASE CURRENT VERS5US BASE-EMITTER
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- _ Courant collecteur en fonction de fa tension
§_ émetteur i c base-émetteur
imAfveg =4V 7 (A v =4 v»——«]—li
6l 6| CE <
V. _#

N -y
C
Ca%a = ;i | !
1 <8
(o

23
&
/
102, M 10
: &
4 / !
2
1 /I .
10" S 10 —T
6 1
i /
2 2‘
|
109 ] 102 |
0 04 08 12 16 wvgw 0 04 08 12 16 vgiv

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

VBE satfonction du courant collecteur

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en

VCE sa ,fonction du courant collecteur
wvi [T v a
€ _5 £_5
Lig — Lig —
1,6 1,6
T
1,2 1,2 ]
24
0,8 0,8 1 C //
/ Neas® //
|t
0.4 /l L— 0.4 s
’ O ’ T % cps®
444 ]
tease = 125°C
0 case :’ Kgf’z 0 \
2 68 2 4 68 2 _ 2 4 68 ., 2 4 68 2 4
102 Tt 00 0 f gl 1672 107 10° et
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*BUX 15

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fr de jtion en fonction du
.., tension collecteur-base §,. ~courant collecteur
22b T T - =
(pF) tease = 25°C (MH2) Veg=15V
o tease = 25°C
15
a

N

102

8

6 \ 64V

2A

a 5

2
10 ] :

2 4 68 2 4 ViV 2 4 6 8
10° 10! ce 10" 10° Ig (Al

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING

?:YVJQ&:EH&!}“G TIMES VERSUS COLLECTOR FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Temps de commutation en fonction du Facteur de réduction de la résistance thermique en
t courantcollecteur K régime d'impulsions
{us) Ic Tl 11
B o= 5
6 B J
o~ VeE =150 V|
4
\R
2
10° —ton
4 L
\ /‘/c/ § :i
[ > — -~ T
4 Zp =K Rm
L
2 2 !J
10! 10‘225 2 5 .2 6 .2 6 .2t (sec)
8 - - 5 .14t (sec
0 1 2 3 4 igta) 105 0% 0¥ w0? wh e
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE

*BUX20

- High speed, high current, high power transistor
Transistor de puissance rapide, fort courant

- Thermal fatigue inspection
Contrélé en fatigue thermique

- Switching and amplifier transistor
Transistor d’amplification et de commutation

Dissipation and lg/g derating
Variation de dissipation et de | 5/g

100
%

75

50

25

KPreferred device

Disp ositif recommandé
VcEo 125V
Ic 50 A
Ptot 250 W
Rthij-c) <0,7°C/W
VCE sat (40 A) <12V
tf (40 A} <0,3us

Case CB-159
Boftier

— See outline drawing on last pages
Voir dessin- coté derniéres pages

{TO-3 modified)
{TO-3 modifié}

Bottom view
Yue de dessous

Weight : 14,4 g. Collector is connected to case

50 100 150 tc,;e(°c: Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) ¢ - 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage Vv,

Tension collecteur-base CBO 160 v

Collector-emitter voltage v

Tension collecteur-émetteur CEO 125 v

Collector-emitter voltage = vV,

Tension collecteur-émetteur RBE too &2 CER 150 v

Collector-emitter voltage Ve == —1,5V v

Tension collecteur-émetteur BE ! CEX 160 v

Emitter-base voltage v

Tension émetteur-base EBO 7 v

Collector current |

Courant collecteur c 50 A

Peak collector current - |

Courant de créte de collecteur tp =10ms ™ 60 A

Base current I

Courant base B 10 A

Power dissipation — P

Dissipation de puissance tcase =25°C tot 250 w

Junction temperature t.

Température de jonction max 1 200 °C

Storage temperature min g, —-65 °C

Température de stockage max 9 +200 o

73-12 1/8
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*BUX 20

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Vg =100V tceo 3 mA
Courant résiduel collacteur-ématteur, lB =0
o | -
BE ="'
Collector-emitter cut-off current ICEX
Courant rédsiduel collecteur-émetteur VC E= 160 V
Vg =-15V 12 mA
togse = 125°C
. . Vep =5V
Emitter-base cut-off current EB |
Courant résiduel émetteur-base lc =0 EBO 1 mA
lc =200mA
Collector-emitter breakdown voltage ] = 'VCEO(sus) 125 v
Tension de claquage collecteur-émetteur L = 25 mH
{fig. 1)
Emitter-base breakdown voltage IE =50mA 'V(BR)EBO 7 v
Tension de claquage émetteur-base ] c =
Ve =2V
CE
e = 20 A 20 60
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h2-| E
direct du courant vV CE =4V
lc =40A 10
le =20A .
g =2A 03 06 \
Collector-emitter saturation voltage VCEsat *
Tension de 'C —40A ,
g =4A 07 1, v
. . | =40 A
Base-emitter saturation voitage C \Y] 14
Tension de saturation base-émetteur IB =4A BEsat 4 2 v
Veg =40V 15 A
t =1s ’
Second breakdown collector current Is/g
Courant de second cl.
Veg =20V 12,5 A
t =1s ‘

* Pylsed t,=300us 8<2%
Impulsions

2/8
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*BUX 20

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
ransition frequency T f
Fréquence de_transition Ilc =2A T 8 MHz
hi = 10 MHz
i | =40 A
Turn-on time . C t o+t
Temps tatal d’établissement (fig. 2) IB =4 A d r 09 15 us
Fall ti e = 40 A
all time . _ t
Temps de décroissance (fig. 2) lB1 =4A t 0,15 03 s
|B2 =—4A
IC =40 A
Carrier storage time : -
Retard & la déz.g'minanca {fig. 2) ‘1 4A t 07 12 us
IBZ =—4A

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance

F thermique {j

bortier)

1

Ren(j-) J [ 07 L oc/w

Pulsed test :

THERMAL FATIGUE INSPECTION

Mounting silicon chip on a molybdenum header
bounds mechanical constraints and provides maximum
insurance against thermal fatigue.

10 000 cycles

"

aon
offr -

" 1 2 minutes (0~ 100 W)
1 minute (100> 0 W)
tease = 125°C max
Atggse= 110°C max

CONTROLE EN FATIQUE THERMIQUE

Le montage de {a pastilie sur un support en molybdéne limite
les contraintes it et fére au i un maxi-
mum ds garantie contre la fatigue thermigue.

Contrdle cyclique :

3/8
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*¥BUX 20

SAFE OPERATING AREA

Aire de fonctionnement de sécurité

(A)
‘0
“%
50 . X
™,
N N\ /\%\0\\%%‘
N A
N 6N )
NG\, Ny
N \z AL
20 SO vt
\k { \V \ !
3\ \
0 WARALY
A 1
LIRIAY
\ 1
5 \ \ |
i
\ | N TAR
¥
A
\ A
TN
MV
1 |Continuous e
Continu \C It
Pulsed
Mmpulsion =TT =
05 fcase = 25°C N[
0,2
0,1
1 2 5 10 20 50 100 200 500 VegW
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*BUX 20

TEST CIRCUIT v
MONTAGE DE TEST ~ CEOfsus)  (fig. 1)

horizontal
horizontal

—®

50 Hz

Ic (mA)

test transistor
transistor en test

_____S L=25mH

vertical

vertical @

.
a Jo-s0v

Rg = 100 0>10V cornmon

commun
— )= ve)
1—F

LT

NN

Note :

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point "A"".
Les tensions VCEO sont acceptabies lorsque la trace passe au-deld du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes) h
. el

A+ ‘T o> R =gt uF
e 1 C @
§ E ’ :BT 4152 — OO
= - i—> t
o€
2% } 7| .~ Re
ad | B2 B1

V- ——— _

! Vee = 30V
Re = 075Q
. — 90 % Rg = 12 Q
234 /
=z 8
o8
Z3 ; . 10%
e n ot - >t R¢ - Rp : non inductive resistances
22 d o TS ' to . Pulse width = 10 ps
8 é t on-r- —la [ - Forme factor§ 1%
Rise and fall time < 50ns

g1 and 1g2 mesured with Tektronix probe Rp- Rp : résistances non inductives

P 6021 and Ampiifier type 134 t : Largeur d’impulsion =10 us

g1 et 1gp sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%

P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temps de montée et descente <50 ns
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*BUX 20

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

'c collecteur-émetteur

7y . T
AR 350 A
5 S
gt
16 /,/ 30, — T
250 mA
r/f// =T
200 mA
12 / T
/// 150 mA
4
ml/ L]
100 mA
[
[ ]
4 Ig =50 mA
0 L] |
0 1 2 3 4 v

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE{minimum value)
Tension collecteur-émetteur en fonction de la

Veg rési base-émetteur (valeur minir )

V) [Tease = 25°C] I’CS\:‘In’:A
160
\
150
140
N
130 N
N
120
2 468 2 468 2 4
10 102 103 Rggle)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

IC collecteur-émetteur

(A) T
26 mA
al |
1.6 p——
120 mA
1.2 — :
15 mA
T I
0,8 ! !
L 19 mA
' l
0,4
e B Ig=5mA
-
NN
0 4
0 10 20 30 40 VeetV!

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
en ft jon du ¢ t goll

h

21E Ty =4V

KA
\\\
\
4
20 \
4]
- 2 4 6%00 2 4 6810‘ RN
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*BUX 20

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
1\, émetteur

T

(m/;) Veg =4V
) /7
/

2
: /]
108 T

m—

QO
& |lo
£
10! - &
Il
6 8 ©
i 2
P i —
2
100

0 04 08 12 18 VgV

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en

VCE sa fonction du courant collecteur
vy |y

C .10

's ]
1.6

I
1.2
08
04
et
0
2 4 68 2 4
107! 10°

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
i . base-émetteur
(As) VecE ;? 4

0 0,4 0,8 1,2 1,6 Vggtvi

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

VBE satfonction du courant collecteur

v)

1,6 [

L
8 af
¢} oC
g =25 =T
tease _n/ L1
T 125°C
04 [ rgme™

2 468 2 468 2 a4
° 10! IC(A)
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*¥BUX 20

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS

COLLECTOR-BASE VOLTAGE

Capacité de sortie en fonction de /a
C22 tension collecteur-base

{pF) | tcage = 25°C

102
10°

2 4 5VCB(V)

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR

CURRENT
Temps de commutation en fonction du
t courant collecteur
ey ‘'c Ve =30V
== 10
6 B
a
2 \
0 ton |
10 i
8 S t
6 / s
4 4
2
\\ tf
107
0 10 20 30 40 1clA)

10

2 5 2 5 2
105 104 1073

K régime d’impulisions

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Fréq de ition en f jon du
courant collecteur

Veg =15V
tegse = 26°C

— L

yamuin

o' 10° Ie (A

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la résistance thermique en

14

T
o
N

T

{

AN
AN

1T 13

N O
W
I

i
= o
11

b

5 2 5 _|2tp(sec)

102" 10
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L
NPN SiLICON TRANSISTOR, TRIPL.E DIFFUSED MESA *BUX Z]
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

SKPreferred device

Dispositif recommandé
- High speed, high current, high power transistor
Transistor de puissance rapide, fort courant VeEo 200 V
- Thermal fatigue inspection Ie 40 A
Contrdlé en fatigue thermique Piot 250 W
- Switching and amplifier transistor
Transistor d’amplification et de commutation Rth(j ol <07 °C/W max
R <0,
VCE sat (25 A) <15V
tg (25 A) <04 us
Dissipation and |g/g derating Case CB-159 - See outline drawing on last pages
Variation de dissipation et de | S/8 Boftier Voir dessin coté demlEeres pages
100 (TO-3 modified)
% (T0-3 modifi¢)
75 \\_ >
50 = \C;]D
R
30% Bottom view B
= Vue de dessous
o Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 160 t.aee(°C) Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tease = 25°C (Unlfe_ssd otherwise stat_etf}l
VALEURS LIMITES ABSOLUES D°UTILISATION S (Sauf indications contraires
Collector-base voltage VeBO 250 Vv
Tension collecteur-base
Collector-emitter voltage Vceo 200 v
Tension collecteur-émetteur
Collector-emitter voltage R =100 2 VCER 240 v
Tension collecteur-émetteur BE
Callectar-emitter valtage Y] = 15V VCEX 250 v
Tension collecteur-émetteur B
Emitter-base voltage Veso 7 v
Tension émetteur-base
Collector current 1
Courant collecteur c 40 A
Peak collector current =10 I
Courant de créte de collecteur tp ms cm 50 A
Base current !
Courant base B 8 A
Power dissipation t = 25¢C Ptot 250 W
Dissipation de puissance case
Junction temperature t o
Température de jonction max 1 200 c
Storage temperature min g —65 °C
Température de stockage max +200 oc
73-12 1/8
IQMSON - CSF
ey sécoouCTERS, 719
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*BUX 21

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

- Min. Typ. Max.
Conditions de mesure
y =
Collector-emitter cut-off current Ve = 160V lcEO 3 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur. lg =0
VCE = 250V 3 A
VBE =-15V
Collector-emitter cut-off current ‘CEX
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE =260V
Vgg =-15V 12 mA
- o
tcase = 125°C
Emitter-base cut-off current Veg =5V lego 1
Courant résiduel émetteur-base l(-\ =0 mA
e = 200 mA
Collector-emitter breakdown voltage | = A
Tension de claguage collecteur-émetteur 8 _ CEO(sus) 200 N
L =25mH
(fig. 1)
. Il =50mA
Emitter-base breakdown voltage E \
Tension de claquage émetteur-base IC = {BRIEBO 7 v
‘VCE =2V
I =12A 20 60
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert hz 1E
direct du courant VCE =4V
Ilc =25A 10
| =12A
[od
'B =12A 02 06 Vv
Collector-emitter saturation voltage VeEsat *
Tension de saturation collecteur-émetteur
'C =25A 08 15
g =3A oL v
Base-emitter saturation voltage ‘C =2%A VBE " * 12 15 v
Tension de saturation base-émettéur lg =3A sa E .
VCE =140V o015 A
t =1s g
Second breakdown collector current Is/g
Courant de second clag
Vee =20V 12,5 A
t =15 .
* Pulsed th="300us  5<2%
Impulsions
2/8
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*BUX 21

{Unless otherwise stated}
{Sauf indications contraires)

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
¢ Veg =15V

Transition frequency T _ f }

Fréquence de_transition Ic =2A T 8 MHz
f = 10 MHz

Turn-on time . lc =25A o+t

Temps total d'établissernens {fig. 2) IB =3A d” 085 12 s
IC =25A

Fall time . _ 't

Temps de décroissance (tig. 2) 'B‘l =3A f 02 04 us
lgg =—3A
e = 25 A

Carrier storage time SRS =

Retard & la décroissance (fig. 2) g1 =3A % 118 us
'32 =-3A }

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES.

Junction-case thermal resistance 1 R,p s .

Résistance thermique (jonction-boitier) | thij-c) l \ 0,7 C/w

THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIQUE THERMIQUE

Mounting silicon chip on a molybdenum header
bounds mechanical constraints and provides maximum
insurance against thermal fatigue.

Pulsed test :

10 000 cycles

7"

on”’ : 2 minutes (0> 100 W)
1 minute (100>0W)
tcase = 1256°C max
Atgase= 110°C max

“off”

Le montage de la pastille sur un support en molybdéne limite
les contraintes iq et ére au t 1 un maxi-
mum de garantie contre la fatigue thermique.

Contrble cyclique :

3/8



*BUX 21

SAFE OPERATING AREA

Aire de fonctionnement de sécurité
1
[
(A} i
7,
(%
50 A NV “
NS, N }Oo\oﬁn
N IR,
N \ (7 \"o \
\ N7 }\|\ % .
20 \ AR
\%wi hN \ \
N N
; 1\ Y
0 A ¥ Y [
\ LU}
\ 11
\ “ 1
5 |
\ [V 1y
\\ \ \ “\“
! \
2 NMANIARY
\ A}
N \ \‘
t
1 ANy
\
\
\
0,5 '\‘ %
NIL
t_Continuous \‘
Continu \ \\
| Pulsed \
0.2 Ir:;Lellsion \ J
tease = 25°C
01 IR
1 2 5 10 20 50 100 200 500 VCE(V)
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*BUX 21

TEST CIRCUIT v
MONTAGE DE TEST ~ CEO(sus)  (fig. 1)

horizontal
harizontal
A
50 Hz IC (mA)
test transistor .)
transistor en test
—_—oo\; L =25mH
vertical
vertical @
+
1Q ["I
W L] JO >50V
0>10V common
Rp = 100
B ‘—\_‘ commun
d +I_J o
Note :
The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point ""A”".
Les i Vego sont ptables lorsque la trace passe au-deld du point A.
SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2)

CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

t
- 104 uF
-
s & 'B1 @
= Q [ ———
3 E - r—» 1
33 )
a8 B2
— N .
= 100V
4 Q
90 % Rg = 22Q
L
23
= R
o8
s ‘ _10%
g ps i o t Rc - RB : non inductive resistances
o3 Swy ' 1y . Pulse width = 10 us
3 8 ot off Forme factor<{ 1 %
Rise and fall time < 50ns
g1 and g2 mesured with Tektronix probe Rc-Rg : résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 % ! Largeurd’impulsion = 10 us
Igy et g sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <71%
P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temps de montée et descente < 50 ns




*BUX 21

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension i Courant collecteur en fonction de fa tension

\c  collecteur-émetteur . C collecteur-émetteur

(Al T e a (A) l T

o J20mA

16 T \/}//9 — 08 — 18 mA

i m

/
[o! LT ] e
%/; /// - 16 mA NI
L]
12 L 1 - 0.6 14mA‘
AP /T// 12‘mA‘
/ /T i — T
03 (I
8 / /{/, - c4 10mAl
T 02k g mA
Gml[\
4 ! ——|B:0,1A 0,2 =
1 ‘ l“‘"“A
74 _IB=]2mA
ol ||| 0 T 1.
0 1 2 3 4 Ve o] 10 20 30 40 veev)

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE{minimum valug) RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension collecteur-émetteur en {on_ct'ion d? fa

Valeur statique du rapport de transfert direct du
v £ base-émetteur (valeur ou en fe ion du I
‘\?) [ T T T T T T h21E T N T T

| tease = 25° o S3mA Vee=4V [
o0l ||

260

N

oG

240 N

T e
200

180

2 4 68 2 4 68 2 4 2
10’ 102 108 Rgel® 10" 10°

6/8
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*BUX 21

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de /a tension
lB émetteur | . base-émetteur
AN} Vo =4V Af veg =4 v T
Al Vee o[ VSE 1
[ *C
4 / 4 =T
o
C
2 i 2 Vi S\
& [le ] X oo
102 n o 10
8 Vi ~ 8 .4 i
s 8f+ % s £
v 2
T 4 /
2 2
Al L]
107, } 105, 1
/ [ 1
6 6 -
. { . |
, L
10° l 107
0 0,4 0.8 1.2 1,6 VBE(V) o] 0,4 0,8 1,2 1.6 VBE(V)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturati 1 -émetteur en Tension de saturation base-émetteur en
VCE sat fonction du courant collecteur VBE satfonction du courant collecteur
T v; v
(v} e ) g
—=8 | T
Lig + I'B
1,6 1.6 — /
1,2 1,2 //
y
/ 0,8 C c/(
0,8 , - 25° <
/ l tcase - g
G
ottj
0,4 04 a5 7
o
= e |+ P
tease
T ] P I
0] 111 Ll 0
2 4 68 2 4 68 2 4 . 2 4 68 2 4 68 2 4
107 100 10! et 10" 10° 10° ‘A
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*BUX 21

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE

TRANSITION FREQUENCY VERSUS

Capacité de sortie en fonction de la

COLLECTOR CURRENT
b4 i

c22b lensian' collecteur-base
(pF) [ tcase = 25°C
6
4
2
3 N
10 <
8
6 P
\\
a4
\\
™~
2
10
100 2 Sy 2 4 eVeet)

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Temps de commutation en fonction du

t courantcollecteur

lus) [Vee =100 v
ellc_
s
4
N
§
2
(o} \\
10 B
8
6 ]
L
—
4
ton
2
———t
w1 L
4 10 16 2 1A

Fr de en f du
fT courant collecteur
{MHz)| Vg =15V
tease = 25°C
15

/

/
5
0
2 4 6 8 2
10" 109 1 (A)

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la résistance thermique en
régime d’impulsions

1]

/

\
AN Y

1
ul
s =
T
Zih =K Ry,
2 !J
102 -~
2 S 2 5 2 5 2 2
105" 0¥ "1 C102° Ppon et
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA >i‘BUX 22
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

*KPreferred device

Dispositif recommandé
- High speed, high voltage, high power transistor
Transistor de puissance rapide, haute tension
. . . Veceo 250 vV
- Thermal fatigue inspection I 20A
Contrblé en fatigue thermique C
e g . Ptot 250 W
- Switching and amplifier transistor
Transistor d’amplification et de commutation
Rthij-c) 0,7 °C/W max
VCE sat (20 A) <15V
ty (20 A) <05us
Dissipation and | deratin Case CB-159 — See outline drawing on last pages
p S/B 9 3
Variation de dissipation et de Ig/g Boftier Voir dessin coté dernidres pages
100 (TO-3 modified) E
% {TO-3 modifid)
75
50
25 30% Bottom view 8
Vue de dessous
0 Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 150  t.,.,(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage \
Tension collecteur-base CBO 300 \%
Collector-emitter voltage \%
Tension collecteur-émetteur CEO 250 v
Collector-emitter voltage == 100 Q Y
Tension collecteur-émetteur R BE 0 CER 290 v
Collector-emitter voltage Vo =—15V V,
Tension collecteur-émetteur BE CEX 300 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO ’ v
Collector current |
'Courant collecteur c 40 A
Peak collector current . . |
Courant de créte de collecteur tp =10ms cm 50 A
Base current |
Courant base B 8 A
Power dissipation _ P
Dissipation de puissance t(:ase =25°C tot 250 W
Junction temperature t,
Température de jonction max ] 200 °C
Storage temperature min 1o —65 oG
Température de stockage max 9 +200 oC
73-12 1/8
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*BUX 22

STATIC CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg = 200V Iceo 3 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur. lB =0
Veg = 300V
CE
Vge = —1.5V 3 mA
Collector-emitter cut-off current lcEX
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE =300V
VBE =-156V 12 mA
tease = 125°C
Emitter-base cut-off current Vgg =5V legO 1
Courant résiduel émetteur-base IC =0 mA
Il =200mA
Collector-emitter breakdown voltage ig =0 VGEO(sus) 250 v
Tension de claquage collecteur-émetteur L = 25 mH
(fig. 1)
. | =50 mA
Emitter-base breakdown voltage E v
Tension de claquage émetteur-base ’C = (BRIEBO 7 v
Vep =4V
CE
Ilc =10A 20 60
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert hZT'I E
direct du courant VCE =4V
Ilc =20A 10
\ =10A
C
g =14 02 1 v
Collector-emitter saturation voltage VCEsat *
Tension de saturation collecteur-émetteur | 2
c -2A 05 15
lg =25A . : v
. . ! =20A *
Base-emitter saturation voltage C Vo
Tension de saturation base-émetteur lg =25A BEsat 12 15 v
:/CE - :ﬁo v 0,15 A
Second breakdown collector current ) g/
Courant collecteur de second claquage /
VCE =20V
t =1s 12,5 A

* Pylsed
Impulisions

tp=300us §<2%

2/8
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*BUX 22

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition f Veg=15V
ransition frequency _
Fréquence de transition 'C =2A fT 8 MHz
f =10 MHz
f | =20A
Turn-on time X (o ty+t
Temps total d’établissement fig. 2) lg =25A C 0,75 13 Hs
lc = 20A
Fall time . . t
Temps de décroissance (fig- 2) IB1 =25A f 02 05 M
lgp =—25A
'C =20A
Carrier storage time X —
Retard & la décroissance (fig. 2) IB1 25A % 126 2 us
lgp =-25A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rons: i
Résistance thermique (jonction-boitier} ] \ thij-c) ‘ ‘ 07 °C/w
THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIQUE THERMIQUE
Mounting silicon chip on a molybdenum header Le montage de la pastille sur un support en molybdéne limite
bounds mechanical constraints and provides maximum les contraintes mécanic et confére au i un maxi-
insurance against thermal fatigue. mum de garantie contre la fatigue thermique.
Putsed test : Contrdle cyclique :

10 000 cycles.

"on” : 2 minutes (0> 100 W}
"off” : 1 minute (100> 0 W)
tcase = 125°C max

Atease= 110°C max

3/8
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*BUX 22

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

(A) =
,OT
50 - < _'rfzm
N SN NN Do
NN NSO
) N, Q
20 > ;\:lx(b\
\ T\\ . % &\\:\ \
10 NS -HH—L
o —
5 " kY
\ A\
k! \
A \
2 A !
\ vy
N \
1 3 \
A
‘\
0,5 A
\
Conti \\
ontinuol
0,2 [Continu v \ \
Pulsed )N
imputsion — ST T N
01 tease = 25°C >
0,05
‘0,02
0,01
1 2 5 10 20 B0 100 200 500 VCE(V)
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*BUX 22

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST ~'CEOlsus)  (fig. 1)

horizontal
horizontal

50 Hz

test transistor
transistor en test

L=25mH

vertical

vertical @

0+50V

=0

—}
T
] +

-

0+10V common
+

Rp =100

B i commun

= -0
LT

p—
—_r

Note :

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point "A™".
Les tensions V o sont acceptables lorsque la trace passe au-dela du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

t
+ H———‘ P——» RC :;: 5600 uf
-
£y | | e
Eg B1 82 N
g t
g
g5
&8 '52 '
Ve = 100V
c =58
90 % Rg =27 Q
k']
9 .
g5 4
B
; 3 ; _10%
e T Lot T t R¢ - Rg : non inductive resistances
2 2 d T fa— T ST_J : i . Pulse width = 10 us
SE lone—iae Uoff Forme factor< 1%
Rise and fall time < 50ns

181 and g2 mesured with Tektronix probe Re-Rg : résistances non inductives

P 6021 and Amplifier type 134 & : Largeur d'impulsion =10 us

1g1 et lgo sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1 %

P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temps de montée et descente <.50 ns




*BUX 22

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension I Courant collecteur en fonction de la tension
'C collecteur-émetteur C collecteur-émetteur
(A) T // (A}
o L~ [t
OB e I
30 o L .
® =52 o8, 20
s
P Gg/A _‘ | 18.mA
A TR
12 ~ 400 ™A L 0.6 16 mA_
g ,
1 r A l '
L~ %’ 1}1 mAl
T [ |
] 200 mA 04 12mA
8 , == ——— Y
/ | | 1 10 mA
/ | T T
i T T ] 8 mA
Ig = 100 mA T T
4 N — I[ T 0,2 ‘6 mA —
§ 1
L J: l’4 mA
—
1 l Tg=2mA |
1 | 0 T ¢
0 1 2 3 4 Vet 0 10 20 30 40 vy
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE[minimum value! RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension colk en fi ion de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
VCE résistance base-émetteur {valeur minimum) h en fonction du ]
v) ‘cas; =35°C "C <3mA 21E | v = av ]
a0
310 ' l
75 |
—
™
20 60 Y
6@0
AT TN
45 - 2P \
270 ~ l l
30 —, 41500 : \
o
250 N :
| 15 \N
i
230 | 1) L
2 468 2 4 68 2 4 2 468 2 4 68 2 a
10! 102 103 Rgete) 10 10° 10! G

6/8
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*BUX 22

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
| émetteur
B —r
(mA)L Vg =4V r4
6
4
| ¢
2] //{
1028 ~
: ol
4 X @
/‘/b /A(e
2 g+ 1!
i s
3
10! =
8 ]
6
. |
2
10° ’

0 0,4 0,8 1,2 1.6 VggiV)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en

VCE sat fonction du courayr,collecreur o
V) .
Lo
B
1.6
o [
S g
0 o 1]
& ~
" i
il
"2 AT
‘-40 =
/I/
0.4 // |
0 bt ‘
4 68 2 4 68 2
1071 2 10° 10! IC(A)

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE
Courant colfecteur en fonction de la tension

| . base-émetteur
(Al Veg =4 \%

]

. /)
1/
2 £
of [
10° =8
8 U 1
o
2
107!
0 04 08 12 18 vgev)

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

VBE satfonction du courant collecteur

W e
=
1,6
/
1,2 {/
Y
]
08 A
' =25 -1
g
case ’/
¢
0,4 s
0
2 4 68 2 4 68 2 4
10'1 100 101 |C(A)
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*BUX 22

Com

{pF)

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortis en fonction de la
tension collecteur-base

! O
tease = 25°C

100 2 4 6 3101 2 4 aVCB(V)

10!

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT

Temps de commutation en fonction du
courant collecteur

'l_c=s T Veg =100V

8

™

on

4 8 12 16 20 16tA)

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Fi de ition en fi ion du
courant coliacteur

fr :
{MHz) | tease = 25°C
VcE=4V
16
ot *\
10 /,
4]
(1]
2 2 6 8 2
10-1 100 IC (A}
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de ré ion de la rési: h ique en
K régime d’impulsions
L { 11
6E=05
4 ! L/
=02 4T /]
2 540'\
- 3
o°,/
107! I &
o/
3 _....%///
6 5 =2p
4 Y4
2
102
2 5 2 5 .2 85 .2 5 21 (sac)
105 0 1Y 10?7 ot
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA *BUX 23
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

SKPreferred device

Dispaositif recommandé
- High speed, high current, high power transistor
Transistor de puissance rapide, fort courant VCEO 325V
- Thermal fatigue inspection Ic 30 A
Controlé en fatigue thermique P tot 250 W
- Switching and amplifier transistor
Transistor d‘amplification et de commutation
Rth{j-c) <0,7°C/W
VcE sat(16A) <1V
t (16 A) <12us
Dissipation and lg/g derating Case CB-159 — See outiine drawing on last pages
Variation de dissipation et de Ig/g Boitier Voir dessin coté derniéres pages
100 {TO-3 modified) E
% {TO-3 modifié)
75
50
25 30% Bottom view B
Vue de dessous
o Weight : 14,4 g. Collector is connected to case

50 100 180 t,46(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires)
Collector-base voltage V
Tension collecteur-base ¢80 400 v
Collector-emitter voltage Vv
Tension collecteur-émetteur CEO 326 v
Collector-emitter voltage =100 \
Tension collecteur-émetteur Rge CER 390 v
Collector-emitter voltage Vop = =16V v
Tension collecteur-émetteur BE CEX 400 v
Emitter-base voltage VEBO 7 v
Tension émetteur-base
Collector current ]
‘Courant collecteur c 30 A
Peak collector current = 1
Courant de créte de collecteur tp =10ms oM 40 A
Base current 1
Courant base B 6 A
Power dissipation - P
Dissipat/or! de puissance tCGSe =25°C tot 250 w
Junction temperature t.
Température de jonction max [ 200 °C
Storage temperature min g —65 °C
Température de stockage max +200 °oC
73-12 1/8
THOMSON - CSF
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*BUX 23

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Coliector-emitter cut-off current Veg =260V lceo 3 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur. } g =0
Vg = 400V
CE
Vge=-15V 3 mA
Collector-emitter cut-off current lcex
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE = 400 V
Vgg =-18V 12 mA
togse = 125°C
. Vpep =5V
Emitter-base cut-off current EB |
Courant résiduel émetteur-base lc =0 EBO 1 mA
Ilc =200mA
Collector-emitter breakdown voltage ] =0 Y "
Tension de claquage collecteur-émetteur LB = 25 mH CEO(sus) 325 \4
{fig. 1)
Emitter-base breakdown voltage lg =50mA Y -
Tension de claquage émetteur-base ! c = (BR)EBO 7 v
Vep =4V
CE
'C ~=8A 15 60
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant VCE =4V
ic =1BA 8
i =8A
Cc
g =16A 02 08 Y
Collector-emitter saturation voltage VeEsat ¥
Tension de ¢ e | —16A
c =
lg =32A 0,35 1 Y]
L . - *
Base-emitter saturation voltage lc =16A Ve
Tension de saturation bsse-émetteur lg =32A BEsat 1,15 15 \
Vap = 140V
CE A
. t =1s 015
Second breakdown collector current 'S/B
Courant colle de second cle v 20V
CE =
N —1s 12,5 A

* Pulsed 1, ="300ps  5<2%

Impulsions

2/8
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*BUX 23

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated}
{Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition f Vep =15V
ransition frequency - P
Fréquence de transition lg =2A ‘ T 8 MHz
f = 10 MHz
- yo
T . e =16A
urn-on time . _ t,+t
Temps total d'établissement {fig. 2) lg =32A d* Y 0,55 1,3 us
Fall i lc =164
all time " _ t
Temps de décroissance (fig. 2) lB‘l =32A f 0,26 1,2 Ms
lgo ==-32A
IC =16 A
Carrier storage time N ] =32A
Retard a Ia décroissance (fig. 2) '31 . 2 1 1,7 25 us
g2 =324

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance
Résistance thermique (jonction-boitier)

Rin(ic) | T 07 oC/W

THERMAL FATIGUE INSPECTION

Mounting silicon chip on a molybdenum header
bounds mechanical constraints and provides maximum
insurance against thermal fatigue.

Pulsed test :

10 000 cycles

"on'' : 2 minutes (0> 100 W)
“off” : 1 minute (100>0W)
toase = 126°C max

Ategse= 110°C max

CONTROLE EN FATIQUE THERMIQUE

Le montage de la pastille sur un support en molybdeéne limite

les contraintes mé iq et au tr j un maxi-
mum de garantie contre Ia fatigue thermique.

Contridle cyclique :

3/8
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*BUX 23

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
1

(A)
50 — 70
RN PSOEN 7 & i
YN
N NN
Y/ VANY 7
20 N, RN
N\ NN AS
N SN
10 \ N M1
o= i
\ LY |
N L} L ¥ i iy
5 AY kY 'y
A N\ WAV
\| [¥ \ Wt
\ \ 3 1
2 N A \
\ LY \ L]
\ N \ \ \
: N LD\
X \
05 \\ LW}
. \\ L
- . N |V
Continuous e \ A
Continu \
0,2 ¢+
Pulsed P
Impulision == \ \\
0,1 Ftoase = 26°C 3
0,05
0,02
0,01
1 2 5 10 20 50 100 200 500 VW)
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*BUX 23

TEST CIRCUIT

horizontal
horizontal

L=25mH

vertical

vertical @

VCEO sont 2D

t
- — P — »

-
+

‘ 'g1

Base current
Courant base

90 %

10 %
[

e’
it

Collector voltage
Tension collecteur

Ig1 and 12 mesured with Tektronix probe
P 6021 and Amplifier type 134

Ig1 et /go sont mesurés avec une sonde Tektronix
P 6021 et Amplificateur tvne 134

v .
MONTAGE DE TEST ~ CEOlsusl  (fig. 1)
50 Hz
test transistor
transistor en test
X
0~-10V
Rg = 100 2 -
g S—
LTI

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms}
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

t

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point "A".
i lorsque la trace passe au-dela du point A.

{fig. 2)

Ve

éseoo uF
RN

! Re
B2

181
Vee = 100V
Re = 6Q
Rg =220

R¢ - Rg : non inductive resistances
tp . Pulse width = 10 us
Forme factor<<1%
Rise and fall time <50ns

Rc- Rp : résistances non inductives

L : Largeur d’impulsion = 10 ps
Facteur de farme <7%
Temps de montée et descente <.50 ns
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*BUX 23

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

'c collecteur-émetteur

(A) {1
// —
=16 Al o]
/| |t
16 AR ]
/\,’lp‘//
1A B

|

)

BRI

VA AN
|

ARRNIN
:X;
\

o

\
Xr
A

\

\

|

™
bd

%

=3
N
o

[=}
-
N
w
H
<

etV

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCEIminimum value)
a

Tension émetteur en fi ion de I
VCE résistance base-émetteur (valeur minimum)
(V) f1eee =25°C |C<3 mA
N
390 A

370 \

350
N
330 ™
\\~-
310
2 468 2 4 68 2 4
10 102 103 Rggla

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

C collecteur-émetteur
(A)
20 mA
0,8
T [
18 mA
|
16 mA
0,6 +—F
14 mA
—
T T
12 mA
0,4 1
10 mA
I
8 mA
|
0,2 6 mA
1
IB =4 mA
0 | |
0 20 40 60 80 ViVt
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
n fe ion du
h21e V=4V
60
< L
S A
5011 ¥ Yo \\
4
xo’g}/ \
40 /
/ LA N
(v}
/o?
30 ///q,
\
20 \\
10 \
0
2 8 2 4 68 2 4
107 10° 10! |C(A)
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*BUX 23

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de Ia tension base- Courant collecteur en fonction de Ja tension
|, émetteur ] c base-émetteur
tmalfveg =4 v-] V4 afveg=4v
P CE=" // 4 CE
4
3 r /’
2 © © 2 &
& o
PA o &
2 Vi 1 N /)
10 o 2 I 10 :/ 5
ST 8 TATE
6 i 6 x £
a 4 ’ i
@
{1 &
Y
, | L
, I ' Il
10 10° T
. | . 1
. . N
2 2
100 107 i
o] 0,4 0,8 1,2 1.6 VBEW) Q 04 08 1,2 1,6 Vgeiv!
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en
VGE sayf0nction du courant collecteur V(BE satl ion du llecte
w1 v !
I_c—= 5 -I—c—= 5
B r B
1,6 T 1,6 /
1,2 1,2 /
—H
1
I Ve 1
0,8 0,8 Yease ¢ $a
| e
e Vo
LG / case =
0,4 R 0,4 |—"co
z 6,0
< Pl
i
0 b 0
2 468 2 468 2 4 4 2 468 2 468 4
107" 10° 10" felA) 10! 10° 10' ‘et
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*BUX 23

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURHENT
Capacité de sortie en fonction de la Fi de en fi du
I'o) tension collecteur-base §,. courant collecteur
22b, —T T T T T T
pF) tease = 25°C (MHz) Vee=15V
8 f =10 MHz
15 tease = 25°C
6
\ |
4 10 e
N /]
\\ /
™
N
2 5
102 0 5
2 4 6 8V 4o (V) 2 4 6 8
102 cB 10-1 100 |C (A)
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Temps de commutation en fonction du f?c!eyld de réd ! jon de la r ique en
t courant collecteur K regime ‘impulsions
{us) T 1.1 ]
8 ce =100 vV 1
& :_c= 5 616 =054-1-_H
N 8 o] P
4 \\ ~0.2_J1 /
; ssuAP%
N [\])
A 2 |—q =
2 \\ ,)% ) 74
- o /
\\ 107! S
10° a4 4
8 ‘0// t
” 6 =_"P
6 & ¢/ 6 4 5
2% o 2
4 x oS b 0:—”& 4
’\(P’/
§ / |~
N~ 2
2
10%
101 2 5 2 & .2 5 .2 B .27 (sec)
0o 6 1218 24 1A 1057 0% 10 107 e
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 7“BUX 24
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

kPreferred device

Dispasitif recommandé
- High speed, high current, high power transistor
Transistor de puissance rapide, fort courant VCEO 400 V
- Thermal fatigue inspection Ic 20 A
Contrélé en fatigue thermique Ptot 250 W
- Switching and amplifier transistor
Transistor d’amplification et de commutation
Rth(j-C) < 0,7 OC/W
VCE sat (12 A) <1V
te {12 A) <14us
f

Dissipation and Ig/g derating Case CB-1569 — See outline drawing on iast pages

o Ttie Voir dessil té derniéres pages
Variation de dissipation et de 15/ Boitier oir dsssin_co IE 4
{TO-3 modified}
1‘20 B {TO-3 moditi)
® \ (‘“ N
/
50 o2 = D
\ ~
30% Bottom view 8
25 Vue de dessous
0 Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 150 Te,6(9C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) - 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UT/LISATION case (Sauf indications contraires)
Collector-base voitage \
Tension collecteur-base CcBO 450 v
Collector-emitter voltage A\
Tension coflecteur-émetteur CEO 400 v
Collector-emitter voltage R =100 v
Tension collecteur-émetteur BE CER 440 A
Collector-emitter voltage Vg =~15V vV
Tension collecteur-émetteur BE CEX 450 v
Emitter-base voltage VEBO b v
Tension émetteur-base
Collector current {
Courant collecteur c 20 A
Peak collector current _ {
Courant de créte de collecteur tl’-’ = 10ms cm 30 A
Base current |
Courant base B 4 A
Power dissipation — 250 P
Dissipation de puissance tCase =2%¢C tot 250 w
Junction temperature t.
Température de jonction max ) 200 °C
Storage temperature min ts‘g —65 oc
Tempdrature de stockage max +200 oC

73-12 1/8
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*BUX 24

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg =320V lceo 3 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur 'B =0
Veg = 450V
CE
Vge ==15V 3 mA
Collector-emitter cut-off current lcEX
Courant résiduel collecteur-émetteur vV CE= 450V
VBE =-156V 12 mA
tease = 125°C
Emitter-base cut-off current Veg =5V lego 1
Courant résiduel émetteur-base lc =0 mA
Ilc =200mA
Collector-emitter breakdown voltage ig = VCEO(sus) 400 v
Tension de claquage collscteur-émetteur L =25 mH
(fig. 1}
Emitter-base breakdown voltage lg =50mA V(BRIEBO 7 v
Tension de claquage émetteur-base |c = '
Ve =4V
CE
lc =6A 15 60
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant \Y) CE~ 4V
Ic =12A 8
e =86 A
IB =12A 0,15 0,6 \
Collector-emitter saturation voltage VCEsat *
Tension de 7 e é
I =12A 03
g =24A 3 v
. . I =12A *
Base-emitter saturation voltage C v
Tension de saturation base-émetteur g = 24A BEsat LI v
Vap =140V
t cE =1s 0.15 A
Second breakdown collector current Is/g
Courant colle de second cl:
VCE =20V 25 A
t =1s 12,
* pylsed t,=300pus 8§<2%
Impulsions P
2/8
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*BUX 24

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires}
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
T ition f VCE =15V
ransition frequency — f
Fréquence de transition lc =2A T 8 MHz
hi = 10 MHz
. ! =12A
Turn-on time . C ty+t
Temps total d’établissernent (fig. 2) lB =24A d r 06 16 Hs
IC =12A
Fall time . | =24A t 06 14 ¥
Temps de décroissance (fig. 2) B1 ‘ f ! f us
i =-24A
B2
IC =12A
Carrier storage time . i =24A
Retard & la décroissance {fig. 2) B1 s 15 3 us
lgp =—-24A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Ryps
Résistance thermique (jonction-boitier) l thij-c) ] [ 0.7 [ °C/W
THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIQUE THERMIQUE
Mounting silicon chip on a molybdenum header Le montage de I3 pastille sur un support en molybdéne limite
bounds mechanical constraints and provides maximum les 7 écani et confére au istor un maxi-
insurance against thermal fatigue. mum de garantie contre la fatigue thermique.
Pulsed test : Contrble cyclique :
10 000 cycles
“on” : 2minutes (0> 100 W)
“off" : 1 minute (100>0W)
tcase = 125°C max
Atgase= 110°C max
3/8
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*BUX 24

SAFE OPERATING AREA

Aijre de fonctionnement de sécurité

e
(A)
50
‘0
A A+
\\ \\ N\,
20 S ENIND
N T [Mo@%S
10 \ N "N J‘\\‘\_
A Y L ' 1
\ i
5 T
1 3% }
\ LRI
2 N\ AT
NI
1 \ n
3 L]
05 LY
AL 3 \
— \\ \
ONtINUOUS e
0,2 |contin “ \ \\ ‘\\
Pulsed b
Impulfsion === N
01 |, e N
case = 25°C 1>
0,05
0,02
0,01
1 2 5 10 20 50 100 200 500 VCE(V)
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*Bux 24

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST " CEOlsus)  (fig. 1)

horizontal
horizontal
50 Hz IC (mA)
test transistor
transistor en test
—————Oﬁ L=25mH
vertical
vertical @
+
I [jo ~50 v
0>10V cormnmon
Rp =100 Q2 )
B - commun
1 + @

Note :

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point A"
Les tensions V op sont acceptables lorsque Ia trace passe au-dela du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

t
P == 6600 4F
< 1
S8 g1 @
=9 e
3 E y r—» t
%3 ! 1
&S # 82
- v
= 100V
) =82 Q
Fs 90 % =22Q
® =
L
S
< E : i ] 10% .
g ° — 1 ot l T t R¢ - RB : non inductive resistances
83 d —r Spr 4t ty :Pulse width = 10 us
RS t ] P t F f, <19
388 on-m » -t off orme factor<< 1 %
Rise and fall time <50ns
IB1 and Ig2 mesured with Tektronix probe Rc- Rg . résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 % : Largeur d'impulsion = 10 us
/gy et gy sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%
P 6021 et Amplificateur tvoe 134 Temps de montée et descente < 50 ns
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*BUX 24

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Ic
{A}

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

&me

teur

L~

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE [minimum value)

Tension émetteur en f de la
VCE résistance base-émetteur (valeur minimum)
W - T 7T

tease = 25°C IC\BmA

460 |yt
440 | N
420

b e

e

400
380

1 2 4 68 2 4 68 3 2 4

10 10 10 Ree

'c

{A)

0,8

0,6

04

0,2

21E

160

120

80

40

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension

collecteur-émetteur

T T
10 mA

\
wf\f

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RAT!IO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du

courant en fonction du courant sollecteur

Ve =4V

ot

77

2
10’

IC(A)

6/8
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*BUX 24

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de /a tension

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- .
lB émetteur | . base-émetteur
(mAllV g =4V (A} Veg =4 V
6 |-C% /] 6 |—F
4 T 4
2 , 2
-1 / 1
10 1
8 I 0 7
6 ’ 6 I /
. 3 ’ 7/
18 2) f
i E &
2 gg I 2 o o
)
|3 W &
-2 - (0 @
‘lo e L 2
8 T 0% —t £ "
6 f s—t .2
. o
2 2
102 107!

o 04 08 1,2 16 VgetV 0 04 08 12 16 vgev)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en

VcE sarfonction du courant collecteur VBE saifonction du courant collecteur
(v) [ . v) E': s
Lle 's
1,6 1.6
©
Qo
w0
o
1,2 ] 1,2 J
2
| |
-
0,8 © 0,8 — 2500
& foase
il C
/] il
o =
0,4 // - 04 A
V.
L~
—
0 0
2 4 68 2 4 68 ~ 2 4 68 4 68
10" 10 10" Igia) 107 10° 10’ G
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*
BUX 24

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de s

c22b tension co//e;creur-base
(pF} | tease = 25°C

8 A\

7

6

5

4 \\

3 \

2

10?

100 2 4 6 3101 2 4 6VglVl
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Temps de commutation en fonction du

t courantcollecteur
fush 17 Veg =100V

8]l C_5 CE 7

s|'B

a

g

2] o,

10°

8 /

6 t 7

4 ) /

] 1A
ton
)
107
0 4 8 12 16 IC(A)

(MHz)

15

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Fré de transition en f ion du
courant collecteur

Ve = 1BV

tease = 25°C

I0-1 100 IC(A)

102

108"

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de Ia r hi
régime d’impulsions

11

ique en

1
$ =05 =

|

T

=02 i

’;ﬁr//

NN

5§ ==Lt
2

5 2 5 2 5 2 5 2-
10€ %107 P102° Pyt
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE

*BUX 25

- High speed, high voltage high power transistor
Transistor de puissance rapide, haute tension

- Thermal fatigue inspection
Controlé en fatigue thermique

- Switching and ampilifier transistor
Transister d’amplification et de commutation

Dissipation and Ig/g derating
Variation de dissipation et de I g/p

100 k
%

75 L Q
50

K Preferred device

Dispositif recommandé

VcEo 500 V
Ic 15A
Ptot 250 W
Rth(j-c) <0,7°C/W
VCE sat (8 A) <1V
ty (8 A) < 1,6 us
Case CB-159 — See outline drawing on last pages

Voir dessin coté derniéres

pages

Boitier

{TO-3 modified) E
{T0-3 modifi¢)

. 30% Bottom view 8

2 Vue de dessous

o Weight : 14,4 g. Collector /s connected to case
50 100 150 toa(°C) Masse Le collecteur est relié au boltier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES} t = 25°C {Unless otherwise stated)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires)

Collector-base voltage v

Tension collecteur-base €8O 500 v

Collector-emitter voltage \Y

Tension collecteur-émetteur CEO 500 v

Collector-emitter voltage Roc = 100 O V,

Tension collecteurémetteur BE 0 CER 500 v

Collector-emitter voltage Vge =-16V v

Tension collecteur-émetteur BE CEX 500 v

Emitter-base voitage Vego 7 v

Tension émetteur-base

Collector current |

'Courant collecteur c 15 A

Peak collector current — |

Courant de créte de collecteur tP =10ms cm 20 A

Base current }

Courant base B 3 A

Power dissipation _oe P

D/ssiparialz de puissance tcase = 25°C tot 250 W

Junction temperature T

Température de jonction max 1 200 OC-

Storage temperature min 1 —65 °C

Température de stockage max 9 +200 °oC

73-12 1/8
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*BUX 25

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Saut indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg = 400V Iceo 3 mA
Courant résiduel collectsur-émetteur. lg =0
Veg = 500V
CE
Vgg = —15V 3 mA
Collector-emitter cut-off current |
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE = 500V CEX ’7
Vg =—15V 12 mA
toase = 125°C
Emitter-base cut-off current Veg =5V |
Courant résiduel émetteur-base lc = o] EBO 1 mA
lc = 200 mA
Collector-emitter breakdown voltage | = VeEO( (s
Tension de claquage collecteur-émetteur LB = 25 mH EO(sus) 500 v
{fig. 1)
. | =50 mA
Emitter-base breakdown voltage E \
Tension de claquage émetteur-base ‘C = {(BR)EBO 7 \
Vap =4V
CE
g =4A 15 60
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert ho1E
direct du courant V. CE T 4V
lc =8A 8
| =4A
C
lg =08A 02 06 v
Collector-emitter saturation voltage VeEsat *
Tension de i ~dmetteur
IC =8A ]
g =16A 0,6 v
. . | =8A *
Base-emitter saturation voltage o4 v
Tension de saturation base-dmetteur g =16A BEsat 12 15 v
Vap =140V
g, 0,15 A
Second breakdown collector current Is /8
Courant collecteur de second claquage v 20V
CE _ 125 A
t =1s
* Pylsed .= 300us §<2%
Impulsions P
2/8
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*BUX 25

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
T ition VCE =15V
ransition frequency _ f

Fréquence de transition lc =2A T 8 MHz
f = 10 MHz

Turn-on time . lc = 8A a4t

Temps total d'établissernent (f|g. 2) |B =16A d 4 0.9 .8 us

Eall ti IC =8A

all time . t

Temps de décroissance (fig. 2) lB] =16A f 09 186 us
g2 = -16A
IC =8A

Carrier storage time . | =16A

Retard 3 la décroissance (fig. 2) B1 i 35 5 s
lgp =-16A

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance Raps: i

Rési thermique fjonction-boitier) g thij-c) { { 0,7 °C/W

THERMAL FATIGUE INSPECTION

Mounting silicon chip on a molybdenum header
bounds mechanical constraints and provides maximum
insurance against thermal fatigue.

CONTROLE EN FATIQUE THERMIQUE

Le montage de la pastille sur un support en molybdéne limite
les i écani er fére au transi un maxi-
mum de garantie contre la fatigue thermique.

Pulsed test :

Contréle cyclique :

10 000 cycles

“on"” : 2 minutes (0> 100 W)
“off : 1minute (100>0W)
tecase = 125°C max

Atease= 110°C max

3/8
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*BUX 25

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
|
T 1
(A) T
50
7
(%
20 —~ ~ vy_m
N N 50\ NS
~N ) NO O,
10 gy kY W \<?~(>\4
i A -
A ¥ A\
5 1 \ e
\ \
a A ‘w \N
2 A v
(RYR
\ BB
1 VAl
N & x
“ 'Y Al
0,5 \
\
—_— N \ \‘
. Y N N,
0.2 Loomumadss ————— LNENND
rPulsed_ I \\ 3
0.1 Impulsion A
tcase = 25°C N -
0,05
I
0,02
0,01 L
1 2 5 10 20 50 100 200
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*BUX 25

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST CEO(sus)  (fig. 1)

Note :

harizontal
horizontal
50 Hz
test transistor
transistor en test
—0 L=25mH
vertical
VerticaL©
o +
1
I L] Ejo >50V
common
RB= 100 2 2-)10\/ commun
(i S "o

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point "A".

Les

Veeg sont ptables lorsque la trace passe au-deld du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

Base current
Courant base

Collector voltage

Tension collecteur

\
. e
+ P R =L 5600 uF
Vo
| | !
! 81 B2 3
[ >t
; g2
- \ Voo =100V
RC =125
— 20 % Rg =39 Q
| : ] 1 10%
1 ot = t R¢ - Rg : non inductive resistances
d 4 [ to :Pulse width = 10 us
ton-mr la—t off Forme factor_< 1%
Rise and fall time < 50ns
181 and 182 mesured with Tektronix probe Rc-Rp : résistances non inductives
P 6021 and Amptifier type 134 4 : Largeur d'impulsion = 10 us
11 et gy sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%
P 6021 et Amplificateur tune 134 Temps de montée et descente <50 ns




*BUX 26

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTCOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
\ Courant collecteur en fonction de Ia tension ' Courant collecteur en fonction de la tension
¢ collecteur-émetteur C collecteur-émetteur
(A) {A) T T
] ; r L l 1[ LL
1 f |
8 T f/\ﬂ”;}— = 04 3l
08 14 mA
//6// ?4/ —
o g 0! 2 T
6 lé/ A 0;:1:/ 0,3 L1 L 12ma —
L~ O
A /!7L \
1 2/ 0.2 A} ‘ 10 mA[i
4 LA | 02 = —
] !
yea /\ /,L’\Tx,/‘ r—l-—“—l— 8 mA
///, B 1 ‘ '
2 L l l 0,1 6 mA
]
| T b | ]
—
. | oLl | lez2m | | ]
0 1 2 3 4 VCE(V) 0 20 40 60 80 VetV

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant coflecteur

h T T T
nE Veg =4V | 1. <3mA
” T
75
60

30 ”
47'60
15 4_‘6952 \
N
0 \\
1012 46?00 2 468101 2 AIC(A)
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*BUX 25

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
1, émetteur
8 T
(mAY} Veg = AV /
i /
4
[}
o
i
2 1 NTs
2 N
. Il
2 3,
10 7 &
8
6 /
4

0 04 08 12 16 VgV

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en

A\ CE sa fonction du courant collecteur
(v} | T
s
r'e
1,6
1,2
08 !
/
0,4 (&
oc %
L[ =129 7
1
|
0 .
2 4 68 2 4 68 2
107 100 10’ Ita)

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur an fonction de la tension
| . base-émetteur

(A[Vee =4V

2 1oeC
1 bz =
10 s ~ 429

6 X a8

0 04 08 12 16 VgV

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

VBE sarfonction du
R
s
'8
1,6
4
1,2
oA
Jr-3vd’s |
0,8 (3 -
7o
Ll 04
et
/&0@5@’
0.4 <
0

2 468 ,2 468 2 a4
1 IC(A)
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*BUX 25

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la

tension collpcteur-base
Com ba

{nF} teass = 25°C

" N

3 N

N
10?

100 2 4 6 3101 2 4 6VeglVh
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Temps de commutation en fonction du

t courant collecteur
—r—T
tus) Vg = 100 V]
6 L s ' =5
's
4
™
™~
2 \\
10° |,
gl on -
s\ =
L1
-
4 -l
A
2
107!
o} 2 4 3 8 IctA)

TRANSITION FREQUENCY VERSUS

COLLECTOR CURRENT

Fr de t ition en fi ion du
. courant collecteur

(MH2) Veg =15V
f =10 Mhiz
15 tease = 25°C

-
10 .

2
10" 10° te (A}

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de Ia rési: h ique en

K régime d'impulsions

=snpy7
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

*BUX39

SKPreferred device

Dispositif recommandé

DIVISON_SEWICONDUCTEURS,

SES@SEMN

- High speed, high current, high power transistor
Transistor de puissance rapide, fort courant v EO 90V
. C
- Thermal fatigue inspection Ic 30 A
Contrdlé en fatigue thermique Ptot 120W
- Switching and amplifier transistor
Transistor d’amplification et de commutation
Rth(j-c) < 1,46 °C/W
VCE sat (20 A) <16V
t (20 A) <03us
Dissipation and lg/g derating Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages
Vaariation de dissipation et de | S/8 Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages
100
%
—
75
\u
50 =
25 30% Bottom view 8
Vue de dessous
0 Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 150 1 ,(°C) Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage \
Tension collecteur-base cBO 120 v
Collector-emitter voltage Vv
Tension collecteur-émetteur CEO 90 v
Collector-emitter voltage - v
Tension collecteur-émetteur RBE 1008 CER 110 v
Collector-emitter voltage =-15V V,
Tension collecteur-émetteur VBE ! CEX 120 v
Emitter-base voltage \
Tension émettgur-base EBO ’ v
Collector current |
Courant collecteur c 30 A
Peak collector current _ |
Courant de créte de collecteur tp =10ms cMm 40 A
Base current i
Courant base B 6 A
Power dissipation _ P
Dissipation de puissance tCE'lSe =25°C tot 120 w
Junction temperature t
Température de fonction max 1 200 °C
Storage temperature min Ty —65 °C
Température de stockage max 9 +200 °C
73-12 /8
THOMSON - CSF
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*BUX 39

STATIC CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg =70V \cEO 1 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur. g =0
Ve =120V
CE
Vgg =15V ' mA
Collector-emitter cut-off current ICEX 1
Courant résiduel collecteur-émetteur VC E= 120V
Vgg=-15V 5 mA
toase = 125°C
. Veg =5V
Emitter-base cut-off current EB |
Courant résiduel émetteur-base IC =0 EBO 1 mA
le = 200 mA
Collector-emitter breakdown voltage lg =0 VCEO(sus) 90 v
Tension de claquage collecteur-émetteur L = 26 mH
(fig. 1)
Emitter-base breakdown voltage g =50mA V(BRIEBO 7 v
Tension de claquage émetteur-base 'C =
Vo =4V
| CE =12A 15 45
. C
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant vV, CE™ 4V
Ilc =20A 8
| =12A
C
g =12A 0,7 1,2 A
Collector-emitter saturation voltage VeEsat *
Tension de i ‘c ~20A 25 1s
lg =25A < b v
. | =20A *
Base-emitter saturation voltage c Y] 9
Tension de saturation base-dmetteur lg =25A BEsat 21 25 v
o2 1 1 A
Second breakdown collector current ls/g
Courant collecteur de second claquage
VCE =30V a A
t =1s
* pylsed = 300us  5<2%
Impulsions
2/8
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*BUX 39

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals}
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

(Unless otherwise stated}
{Sauf indications contraires)

Résistance thermique (jonction-boitier)

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
T tion f VCE =15V
ransition frequency -

Fréquence de transition lc =1A fr 8 MHz
f =10 MHz
| =20A

Turn-on time ) c i+t

Temps total d'établissement (fig. 2) IB =25A d r 0.8 15 Ms
1 =20A

Fall time . c t

Temps de décroissance (fig. 2) |B1 =25A f 0,156 03 us
IBZ =-25A
'C =20A

Carrier storage time . | =

Retard & la décroissance {fig. 2) B1 25A % 055 1 Hs
| =-25A
B2

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance Rth(j-c) ’ I 146 oC/W

THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIGU: THERMIQUE
Permanent inspection of soldering quality between Le contrdle permanent de la qualité de la soudure entre la
siticon chip and header provides maximum insurance pastille de silicium et I'embase confére au tr un maxi-
against thermat fatigue. mum de garantie contre la fatigue thermique.
Pulsed test : Contrble cyclique :
10 000 cycles
"on’ : 2 minutes {0 > 48 W)
“off”: 1 minute (48>0W)
= o
tease 100°C max
— g5o
At gee = 85°C max
3/8




*BUX 39

20

10

05

0,2

0,1

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

F
—
1('-)'(, B
AR (N
A ,\ 2
) N \‘%\%-’((7"
F . ,\\?{(\u"
N \\ \, l){r & \\
N\ N, 7\« N
N \%'
— Y \
L) 1
L ‘\ ‘I L T
it
Conti \
ONtiNUOUS e e
Continu \ \‘ \
Pulsed e ]
Impulsion \ \
tease = 25°C 1
! uJ
\LA
| \
1 2 5 10 20 50 100 200 500 Vgtv)
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*BUX 39

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST " CEOlsus)  (fig. 1)

horizontal
horizontal
A
50 Hz IC (mA}
test transistor
transistor en test
— 0 L =25 mH
vertical
vertical @
+
1Q []
1w [] _ 0>50V
0>10V common
Rg = 100 2
B - commun
— = e]

Note :

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point "A".
Les tensions VCEO sont acceptables lorsque la trace passe au-deld du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCU!ITS (and oscillograms)_ {fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION fet oscillogrammes)
\
. ‘cc
+ [P =10 uF
3 Bt B\
3w o t
(T3 -
o 8
]
88 Ig2
- cc = 30V
Re = 15Q
90 % Rg = 27Q
@ ~
]
>3 . 10%
‘2 S t S t R¢ - RB : non inductive resistances
@9 Sty to . Pulse width = 10 us
RS -t off Forme factor< 1%
O R 4 ; .
Rise and fall time <50ns
181 and Ig2 mesured with Tektronix probe Rc-Rg : résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 4 : Largeur d'impulsion =10 us
1g1 et g2 sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%
P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temps de montée et descente <<50 ns




*guXx 39

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de Ia tension ) Courant collecteur en fonction de la tension

e collecteur-émetteur C colfecteur-émetteur

=l
‘\'1S>° a |14 e —
16 // S ‘“l 0,8 et ]
/| (// ﬁm‘\(/ ] 12 mA |
12 /;4 e 40°.l,f“‘" 06 i 10 n‘WA
et
//7 \ ‘ - 8 mA
8 / Iy =200mA | o4 E
4 ot =] ! 1
//‘ . © mA
' ]
al 02 o
| L 4'[ g L 2mA
ol | ] 1 o [T [T

0 1 2 3 4 v 0 10 20 30 40 v
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value) RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension colle émetteur en fi ion de la Valeur statique du rapport de transfert direct du

A CE résistance base-émetteur (valeur minimum) h courant en fonction du courant collecteur
V) Tt e = 25°C Ic<1mA 218 VeE =4V
- l
120
120 T
100 ’
<
60
(NP
110 i AT N
80 ey W
\ 0 \
100 & \
’f_’oc
\ <
NG 40 xcaﬁe’/ \
™
% N
20 \\\
80 0
2 4 68 2 4 68 2 4 2 4 68 2 4 68 2 4 A
10' 102 108 Rpe(@) 107" 10° 10 et
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*BUX 39

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

BASE CURRENT VERSWS BASE-EMITTER
EMITTER VOLTAGE

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
t, émetteur { . base-émetteur
Ay V7 WV =4V
m — =
Ve =4V % pidel:
a
2 2 ——
/.
W (¢}
102 s AAS 10! L]
8 Al 8 &
6 S 6 & LY
& & ~ <}
4 & a 4 &
// uo’s& 4
2 2 &
[ [
1 0
10, +11 107, 7 ’l
6 [ 6 1
4 4
2 2
100 107"

0 04 0,8 1,2 1,6 Vgetv) 0 0.4 0.8 1,2 16 VgglVv)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en

\'Z fonction du courant collecteur VBE gatf ion du /
CE sat : i sat
v) |
lc.g l C_3g l I
s L 's
1,6 l I 1,6 /
o]
L?’ O T 111
gihe
&
1,2 — 4Ry 1,2
8] ¢ Vi
o 8 A
i /i
0.8 0,8 — 4')_600 ‘/,
tcas® /
oC
PR
s LA
04 0,4
poet
0 0
2 a 68 2 468 2 4 4 2 4 868 2 4 68 a
107 10° 101 Il 10’ 10° 10" ctA
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*BUX 39

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la

C22b tension collecteur-base
T T
(oF) tcase'= 25°C
8
7
6
5 \
¢ N

101 2 4 sVCB(w

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Temps de commutation en fonction du

t courantcollecteur

(us:; -Il£=8 {/;—SOIV T
B
]
2
t,
10°, 2
[ —
6 Po— (_‘/
[
4 t,
p—] S
2
-1
w0, — t —
6
a4
2
-2
10
6 10 14 18 22IC(A)

TRANSITION FREQUENCY VERSUS

COLLECTOR CURRENT

Fréq ae ition en f ion du
§. courant collecteur

{MH2)| tease =25°C
15
N

10 |2 \\

)
5
0 2 4 6 8 2

107 10° Ic A

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la que en
régime d‘impulsions
] J‘ 1 =T A
6| -5=05-L L4/
LT WV
41 Y 0.3 o /
%
2 540'\ ’// /
o
o
<« (
107 _‘0//0
8
t
6 =P
8 T
4 Zih =K Ry
i !d
102

105" 00 “109° 12" Pyl
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA *BUX 40
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

*KPreferred device

Dispositif recommandé
- High speed, high current, high power transistor
Transistor de puissance rapide, fort courant v EO 125 v
: C
- Thermal fatigue inspection ic 20 A
Contrblé en fatigue thermique Ptot 120 W
- Switching and amplifier transistor
Transistor d’amplification et de commutation
. ©
Rth(j-c) < 1,46 C/W
VCE sat (15 A) <16V
t; (15A) <0,4us
Dissipation and lg/g derating Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages
it oo : Ttie Voir dessit CB8-19 derniéi
Variation de dissipation et de I/ Boitier oir dessin coté - ernicres  pages
100
%
——
7 \
—
80 @)
R—
25 30% Bottom view B
Vue de dessous
0 Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 180 1, (°C) Masse Le collectsur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tease = 25°C {Unless otherwise sta?ed)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION cas! (Sauf indications contraires)
Collector-base voitage A
Tension collecteur-base cBO 160 v
Collector-emitter voltage Y
Tension collecteur-émetteur CEO 125 v
Collector-emitter voltage Ror = 100 Q v
Tension collecteur-émetteur BE CER 150 v
Collector-emitter voltage v =-15V vV
Tension collecteur-émetteur BE CEX 160 v
Emitter-base voltage Veso 7 A
Tension émetteur-base
Collector current |
Courant collecteur c 20 A
Peak collector current _ |
Courant de créte de collecteur tp =10ms cMm 28 A
Base current §
Courant base B 4 A
Power dissipation _ P
Dissipation de puissance tCase = 25°C tot 120 w
Junction temperature t °
Température de jonction max ] 200 c
Storage temperature min tyg —65 °C
Température de stockage max +200 °c
73-12 1/8
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*BUX 40

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg =100V IceO 7 mA
Courant résiduel colfecteur-émettsur. lg = Q
Vpope =160V
CE
Vgg=—15V 1 mA
Collector-emitter cut-off current lcex
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE =160V
Vg = -15V 5 mA
tease = 125°C
Emitter-base cut-off current Vegg =5V leo 1
Courant résiduel émetteur-base lc =0 mA
lc = 200 mA
Collector-emitter breakdown voltage i = v
Tension de claquage collecteur-émetteur LB = 26 mH CEOlsus) 125 v
(fig. 1)
Emitter-base breakdown voltage lg =50mA \
Tension de claguage émetteur-base { c = (BR)EBO 7 v
Ve =4V
Ic = 10A 15 45
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant V. CE = 4V
le =15A 8
lc = 10A
g = 1A 09 1,2 Y
Collector-emitter saturation voltage VeEsat *
Tension de ssturation collecteur-émetteur
lc =15A
g =188A 12 16 v
: . | =15A *
Base-emitter saturation voltage C Vv
Tension de saturation basa-émetteur tlg =188A BEsat 1.7 2 v
Ve =50V 1 A
t =1s
Second breakdown collector current ts/g
Courant de second cl v 30V
CE™
t =1s 4 A
#* Ppulsed =300pus 8§<2%

1
Impulsions p

2/8
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*BUX 40

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) {Sauf indications contraires}
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition f Veg =15V
ransition frequency — f.
Fréquence de transition |C =1A T 8 MHz
f = 10 MHz
. | =156 A
Turn-on time " C T+t
Tomps tota) détablissemen: (119 2) tg =188A d™ % 0.6 12 us
Fall t IC =16 A
all time . _ t
Temps de décroissance (fig. 2) 'B1 =188A f 0,15 0.4 us
| =-188A
B2
IC =15A
Carrier storage time 3 =
Retard & la décroissance {fig. 2) g1 1.88A T 08 1 Hs
| =~-1,88A
B2
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance N .
Résistance thermigus (joneron-bottier) ‘ Renti-cl ‘ ‘ 146 x SO
THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE
Permanent inspection of soldering quality between Le contrble permanent de la qualité de la soudure entre la
silicon chip and header provides maximum insurance pastille de silicium et I'emb dre au istor un maxi-
against thermal fatigue. mum de garantie contre la fatigue thermique.
Pulsed test : Contrble cyclique :
10 000 cycles
"on” : 2 minutes (0> 48 W)
"off”: 1 minute (48>0W)
tease — 100°C max
Atcase = 85°C max
3/8
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*BUX 40

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

C a
(A) i
50
20 N N O30
~ NN
) ’\o\L '»}%‘?I" )
10 \ s Y
.
Ny N \
& \ i
i
\
\
2
\
. Yt Iy
1A
50 V!
0,5
'\
Continuous e k!
Continu \ \
0.2 s
Pulsed ————— e
Irmpuision - -
0.1 tease = 25°C .
0,05
0,02
0,01
1 2 5 10 20 50 100 200 500 VCE(V)
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*BUX 40

TEST CIRCUIT

horizontal
horizontal

Alc {mA)
L =25mH

vertical

vertical @

\ .
MONTAGE DE TEST ~ CEOlsus)  (fig. 1)
50 Hz
test transistor
transistor en test
X
10
W
Rg=1009 0210V
.

Note :

L et R

6+50V

commaon
\eommun

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point A",

Les

P

Veep sont D

lorsque la trace passe au-deld du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms}

CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

t
+ o« — P——
Ew
g8 g1
T
3@ ‘i—-—-» t
N
83 IB2
- r
_ - 90 %
¥s A
=8
01, |
23 ; IEAWEITY
t
g§ ty t tsﬁ[ te
3& ‘tonw et off

Ig1 and Ig2 mesured with Tektronix probe

P 6021 and Amplifier type 134

1g1 et g sont mesurés avec une sonde Tektronix

P 6021 et Amplificateur tvns 134

R¢ - Rp : non inductive resistances

: Pulse width = 10 us
Forme factor<1%

Rise and fall time <« 50 ns

: résistances non inductives
: Largeur d’impulsion = 10 us
Facteur de forme <1%

Temps de montée et descente <50 ns




*BUX 40

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE .
Courant collecteur en fonction de la tension \ Courant collecteur en fonction de la tension

C I émerteur C coflecteur-émetteur
A T
(A} LR PPSTy s =
‘14 A |t T
16 0.8 “
12 mA
12 0.6 .
10mA 4
|
|
8 mA
8 0.4 ]
7T s ! B mA
7 1 l
4 M 0,2 & A
T
l I =2mA
B
0 0 [

0 1 2 3 4 Ve 0 10 20 30 40 VetV
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE{minimum value) RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension émetteur en f ion de la Valeur statique du rapport de transfert direct du

v cE résistance base-émetteur (valeur minimum) h en f jon du I

/3 [ oase = 259C |Cé1 mA 21E VCE' =4V

120
160
N 100
<
\ RSB TN
150 A

80 I~ 57 ‘

N
\
60 [—— %4
140 " Mﬁ \ \

\ 40
130 \\ \\\
N
NG 20 \\
120 0
8 2 4 68 2 4 2 4 68 2 4 68 2 4
ol * %50 10° Rgg(®) 107 10° 10! IgiA)
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*BUX 40

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
1, émetteur y . base-émetteur
8 C T
(mAN-Veg =4V /// ":)’VCE=4V
4 4
130 = 26°C
2 /':\' ‘%(-’ 2 Ycose
2 ~ °C
2 s/l ] 1 P 2 125° |
10° - & ; 10 toase
6 . 6
a / a //
LS ) /
1 [ Q /
0 1 10, N
. 111 : 71
. [ .
2 [ 2
10° 10!

0 0,4 0,8 1,2 1,6 VgeiV) 0 0,4 0,8 12 1,6 VBE(V)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en

VCE sar au VB sarfonction du e
V) ' V) T

C_g £=3

Hig r'e /
1,6 1.6 /
1,2 [ I 1,2 /
0,8 / 08 P 2%°C /

/ oo 7
Y,
oG
y ~ 22
0,4 0,4 ferT\ o2
<
L425°C '3
e ’/L/'L }
&l
0 1 0
2 4 68 2 4 68 4 _ 2 4 68 2 4 68 2 4
1071 100 Tot 1(A) 107 10° 10 IgtA)
7/8
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*BUX 40

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLL_ECTOR—BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de Iz Fréq de ition en fi ion du
C2" tension collecteur-base fT courant collecteur
T T
{PFI| togee = 25°C (MH2)| Vg =15V
8 f =10 MHz
7 15 [ tegee = 25°C
6
S
AN L N
4
\ 10 / N
N d

N 5
N
10? ) 0
2 4 68 2 4 6 v} 2 4 6 8 2
100 10! Vea!V! 10! 10° I ()
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
CURRENT FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Temps de commutation en fonction du Facteur t'ifs‘ éduction de la rési: h jque en
t courant collecteur K'éylmed impulsions
(s} T T T
HeLVeg =30V % ! — .
6 _'_C 8 6 =05
s gt Py
203
- = 4
4 ‘case_z‘r’oc l
A
‘030‘ OV
N\ <&
2 2 i @o/
| bt /()
s %
0 I 107!
10 . i '/ 8 {, o i
- = a—
6 7‘\ 6 8 T -
. N Zin =K PR ]
ton L1 I
| -
1 I oy
1077 —+— 102 I S N B
52 B 42 6 a2 6 2 8§ .21t (sec)
0 4 8 12 16 IglAl 1057 0% 103 102 1ot P
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*
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA BUX 41
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

*Preferred device

Dispositif recornmandé

- High speed, high current, high power transistor
Transistor de puissance rapide, fort courant VCEO 200 V
- Thermal fatigue inspection Ic 15 A
Contrblé en fatigue thermique Ptot 120 W
- Switching and amplifier transistor
Transistor d’amplification et de commutation
Rihj-c) 1,46 °C/W max
VCE sat (8 A) <16V
t (8 A) <08us
Dissipation and Ig/g derating Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages

Variation de dissipation et de lg /g

100
%

75 \

60
25 30% Bottom view g
Vue de dessous
o Weight : 14,4 g. Collector is connected to case

50 100 180 tga.,,(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)  ¢__ = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
ot o Yee0 20 M
oo gt v eE0 0 ’
Senion e amarsy foe o100 | veen i
Collector-emitter voltage Vgg=-15V Veex 250 v

Tension collecteur-émetteur

Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base Eso ’ v

Collector current I

Courant collecteur [ 15 A
Peak collector current - |

Courant de créte de collecteur tp =10ms ™ 20 A
Base current |

Courant base B 3 A
Power dissipation _ P

Dissipation de puissance tcase = 25°C tot 120 w
Junction temperature t

Température de jonction max ] 200 °C
Storage temperature min tag ~65 o
Température de stockage max +200 °C

73-12 1/8
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*BUX 41

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

toase = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg =160V IcEO 1 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur g = 0
Vee = 250V . A
Vge=-15V
Collector-emitter cut-off current lcEX
Courant résidus! collecteur-dmatteur v CE= 250V
VBE =-15V 5 mA
toase = 125°C
. Vgg =5V
Emitter-base cut-off current EB |
Courant résiduel émetteur-base lc =0 EBO ' mA
Ic = 200 mA
Collector-emitter breakdown voltage I = VeEeo(sus) 200 v
Tension de claquage collecteur-émetteur L =25 mH
(fig. 1}
Emitter-base breakdown voltage e =50mA V(BR)EBO 7 v
Tension de claquage émetteur-base i c =
Vee = 4V
| c = 5A 15 45
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rappart de transfert ha1E
direct du courant V. CE =4V
e = 8A 8
t =8 A
c 0,38 1,2 v
'lg =05A *
Collector-emitter saturation voltage VeEsat
Tension de 7 e é
le 8
) =1A 0,656 1,6 A2
B
| 8A *
Base-emitter saturation voltage C v v
Tension de saturation basa-émetteur Ig 1A BEsat 1.3 2
Vap =135V
t cE =1s 0,15 A
Second breakdown collector current g, /B
Courant de second cle
VCE =30V s A
t =1s
* Pulsed t,= 30 5<2%
Impulisions
2/8
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*BUX 41

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Uniess otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition f Veg =15V
ransition frequency - f.
Fréquence de transition le =1A T 8 MHz
f = 10 MHz
. t =8A
Turn-on time X C ty+t
Temps total d*établissement {fig. 2) ‘B 1A d” 05 1 Hs
| =8A
Fall time . _
Temps de décroissance {fig- 2) g1 = TA b 025 08 us
| =-1A
B2
le =8A
Carrier storage time ™ -
Retard & la décroissance (fig. 2} '81 1A T 1 17 Hs
I =~-1A
B2
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Ryng:
Rési: thermique (jonction-boitier) { thij-c) | l 1.46 °C/W

THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE

Permanent inspection of soldering quality between
silicon chip and header provides maximum insurance
2gainst thermal fatigue.

Le contrdle permanent de la qualité de la soudure entre la
pastille de silicium et I'embase confére au transistor un maxi-
mum de garantie contre la fatigue thermique.

Pulsed test : Contrble cyclique :

10 000Q cycles
“on” : 2 minutes (0> 48 W)
"off”: 1 minute (48>0W)

tease = 100°C max

Atcase = 85°C max

3/8
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*BUX 41

SAFE OPERATING AREA

Aire de fonctionnement de sécurité
IC
{A)
50
2
20 ~J N ) P
N
\ NNV N
NI NP5 Y5
10 Ny NO 1788 N
. N <
AN S 1 \\ \.
1
® [\ \
1y
1
2 \ \ \\ \
\ v
HIAR!
1 X
Y
1
05 \ \
v “
" Continuoi
Continu U \\\
0.2 Foysed N
tmputsion T o N
01 |tease =25°C
0,05
0,02
0,01
1 2 5 10 20 50 100 200

500 Velv)
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*BUX 41

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST " CEOlsus) (fig. 1)

horizontal
horizontal
@ A
50 Hz IC (mA)
test transistor
transistor en test
—OK L=25mH
vertical
vertical @
+
1Q |:
1W _ 0>50V
0+10V common
Rg =100 Q2 "[_-l‘) _ commun °
| S u

Note :
The sus_taining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point A",

Les Veeo sont bles lorsque la trace passe au-delad du point A.
SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)
.
. ‘cc
+ P 5600 uF
g 3 "'31 2 !
: E r’ t
23 lg2
o G
Veg =150V
. Re -1850
- - 90 % RB —68 O
234
]
e .
= 81 i . _10% _
‘3 o rt_»m Lt — t Rc - RB : non inductive resistances
23 dpr—gta—T Sy ! to :Pulse width =10 us
8 S lon-m—a :71’—[ off Forme factor<<1%
Rise and fall time < 50ns
Ig1 and Ig2 mesured with Tektronix probe Rc-Rg : résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 A : Largeur d'impulsion =10 us
1gy et Igo sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%
P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temps de montée et descente < 50 ns




*BUX 41

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension ) Courant collecteur en fonction de la tension
'c collecteur-émetteur C collecteur-émetteur
w T ] R P
A |
16 0,8 ‘ L
18 H 2 mA
rl ,6.m. | \ A
Lt
P e P s S
12 L ﬁ;— 08 0 mA -
e m
/// et ()BT“A i J
"1 - -
T | et 1 mA
s / /7 — 06 MA 04 i
// //r/ 0,4 mA l L ] J
— 1 Py R N
m.
ﬁ/ //}/"B 0.2 mA I ’
4 : 0,2
ol ’ 4,mA
Ig = 2 mA
=2m
0 0 B 1M
0 1 2 3 4 veev) 0 10 20 30 40 VW)
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE({minimum value) RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension coll ern f ion de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
VCE résistance base-émetteur (valeur minimum) b en f ion du e
r—r—T T T
V) 1t e =25°C S1mA 21E {vep =4V
120
250 \
N 100

1 QOJ
230 S gol A R
\ \

210 N 60 ”
PF o
&’1‘)
1 a0y
190 N
20 \\
N
170 0
2 4 68 2 4 68 2 4 2 4 68 2 4 68 2 a
10" 102 103 Rge(@) 10! 10° 10' IgtA)
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*BUX 41

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

‘s

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE

Courant base en fonction de la tension base-
émetteur

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de Ia tension
base-émetteur

(mA)'—VC’;=4V (A} Vee =4V
6 [
Yy
4 o / 4
2 "'(g/ 2 <
N
7 [le 2%
3 o X252,
2 SY& 1 0/14:
107 ST 10 9~ gy S
6 8 6 i
4 / < 4 //
2 ] 2 //
1018 1717 1008 FARN
6 Iy 6 /1]
. [l . [/ [
2 2
10° 107!

0 04 0,8 1,2 1,6 Vgev) 0 0,4 0.8 1,2 1.6 Vggiv)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en

v, fonction du cou Hect Vv fonction du courant collecteur
CE sa (li!/? sa A
[\2] |
CL_g le_q
T g
1,6 1,6
1,2 12 /,
<
o
4’:1'6
0,8 — 0,8 S ’,7’1?5,0
LA N
AT )
|t
04 o 04
o
oC 1%
L ue™ 128 Ve
0 :1‘:4: I e 0
2 4 68 2 4 68 2 a 2 468 2 468 2 a
_ -1 0 1 1~ (A
1071 10° 10! 1A 10 10 (Al
7/8
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*BUX 41

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la

c22b tension collecteur-base
{pF) }tcase = 25°C

6

4

\’\

2 ™
102

8

L3

a

2
10’

100 2 4 6 8101 2 4 VegtV!

t
{us)
8

10!

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR

CURRENT
Temps de commutation en fonction du
courant collecteur
Ic Veg =150 V
L_g
tg \
\\\1\‘
~RZ
ton
N
RN
A | -
\ Iy
0 2 4 6 8 IctAl

TRANSITION FRE
COLLECTOFt CUR

QUENCY VERSUS
RENT

Fré en f du
fr courant col/ez teur
(MHz) Vcs =15V
=10 MHz
15 Tc o = 26°C
=
//
/ \
5
0 4 6 8
107! 10°

102

2
1057 0

K régime d'impuisions

IC(Al

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDIT!ONS

Facteur de réd;

de ia ré

ique en

T

N O
I
|

5 42 5

103 07

-]
10"

2'tp(sec)
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED *BUX 41 N
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE

SKPreferred device

Dispositif recommandé
- High speed, high current, high power transistor
Transistor de puissance rapide, fort courant
N . VcEo 160 V
- Thermal fatigue inspection A 18 A
Contrélé en fatigue thermique
o o ] Piot 120w
- Switching and amplifier transistor
Transistor d’amplification et de commutation
Rth(j-c) < 1,46 °C/W
VeEsat (12A) <16V
t (12A) <08 us
Dissipation and lg/g derating Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages
o o9 i Voir dessit ¢ 1 i
Variation de dissipation et de I5/g Boitier oir dessin coté CB-19 derniéres pages
100
% \
s N
\ N
50
ﬁ D
25 30% Bottom view B
Ve de dessous
0 Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 160 to,60(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) ¢ __ = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base €80 220 v
Collector-emitter voltage A N
Tension collecteur-émetteur CEO 160 v
Collector-emitter voltage =100 v
Tension collecteur-émetteur Ree CER 200 v
Collector-emitter voltage Vpe =-15V v
Tension collecteur-émetteur BE CEX 220 v
Emitter-base voltage v
Tension émettaur-base EBO 4 v
Collector current |
Courant collecteur c 18 A
Peak collector current - |
Courant de créte de collecteur tD =10ms cMm 25 A
Base current |
Courant base B 3.6 A
Power dissipation _ P
Dissipation de puissance tcase =25°C tot 120 w
Junction temperature t.
Température de jonction max } 200 °C
Storage temperature min 1y, —65 °C
Température de stockage max 9 +200 °oC
74-2 1/8
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*BUX 41N

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

——

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current VCE =130V lceo 1 mA
Caurant résiduel collecteur-émetteur |B =0
VCE =220V 1 mA
Vgg =—15 \
Collector-emitter cut-off current 'CEX
Courant résiduel collecteur-émetteur
Ve = 220V
Vg =-15V 5 mA
- o
toase = 125 °C
Emitter-base cut-off current Vgg =5V \
Courant résiduel émetteur-base IC =0 EBO 1 mA
Collector-emitter breakdown voltage 'c = 200 mA v
Tension de claquage collecteur-émetteur [ =0 CEO (sus) 160 v
L =256mH
Emitter-base breakdown voltage g =50 mA v 7 v
Tension de claquage émetteur-base Ic = {BR)EBO
YCE - I;X 15 45
Static forward current transfert ratio c h %
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant VCE =4V
o =12A 8
| =8A
C
g =08A 05 1.2 \
Collector-emitter saturation voltage v *
Tension de saturation collecteur-émetteur ; 12 A CEsat
c =
'B =15A 0,7 186 A\
Base-emitter saturation voltage | =12A *
Tension de saturation base-émetteur IC —15 VBEsat 15 2 \
g =158A
Veg = 100V 027 A
t =1s i
Second breakdown collector current |
Courant de second ck s/B
VCE =30V 4 A
t =1s
* pylsed tp =300 us 5 < 2%
Impulsions
2/8
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*BUX 41N

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition f Veg =15V
ransition frequency — f
Fréquence de transition Ilc =1A T 8 MHz
1 = 10 MHz
) =12A
Turn-on time . c ty+t
Temps total d'établissement (fig 2) lg =15A d”r 08 13 us
| =12A
Fall time . |C ~15A t
Temps de décroissance (fig. 2) B1 — f 04 08 Ms
lgg =—15A
IC =12A
Carrier storage time . -
Retard & la décroissance (fig- 2) g1 15A N 07 15 Hs
gz =—15A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance R, : i
Résistance thermigue fjonction-boitier} l thij-c) l \ 1,46 °C/W
THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE
Permanent inspection of soldering quality between Le contrble permanent de la qualité de la soudure entre la
silicon chip and header provides maximum insurance pastille de silicium et I'embase confére au transistor un maxi-
against thermal fatigue. mum de garantie contre la fatigue thermique.
Pulsed test : Contréle cyclique :
10 000 cycles
“on” : 2 minutes (0> 48 W)
"off’’: 1 minute {(48>0W)
tease = 100°C max
Dt o = 85°C max
3/8
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*BUX 41 N

Aire de fonctionnement de sécurité

SAFE OPERATING AREA

/%u
L R AN
17 1T wi
!WNW H = =
-
| 4
L2 =
Y
S,
P oY
]
L)
“ d _
— |
3 1
| |
1 |
— —
s o
| g, §¢©
+ £33
- [
1 [
= o n o~N
S I & =4 0 o~ =) =)

500 VgtV

20 50 100 200

10
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*BUX 41N

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST " CEO(sus) (fig. 1)

horizontal

hori; 4

orizonta §
50 Hz

test transistor

transistor en test
— 0 ; L=25mH

vertical

vertical @

]O*SOV

0 common
Rg =100 2 +~>10V commun

g0
3
' +

Note :

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point "A”".
Les tensions VCEO sont acceptables lorsque la trace passe au-deld du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

t
- D— !

At T =100 uf
3 @
@ § g1
= —————— -
2% Y
25
g8
V- =30V
. =250
| — 90 % =390
85 { -
gih ‘
R | !
23 . A N 10 %
2 T e T o Rc - RB : non inductive resistances
23 d-er— TSy ‘ t s Pulse width = 10 s
35 tonw - t F Forme factor< 1 %
or on-e——a wi——a—{ off orme factor<. 1%
Rise and fall time < 50ns
IB1 and IB2 mesurgd with Tektronix probe Rc-Rg : msistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 & : Largeur d’impulsion = 10 us
/g1 etigo sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <71%
P 6021 et Amplificateur tvor 134 Temps de montée et descente <50 ns
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*BUX 41N

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de 13 tension Courant collecteur en fonction de la tension
¢ collecteur Vo cotlecteur-émetteur
(A} (mA) [ 4 A
|
ol [ A 1
16 ST 35—
(S
§ 1200,
00 3 Mﬁh’
12 | P A 0o F’r l
A+~ A—Temer bema | | L L
T e
A - A—t
8 V = Elame——
g = 2% -
p;!i mA
4 /\ T
—
1mA
1
*l Ig=05mA |
0 1 i
0 1 2 3 4 VCE(V) 0 10 20 30 40 VetV
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value) RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension teur en fi fon de la Valeur statique du rappoart de transfert direct du
Vg rési base-émetteur (valeur mini ) en fonction du collecteur
i h21e Veg =4V
Pa
1T Iy 4
3
&1\
230 160 —<L v
/N
=~ &
ol N \
2 \\ 120 O L
A0 N
&O«#V \\
180 \ 80
170 t | | \
- \wiwa =25 QC 40 '
150 0 \ -
2 468 2 468 2 4 2 468 2 468 2 a
10! 102 10° e 107! 10° 10’ T
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*BUX 41N

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de I3 tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
1, émetteur | . base-émetteur
( BA\ v av V- (A) v, av
mAlVcE =4V — =
6 // 6 i
4 0/ 4
2 2 =
2 / 1 - —
10 a 7 10
5 iy s 7 o
4 g‘,’ 4 o
p &/ Yo
2 ® 2 7 0
~ & sf [
1 o 0 & 8.
10 111 0% &
6 [ 6 [l ]
. [ . |
2 I 2
10° 107"

0 0,4 08 1,2 1,6 VgV 0 0,4 0,8 1,2 1,6 VeVl
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en

Vg sapfonction du VBE satfonction du courant collecteur
(Y 7
== 8 -'£ =8
- ls - '8 /
16 1,6
1,2 1,2
. / =255
0,8 / 08— oo /,
e
0,4 0,4 e
c’o()
| 1 42%°G, P
case Y l
X P
0 nl 0
2 4 68 2 4 68 . 2 4 68 2 4 68 2 4
107 100 10" A 107 10° 10! e
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*BUX 41N

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fréq e ition en f fon du
c22b tension collecteur-base fT courant collecteur
(pF) [tcase = 25°C] MHz)| Vee =15V
6 f =10 MHz
18 [ teaqe = 25°C
4 < /
N v
2 \j / \
\ 10
) N
10
8
6 \
4 5
2
10! ) 0 +—
5 2 4 638 2 4 68 , 2 4 6 8 2
10 10 10 10! 10° te (A
LLECT TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
gﬁgggl\lltl\!s TIMES VERSUS €O CTOR FACTOR UNDEF! PULSES CONDITIONS
Temps de commutation en fonction du Facteur :,19 fduc de la ré; ique en
t courant collecteur K régime d'impulsions
W) =BV (11 T -~
8 }'CE T 1 g
T =05_lA"T 2/
6 _C_g 6 5 =0, /7
==
B 1
a 5' =03 paw,
4 4
1
N ol
v /
2 t on—] 2 N
/ Lt C/
\ 7 °/
e -1 s
10° 10
8 N 8 e
6 AN . s 5 =2
< N T
a — B Zip =K By
t,
> 2
107 w? 5 2 ]
2 5 5 .2 "ty (sec)
0o 4 8 12 16 1A 108" 10% 1w* 10 2P
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA *BUX42
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

SKPreferred device

Dispositif recommandé
- High speed, high current, high power transistor
Transistor de puissance rapide, fort courant
P i Vceo 250 V
- Thermal fatigue inspection A 12A
Contrblé en fatigue thermique Ptot 120 W
- Switching and amplifier transistor
Transistor d’amplification et de commutation
Reh(j-c) <1,46°C/W
VCE sat (6 A) <16V
tf (6 A) <1 ,2 us
Dissipation and |g/g derating Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages
Variation de dissipation et de Ig /8 Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages
100%
75
N
50
D
=
25 30% Bottom view B
Vue de dessous
o Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
Masse Le collecteur est relié au boitier
50 100 150 1t ,uq(°C)
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires)
Collector-base voltage V,
Tension ca/lscteur»bassg €8O 300 v
Collector-emitter voitage Vv
Tension collecteur-émetteur CEO 250 A
Collector-emitter voltage =100 2 \
Tension collecteur-€metteur R BE 0 CER 290 v
Collector-emitter voltage Voe =158V \'%
Tension collecteur-émetteur BE CEX 300 v
e o ad® Yeeo ’ v
Collector current |
Courant collecteur o] 12 A
Peak collector current _ |
Courant de créte de collecteur b = 10 ms M 15 A
Base current |
Courant base B 2,4 A
Power dissipation _ P
Dissipation de puissance tcase =25°C tot 120 w
Junction temperature t:
Température de jonction max 1 200 °C
Storage temperature min tig —65 °C
Température de stockage max ) +200 °oC
73-12 1/8

791



*BUX 42

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Untess otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Collector-emitter cut-off current Veg = 200V lceo 1 mA
Courant résidusi collecteur-émetteur Ig =0
Ve = 300V
CE
- — 1 mA
Vgg=-15V
Collector-emitter cut-off current lcEX
Courant rdsiduel collecteur-émetteur \Y] CE= 300 V
Vgg = -15V 5 mA
— {]
toase = 125°C
Emitter-base cut-off current Vgg =5V teBo 1
Courant résiduel émetteur-base 'C =0 mA
e = 200 mA
Collector-emitter breakdown voltage i =0 \
Tension de claquage collecteur-émetteur LB = 25 mH CEO(sus) 250 v
(fig. 1)
Emitter-base breakdown voltage IE =50 mA \
Tension de claquage émetteur-bese } c = 0 {BRIEBO 7 v
Ve =4V
lc =4A 15 45
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du repport de transfert ha1e
direct du courant VCE =4V
e = 6A 8
IC =4A
lg =04A 033 1,2 v
Collector-emitter saturation voltage VCEsat *
Tension de 7 ) —6A
c =
lg = 0,75 A 05 1,6 A
5 1 =6A *
Base-emitter saturation voltage c v
Tension de ssturation base-dmetteur lg =075A BEsat 12 2 v
Vep =135V
Vee 1355 0,15 A
Second breakdown collector current Is/B
Courant collecteur de second claquage
VCE =30V 4 A
t =1s
* Pyised t,=300us §<2%
Impulsions P
2/8
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*BUX 42

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux} (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition Veg =15V
ransition frequency = f
Fréquence de transition lc =1A T 8 MHz
hi = 10 MHz
. | =6A
Turn-on time y C ty+t
Temps total d'stablissemen: (13- 2} lg =075A a7 045 1 bs
{ =6A
Fall time fig. 2) 1 _o075A t 07 12 s
Temps de décroissance (fig. B1 =% A . u
| =-0,75 A
B2
e = 6A
Carrier storage time 3 —075A
Retard & la décroissance {fig. 2) |B1 0.75 tS 1,35 2 s
g2 = -0,75 A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
.’Lun.ctlon-case t!lerm‘.al registangiv,, | Rth(;-c) J | 1,46 oC/W
THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIQUE THERMIQUE
Mounting silicon chip on a molybdenum header Le montage de Ia pastille sur un support en molybdéne limite
bounds mechanical constraints and provides maximum los aint it et confdre au istor un maxi-
insurance against thermal fatigue. mum de garantie contre la fatigue thermique.
Pulsed test : Contréle cyclique :

10 000 cycles

“on” : 2 minutes (0> 48 W)
“off” : 1minute (48>0W)
tease = 100°C max

Atgage= 85°C max

3/8
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*BUX 42

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

[
(A)
50
20 7,
< 0&4'
10 h - &‘E@; ;
= 10 7] O\
\X N _:i 00,(,\‘}“
5
\ v\ 1
‘LY \
2 \ \ \ \
NN
SRS
1 N 3\
—=
L WY
0,5 X
l-Continuous
| Continu
Pulsed e \
0,2 |Impuision \\
tease = 25°C N
0.1 )
0,056
0,02
0,01
1 2 5 10 20 50 100 200 500 Vgiv)
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*BUX 42

TEST CIRCUIT v
MONTAGE DE TEST  CEO(sus)  (fig. 1)

horizontal
horizontal

—————®
50 Hz

test transistor
transistor en test

—_—__o& L=25mH

{ vertical

vertical @

.
10
I3 E]o»sov

010V common
+

RB =100 Q commun

Note :

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point “A”.
Les tensions VCEO sont acceptables larsque la trace passe au-deld du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS ({and oscillograms) (fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATI/ON (et oscillogrammes)

t A
+ a-—— P—»! AT s 5600 uF
- Cc
c g TI 1
£ y 81 B2 W e
3 g >t
[T
&3 g2
- Vee = 150V
Re =25 Q
. — 90 % RB =82Q
T
EEE
S8
-3 = [ N 10%
£ < T ot e t R¢ - RB : non inductive resistances
£y v S:—i ‘ 1 {Pulse width = 10 is
3& ‘ton-m toff Forme factor < 1 %
Rise and fall time <50ns
181 and Ig2 mesured with Tektronix probe Rc- Rg : résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 4 : Largeur d'impulsion = 10 us
1g71 et g2 sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%

P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temps de montse et descente << 50 ns




*BUX 42

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension | Courant collecteur en fonction de la tension
I'c col gmetteur ] C collecteur-émetteur
(A) | (A} fo et
sl T )
700 - 6 mA
/ LI P
&0 [ o]
8, R e s 08 I
/,( A e & it
> AT I
— 2300 -
6 /! /4/ r/ | 0,6 /7
- - 200 mA 4 4mA__ ]
. ] ||
=1 jrm——t
il —100 mA
41 Pz 1g=10 0,4 -
f 17~ 3 mA
/ 1 [
2 0,2 2mA ___|
Ig=1mA
0 0 |
0 1 2 3 4 Vv 0 10 20 30 40 Velv)
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE[minimum value] RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension teur en fi ion de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
VCE résistance base-émetteur (valeur minimum) h en fe ion du e
V) [t aee =25°C !c<1 mA 21E [veg=av {\
150 ' J A1
<
310 8
Ny
125 |— g
N o
N ~ Ve
290 7
100 i
[ 5Y
75
270 \\ \
AN 50
250 \
25
N
N
230 0 M
2 468 2 468 2 4 2 468 2 468 2 4 A
10" 102 10° Rgelat) 107 10° 10’ IctA)
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*BUX 42

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE

Courant base en fonction de Ia tension base-
|B émetteur
(mAlF Vep =4 v v
[
4 /
2 /]
2
10 s 7
6 /
. 17
0
&l [¢
2 ~ &
U
sl [
1 L3
10 s i ‘é‘
6
s [
AN
100
0 0,4 0.8 1,2 1,6 VBE(V)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tentiqn de i en
Ve sarfonction du
[\
) lQ:B
s
e
16 & 11 g
=&
1 n
allll 2
1,2 & B
08
//
0,4 / i/
r/
»
L]
0 B= et
2 468 2 a4 2 a
107 10° 10! 1)

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

| . base-émetteur
Wl veg=4v

6
4
2
10! J
8
6
4 Wi
< 77
s
¥
~
. P
8, o
(] & o
107 ~£ &
. )

0 04 08 12 16 Vgev

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tan:ign de saturation base-émetteur en

VBE satf du courant
(v} 1o T
L=g
's
1.6
1.2
08 L o 114
X, A
T
04 kcaﬁe/
0
10_1 2 4 6%00 2 a 68101 2 a4 IC(A)
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Bux 42

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la

tension collecteur-base
€22, s

(pF)

~

10'

10°

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR

CURRENT

4

Temps de commutation en fonction du

t courant collecteur

GVCB(V)

fus) Ic_g VeE=150V
's
6
4
\\ .
2 < s
\\\
10° i
8 tf
6 el
PR | ton //
2
10"
0 2 4 6 8

IctA)

T
{MHz)| Tease = 25°C
Veg =15V
15
10

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Fr de ition en f ian du
courant collecteur

/’\

107 10° I (A)

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de ia h

ique en
régime d‘impulsions
K "l
e
6|15 =08 ] 7
1 L1V
a5 =02 4
od
2 % 44/
o V|
//@5/
10.1 - ‘0//7
8
s 5 =2
T
a Zin =K Ry
’
107? 2 5 ,2 5 .2
2 5 .2 5 -
105 509 P10 o2t gt
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*
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA BUX43
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

SKereferred device

Dispositif recommandé
- High speed, high current, high power transistor
Transistor de puissance rapide, fort courant
Th . . . VcEO 325V
- ermal fatigue inspection 1 10A
Contrdlé en fatigue thermique PC 120 W
s i . tot
- Switching and amplifier transistor
Transistor d’amplification et de commutation
Rth(j-c) < 1,46 °C/W
VCE sat (5 A) <16V
ty (BA) < 1,2 us
Dissipation and lg/g derating Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages
Variation de dissipation et de 1g/g Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages
100
%
—
75
N
50 —__ D
25 30% l Bottom view 8
Vue de dessous
a Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 150 te,q0(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires)
Collector-base voltage A
Tension collecteur-base CBO 400 \J
Cotllector-emitter voltage A
Tension collecteur-émetteur CEO 325 v
Collector-emitter voitage .= Y
Tension collecteur-émetteur Rpg = 100 Q CER 360 v
Collector-emitter voltage Voe = ~15V \"
Tension collecteur-émetteur BE ’ CEX 400 v
Emitter-base voltage \
Tension émetteur-base €80 7 v
Collector current |
‘Courant collecteur c 10 A
Peak collector current _ ]
Courant de créte de collecteur tp =10ms cM 12 A
Base current 1
Courant base B 2 A
Power dissipation - P
Dissipation de puissance tease = 25°C tot 120 w
Junction temperature t.
Température de jonction max 1 200 °C
Storage temperature min L —65 °oC
Température de stockage max 9 +200 °C

73-12 1/8

THOMSON - CSF
OIVIION_SEMICONDUCTEURS,



*BUX 43

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires}

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg =260V lceo 1 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur ig =0
Ve =400V
CE
Vgg =-15V ! mA
Collector-emitter cut-off current lcEX
Courant résidus/ collecteur-émetteur VCE = 400 V
Vgg =-15V 5 mA
toase = 125°C
. Veg =5V
Emitter-base cut-off current EB I
Courant résiduel émetteur-base lc =0 EBO 1 mA
Ic = 200 mA
Collector-emitter breakdown voltage i = V,
Tension de claquage collecteur-émetteur L = 25 mH CEO(SUS) 325 v
(fig. 1)
Emitter-base breakdown voltage lg =50mA V(8RJEBO 7 v
Tension de claquage érnatteur-base | c =
V, =4V
E
1 ¢ =3A 15 60
[o]
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rspport de transfert h21 E
direct du courant V. CE 4V
Ic =5A 8
i =3A
C
lg =0376A 03 1 v
Collector-emitter saturation voltage Vegat ¥
Tension de e e
ic =54 05 1.6 v
g 1A 4 ‘
Base-emitter saturation voltage |C 5A VBEsat 12 2 v
Tension de saturation base-émetteur g 1A .
Veg =135V 015 A
t =1s '
Second breakdown collector current ls/B
Courant colle de second g v 20V
CE™
t =1s 4 A
* Pylsed t,=300us §<2%
Impulsions
2/8
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*BUX 43

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

(Unless otherwise stated}
(Sauf indications contraires)

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
T P § VCE =15V
ransition frequency - f
Fréquence de transition Ic =1A T 8 MHz
f = 10 MHz
Turn-on time fia. 2 I'c A tg+t 045 1 s
Ternps total d’établissement (fig. 2) [ 1A r i H
. e = 5A
5'8”7:;' ’::décroimnce (fig. 2) |B1 =1A tf 06 12 Ms
! =-1A
B2
IC =5A
Carrier storage time . ] =1A
Retard & la décroissance (fig. 2) B1 _ N 15 22 us
! =-1A
B2
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance R
Résistance thermique (jonction-boitier) ‘ thij-c} ] [ 1,46 °Cc/w

THERMAL FATIGUE INSPECTION

Permanent inspection of soldering quality between
silicon chip and header provides maximum insurance
against thermal fatigue.

Pulsed test :

10 000 cycles
“on’ :

“off’’:
case

Dtoase =

2 minutes (0 > 48 W)
1 minute {48 >0W)
t = 100°C max

85°C max

CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE

Le contrdle permanent de la qualité de la soudure entre la
pastille de silicium et I'embase confére au transistor un maxi-
mum de garantie contre la fatigue thermique.

Contrdle cyclique :

3/8
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*BUX 43

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
1

C
{A)
50
20
%o
<
10 N . 7, '@‘J
_— < "‘%2\0 $
e 05 P S §
s \ v
A (MR WA
) NN
‘ \
NUIRR &
3 N\ 3
gumi_nuous ‘.‘ ‘-‘
0,5 Ponrmu C LN
ulsed e o o e \ >
Vmpulsion
o \ A
0.2 toase = 25°C \\ N,
\“\
0.1 S
~
0,05
0,02
0,01
1 2 5 10 20 50 100 200 600 VCE(V)
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*BUX 43

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST "CEO(sus)  (fig. 1)

horizontal
horizontal
[
50 Hz lg (mA)
test transistor
transistor en test
___oc\ L=25mH
vertical
vertical @
+
1Q I:
1w [] _F|O >50V
common
RB= 100 2 2[11—([)-\/ commun
— ro)
B SRS 4 I_J
Note :
The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point A",
Les it Vego sont /2] lorsque Ia trace passe au-del3 du point A.
SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) {fig. 2)

CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION fet oscillogrammes)

t
+ P R == 5600 uF
£y i | Vo
23 B1 <52 = .
3t —_—
g B '
2
&8 82
- y
VCC =150V
Re =30 Q
Rg =68Q
$s
S8
"4
=
g ° t Rc - RB : non inductive resistances
232 tp : Pulse width = 10 us
3 B Forme factor<<1 %
Rise and fall time < 50ns
Ig1 and 1g2 mesured with Tektronix probe Rc-Rg : résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 4 : Largeur d‘impulsion = 10 us
1g1 et 1go sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%
P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temps de montée et descente <.50 ns

5/8
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*BUX 43

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- gall-TL1§é2gc\)/f;CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE OLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension | Courant collecteur en fonction de la tension
IC collecteur-émetteur C collecteur-émetzeur
A AP g (A} T
4800 et 0P ] |
B |
P N
] 4m
8 //, 200, P 04 N
b1
— Boozr [
L~ | P }
Y /4 49 03 -
6 , }
" ——
// | | 3mA
"1 ! mA ] | | ’
=200
g — [
/ Iy
! ‘
4 0,2 [
el
/ ! i 2 mA
| | l
2 J‘ ‘ 01 |
l ‘: tg=1 mA
0 0 | |
0 1 2 3 4 VeV 0 20 40 60 80 VgV
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE{minimum vaiue} RAT!IO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension collecteur-émetteur en fonction de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
v CE résistance base-émetteur (valeur minimum) n en fe ion du I
(v) T oeor < 21E -
toase = 25° leS1mA Vee 4V
120 ‘ /]
420 /

100

/
\
380 \\ 80 / /
/
/.

340

300 / A
g

20— N
260 2 4 68 2 4 68 2 4 0 2 4 68 2 4 68 2 4
10" 102 103 Agglal 1072 1071 10 IctA)
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*BUX 43

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de 1a tension
I, émetteur ). base-émetteur
B
(m;:) Veg =4V S (,:)»vcgzlzv —
/ P4
4 a
//
2 2 //
2 / 10 J /
10 7 o1
8 8 c
6 Too 6 & L
& o ~ &
Nl &
4 B B a—ri h
Vi ~ @ 1!
of [ £ !
' 3
2 Jy) {‘? 21— b
-1
10} 10
: - :
6 6
a I 1 4
2 2
10° 102
0 04 08 1,2 1,6 VBE(V) 0 0,4 0,8 1.2 1,6 VgeV!
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en
VCE sat fonction du courant collecteur VBE satfonction du courant collecteur
v [T V) \ f
C_g (o]
= L5
B Hg
1,6 1,6
/H
1,2 1,2 AZ_
/
0,8 0,8 A
4 v e
= TV
tease = 29°Cl
o =125C
0,4 0,4 | _cac ]
Lt
0 0
2 4 68 2 4 68 . 2 4 68 2 4 68 2 4
102 107! 102 10! 10° Ilal
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*BUX 43

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la

C22b tension co/lecr]eur-base
fpF) [~ tease = 25°C
6
4
~
2 ™~
‘N\
102 \‘\
8
6
4
2
10! A
100 2 4 6 3101 2 a4 6Viglvh
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Temps de cammutation en fonction du
t courant collecteur
{ f
bl C_g —
‘s
6
Veg =150V
a
2 \\\
Nt
10° i
8
t
6 P
ton
AR} L~ //
XLy
2
107!
0 2 4 6 8 IC(A)

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Fréq de en f jon du
fT courant collecteur
(MHzl| Vg =15 v
tease = 25°C
15
/]
10 // \\
5 \
0
2 4 6 8 2 Al
107 10° e

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de ia que en
régime d‘impylisions
K

1] AV

T
L |5 =05 ]

T
', 02 o l//
5 = 7Y

5 =2
T
4 Zin=%Ry
!
2
T
162 a
106 sw_‘:: 5‘0_32 510_22 Sw_,!tp(sec)
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

*BUX 44

- High speed, high current, high power transistor
Transistor de puissance rapide, fort courant

- Thermal fatigue inspection
Contrblé en fatigue thermique

- Switching and amplifier transistor
Transistor d’amplification et de commutation

Dissipation and lg/g derating
Variation de dissipation et de Ig/g

100
%

75

50

30%

25

*kPreferred device

Dispositif recommandé
VeEeo 400 V
e 8A
Piot 120 W
Rth(j-c) < 1,46 °C/W
VeE sat (4 A) <2V
1 {4 A) <1,2us
Case TO-3 - See outlire drawing CB-19 on last pages

Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages

N

~—

==

Bottom view [}
Vue de dessous

Weight : 14,4 g. Collector is connected to case

50 100 150 1.,,(°C) Masse Le collecteur est relié au bortier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage V,

Tension collacteur-base €8O 450 v

Collector-emitter voltage \'

Tension collecteur-émetteur CEO 400 v

Collector-emitter voltage = Q \'7

Tension collecteur-émetteur RBE 100 CER 440 v

Collector-emitter voitage Vpp =—18V V,

Tension collecteur-émetteur BE CEX 450 v

Emitter-base voltage VEBO 7 A\

Tension émetteur-base

Collector current |

Courant collecteur c 8 A

Peak collector current = |

Courant de créte de collecteur tp =10ms cMm 10 A

Base current i 1

Courant base B 1.6 A

Power dissipation _ P

Dissipation de puissance teage = 25°C tot 120 w

Junction temperature t

Température de jonction max [ 200 °C

Storage temperature min g —65 °C

Température de stockage max +200 °C
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*BUX 44

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Ve =320V Iceo 1 mA
Courant résiduel collscteur-émettaur. lg =0
Vg = 450V
CE
- 1 mA
VBE =-15V
Collector-emitter cut-off current IcEX
Courant résiduel collecteur-émetteur \Y) CE= 450 V
VBE =-15V 5 mA
toase = 125°C
Emitter-base cut-off current Veg =5V leRo 1
Courant résiduel émetteur-base | c = 0 mA
lc =200mA
Collector-emitter breakdown voltage ig = VCEO(sus) 400 v
Tension de claquage collecteur-émetteur L = 25 mH
{fig. 1}
. | = 50 mA
Emitter-base breakdown voltage E \
Tension de claquage ématteur-base IC = {BRIEBO 7 v
Vep =4V
CE _ 15 a5
IC =2A
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant V, CE = 4V
lc =4A 8
| =2A
IB —025A 0,24 1 \4
Collector-emitter saturation voltage VeEsat *
Tension de saturation collecteur-émetteur
| c = 4A
IB —08A 0,36 2 v
Base-emitter saturation voltage e —4A Vg 1 2 v
Tension de saturation base-6metteur 'B =08A sat
Vo =135V
t cE =1s 0.15 A
Second breakdown collector current 'S/B
Courant colle de second v 30V
CE™
t =1s 4 A
* Pylsed th=300ps 5<2%
Impulsions
2/8
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*BUX 44

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) {Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition f Veg=15V
ransition frequency _ £
Fréquence de, transition ‘C =1A . T 8 MHz
f =10 MHz
. ] =4A
Turn-on time X [od ty+t
Temps total d*établissement (fig. 2) lg =08A d™ 04 1 us
| =4A
‘Falt time (fig. 2) |C =08A t 065 1.2 s
Temps de décroissance 9. B1 ! ' ’ i
| =-08A
B2
'C =4A
Carrier storage time . | =0,8A T
Retard & la décroissance (fig- 2} ‘B1 — _08A S 1.7 25 Hs
B2 T 7Y
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rini;
Rési thermique (jonction-bortier) ‘ thij-c) ‘ l 1,46 °C/W
THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE
Permanent inspection of soldering quality between Le contrble permanent de la qualité de la soudure entre la
silicon chip and header provides maximum insurance pastifle de silicium et I'embase confére au transistor un maxi-
against thermal fatigue. mum de garantie contre la fatigue thermique.
Pulsed test : Contrble cycligue :

10 000 cycles

“on' 2 minutes {0 > 48 W)
“off”: 1 minute (48>0W)
tease = 100°C max

Btogee = 85°C max

3/8
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*BUX 44

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

C
{A)
50
20
o 1
<
5 A
-
2
1
0.5
- N,
gominuous ———
ontinu
02 piced e ™
Impulsion
0,1 [tcase = 25°C ™
0,05
0,02
0,01
1 2 5 10 20 50 100 200 500 VglV)

4/8
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*BUX 44

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST Veeo(sus)  (ig. 1)

horizontal
horizontal

50 Hz

test transistor
transistor en test

L= 25mH

J vertical

vertical @

+

1Q
8l [o-sov

-1009 0>10V common

- commun
—_:}__,__‘ }7 A O

Note :

The sustalnlng voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point “A”".
Les i Vego sont ptables lorsque /a trace passe au-dela du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2)

CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION fet oscillogrammes) "
cc

t
+ =P =2 5600 uF
g} B1 B\
5% | v ] t
© 8
g s
&8 'B1
- Ve = 150V
RC = 375Q
90 % Rg = 82Q
[ -
g5 /
° 8
73 : ; _10%
2s T ot >t R¢ - BB : non inductive resistances
23 A4t Sj:i‘-: ! o . Pulse width = 10 s
S 3 lonw—ia toff Forme factor<t 1%
Rise and fall time < 50ns
1g1 and 12 mesured with Tektronix probe Re-Rpg - résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 tn : Largeurd’impulsion =10 us
151 et 1 g2 sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%
P 6021 et Amplificateur type 134 Temps de montée et descente <.50 ns




*BUX 44

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

collecteur-émetteur
{A)
8
o
/
I/////
P e i gy
5 y L1 : [t 4:,1/ —
| ot
%/j/ -y
S LT i
‘ 1" |t 06~ j
V
4 o4 AL
/ /'/ =1
L /V et —o02hl |
~ \g =
k //\
2
0
0 1 2 3 4 Veetv)
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value)
Tension teur en f ion de ls
\) cE Tésistance base-émetteur {valeur minimum}
v T
v} tegse = 25°C Ic<1 mA
500
480
460
440 \
420 \
NS
400 h
380
2 4 68 2 2 4 68 3 2 4
10! 10 10 Rgg(a)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de Ia tension

e collecteur-émetteur
(mA)
25 mP
yl fmemet="
=
04 A
’ J"
35 A
| T
03 3mA
At
2,56 mA
0,2 A
1(5 mA
0.1 1 mA f
fn =0,56mA
0 Pl

20 40 60

c
80 VeV

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
f h e

en du

h.
21E Veg =4V

120 =
100 //
80 //
60 Oé’o /

/
P /
&
40 ‘—“? C

5
s \\
2 E <l
0 [ A
102 2 468 2 468,52 4 4 p

6/8
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*BUX 44

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
i, émetteur {,. base-émetteur
( AV av v (:) Veg =4V I
m - = — c o=
p CE 7 p CE R L
,{9
4 4 N
v &
]
/ /Y Y
2 o 2 7 Vi
S
2 ¥ & 0 ) 63?
10 -~ o, 10 y A |
8 s N 8
© i (AN
6 & 2 6 '
a ) ¥ 4 I J
RN A
1 / l -1
40 8 111 10 s
[N
6 6
4 I s
2 2
10° 102
0 0,4 0,8 1,2 1,6 Vgeivi 0 04 0,8 1,2 1.6 VBE(V)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en Z‘ensiqn de saturation base-émetteur en
VeE sat” du courant VBE sa i du
V) ) ! {v) 1
c
C_ 5 = 5
g - B
1.6 1,6
1,2 a 1,2 //
| | A
7

08 08 _ G

1 4 <l
0,4 VP 04 T
tease = 126°C //q,___
'/“;o*\
0 T 1 h 2l 0
2 4 68 2 4 68 2 4 ~ 2 4 68 2 4 68 2 4
102 10! 100 Gy 102 107 100 1A
7/8
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*BUX 44

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS

COLLECTOR-BASE VOLTAGE

Capacité de sortie en fonction de la

tansio U s
Coop, 20 ",00 Iu:gur hase
(pF} | t 456 = 25°C
6
4
2
x\
2 N
1
0 . <
~
[]
4
2
10’ il
2 4 68 a4 6
10° 10! VetV
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Temps de commutation en fonction du
t courantcollecteur
( —
us) Vee =150V
| £=5
B8
Py I N
~ ts
2 1
R
100
8
[ 1 //
/
a -l
2 ]
ton
107 |
0 1 2 4 LY

fr
{MHz)

15

102
2 5 2
105 104

TRANSITION FREQUENCY VERSUS

COLLECTOR CURRENT

; de jon en f

du

courant coflecteur

ki
VeE=15V
f =10 MHz
t = 25°C

case

K régime d‘impuisions

10°

Ic (A)

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la

g

en

A

L1
>

13 1.1

s

103 ®102% °

10"

2 tp(sec)

8/8
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED * BUX 45
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE

K Preferred device
Dispositif recommandé

- High speed high voltage, switching transistor
Tr tation , rapide , haute tension VCEO 500 V
- Thermal fatigue inspection I 5A
Contrblé en fatigue thermique Ptot 120w
Rthij-c) <1,46°C/W
VCE sat (2A) < 2V
tf (2A) <12us
Dissipation and |g/pg derating Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-19 dernidres pages

Variation de dissipation et de Ig/p

100%
75
50
25 30% Bottom view B
Vue de dessous

o Weight : 14,4 g. Collector is connected to case

Masse Le collecteur est relié au boftier

50 100 150t ,e(°C)
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES} = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION tcase (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base cBO 500 v
Collector-emitter voltage vV,
Tension collecteur-émetteur CEO 500 A
Collector-emitter voltage Rope = 100 v
Tension collecteur-émetteur BE CER 500 v
Collector-emitter voltage Vo =—16V v
Tension collectsur-émetteur BE CEX 500 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 7 v
Collector current |
Courant collectour c 5 A
Peak collector current = |
Courant de créte de collectaur tp =10 ms CcM 7 A
Base current |
Courant base B 1 A
Power dissipation P
Dissipation de puissance Case =25°C tot 120 w
Junction temperature t.
Température de jonction max ] 200 °c
Storage temperature min tig —-65 °C
Température de stockage max +200 °C
74-3 1/8
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*BUX 45

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Ve = 400V lceo 1 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur lg =0
Veg = 500V
CE 1
Vg =-15V mA
Collector-emitter cut-off current lcex
Courant résiduel collecteur-émetteur VC E= 500 V
Vgg =-15V 5 mA
toase = 126°C
Emitter-base cut-off current Vep =5V 1
Courant résiduel émetteur-base I = EBO 1 mA
lc =200mA
Collector-emitter breakdown voltage 1 = VCEO(sus) 500 v
Tension de claquage collecteur-émetteur L = 26 mH
(fig- 1)
Emitter-base breakdown voltage lg =50mA \
Tension de claquage émetteur-base lc = (BRIEBO 7 v
Ve =4V
BB A 15 45
Cc
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant VCE =4V
8
lc = 2A
| c = 1A
lg = 0,125 A 0,2 1 v
Collector-emitter saturation voltage VCEsat *
Tension de i 1 -dmetteur 2A
lc = 05 2
lg =04A ¢ v
. ! le = 2A *
Base-emitter saturation voltage c VBEsat 11 2 v
Tension de saturation base-émetteur lg =04A sa '
Vo =135V
t ce =1s 0.15 A
Second breakdown collector current Is/g
Courant de second v a0V
CE= 4
t =1s A
* Pylsed 1p=300us  8<2%
Impulsions
2/8
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*BUX 45

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition f Veg=15V
ransition frequency _ f
Fréquence de transition Ilc =1A T 8 MHz
f = 10 MHz
| =2A
Turn-on time . |C —04A tqtt 0,4 1
Temps total d'établissement (fig. 2) B1 — ™ T Hs
g2 = -04A
| =2A
Fall time {fig. 2) |C —04A t 06 1,2
Temps de décroissance 9. B1 ! ’ ’ us
tgz ==04A
Ic =2A
Carrier storage time . | =04A .
Retard & la décroissance (fig. 2) B1 s 35 5 Ms
lgpg =—04A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rowi:
Résistance thermique fjonction-boitier) l thij-c) l ‘ 148 °C/wW
THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIQUE THERMIQUE
Permanent inspection of soldering quality between. La contrble permanent de la qualité de laisoudure entre la
silicon chip and header provides maximum insurance pastille de silicium atiI’smbase confére au transistor un maxi-
against thermal fatigue mum de garantie contre la fatinue thermique.
Pulsed test : Contrdle cyclique :
10 000 cycles
“on” : 2 minutes {(0>48 W)
“off” : 1 minute {48>0W)
tecase =100°C max
Ategse= 110°C max

3/8
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*BUX 45

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

C T T
(A}
1 — fo
A T
5 O3 N <
@« s, | A\% %, i
2 Yy
\ \
{
2 1
! vty
\ Vg
10° s
—d
——H
A3 l )
)\
\ ALy
‘ @
! LN
tease = 25°C \\ N ¥
| N
107 1 LY
ﬁcontinuous A WA
Continu
[Pulsed
5'lmpulsion
2
1072
12 5 10 20 50 100 200 500 VeV

4/8
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*BUX 45

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST VCEO(sus)  (fig. 1)

horizontal
horizontal
—® }
50 Hz 'C {mA)
test transistor
transistor en_test
—— Q) ; L=25mH
vertical
vertica/@
+
12
i Che
— 0>10V common
RB =100 Q . _ commun
- - "o

Note :

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point "'A”.
Les ji Veceop sont ptables lorsque la trace passe au-deld du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2)

CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATI/ON (et oscillogrammes)

t,

i+ =t 5600 uF
-
€w 1
5l [T E
5w
o % i_> t
g3 , I

- = 100V
Rc; = 47 Q
90 % RB =15 Q
£3 )
3
£ 8 +
S 3
23 : _10%
g c T C ot "1 Rc - Rp : non inductive resistances
2 :i. d*r-J TS i g . Pulse width = 10 us
38 1 on—h—}d ol la—t o6 Forme factor< 1%
Rise and fall time < 50ns

181 and 182 mesured with Tektronix probe Rc-Rg : résistances non inductives

P 6021 and Amplifier type 134 t : Largeur d'impulsion = 10 us

1g1 et g2 sont mesures avec une sonde Tektronix Facteur de forme <71%

P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temps de montée et descente <50 ns




*BUX 45

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension | Courant collzcteur en fonction de la tension
C collecteur-émetteur C collecteur-émetteur
(A) \ T (mA) T ’
N fe?
3y’s 3 mA
708 o
4 //m‘\ " // 80
.S ]
/ //
A
40052~ A
R ot e | . E 1],5 m,
— 0
//‘/'ri\ I ‘!
b 200 A - |
// 2 mA
—
2 \g= 'oo/mr’l\ 1 40 ——1
"]
1,6 mA 1
1 20 T i —
1 mA
= -y
T g = s004A
0 0 - 1 1 T
80
0 1 2 3 4 Veev) 0 40 120 160 Vetv)
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
h en ft ion du /
21E lvop =4V 1o <1mA
60.
50
40 /
' N4
& N
30 ///
20 oK
v (e \\
10 V4 \
o N
10_1 2 4 ?0_1 2 4 68100 2 4 IC(A)

6/8
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*BUX 45

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de /a tension base-
|, émetteur
{mA) VCE =4V
6
4 74
4

=)
]
-
t—l ‘!\
=

(2
8
10 NHE
8 I ]
6 F i
o 3
IS | 8
2 "
10°
] 0,4 0,8 1.2 1,6 VBE(V)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en
VCE saf, ; d
v
] I_c -5
B
1.6
1,2

08 /

/
0.4 L, //
ree 7c
i
] l
2 4 68 2 4 68 2 4
102 107! 10° IC(A)

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

I.. base-émetteur
(AVce =4V
6
a /
2 /
[/
0 /
10 yAui
6 /
4
2
10-! 4 I
8 N 10
6 ) ]S
]
s+ B
._H
2
1072

0 04 08 12 18 Vi

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

V(%? satfonction du i
|
=5
8
16
1,2 /l
/
//
0,8 t ase=2!s°<: ]
T LA
- e
0,4 Linad
0
w02 2 ° 6810_12 46802 4 Gl

7/8

821



*BUX 45

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de Ia en fo du
Con tension collecteur-hase fr counnr callumlr
t =25°C] = 250
pF} ] Tcase (MHz) toase = 25°C
[}
15
4
/’
2 ~ / N
™N 10
10%|
8

10! 0
2 4 6 8 2 4 6V iV} _ 2 4 6 8 2 4 6 8
100 10! cB 10! 10° oA
TOR TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
SWITCHING TIMES VERSUS COLLEC FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Temps de commutation en fonction du Facteur de réduction de la résistance thermique en
courant collecteur K régime d'impulsions
fus) T ;
8 Vcc 150V ™ i
o e 615 — 0.5/~ — 2
<= | B
4 's al§5=03 ,Z
Lt
2 2
10° ki 0!
8 ] 8
6 ton{—] & 5 =t
L T
4 —
4 2 Zh =K Ry,
T L
2
2 %
T
10-1 10.2 2 -] ‘2
2 5 s . 8 52 _92-t_{sec)
0 1 2 1eta 105" 0?10 P10 Yt
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA BUX 49
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA TRIPLE DIFFUSE

TENTATIVE DATA

NOTICE PROVISOIRE
Driver stage for high voltage power
transistor
Etage pilote pour transistor de puissance VCEO (sus) a0 Vv
haute tension i 35A
C ,
Ptot mnow
Rth(j-c) < 17,5°C/W
VCE sat (3,6 A) <08V
t (3,5A) < 0,3us
Dissipation derating Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Variation de dissipation Bojtier Voir dessin coté  CB-7 dernidres pages
100
%

75 N
N € )
50 \ B
/ Bottom view
Vue de dessous

25 A\

o Weight :  0,9¢. Collector is connected to case
50 100 150  to4(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)

t = 25°C {Unless otherwise stated}
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case

(Sauf indications contraires)

g Veso 150 v
S ottt Vceo 90 v
it Vpe =15V Veex 120 v
b Veso 7 v
Comtont roroamor: e 35 A
Soorant sose. Is 1,25 A
gi:‘::;;:’lssbgﬂ;‘ll(l);;nm tcase =25°C Ptot 10 w
Tompbmnirs i fomcrion max «tj 200 oc
Storage temperature min t —65 °C
Température de stockage max 519 +200 oc

74 -1 1/3
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BUX 49

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap = 120V
CE
= 01 mA
Vgg = — 15V
Collector-base cut-off current v = 120V |
Courant résiduel collecteur-base CE CeX
VBE = —-15V 0,5 mA
tease = 1 258°C
c breakd | lo Z200mAl
ollector-emitter breakdown voltage -
Tension de claquage collecteur-émetteur IB =0 CEO({sus) 90 v
{Fig. 1) L =26mH o
Veg =4V 20 60
Static forward current transfer ratio lc =175A h
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant VCE =4V
Ilc =35A 10
| =175A
¢ 05 v
lg =0,175A *
Collector-emitter saturation voltage VCEsat
Tension de i e » IC =35A
08 \Y
lg =035A
Base-emitter saturation voltage l(: =35A Y] * 13 v
Tension de saturation base-émetteur IB =0,35A BEsat ‘
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Veg =10V
Transition frequency _ §
Fréquence de transition IC =05A T 8 MHz
f = 5 MHz
Turn-on time lc =35A
Temps total d’établissement lg =035A g+t 0,8 Hs
(Fig. 2)
lc =35A
Fall time ) =035A 5
Temps de décroissance B1 T 03 s
|32 =—035A
(Fig- 2) |
lc =35A
Carrier storage time _ t,
Retard a la décroissance '31 =035A s 15 us
lgg =—035A
(Fig. 2)
%* pylsed 1 =300us "6<2%
Impulisions
2/3
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BUX 49

TEST CIRCUIT
MONTAGE D TEST CEOlus) (fig. 1)

horizontal
horizontal
50 Hz IC (mA)
test transistor
transistor en test
—_—0 L= 26 mH
vertical
verti(:al@
+
10 I: o
5 _:|o 50 v
0>10V cornmon
Rp=100Q
B m_ cOmmun
T et +‘_J o

Note :
The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point A",

Les f VCEO sont les lorsque la trace passe au-dela du point A.
SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) {fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION fet oscillogrammes)
t
A+ t——— P—— ! ;104 uF
3 ! -
| ——
: 5 r—-> t
88 i lg2
- =30V
=100
_ — 90 % Rg = 15Q
B34
=8
o9
> 2 o
) ; _10%
e: N t Re - RB : non inductive resi
£ g T ¢t ) c-RB: inductive resistances
22 d - Ser to : Pulse width = 10 us
3 E} Lon-ei—la e Y Forme factor< 1%
Rise and fall time < 60ns
181 and Ig2 mesured with Tektronix probe Re- Rg : résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 % : Largeur d'impulsion = 10 us
1gy et 1go sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%
P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temnps de montée et descente <50 ns

3/3
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA BUX 50
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA TRIPLE DIFFUSE

TENTATIVE DATA
NOTICE PROVISOIRE

Driver stage for high voltage power
transistor .
Etage pilote pour transistor de puissance VeEOo {sus) 125V
haute tension IC 35A
Piot mow
Rth(j-c) < 17,6°C/W
VCE sat (3 A) <08V
t (3 A) < 0,3 us
Dissipation derating Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté  CB-7 derniéres pages
100

%

75 ~
\ (4 £
0 .
s / Bottom view 8
Vue de dessous

25

[ Weight : 0,9 ¢. Collector is connected to case

50 100 150t 440(°C) Masse Le collecteur est relié au boftier
v

ABSOLUTE RATINGS {LIMITING VALUES)

t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION case '

(Sauf indications contraires)

St ootmessor pont Veso 200 v
Comion oo ey Vceo 125 v
Ets A Vge =15V Veex 160 v
Ponsion ambreoer oy Vego 7 v
g:u“riﬁttizlt;::;ir:t '(; 35 A
Coeramt vorm. g 1,25 A
Z?sg;;g;s;gﬁﬂlm tease = 25°C Prot 10 w
Jrzs,igg?utr:gp,iffm max t i 200 °C
Storage temperature min tstg —65 °C
Température de stockage max +200 °C

74-1 13
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BUX 50

STATIC CHARACTERISTICS 1 = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vo = 160V
CE
Vag = ~ 1,5V 0.1 mA
BE — T v
Collector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-base Veg =160V CEX
Vg = — 15V 05 mA
tease = 125°C
Coll itter breakd | lc Z200mA |,
ollector-emitter breakdown voltage _
Tension de claquage collecteur-émetteur ’B =0 CEO{sus) 125 v
(Fig. 1) L =25mH
Ve =4V
CE 20 60
Static forward current transfer ratio lc =15A h *
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant VCE =4V
Ic =3A 10
| =15A
C > v
IB =0,15A * 0.5
Collector-emitter saturation voltage VCEsat
Tension de saturation collecteur-émetteur IC =3A
g =03A 08 v
Base-emitter saturation voltage Ic = 3A Vv, * 13 v
Tension de saturation base-émetteur lg =03A BEsat
DY.NAMIC CHARACTERISTICS (for smail signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)}
Vgg = 10V
Transition frequency . §
Fréguence de transition 'fC = g’fﬂ‘: T 8 MHz
= z
Turn-on time i =3A
Temps total d’établissement ¢ _ Wy 1 Hs
Ig 03A
{Fig. 2)
} c = 3A
Fall time — 1
Temps de décroissance :Bl = 0':;’; A f 03 Hs
B2 =%
(Fig. 2)
Corri ) I =3A
arrier storage time _ t
Retard & ia décroissance |B1 =03A s 2 s
4 lgz =-034A
{Fig. 2)
* Pulsed Hh=300ps §<2%
Impulsions
2/3
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BUX 50

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST " CEOlsus)  (fig. 1)

horizontal
horizontal

' A A
50 Hz IC (mA)
test transistor
transistor en_test
——oc\ L=25mH
vertical
vertical o
+
ol [Jo-sov
0>10V common
Rp = 100
B _ commun
I} + o

Note :

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point “A”".
Les tensions VCEO sont acceptables lorsque la trace passe au-deld du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

t
A+ -——— P—— !
Eg |
s g '81
£ta v
% !
23 |
a8 B2
- AN B
90 %
® pn
224
o3
S 3 /] ‘ _10%_
.g o ‘—J:l Lot ! > t R - RB : non inductive resistances
23 d-» - St to . Pulse width = 10 us
S: lone— et off Forme factor<{1 %
Rise and fall time <650 ns
181 and ig2 mesured with Tektronix probe Re-Rg : résistances non inductives
P 6021 and Amptifier type 134 % : Largeur d'impulsion = 10 us
Igy et lgo sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1 %
P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temps de montée et descente <.50 ns

3/3
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA

TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA TRIPLE DIFFUSE

BUX 51
BUX 51N

Driver stage for high voltage power
transistor

Etage pilote pour transistor de puissance
haute tension

Dissipation derating
Variation de dissipation

TENTATIVE DATA

NOTICE PROVISOIRE
Vggo sus) 160 V (BUX 51 N)
200 V (BUX 51)
e 35
Peot 10W
Rth(j-c) < 17.5°C/W

v, (2,6 A} < 1V (BUX 51 N)

CE sat{(ZA) < 1V (BUX51N)

t {(2,5 A) < 0,5 us (BUX 51 N)
(2A) < 0,5us (BUX 51)

Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages

Boitier

Voir dessin coté CB-7 derniéres pages

100
%
75 \\ . .
'S}
50 / . B
/ Bottom view
\ Vue de dessous
25 N
o Weight : 09g. Collector is connected to case
50 100 150 to,e(°C) Masse Le collecteur est relié au boritier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES}) ¢ _ 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
BUX 51N BUX 51
Collector-base voltage
Tension collectaur—baseg VCBO 250 300 \Y
Collector-emitter voltage -
Tansion collectsur-émetteur Veeo 160 200 A
Collector-emitter voltage =_1
Tension collecteur-émetteur VBE rsv Veex 220 250 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Vego 7 7 v
Collector current
Courant collecteur I('_; 35 35 A
Base current
Coursant base ! B 1 1 A
Power dissipation _
Dissipation de puissance tease = 25°C Ptot 10 10 w
Junction temperature
Température de jonction max tji 200 200 °C
Storage temperature min tg, — 65 — 65 °C
Température de stockage max 9 +200 +200 oC
74 -1 1/4
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BUX 51

STATIC CHARACTERISTICS

{Unless otherwise stated}

— 960
CARACTERISTIQUES STATIQUES tease = 25°C (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min- Typ. Max.
V = 250V
cE 0,1 mA
VBE =15V
Collector-base cut-off current _ leex
Courant résiduel collecteur-base Veg = 2850V ¢
Vpg = =15V 05 mA
tease = 125°C
IC = 200 mA
Collector-emitter breakdown voltage | =0 Veeo (sus) 200 v
Tension de claquage collecteur-émetteur B
(Fig. 1) L =25mH
Vee =4V 20 60
Static forward current transfer ratio le =1A h *
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant VCE =4V 10
lc = 2A
\ =1A
¢ v
g =01A * 05
Collector-emitter saturation voltage VeEsat
Tension de saturation collecteur£émetteur IC =2A
lg =02A 1 v
Base-emitter saturation voltage |c =2A Vv, *
Tension de saturation base-émetteur g = 02A BEsat 1.3 \
DY.NAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vge =10V
Transition frequency - L3
Fréquence de transition ‘C 05 A T 8 MHz
f = 5 MHz
Turn-on time IC =2A .
Temps total d'établissement g = 02A gty 038 M
(Fig. 2)
|c =2A
Fall time . t,
Temps de décroissance |B1 0.2A f 05 us
IBZ =-0,2 A
(Fig. 2)
IC =2A
Carrier storage time = 1
Retard a la décroissance IB1 02A s 25 ps
IBZ ==-0,2A
{Fig. 2}

* Pulsed L =300ps 8<2%

Impulsions

2/4

832






BUX 51
BUX 51N

TEST CIRCUIT VeEo(sus)

MONTAGE DE TEST (fig. 1)
horjzontal
horizontal
A
50 Hz ‘C {mA)
test transistor
transistor en test
I__—_—OK L =25mH
vertical
vert/ca/_©
1Q u Veeo!V)
W E 0-50Vv 200V (BUX51)
- 180V (BUXSGTN)
common
Rg = 100 2 0~10Vv lcommua
— =
Note :
The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point "A"".
Les tensions V og sont acceptables lorsque la trace passe au-deld du point A.
SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes/ h
\
t ‘e
+ P Rel 5600 uF
€ o ) | &
@3 81 B2 3
£ta . - —
3w N AN
g E ‘r'—’ t
g3
m O
VCC = 160V
Re =75 Q
RB =20 Q

Collector voltage
Tension collecteur

ig1 and 1g2 mesured with Tektronix probe
P 6021 and Amplifier type 134

ig1 et1go sont mesurés avec une sonde Tektronix
P 6021 et Amplificateur tvpe 134

Rg¢ - Rp : non inductive resistances
: Pulse width = 10 us

14

Forme factor< 1%

Rise and fall time < 50ns
Rc- Rpg : résistances non inductives

t, : Largeur d'impulsion = 10 us
Facteur de forme <1 %
Temps de montée et descente <50 ns

a/a
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA BUX 52
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA TRIPLE DIFFUSE

TENTATIVE DATA

NOTICE PROVISOIRE
Driver stage for high voltage power
transistor
Etage pilote pour transistor de puissance VcEo (sus) 250 V
haute tension I 3G A
c H
Piot 0w
Rth(j-c) < 17,5°C/W
VeCE sat (1,75 A) <1V
% (1,75 A) < 08us
Dissipation derating Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté  (B-7 derniéres pages

100

%

75 N
N (&L
50 N B
/ Bottom view
Ve de dessous

25 N

0 Weight : 09g. Collector is connected to case
50 100 150 1,6e(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)

t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case

{Sauf indications contraires)

Tovsion coeenaor peed? Vceo 350 v
T ot oty Vceo 250 v
S e oade Vg = ~15V VEEX 300 v
P e o VeBO 7 v
Covram sotaemmay Ic 35 A
Conront b s 075 A
Zgg;;r?;:s ;Eﬁz:am tcase = 25°C Piot 10 w
Tompirerors o tonction max 0 200 °c
?torage temperature min tstg ) —65 °C
empérature de stockage max 1200 e
74-1 1/3
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BUX 52

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
\ = 300V
CE 0.1 mA
VBE =—-15V
Collector-base cut-off current _ I
Courant résiduel collecteur-base Vee = 300V CEX
Vg = — 15V 05 mA
toase = 125°C
le = 200 mA
Collector-emitter breakdown voltage \ -0 VECEO (sus) 250 v
Tension de claquage collecteur-émetteur B
. L =25mH
(Fig. 1)
Vee =4V 20 60
Static forward current transfer ratio IC =085A h *
Valeur statique du rapport de transfert Ry 21E
direct du courant Vee = 10
IC =1,75A
¢ = 085 A 05 v
. g = 0,085 A *. 4
Collector-emitter saturation voltage VeEsat
Tension de saturation collecteur-émetteur IC =175A 1
lg =0175A v
. . =1,75A *
Base-emitter saturation voltage 'c 4 V,
Tension de saturation base-émetteur g =0.175A BEsat 13 \
DY.NAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Transition f Veg =10V
ransition frequency =
Fréquence de transition IC =05A fT 8 MHz
f = 5 MHz
Turn-on time Ic =175A ot 7 s
Temps total d‘établissement I g = 0,175 A d T
{Fig. 2)
lc = 1,75 A
Fall time =
Temps de décroissance IB1 0';7157A R 08 Hs
lgg =-0, S A
(Fig. 2)
le =175A
Carrier storage time | =0,175 A 1 25 us
Retard a la décroissance B1 _ 17 .
lgg =—0,175A
{Fig. 2)
* Pulsed 1 =300us 85<2%
Impulsions
2/3
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BUX 52

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST ~'CEOlsus)  (fig. 1)

horizontal
haorizontal

}
50 Hz Ig (mA)

test transistor
transistor en test

__oc\ L=25mH

vertical

vertical @

+

wl] [ Jo-sov
_ 0>10V common
Rg = 100 Q - commun

Lm

Note :

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point A",
Les tensions VCEO sont acceptables lorsque la trace passe au-dela du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

t
fa—— P—— »

+ 5600 uF
-
cg 1 |
S2
g8 B1 B2 -
3t -t o—
2t .
&3 ‘ Ig2 'g1
- —_v
= 180V
Re = 1008
90 % RB =27 Q
Sy -
S8 *
o8
=3 H ._10% _
«g s T ot 3 t R¢ - RB : non inductive resistances
22 d T T Sy 1p . Pulse width = 10 us
3 E L on-si——fa ol g Forme factor< 1%
Rise and fall time < 50ns
181 and Ig2 mesured with Tektronix probe Rc- Rp : résistances non inductives
P 6021 and Ampilifier type 134 % : Largeur d'impulsion = 10 us
/g1 et 1 g2 sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%
P 60217 et Amplificateur tvne 134 Temps de montde et descente < 50 ns

3/3
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA BUX 53
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA TRIPLE DIFFUSE

TENTATIVE DATA
NOTICE PROVISOIRE

- Driver stage for high voltage power
transistor
Etage pilote pour transistor de puissance VeEo (sus) 325V
haute tension
Ic 3A
Piot mnow
Rth(j-c) < 17,5°C/W
VCE sat (1.6 A) <1V
te (1,6 A) < Tuys
Dissipation derating Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-7 dernidres pages

Variation de dissipation

100
%

N

75
N ‘€
3

50 AN
/ Bottom view
Vue de dessous
25 N
0 Weight : 09g. Collector is connected to case
50 100 150 % ,.(°C) Masse Le collecteur est relié au bortier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VeBo 425 \
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 325 Y
Coilector-emitter voltage - _
Tension collecteur-émetteur VBE 15V Veex 400 v
Emitter-base voltage
Tension émettsur-base VEB o} 7 v
Collector current ) A
Courant collecteur C 3
Base current
Courant base Ia, 0,5 A
Power dissipation _
Dissipation de puissance tcase =25°C Pmt 10 w
Junction temperature
Température de jonction max ti 200 °C
Storage temperature min ey, —65 °Cc
Température de stockage max 9 +200 oC
74 -1 1/3
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BUX 53

STATIC CHARACTERISTICS 1 = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
\ = 400V
CE 0.1 mA
Vgg = — 15V
Collector-base cut-off current _ |
Courant résiduel collecteur-base Vee = 400 v CEX
Vgg = — 15V 05 mA
tease = 125°C
le = 200 mA ,
Collector-emitter breakdown voltage 1o =0 VCEO {sus) 325 v
Tension de claquage collecteur-émetteur B
(Fig. 1) L =25 mH
=4V
Vee =4 20 60
Static forward current transfer ratio Ic = 0,75 A h *
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant VCE =4V
10
'C =16A
lc =075A 05 v
. g = 0075 A *
Collector-emitter saturation voltage VCEsat
Tension de saturation collecteur-émetteur IC =16A
Iy =02A ! v
B .
*
Base-emitter saturation voltage Ilc =16A v 15 v
Tension de saturation base-émetteur g =02A BEsat .
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Veg = 0V
Transition frequency = f
Fréquence de transition e 05 A T 8 MHz
£ = 5 MHz
Turn-on time 1 =16A
Temps total d’établissement |g =02A td + tr 1 us
{Fig. 2)
le = 16 A
Fall time = t
Temps de décroissance IB1 =02A f 1 HS
lgg =— 0,2A
(Fig. 2)
'C =16A
Carrier storage time = t
Retard 4 la décroissance lgy =024 s 25 K
g2 =— 0,2A
(Fig. 2)
* Pulsed ' =300us 8<2%
Impulisions
2/3
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BUX B3

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST  'CEOlsus) (fig. 1)

horizontal
horizontal @
50 Hz lg (mA)
test transistor
transistor en testK
_—_& L=25mH
vertical
vertical @

]0*50V
Rg = 100 Q 0>10V common

commun
+ -
—:I———' ©

20
[T+

Note :

The sustaining voltage VGEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point “A”".
Les ji Veeo sont ptables lorsque la trace passe au-dela du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and osciliograms) (fig. 2)

CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION fet osciliogrammes)

t A
+ =P == 5600 4F
-
F i | =
g g B1 B: A >
o & — >t o—
2 S | —»
58 B2 g1
- .
Veeg =150V
Re =150 Q
90 % Rg =33 Q
L =
w3 +
= &
B
-3 ; . 10%
g ﬂ ot . t Rc - RB : non inductive resistances
238 Ao S e :Pulse width == 10 us
3 E L S [ . e Forme factor<< 1%
Rise and fall time < 50ns
ig1 and 1g2 mesured with Tektronix probe Rc-Rg : résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 t : Largeur d’impulsion =10 us
Ig1 et lgp sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%
P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temps de montée et descente < 50 ns

3/3
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA BUX 54
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA TRIPLE DIFFUSE

TENTATIVE DATA
NOTICE PROVISOIRE

Driver stage for high voltage power
transistor
Etage pilote pour transistor de puissance VcEo (sus) 400 V
haute tension | 2A
C
Peot mnow
Rth(j-c) < 17,5°C/W
VCE sat (1.2 A) <13V
e (1,2 A) < 1,2us
Dissipation derating Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Variation de dissipation Bofitier Voir dessin coté  CB-7 derniéres pages
100

N ¢
75
A\ cf s
50 N B
/ Bottom view
Vue de dessous

25
0 Weight : 09g. Collector is connected to case
50 100 160 t40el°C) Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)

Collector-base voitage v

Tension collecteur-base CBO 450 \

Collector-emitter voltage v

Tension collecteur-émetteur YCEO 400 v

Collector-emitter voltage Vo = —15V

Tension collecteur-émetteur BE ‘ Veex 450 v

Emitter-base voltage

Tension émetteur-base v EBO 7 v

Collector current | 2 A

Courant collecteur C

Base current

Courant base | B 0,375 A

Power dissipation — 950

Dissipation de puissance tcase 25°C P1[ot 10 w

Junction temperature ;

Température de jonction max [j 200 °C

Storage temperature min g, ~65 °C

Température de stockage max g +200 °C
74 -1 1/3
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BUX 54

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires}

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCE = oV 0,1 mA
Vge = — 15V
Collector-base cut-off current — lcex
Courant résiduel collecteur-base Vee= 450 V
VBE =-15V 0,5 mA
tease = 125°C
C breakd | lc T200mA
ollector-emitter breakdown voltage -
Tension de claquage collecteur-émetteur 'B o CEO (sus) 400 v
(Fig. 1) L =25mH
Veg =4V 20 60
Static forward current transfer ratio lc =06A h *
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant VCE =4V 10
lc = 12A
I =06A
C ‘ v
1y =006A 05
Collector-emitter saturation voltage VeEsat
Tension de e é IC =1,2A
g =015A 13 v
5 . =12A
Base-emitter saturation voltage 'c . v
Tension de saturation base-6metteur lg =015A BEsat 15 v
DY.NAMIC CHARACTERISTICS {for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Veg =10V
Transition frequency _ f
Fréquence de transition o 02A T 8 MHz
f = 5 MHz
Turn-on time | =12A
Temps total d'établissement |§ =0,15A g+ t 1 us
(Fig. 2)
e = 1.2A
Fall time = t
Temps de décraissance |B1 0.15A f 1,2 us
lgg =—0,15A
(Fig. 2)
lC =12A
Carrier storage time = t
Retard & la décroissance Ig1 015A s 35 Hs
lgg =— 0,16 A
{Fig. 2)
* Pulsed 15 =300ps 5<2%
Impulsions
2/3
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BUX 54

TEST CIRCUIT

v )
MONTAGE DE TEST ~ CEOlsus)  (fig. 1)

horizontal
horizontal
® 3
50 Hz IC (mA)
test transistor
transistor en test
______& =25 mH
vertical
vertical @ ’
+
1Q
1w [] _ 0>50V
common
Rg =100 2 JE*_‘_OIY ommun
[ R— L——J

Note :

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point A",
Les tensions V op g sont acceptables lorsque /a trace passe au-deld du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms} (fig. 2}
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

t
+ P 5600 uF
c g |
£3 s -
8 E r - >t
g3 !
a8 B2
- = 150V
250 Q2
90 % =68 Q
&y -
£34
o3
23 ; __10%
g ° '_tt,tl ot s t Rc - Rp : non inductive resistances
23 d - T S—ﬂ»——<— tp . Pulse width == 10 us
S& loner—re it off Forme factor << 1%
Rise and fall time <50 ns
181 and 182 mesured with Tektronix probe Rc- Rg : résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 % : Largeur d’impulsion = 10 us
1g1 et igo sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%

P 6021 et Amplificateur tvne 134

Temps de montée et descente < 50 ns

3/3
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA BUX 55
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA TRIPLE DIFFUSE

TENTATIVE DATA
NOTICE PROVISOIRE

- Driver stage for high voltage power
transistor
Etage pilote pour transistor de puissance Vceo (sus) 500 V
haute tension | 15A
c ,
Piot 10w
Rth(j-c) < 17,5°C/W
VCE sat (0,8 A) < 1,3 \"
4 (08 A) < 15 us
Dissipation derating Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Variation de dissipation Bofitier Voir dessin coté  (B-7 derniéres pages
100

%

AN
75 \\ 'J‘E

50
/ Bottom view
/ Vue de dessous

25
0 Weight: 09g. Collector is connected to case
50 100 150 1.,.(°C) Masse Le collecteur est reli¢ au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires)

Collector-base voltage

!
Tension collecteur-base v CBO 500 v
Collector-emitter voltage !
Tension collecteur-émetteur v CEO 500 v
Collector-emitter voltage =_15V
Tension collecteur-émetteur VB E .5 Veex 500 v

Emitter-base voltage !
Tension émettour-base VEso 7 A

Collector current

Courant collecteur IC 15 A
Base current
Courant base IB 0,25 A
Power dissipation — opo
Dissipation de puissance tease = 25°C Piot 10 w
Junction temperature o
Température de jonction max tj 200 c
Storage temperature min ty —65 °C
Température de stockage hax 9 1200 oC
74 -1 1/3
THOMSON - CSF
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BUX 55

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
v = 500 V
CE 0.1 mA
Vgg = — 1,5V
Collector-base cut-off current _ !
Courant résiduel coflecteur-base VCB =500V CeX
VBE =-15V 05 mA
tease = 125°C
d | le = 200 mA v
Collector-emitter breakdown voltage -
Tension de claquage collecteur-émetteur IB =0 CEO (sus} 500 v
(Fig.n] L =25mH
Vop =4V
CE 15 45
Static forward current transfer ratio le =04A h
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant VCE =4V 10
IC =08A
| =04A
C 4 v
g =004A %, 05
Collector-emitter saturation voltage VeEsat
Tension de saturation collecteur-émetteur 'C =08A 13
= . \Y
lg =01A
= *
Base-emitter saturation voltage 'C =04 A vV, 15 v
Tension de saturation base-émetteur lg =004A BEsat ,
DYNAMIC CHARACTERISTICS {for small signals)
CARACTERISTIQUES D YNA/W\OUES fpour petits signaux)
—
Vee =10V
Transition frequency -
Fréquence de transition ‘C =05A fT 8 MHz
f  =5MHz
Turn-on time | =08A
Temps total d*établissement ICB: =01A Wt 1 us
(Fig. 2)
e = 08A
Fall time _ 1
Temps de décroissance g1 =01A f 1.5 us
lgg =—0,1A
(Fig. 2)
lc =08A
Carrier storage time _ t 4
Retard & Ia décroissance gy =01A s Hs
igg =—=01A
(Fig. 2)
* Pulsed th=300us §<2%
Impulsions
2/3
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BUX 65

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TesT " CEO(sus) (fig. 1)

horizontal
horizontal

LY
50 Hz

test transistor

transistor en tes_t(
____.Q(‘\; L. =25mH

vertical

vertical @

]0»50V

0-10V common
+

0

-}
1L_J
| +

Rg = 100 Q

commurn

Note :

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point A"
Les 7 VCEO sont ptables lorsque la trace passe au-deld du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) {fig. 2}

CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION fet oscillogrammes)
VM
cC

t
«—— P— !

5600 uF

»
+

T'm ‘g2

=

Base current
Courant base
~

'

- ! V‘CC =150V
! Rs =500Q
[ — 90% Rg =150
@Yo -
2h ﬂ
T8
z 3 A B _10%
g < T ‘[ ot iars t R - RB : non inductive resistances
s 3 d-w B - 1 : Pulse width == 10 us
3 E o e [ . Forme factor<< 1 %
Rise and fall time < 50 ns
IB1 and Ig2 mesured with Tektronix probe Rc-Rg : résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 t : Largeur d’impulsion = 10 us
1g1 et lgo sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%
P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temps de montée et descente << 50 ns

3/3
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NPN SILICON TRANSISTORS, TRIPLE DIFFUSED ESM 16
TRANSISTORS SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSES ESM ]6 A

ESM 16 B

- High speed, high voltage, high power transistor
Transistor de puissance rapide, haute tension Vceo 233 \\; E:m :2 tAE SM 16 B

- Switching applications
Applications en commutation IC 10 A
Piot 150 W

Rentc) 117 °C/W

h 30 min. ESM 16 - ESM 16 A
21E(2A) 20 min. ESM 16 B

fT 2z 5 MHz
Dissipation and lg/pg derating Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on tast pages
Variation de dissipation et de 15/ Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages
100
%
75 NS
N .
> @3
30%
25
0 Weight : 144 g Coilector is connected to case
50 100 180 1 ,6e(0C) Masse Le collecteur est relié au boltier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Toase = 25°C (Unle}s chgmise staY.Ed)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION ca (Sauf indications contraires)
ESM 16 ESM 16 A ESM 16B
Collector-base voltage V,
Tension collgcteur-base €8O 450 400 450 v
Collector-emitter voltage \Y
Tension collecteur-émetteur CEO 400 350 400 v
Collector-emitter voltage o \
Tension collecteur-émetteur VBE =-15V CEX 450 400 450 v
Emitter-base voltage \'
Tension émetteur-base EBO 10 10 10 v
Collector current I
Courant collecteur ¢ 10 10 10 A
Peak collector current -
Courant de créte de collecteur tp =1oms ‘em 15 15 15 A
Base current 1
Courant base B 2 2 2 A
Power dissipation
Dissipation de puissance tease = 25°C Ptot 150 150 150 w
Junction temperature t. ”
Température de jonction* max, j 200 200 200 °C
Storage temperature min, t —65 —65 —65 °C
Température de stockage max. stg +200 +200 +200 °C
74-10 1/9
THQMSON - CSF
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ESM 16, ESM 16 A, ESM 16 B

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

(Unless otherwise stated}
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
ESM 16 0,1
Collector-emitter cut-off current Vee = 300 v lceo ESM 16 A 0,5 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur |B =0
ESM 16 B 0,5
VCE —450 Vv ESM 16 0,1 mA
Ve =18V ESM 16 B 0.5
Collector-emitter cut-off current IcEX
Courant résiduel! collecteur-émetteur v 400 V .
CE= ESM 16 A 05 mA
Vge =15V
Coll . breakd it IC = 100 mA ESM 16 400
ollector-emitter breakdown voltage _ V)
Tension de claguage collecteur-émetteur IB =0 CEO(sus) ESM 16 A| 350 v
{Fig. 1) L =26mH ESM 16 B} 400
Emitter-base breakdown voltage lg =20mA v *
Tension de claquage émetteur-base | c = 0 (BRIEBO 10 v
Ve =10V ESM 16 30
O oA ESM16A| 30
¢ ESM16B| 20
Static torward current transfer ratio Ve =10V horc ¥ ESM 16 20
Valeur statique du rapport de transfert I =5A 21E ESM 16 A| 20
direct du courant c ESM16B| 10
Vap =10V
CE
'C =04A ESM 16 | 20 80
\ —2A ESM 16 05 \4
Ig =025 A ESM 16 A 0,5 v
Collector-emitter saturation voltage Vegsat ¥ Esm 168 ! v
Tension de saturation collecteur-émetteur i ~5A ESM 16 1 v
S 1A ESM 16 A 1 v
B ESM 168 15 v
I —2A ESM 16 1 v
E _oma ESM 16 A 1 v
Base-emitter saturation voltage 8 ) v * |[ESM168B 1.2 v
Tension de saturation bass-6metteur BEsat ESM 16 15 v
| 5A 4
C Zia ESM 16 A 15 Y
8 ESM 16 B 17 v
Second breakdown coltector current Ve =80V s/ 0.4 A
Courant colle de second cl. t =1s :

* Puyised t,=300us 6§ €2 %
Impulsions P

2/9
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ESM 16, ESM 16 A,ESM 16 B

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap =10V
Transition frequency CE
Fréquence de transition I = 02A T 5 MHz
f = 10 MHz
Vee =30V
Ic =5A 0,85 us
tgy = 1A
Turn-on time o+t
Temps total d'établissment a” r
{Fig. 2) Vee = 150 V
Ilc =5BA 0,25 us
gy =1 A
VCC =30V
| =5A
c =5 05 s
IB1 =1A
lgg =—1A
Fall time t
Temnps de décroissance
V, =150V
(Fig. 2) ¢ 5
0,2 s
g =1A
g2 = -1A
VCC =30V
1 =B A
1,5 S
lgg =1A a
lgp =-1A
Carrier storage time t
Retard & la décroissance s
Ve = 150V
(Fig. 2) cc
IC =bHA
lar =1A 2 us
81
|B2 =-1A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Ropr:
Résistance thermique (jonction-hoitier) thij-c) 1,17 °C/W

3/9
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ESM 16, ESM 16 A, ESM 16 B

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST " CEO(susl (fig, 1)

horizontal
horizontal

50 Hz Ic(A)

test transistor
transistor en test

_____o; L=25mH

vertical
vertical @
+
18] [Jo-sov
common
RB =100 Q 6+ ‘)_40_\/ commun

=

Note :

The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point ""A"".
Les tensions V op g sont acceptables lorsque /a trace passe au-dela du point A.

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2)
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes) ,

cc

t
+ ft——— D .
Re
s 2 g1 'g2
£3 \ -
S o~
g —— >t o—1L
2 g | —»
83 B2 ‘g1
- . R =30V Vee = 150V
Re =470 Re =27S;'Z2
. 90 % Rg = S,ifl‘ Rg = 56
&5 - C = 10" uF (o] = 5600 uf
3 D
=8 *
S
> ‘ ) 0%
g _t;u ot | Tt Rc - RB : non inductive resistances
23 d TS g 1 :Pulse width = 10 us
85 ‘onwr [T P ¥ 4 Forme factor < 1%
Rise and fall time < 50ns

1g1 and 1g2 mesured with Tektronix probe R - Rp : résistances non inductives

P 6021 and Amplifier type 134 % : Largeur d’impulsion = 10 us

Ig1 et igo sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%

P 6021 et Amplificateur tvoe 134 Temps de montée et descente < 50 ns

4/9
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ESM 16, ESM 16 A, ESM 16 B

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

c
(A}
50
2 10 us +—"
< Y
10 + 2
Ny N CN P 17
N s ammm Sr=Sum
5 b "_)-lo :
NTThe 2T
31
\
1 \
) Y
.
0,5 T %
\\ \
A A
02 \Y\‘\
\
0.1 AN )
IR N
—— t ., = 25°C ~
0,05 Continuous
Continu
Pulsed ESM 16 A
0,02 Impuisions == ESM 16 ESM 16 B
sl L LU LU
1 2 5 10 20 50 100 200 500

Vee V)

5/9
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ESM 16, ESM 16 A,ESM 16 B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

E%IT_IFEECTC\II%E}I_J RgENT VERSUS COLLECTOR- E?A'I.LECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
R AGE TTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
lg cotlecteur-émetteur Ic  collecteur-émetteur
{A) I [ (mA} T T
35mA [
500 «\PI 1] P
AO"‘“P‘ (S -/‘/
8 //, 550 30“8 R 160 3 mA
A —
/] 1 gt — T
. - '103‘“’\ T
/ V A 2,5 mA
6 74 150 M 120 :
/ /'/"' (’
Za A omi sl
1 /—’r]’ et
4 ; 9 |- 80 f—t—"1 !
lg =50 mA] 1,6 mA
] ks |‘
ot
2 P 40 1mA
'B =0,5mA
0 0 I l
0 2 4 6 8 Ve 0 40 80 120 160 v V)
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension colle teur en fi jon de la Valeur stat:gue du rapport de trans‘fen direct du
VeE(v)résistance base-émetteur hote en du
1 Pl
t =25°C
case VCE =10V
Q) A
440 Y g 80 /'4 AN
&
%,% //
400 ™~ 60 o
n - ;r ey
\é‘%’ |« 9@,/ \\
6
\Nq 1 oG
360 P 40 » A
z
(¥
320 20
280 2 2 5 2 5 2 o 8 4 68 6
5 2 4686 2 2
100 10" 102 103" Pee 102 1 100 I (Al

6/9
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ESM 16, ESM 16 A,ESM 16 B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
I, émetteur
B ———r v
A) - =
(m e) [Veg =10V y
4 /
2 4
2
102, 'S v,
o L1
-] v ‘p
4 nf— &
o 7/
2 /ANy
4
1
10", £
/
. Ay
Ll
17
10° I

0,2 0,4 0,6 038 1 vge V)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de en
f fon du
VeEs T v
) IL=5
1,28
[3]
i
~
)
08 ...g

’ /
g //

2®
._—-—::/ a
0 .l
2 68 2 4 68 2 46
102 10" 10 &

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
I base-émetteur

Cc
(A} IV, 10 V-
6 -

. /
10° / /

™

LK
—

Lase = 12500
= 25°¢

case

4 06 08 1 vgew

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

du
v
BEsat lC_=5
V) s
1,2
/
os A/
4 A A
- 25°C // /
——‘oaS" _r Pa
/r‘j\,ﬁc/
0,4 |ttt
X e
K
0 [
2 468, 2 468 _ 2 46
102 107 10° -

7/9
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ESM 16, ESM 16 A, ESM 16 B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES-TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE

TRANSITION FREQUENCY VERSUS

EOLLECTOR CURRENT

Capacité de sortie en fanction de fa P F de en f du
Caap tension collectour-base T courant collecteur
f = {MHz} _ '
(pf) 1 gee = 25°C :,cs_w\»/m
=10 z
7 ~
tease = 25°C /1 N
11 / A \
2 N
10
\ //
102 9 //
[:B /
) \ /
497 2 4
10 10 Ve V) 107" 2 4 6 g

K

)

4

102

2
10°°

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING

FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la rési: iq
régime d'impulsions

en

’

v

NN

\‘\

L&
1AL

f10° ¢

5 5 2 5 2
107 %107 102

8/9
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ESM 16, ESM 16 A,ESM 16 B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Yusac;

107!

Temps de
collectour

SWITCHING TIMES
CURRENT

VERSUS COLLECTOR

an

T

V..=30\

cC

‘e

L _ 5

A\

|
il

N

ANANY

8 1. (A]

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR

CURRENT
Temps de on jon du
t collscteur
{usec) — T
s Vee=150v] ]
| P —
6 _l_Q= 5
4 B |
ts, '1 =2
\\
2 ~—
I~
I~
100 ™
8
6
4
ton -1
) /
—
2 _ all
.
tf /"//
107 LE
0 2 4 6 8 I W
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE

ESM 18

- High current fast switching transistor
Transistor de commutation rapide fort courant

- LF and HF large signal amplifier
Amplification BF ou HF grands signaux

- Thermal fatigue inspection
Controle en fatigue thermique

Dissipation and lg/g derating
Variation de dissipation et de Ig/p

100 %,

N
N

Veeo 100V
Ic 25 A
Ptot 175 W

Rth(j-c) 1°C/W m?x.
h21E (a0a) 10 min.

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages

Bottom view
Vue de dessous

50 NS & (@)
i ‘\‘ 3
2
% 30 %
28
Weight : 14,4 g Collector is connected to case
0 50 100 150 t ., (°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tease = 25°C (Unless otherwise Sta?ed)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION ca (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage v
Tension collacteur-base CcBO 120 v
Collector-emitter voltage v 100 v
Tension collecteur-émetteur CEO
Collector-emitter voltage _ v 17
Tension collecteur-émetteur R BE = 100 & CER ! v
Collector-emitter voltage _
Tension collecteur-émetteur Vge=—-15V Veex 120 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso 10 v
Collector current !
Courant collecteur [ 25 A
Peak collector current — |
Courant de créte de collecteur = 10 ms cM 50 A
Base current \
Courant base B 10 A
Power dissipation P 175 W
Dissipation de puissance tot
Junction temperature t. o
Température de jonction max. ] 200 c
Storage temperature min. t —65 oG
Température de stackage max. stg +700 oc
74 -10 1/8
THOMSON - CSF 861
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ESM 18

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vop =100V
CE
Vge =-15V 5 mA
Collector-emitter cut-off current |
Courant rdsiduel collecteur-émetteur VCE =100V CEX
VBE =-15V 20 mA
Tease = 150°C
Collector-emitter cut-off current VCE =100V
Courant résiduel collecteur-émetteur Rpg =10 Q 'cer 10 mA
f Veg =10V
Emitter-base cut-off current EB |
Courant résiduel émetteur-base IC = EBO 10 mA
I =200 mA
Collector-emitter breakdown voltage c m v 100 v
Tension de claquage collecteur-émetteur g = 0 CEO(sus)
(fig. 1} L =25mH
Coll X breakd | lc =200mA
ollector-emitter breakdown voltage _
Tension de claquage collecteur<émetteur L =2 m‘H VCEX(SIJS) 120 v
{fig. 1) VBE =-15V
Vop =4V
1 208 20 60
. . c = \
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert t121 E
direct du courant
VCE =4V 10
IC =40 A
1 =40 A
[
lg =4A 25 \Y
Collector-emitter saturation voltage *
Tension de j 1he teur VeEsat
o 1 v
B =
| =40 A
[
g =4A 3 v
Base-emitter saturation voltage vV, *
Tension de saturation base-émetteur BEsat
Ic =20A 18 v
lg = 2A !
* Pylsed t,=300us 8§ <2%
Impulisions P
2/8
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ESM 18

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition f Veg =10V
ransition frequency f
Fréquence de transition i =2A T 10 MHz
f = 1MHz
Output capacitance Vag =10V
Capacité de sortie f ce —1MHz CZZb 950 pF
. | =40 A
‘;:rn-on tlm'e ) C g+t 1.1 us
mps total d’établissement IB =4A '
(Fig. 2)
le =40A
Fall time | =4A t 5
Temps de décroissance 131 - 4A t 0. Hs
{Fig. 2) B2 =7
IC =40A
Carrier storage time — t
Retard & la décroissance IB1 =4A s 0.9 Hs
(Fig. 2) Igp =—4A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rurs: o,
s thermique (ji jon-boTtier) thij-c) 1 C/W
3/8
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ESM 18

(A}

50

20

0,5

0,2

0,1

SAFE OPERATING AREA

Aire de fonctionnement de sécurité

(¢
N AN S
N \\ NN ‘_‘?’
‘\\ J\"w Y
N\ / N
N
No [N \ \\‘\
\6{ AN \
N, N
N
N
\ \
AVELY
\ K
T N
tease — 20°C \ “
|—Continuous \
Continu \ \
Pulsed —— o ——
Impulsions \ \
N
1 2 5 10 20 50 100 200

VeetV

4,8
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ESM 18

TEST CIRCUIT  (Figure 1)
MONTAGE DE TEST

Ig (mA) 4
50 Hz
horizontal
horizontal
. v
oo 1
100 2
50 Q2
o VCEO:L=25mH
1'5VT Vepx : L= 2mH
+
o-10V Veex IcImA)
- %
CEO vertical
vertical
. <®
+
1Q 0>10V
N W
SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) {fig. 2)

CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes)

t g
+ =P 10% uF
T | e
g '.g B1
¥ t
g8 —
@ 3
88 82
- =30V
{ =075Q
% — 90 % Rg =12 Q
.
gil
S8
53 . . 10%
.g s o . 1 - t Rc - Rp : non inductive resistances
23 T ros > to :Pulse width = 10 us
3 E Lon- Lo Forme factor<1%
Rise and fall time < 50ns
181 and 1g2 mesured with Tektronix probe Rc-Rg : résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 % : Largeur d'impulsion = 10 us
1g1 etigo sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%
P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temps de montée et descente < 50 ns

5/8
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ESM 18

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de /a tension

collecteur-émetteur
le
(A)
16
250 mA
| et =
>
200 mA
1
2 —
150 mA
ol |
100 mA
I
[
4 IB = 50 mA o
0
o] 4 8 12 16 VcE v)
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE
Tension coll émetteur en fi ion de la
résistance base-émetteur
Vee T T
(v} tase 25°C
12
0 \\
N
N
110
\
100 ™~
80
80

1007 4027 %1037 *qpt”

(A)

80

60

40

20

0 20 40 60

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

Al

2,6 mA L / 1
/T [
|

/

/

1,5 mA /
1 mA 41/

I
IB = 500 pA;

| |

€0 Ve (v}

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique dy rapport de transfert direct du

en fi du
21E
T T T T
‘ V:E =4V
toase = 100°C
80 N
// \\
4 o
60 s
\.&"
\
N
w0 \
20
X
1]
42 468, 2 468 2 468
10 10 10 Ic tA)

6/8
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ESM 18

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
émetteur base-émetteur
{mA)g 7y =4V] A8 I Vog =4 V]
6 CE 6 | CE
-1
4 4 OQ j
,l\? 4
” / /‘
2+ 2 Y rsc
& 4\
2 1 X
102 10 A o
6 A 6
4 4
2 2
10’ 10°
6 I’ s
4 4
2 2
10° 1 10"
0 04 08 12 18 VgV 0 ! 2 3 4 vgeiv)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en
fonction du courant collecteur fonction du courant collecteur
\' V,
CEsat BEsat
[\ [ V) R
'c | <-10 ]
G =1C4 8
4 4
/ 3
3 3 9
/4
2
. &) Yy
2 2
/Oo gao
$ y 4V
y o
/ 3l
1 1 4 o 1 1 1
K "”’
p. @
\5-:.5']
0 0
_12 46802 46812 468 _12 4 68 02 46812 4 68
10 10 10 ‘e (A) 10 10 10 [ tA)
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ESM 18

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension cellecteur-base

e =
P! t =28°C
case
. \\
\ \\
4
2
10%
f 2 4 5 8
10 Veg (V)
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Temps de tation en fc ion du
collecteur
t
(us)8 v(:E =30V
i
6 E=10
B
a4
\\
2 n R
\{
10° prd
s LI I .
on
6
"
4 § ] L~ 7
f
N L1
2
107!

0 10 20 30 40 |

(A)

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Fré de t ition en fe ion du
courant collecteur

(MHz) |
CE

P

12

10 AN

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la rési: t
régime d’impulsions

ique en

“[T 17 |
IR
el ls =05,
‘e V4
§=90,2 L
_.—rl\’///
2 o2 S’ LA
BEpY
10-1 ,___/(\éy
</
7
a
2
102

2 5 2 5 2 5 2 6 7
105 104 1037 1077 107! t, {sec)
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NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE ESM "3
TRANSISTORS DARLINGTON NPN SILICIUM, BASE EPITAXIEE ESM ‘”4

Compl. of ESM 159, ESM 160

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
- Monolithic construction
Construction monolithique vV 60 V ESM 113
- Complementaries of ESM 1589, 160 CEC 30 V ESM 114
Complémentaires des ESM 159, 160 IC 5A
- General purpose amplifier application P 90w
(D.C amr A.Il’ﬂ tot
Usage général pour amplification Rth (i-c) 1,95°C/W  max.
{continue et BF) 1 .
h21E (3A) 1000 min.
fr 1 MHz min,
Dissipation and Ig/pg derating Case TO-3 -~ See outline drawing CB-19.0n last pages
Bofitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages

Variation de dissipation et de g/
Bottom view

0 %]
10! ’_\\ Vue de dessous E

76 Q
\ 30%

25 B
o Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 180t .., (°C) Masse Le collecteur est relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)

= °c (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case 2

{Sauf indications contraires)

ESM 113 ESM 114

Esaiipumdpriog Veso 60 80 v
i e Hectmuntatrage Veeo 60 80 v
T e page Veso 5 5 v
ot vt e 5 5 A
K e e e o enastour 1o = 10ms iem 9 9 A
et s s 0,1 0,1 A
Z%;::?J:s.ifgfﬁlm toase = 25°C Piot 90 ) w
Tomobeanire o oretion max. Y 200 200 o
Storage temperature min. t —65 —65 °C
Température de stockage max. stg +200 +200 oo
74-1 17
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ESM 113, ESM 114

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STAT/QUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
= \")
Vee =30 ESM 113 0% mA
Ig =0
Collector-emitter cut-off current Iceo
Courant résiduel collecteur-ématteur v —40V
(CE_ ESM 114 05 mA
g =
Vg =80V ESM 113 02 mA
IE =0
Veg =60V
lg =0 ESM 113 2 mA
tease = 150°C
Collector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-base cBO
Ve =80V ESM 114 0,2 mA
IE =
Veg =80V
e = ESM 114 2 mA
toase = 150°C
i Vgg =5V
Emitter-base cut-off current ) 0 leBO 2 mA
Courant résiduel émetteur-base c =
=100 mA
'c " ESM 113| 60 v
IB =0
Collector-emitter breakdown voltage VCEO('.;us) *
Tension de claquage collecteur-émetteur | — 100 mA
c - ESM 114 gp v
g =0
vee=3" 1000
Static forward current transfer _ ratio lc =3A *
Valeur statique du rapport de transfert ha1E
direct du courant v =3V
) Ce~ an 750
c =
N . = *
Collector-emitter saturation voltage Ic = 3A VeCEsat
Tension de i " g = 0,012 A Cesa 2 Y
Base-emitter voltage Ve =3V v *
Tension base-émetteur Ic =3A BE 2,5 v

* Puised 1,=300u 3<2%

Impulsions

2/7
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ESM 113, ESM 114

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals} (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

(Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCE =3V
Transition frequency | —3A fr ] MHz
Fréquence de transition fc — 1 MHz
Junction-case thermal resistance Rovss ‘
Résistance thermique {jonction-baftier) ] thij-c) ' 1,95 °C/W
SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
IC
(A)
50
20 10 us
100 us
-
10 = =3k
N 19 w I‘
—Ag o]& “
5 YR \
N ‘\i \
I \ \ \\
, | EsMm3 A4
\‘ T WV
toase = 25°C \‘ “ \
Continuo
B A
[ Pulsed ————— Wit
Fimpulsions (YA
1
05 I U
B \
\\
0,2
0,1 [
1 2 5 10 20 50 Veetv!
3/7
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ESM 113, ESM 114

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

1

c T T

tA) T

650

|
20 T
P ‘ 10 us
100ps | |
10 -~ ¥
N \
0 K
5 - N i m N
\!%o,&r\\ \ | |
QRL B
| \\\\‘
\ \\

2 | ESM 114 I \“ \ 1\
tease = 25°C ‘\\\ A
Continuous (RN \

1 | En continy =m———— (W} .‘\‘

[ Pulsed ALEWY
—lr:pu/sions =TT = \\‘_\ X
0,5
%
\ \‘
9

0,2 . \\

\

0,1

1 2 5 10 20 50 Veetvi
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ESM 113, ESM 114

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
ga&#?gg(\)/%fg:gEENT VERSUS COLLECTOR EMITTER VOLTAGE ' '
] Courant collecteur en fonction de Ja tension IC Courant collecteur en fonction de la tension
{A)  collecteur-émetteur {A)  coliecteur-émetteur / /
I P 1
T 4 // val
AL //
4 ,// /ﬁ}("/ - 08 Jv‘/ // A
uh )
1 J"‘)r‘ 5 /|
=1 g 0y
e Y e,
3 L/ ol e 0,6 AT .
] v
L Y4
1 A / &,
/r 400 B Z== / 74 /'
2 [ A T | 04 |1 /\ L3
a4 (V7 %
/ / // //’ ,/
= 200 pA
/ g = 20017 | / //
1 [t 0,2 r 20 P‘P\/
g1 =
) pdyd o2
/ ‘ | - ‘
0 0
0 1 2 3 4 Vee v) 0 4 8 12 16 Ve )

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
an f it i

21E du
Vog =3V
8000
6000 m
1 // \
LV \
v} ,{55’ /
& 4 \
2000 “”z /// \
v/ \
o L1
2 4 8
w02 2 % 2t R0 ® it
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ESM 113, ESM 114

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE S BASE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de /a tension
g émetteur I base-émetteur
(mA)g Veg=3V (,2 Vee=3V T Lo
6 s . .
/7 -
4 o7 ',/
S/ 2 7
v/ ol Y
7/ 10° P2/ l/
2 £ 1T/
&7 4 7
/ s— &
4 NSy
0 Vs e
10 o) /| &
8 o A ] |~
~Y 2 ]
6 2 A
& 1 2
~ / 10 "1
4 8
/ '/ 6 T
/ b
/ {
2 7 I
/ iy
1 2 |
10 10 i
2@

1 1,5 2 25 vge (V) 05 1 1,5 2 25 Vge W)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en .Tension de saturation base-émetteur en

A" fe jon du A\ | jon du courant
CEsat r (B\E)sat I
) |
< 250 _'_C_= 2501
I 8
3 3 /
25 25 /
e
@ flI
2 ~ 1 2
4 A
&
f’/ / o LA
15 i 1,5 = 257 2
/ /) ‘case A"
4
} A/’ ; //
1= 5°C LY e
4 = tease 7]
et /
0,5 = 05
0 8 2 468 2 468 0 2 468 2 a4 2 468
102 107 10° I (A) 102 10! 10° Ig (A
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ESM 113, ESM 114

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS

UENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE TRANSITION FREQ
Capacité de sortie en fonction de la SOLLECTSER CURREN;’ . o o
c tension collecteur-base 4 [t
22b 3 courant collecteur _
t = 25°C t = 25°C]
case e (mHz) case =
8 Veg =10V,
[}
] 12
a P -
2 10 A
ESM 113 P>
ESM 114 \
: . \
6 Nl
10’ 4 2 4 68 4 68
10! 2 6 8 VCB [\2] 107 10° |c (A)
‘HH z
LI -
61 §= 05t L -
4 T ")_
52 % 4
o
z
: *2"/
)
5
Y
10" S
/
8 N -
=P .
6 8 =
a Zen =K PRen
2 ! -1
T I
2 r
10 Lo 11
2 5 2 65 ,2 5 5,2 8§ .21t (sec)
105 104 T10® w0 ot e
77
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NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE ESM 11/
TRANSISTORS DARLINGTON NPN SILICIUM, BASE EPITAXIEE ESM 1 ‘]8

Compl. of ESM 161, ESM 162

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
- Monolithic construction
Construction monolithique Veeo { 60 V ESM 117
- General purpose : DC amplification 80 Vv ESM 118
Usage général : Amplificateur AC IC 10 A
- Complementaries of ESM 161, 162 |—
Complémentaires des ESM 161, 162 Piot 150 W
Rthl(j-c) 1,,17OC/W max.
h21E (5A) 1000 min.
fr 1 MHz min.
Dissipation and Ig/g derating Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages
Variation de dissipation et de Ig/g Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages
100 % Bottom view
| Vue de dessous
REA NS
| 3
| \K .
s0 | N
} \ (=]
25 1 \ 30%
[
! B
L o Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
o 50 100 180 Toase o Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Saut indications contraires)

ESM 117 ESM 118

Collector-base voltage IV, .
Tension collecteur-base c80O 60 80 v

Collector-emitter voltage v 5

Tension coflecteur-émettour CEO 60 80 v

Emitter-base voltage Y

Tension émetteur-bhase EBO 5 5 v

Collector current |

Courant collecteur c 10 10 A

Peak collector current t = 10ms lem 1 1 A

Courant de créte de collecteur 14

Base current |

Courant base B 0.2 0.2 A

Power dissipation 25°C P 150 150 W

Dissipation de puissance tcase = ot

Junction temperature max t. °

Température de jonction ) ) 200 200 ¢

Storage temperature min. t —65 —65 °C

Température.de stockage max. stg +900 +200 oG
74-10 117

THOMSON - CSF
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ESM 117, ESM 118

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =30V
lg =0 ESM 117 1 mA
tpse = 25°C
Collector-emitter cut-off current |
Courant résiduel collecteur-émetteur CEO
VCE =40V
lg =0 ESM 118 1 mA
toaee = 25°C
VCB =60V 04 mA
lg =0
ESM 117
Veg =60V
IE =0 3 mA
toase = 150°C
Coliector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-base CBO
Vg =80V 04 A
g =0
ESM 118
Veg =80V
I = 3 mA
toase = 150°C
Emitter-base cut-off current Vgg =5V
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 'eBO 2 mA
Collector-emitter breakdown voltage | !¢ ~=100mA VeEo (sus) ESM117| 60 v
Tension de claquage collecteur-émetteur lg =0 sus) | Esm 118| 80
Static forward current transfer ratio VCE =3V *
Valeur statique du rapport de transfert ) ~5A h21 E 1000
direct du courant c =
Collector-emitter saturation voltage ic =5A v * 25 v
Tension de e lg =002A CEsat ,
Base-emitter voltage Ve =3V v, *
Tension base-émetteur |CCE —5A BE 3 v

* pyised t =300us §<2%

Impulsions P
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878



ESM 117, ESM 118

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions i
Condjtions de mesure Min. Typ. Max.
T ition f Veg = 3v
ransition frequency _ £ M
Fréquence de transition IC =5A T 1 Hz
f =1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Raup e
s thermique {ji ion-boitier) thij-c) 117 °c/w
SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
Ic T
(A) {
50 us
50 100 us a
500 us -Y\ \\
! i
!1 ms —~—, "
20 10 ms. *
15 UL \ !
E = e i
10 EE=S=S=E o e B | R
N\ 1 [T
N L I
N
*" H
| ESM 117 \ ‘ !“
tease = 25°C \ \I
2 [~ continuous
Continu “ |‘
Pulsed o o \ 4
1 I— Impulsions ) |
11
1
\
05
1
1
1
\
0,2 \
0,1
01 02 05 1 2 5 10 20 60 VW)
3/7
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ESM 117, ESM 118

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

N ——
(A} —
50 50 us +
100 us
h 500 ps | | lV

20 0 ‘r:I\sm.: \ \ i | } i ;
e :L"; —:-§ — 30 :14:_‘.-_—_ == i=?{7

10 E== N o ===
T N H
¥ T
5 t B
1 Jﬁl
) !
— ESM 118 %
2 — toase = 25°C “ |
Continuous \
Continu ‘
1 b— Pulsed A B WY
[ impulsions Wi
HILI B
05 \ H
i
\
0,2
0,1
0.1 0,2 05 1 2 5 10 20 50 VeelV)
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ESM 117, ESM 118

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
| Courant collecteur en fonction de la tension

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

c y
A collecteur-émetteur @

|t

Y
\

/
y

et

|
%Ef /
( 4

o 0,8

AR
A\

N

0,6

L/

|
\

0,4

0,2

\l\

4 VCE (%] Vee V)

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
h21 € en ¥ jon du e

Vap =3V

CE =~

24 K

T\

16 K // ‘\
\

12K

8K

4 K

|

2 4 68
102 10
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ESM 117, ESM 118

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
g émetteur
{mA) T T
Vep=4V/
6
Y
s /
Q
&
2 7
&
;
&
O (3]
10 78
8 77 ¥
6 / g
4 7
IR,
107! //
0 1 2 3 4 v BEW }

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en

VCEsat ‘ * "
(3]
3
2
| A
1, =25°C =
case LL’/
tcase=12500
Bl
w022 “OR 2 488027 4y qa

e
(A}
8

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
base-émetteur

74

—
1T | vie=av

V

W

S—

toage = 125°C
case = 26°C

t,

o
-
N
w
S
<

VBEsal

(v)

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en
fonction du courant collecteur

BE

v)

T

2L

tcas® o L
st

=T

tcase
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ESM 117, ESM 118

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT .
Capacité de sortie en fonction de la Fréquence de transition en fonction du
C tension collecteur-base ¢_ courant collecteur
22b — T
(pF) tease = 25°C {mHz) | -.._\ Veg =3V
t = 25°C.
\ case
2 18 \
\ 16 \
2
10 [
\\\ \
8 A}
<L 14 \
[~
s a ‘.l
12 ]
I
4
SV [om 115 '
ESM 118 ———m—me + 10 —
2 4 6
10" ? L0 By 0! * ® P100 Ic A
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de Ja résistance thermique en
régime d’impulsions
sy 2
6l 5=05_ ot /]
LY
a 1 A4
5 =027 /’/'
/]’r /
LodA
211497 74
T
‘(\0
'
107 |05
8
6
4
2
10-2 5 2 5 2 5 2t (sec)
2 5 2 R R ; sec
108" 0 C10° C107 017
717
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS SILICIUM PNP, BASE EPITAXIEE

Compl. of 2N 5294, 2N 5296, 2N 5298

ESM132
ESM133
ESM134

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
- LF lification
amplification stages complementary —70V ESM 132
sEyr;:]‘:sttriYampﬁfication BF & symétrie Vceo -40V ESM 133
complémentaire —-60V ESM 134
- Switching Ic -4 A
Commutation. Ptot 36 W
o
Rth(i-c) 35°C/W max
fr 0,8 MHz min
Dissipation Case T0-220 AB - See outline drawingCB-1170n last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté CB-117 derniéres pages
100%
|
75 LN\
|
! o
50 [
i \o
N
25 |
|
|
1 Weight: 2 g. Collector is connected to case
0 §0 100 150t . (°C) Masse Le collecteur est relié au boTtier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

tease = +25 °C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

ESM 132 ESM 133 ESM 134

Collector-base voltage v _ - .
Tension collecteur-base c8o 80 60 80 v
Collector-emitter voltage

Tension col/acmurémetm?r VCEO —70 —40 —60 v
Cotlector-emitter voltage - v _ _ _

Tension collecteur-émetteur Rgg = 100 & CER 75 50 70 \
Collector-emitter voltage - v _ _ .

Tension collecteur-émetteur VBE +t15V CEX 80 60 80 v
Emitter-base voltage .

Tension émetteur-base VEBO -7 -5 -5 \"
Collector current | _4 _a _a A
Courant collecteur c

Base current

Courant base | B —2 -2 -2 A
Power dissipation _

Dissipation de puissance Yoase = 25°C Pot 36 36 36 w
Junction temperature X

Température de jonction max tl 180 150 150 °C
Storage temperature max tey —65 —-65 —65 °c
Température de stockage min st +150 +150 +150 o

THOMSON - CSF
DIVIBON SEMICONDUCTEURS,

74-10 1/4
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ESM 132, ESM 133, ESM 134

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

= 25°
tcase = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

y = /
Vee 65_\ ESM 132 05 mA
Vpe=+15V ESM 134
BE
Veg=—8BV ESM 132
Vg =+15V -3 mA
. - . ESM 134
toase = 150°C
Collector-emitter cut-off current N ICEX
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE =_35V
Voe —H15V ESM 133 -2 mA
Veg=-35V
Vee =+15V ESM 133 -5 mA
toase = 150°C
1
Veg = —50V ESM 132 —05 mA
Rpe = 100 22 ESM 134
BE
Coilector-emitter cut-off current _ |
Courant résidus! collecteur-émetteur \F:CE - 1;8 ‘,\; CER ESM 132 2 A
pe = 1004 - m
ESM 134
tease = 150°C
Vepg=-7V
LB, ESM 132 -1 mA
Emitter-base cut-off current c |
Courant résiduel émetteur-base - EBO
Veg=—5V ESM 133 1 mA
| c =0 ESM 134
c : = 100 mA ESM 132 | —-70
ollector-emitter breakdown voltage c - v * -
Tension de claquage collecteur-émetteur IB =0 CEO(sus) Ezm 123 ;g v
_ ESM 132 | —-75
Collector-emitter breakdown voltage g _ —100mA VCER(susr £SM 133 | —50 v
Tension de claquage collecteur-émetteur Rgg = 100 Q £SM 134 70
Vap=—4V
CE
'C =_-05A ESM 132 | 30 120
Static forward current transfert ratio Ve =—4YV
i E *
Valeur statique du rapport de transfert c h21 E ESM 133 30 120
dirsct du courant le =-1A
Ve =—4V
ic = “15A ESM 134 | 20 80
%* pylsed t =300ps 6 <2%
Impulsions P
2/4
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ESM 132, ESM 133, ESM 134

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
| =-056A
[ ! - \Y
lg = -005A ESM 132 1
Collector-emitter saturation voltage g =-1A vV * | ESM 133 -1 v
Tension de ? -émetteur IB =-0,1A CEsat
lo —-154 ESM 134 -1 v
lg =-015A
Vg = —4V
CE —
= 05A ESM 132 1.1 v
. Vap = -4V
Base-emitter voltage CE *
Tension base-émetteur IC = —-1A VBE ESM 133 ~-1.3 v
=4V
Vee ESM 134 -15 v
| =-15A
C
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux,
. , Vg = —4V
ransition frequency o
Fréquence de transition IC =-02A fT 08 MHz
f =1MHz
| =-05A |
c ’ M 132 5
lg =-005A ESM 13 He
Turn-on time e =-1A t,+t
Temps total d*établissement IB =-0,1A d™ 'r ESM 133 5 us
lc Z718A ESM 134 5 s
lg =-015A i
t =-056A
c ,
|B — £0,05 A ESM 132 15 us
Turn-off time Ilc =-1A o+t ESM 133 15 s
Temps total de coupure lB =10,1A st f s
lc =154 ESM 134 15 s
lg =015A H
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
- \
Junction-case thermal resistance [ - S °
Résistance thermique {jonction-boitier) : thij-c) 35 cw
Junction-ambient thermal resistance ) o
Résistance thermigue (jonction-ambiante) Rth(]-a) 70 cw
* Pulsed to =300 ps 5 <2%
Impulsions
3/4
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ESM 132, ESM 133, ESM 134

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

Re
10 us —
g1
Non inductive resistances
Résistances non inductives
'B1
-— Ry
| -
oO—{T"3F—
B { + 30V RB RC
—
lg2 ESM 132 [100 © 56 &2
§<1%
trandtf<50ns ESM 133 | 47 Q[ 33 Q2
ESM 134 | 33Q1 22Q
A\ A
SAFE OPERATING AREA
| A/RE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE
(A) { ]
=
5
N -
2 \\\
1,4 A
258V
1 [
: SRR
F
r T
05 N
| I
02 % I
0,1
0.05 t g = 25°C [
case l
Continuous ) ‘
Continu
0,02 J‘ L _aj—éqg
= =
0,01 5 el I
1 2 5 10 20 50 VgtV
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE ESM ]35
TRANSISTORS SILICIUM NPN, BASE EPITAXIEE ESM 137

ESM 139

Compl. of ESM 136, ESM 138, ESM 140

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance 50V ESM 135
- Switching Veeo 70V ESM 137
Commutation - 90V ESM 139
] c 5A
Prot 4w

(2A) 30 ESM135
hg1e (15A) 30  ESM137
(A} 30 ESM139

Dissipation and lg/pg derating Plastic case ~ TO-220 AB  — See outline drawingCB-1170n last pages
Variation de dissipation et de | g/g Bofitier plastique Voir dessin coté CB-117 derniéres pages

100%—\
1

25 | \\

N 7

\ 5

50

1
!
! \;o
| )
LN
25 :
|
o 1 Weight : 2 g. Collector is connected to case
o 50 100 150 t,.(°C) Masse Le coliécteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS {LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated}

{Sauf indications contraires)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case

ESM 135 ESM 137 ESM 139

Collector-base voltage v
Tension collecteur-base CBO 50 80 100 Vv

Collector-emitter volitage Vg 50 70 20 v
Tension collecteur-émettour CEO

Collector-emitter voltage Voe=—-15V Veex 60 80 100 A
Tension collecteur-émetteur Bt )

Emitter-base voltage \ 5 [ 5

Tension émetteur-base EBO v
Collector current le 5 5 5 A
Courant collecteur .

Peak collector current t, = 500 us lew 10 10 10 A
Courant de créte de collecteur P

Base current i 1

Courant base B 1 ! A
Power dissipation = 950 P y

Dissipation de puissance tcase = 25°C tot 10 40 40 w
Junction temperature t. o
Température de jonction max 1 150 150 150 ¢
Storage temperature min t ] — 85 — 55 °c
Température de stockage max stg +150 +160 +150 °C

74-10 1/4
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ESM 135, ESM 137, ESM 139

STATIC CHARACTERISTICS

{Unless otherwise stated)

= 25°
CARACTERISTIQUES STATIQUES Yease = < c {Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max,
Ve =30V
uBCE = ESM 135 0,3 mA
Collector-emitter cut-off current Vap =50V
Courant résiduel coliecteur-émetieur |BCE = ‘CEO ESM 137 0,3 mA
Ve =70V
| CE _ ESM 139 03 mA
g =
Vap =50V
CE ESM 135 0.2 mA
Vge =0 |
; Vae =70V
Collector-emitter cut-off current CE §
Courant résiduel collecteur-émetteur . VBE = CES ESM 137 0,2 mA
Vap =90V
veE - ESM 139 0.2 mA
BE
. Vea =5V
Emitter-base cut-off current EB
Courant résiduel émetteur-base | c = ‘eBo 1 mA
ESM 135| 50 v
Collector-emitter breakdown voltage 'C =0,030 A V(BR)CEO* ESM 137 | 70 v
Tension de claquage collecteurémetteur IB =0
ESM 139 | 90 A
Vap =4V
LB A ESM 135| 30 80
C
Vap =4V
CE
Static forward current transfer ratio IC =15A s« ESM 137 30 80
Valeur statique du rapport de transfert v =y h21 E
direct d =
firect du courant IC(:E 1A ESM 138 | 30 80
VCE =4V
tc =5A 5
\ =2A
C
g = 0,2 A ESM 135 1 \
Collector-emitter saturation voltage e = 1,5A v *
Tension de saturation collecteur-émetteur lg =015A CEsat ESM 137 1 v
1 =1A
C
g =01A ESM 139 1 \
Vap =4V
CE ESM 135 15 v
le =2A
. Vap =4V
Base-emitter voltage Ce Voo ¥
Tension base-émetteur IC =16A BE ESM 137 15 v
Vap =4V
(CE_ A ESM 139 15 v
c =
* Pylsed t,=300us 6 < 2%
impufisions P
2/4
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ESM 135, ESM 137, ESM 139

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) {Sauf indications contraires}
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
. VCE =10V
Transition frequency | =05A P
Fréquence de transition i T 3
f = 1MHz
lc =2~ ESM 135 05 #s
1g1=02A ’
. | =15A
Turn-on time Cc :
Temps total d’établissement lB‘l =0,16 A Wt 'ESM 137 05 Hs
lc =14 ESM 139 0,4
- B Ms
igr =0,1A
Ic =2A 5
Igy= ~Igo= 02 A | ESM 135 1, us
. | =15A
Turn-off time c 4 -
Temps total de coupure |B1= —l82= 0,156 A L+ t ESM 137 15 Hs
| =1A
C
lg1= —'gp=0.1A ESM 139 15 us

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance Ronse a

Rési thermique (jonction-boitier) thij-c) 313 cw

.‘J_‘uqctlon-aTblept tl}ierma.l rem}f—mce' Rth(j-a) 70 °C/W
t ique (j

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

Way A Way B
10 us Voie A Voie B e
Tecktronix ESM 135 ESM 137| ESM 139
567
1ms R] 27 Q 330 47 Q.
t, and t, {50 ns 10 4F +30V
VvV =11V o_{ R 2781 330 47 Q
470 uF 2
R3 15Q 18Q 27Q
100 uF lc 2A 15A 1A
d
L]J,. IB1=_IBZ 02A 0,15A | 0,1A
\ e
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ESM 135, ESM 137, ESM 139

C
(A)
10 -
W i B S e . N s;‘j.._ 4+
[ ~ \::;04
5 ~NNE S
AN A IN% )
_—%kk,‘k_ﬁ \__s— 7 ,,)\‘i F—\
\h 7, \ d
2 L l&\o%j N ;l
N
} ]
kL
1 - - \BA
- -
| AT
) — J i
| toase = 25°C T ’ — J\\“
0,2 1— continuous (-——) T '\.J
Continu V\{
Pulsed l— - —)
0,1 |- !mpulsions — -
| — ? i £SM 135 1=
I . | ESM 137 +—f—1 |
] — ——— i
L J ‘{ b l £SM l139 -
2 5

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

20 50

VetV
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PNP SILICON TRANSISTORS EPITAXIAL BASE ESM 136
TRANSISTORS PNP SILICIUM A BASE EPITAXIEE ESM 138

ESM 140

Compl. of ESM 135, 137, 139

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance 50V ESM 136
. e V -70V  ESM 138
Medium power switching CEO -
Commutation moyenne puissance [ —90 A ESM 140
Ic -5A
Ptot 40w
(2A) 30 ESM 136
h21E (1,5 A) 30 ESM 138
A l3o ESM 140
Dissipation and lg/g derating Plastic case TO-220 AB — See outline drawing CB-1170n last pages
Variation de dissipation et de g/ Boitier plastique Voir dessin coté CB-117 dernidres pages
100%
| \
75 L\ ,
: \ e
|
50 o
| \a /
HEN o,
25 I Cy
|
L Weight : 2 g. Collector is connected to case
0 50 100 150 'case(ac) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires)

ESM 136 ESM 138 ESM 140
Collector-base voltage Vero _ 60 _ 80 — 100 v

Tension collecteur-base

S soectnur-dmovtone Veeo - 50 - 70 ~ 90 v
Comes ooty VeE =18V | Veex ~s0 50 100 v
oreion tmeen e Vego -5 -5 -5 v
ot ronaaton: Ic -5 -5 -5 A
Courens ofectour onge tp <500 us 'om - 10 - 10 - 10 A
Courantimme. : -1 - -1 A
Zzg::tg)i:scii‘:a;xiznunm Yease =25°C Ptot 40 40 40 w
Tompioenirs s fonstion max y 150 150 150 o
Storage temperature min t — 55 - &b — 565 °c
Température de stockage max stg + 150 + 150 + 150 oo

74-11 1/4
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ESM 136, ESM 138, ESM 140

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

togse = 26°C

{Unless otherwise stated}
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Ve =-30V
B0 ESM 136 - 03 mA
B =
Collector-emitter cut-off current Ve =50V ;
Courant résidusel collacteur-émetteur lB =0 lCEO ESM 138 -03 mA
Veg =-70V
€ o ESM 140 - 03 mA
g =
Veap =50V
CE _ ESM 136 -02 mA
VBE =
Collector-emitter cut-off current Veg =-70V
Courant résiduel collecteur-émetteur VgE = Ices ESM 138 - 02 mA
\ =-90V
e ESM 140 -02 mA
BE
Emitter-base cut-off current Veg=-5dV | -
Courant résiduel émetteur-base g = EBO -1 mA
Coll itter breakdown volt lc =-30mA 5| ESM136 | 50 v
ollector-emitter breakdown voltage c - v
Tension de claquage collscteur-émetteur g = 0 (BR)CEO { ESM 138 -—70 v
ESM 140 -90 \
Veop = -4V
CE
o =2 ESM 136] 30 80
VCE =—-4V
Static forward current transfer ratio lc =-15A ESM 138( 30 80
Valeur statique du rapport de transfert h21 E *
direct du courant VCE =-4V
VA ESM 140 30 80
C
Vv =—-4V
1 5 A 5
c _
IC =-2A ;
1o =-02A ESM 136 - v
Collector-emitter saturation voltage ¢ = _1'5_A v * | £gm 138 -1 v
Tension de saturation collecteur-émetteur |B =-0,15A CEsat
lC =—1A
lg =-01A ESM 140 -1 \
Vg =—4V
1 CE =_2A ESM 136 - 155 \%
[
Base-emitter voltage Veg =4V % .
Tension base-émetteur lc =-15A VBE ESM 138 - 1,5 v
Vv =—4V
[ CE A ESM 140 - 15 v
C
* Pulsed 1 =300ps & < 2%
Impulsions
2/4
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ESM 136, ESM 138, ESM 140

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for smalil signals) (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) {Sauf indications contraires)
Test conditions Min. T M
Conditions de mesure in. Typ. Max.
Transition § Vegp =-10V
ransition frequency -
Fréquence de transition Ic =-05A fr 3 MHz
f =1MHz
| =-2A
Cc
lg=—0.2A ESM 136 0,5 Hs
. 1 =—15A
Turn-on time C ’
Temps total d’établissement IBIZ —0,15A et ESM 138 05 us
| =-1A
[
Ig1=—0,1A ESM 140 0,4 us
| =—-2A
C Tl oon ESM 136 15 us
B1™ T'B2”
. | =-15A
Turn-off time c 4
Temps total de coupure |B1= —I82= —0,15A LY ESM 138 15 Hs
| =—1A
(o}
Ig1=—lgy= —0.1A ESM 140 1,5 us
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance Repys °
Résistance thermique (jonction-ambisnte) thij-c) 313 cw
Junction-case thermal resistance Ryps: o
Résistance thermique (jonction-boitier) thij-a) 70 cw
SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION
A
1048 VA ey ESM 136 | ESM 138] ESM 140
Tecktronix R1 27 2 330 47 Q
567 1kQ
1ms c R
s 1 3 47 Q
toett; o ns 10uF| R, o —gov Ry 27 Q 338
Ve 11V 0—!
L% Rs 150 [ 182 | 7@
R, 470 uF
]C 2A 15A 1A
c . ;
-5 4 - Ig1=—lgy| 02A | Q1B6A| 01A
I
us | mF -4 .
\ A\
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ESM 136, ESM 138, ESM 140

SAFE OPERATING AREA
Aire de forictionnement de sécurité

c
(A T T
100 D
N N
N
N L ~N < LN . ’OOL
~ N 3
50 ! N < ?_‘0 > P
i \\ : N ~ ) N N
i o AL SN
) \ 3 \\ .\n ‘I N
20 e LTLR
M \‘\l
| N
10 { lL 1 \ L+
1 1 \ \‘ \\ l' 11 ‘l
— ‘\ LA LN
5 ] T 1
\h \
l \
t =260°C | \‘ \ ‘
2 |- ‘case \}
C il 15
b Continu J‘;
I Pulsed o e e e
[_ Impulsions
L | ESM 136
0,8 |- | T
1 Esmlws
( ESM 140
0,2 ]
1 2 5 10 20 50 VetV
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE ESM 141
TRANSISTORS SILICIUM PNP, BASE EPITAXIEE ESM 142

Compl. of 2N 6099, ZN 6101

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance v {.’ —60V ESM 141
- High current switching CEC L-70V ESM 142
Commutation fort courant Ic -10 A
Ptot 75 W
Rth(j-c) 1,67 °C/W max
h (4 A) 20 - 80 ESM 141
21E (5 A) 20-80  ESM 142
Dissipation Plastic case  TO-220 AB— See outline drawing CB-1170n last pages
Variation de dissipation Bofjtier plastique Voir dessin coté CB-117 derniéres pages
100
75 i A
s0 || \\
25 T B c E/
o | Weight : 2 g Collector is connected to case
50 100 150 T gee(°C) Masse Le collecteur est reli¢ au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) ase = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION tcas (Sauf indications contraires)
ESM 141 ESM 142
Collector-base volitage V, — o
Tension collecteur-base €80 70 80 v
Collector-emitter voltage V, — -
Tension collecteur-émetteur Ceo 60 70 v
Collectos-emitter voltage - v - ~
Tension collectaur-émetteur R Bg = ! 0052 CER 65 7S v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO -8 -8 v
Collector current I —
Courant collecteur c ~10 10 A
Base current g —4 —4 A
Courant base
Power dissipation ) — 2B P,
Dissipation de puissance t e 25°C tot 7% 7 w
Junction temperature t °
Température de jonction max 1 150 150 c
Storage temperature min tey, —65 —~65 °c
Température de stockage max 9 +150 +150 °C

74-10 13
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ESM 141, ESM 142

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tymp = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
|VCE 2850" ESM 141 -2 mA
Collector-emitter cut-off current 8 |
Courant résiduel collecteur-émetteur CEOC
Veop =60V
(CE o ESM 142 -2 mA
B
Veop =65V
CE _ -2 mA
Vgg =15V
Vegp =-65V ESM 141
VBEfLS\:‘ -10 mA
) toase = 150°C
Collector-emitter cut-off current 1
Courant résiduel collecteur-émetteur CEX
Vo ==75V
CE _ -2 mA
Vge =15V
ESM 142
Ve =78V
Vge =15V -10 mA
tease ~ 190°C
Emitter-base cut-off current Veg =—8V lego -1 mA
Courant résiduel émetteur-base IC =0
Collector-emitter breakdown voltage ‘C =-0,2A VCEO( S)* ESM 141 { -60 v
Tensjon de claguage collecteur-émetteur IB =0 su ESM 142 | =70
Veg =4V ESM 141| 20 80
IC =_4 A
Static forward current transfer ratio Vo =4V *
Valeur statique du rapport de transfert ) CE =_5A h21 E ESM 142 | 20 80
direct du courant o] =
Vee i -4V 5
le =-10A
Collector-emitter saturation voltage 'C =-10A VCE 25 v
Tension de fe fe { B8 =_2A sat y
Ve 274V ESM 141 17 v
Il =—4A *
Base-emitter voltage Vge
Tension base-émetteur v —_avy
(B L sa ESM 142 -17 v
Cc
* pulsed to =300us 5 < 2%
Impulsions
2/3
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ESM 141, ESM 142

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for smal! signals}

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
. Veg =4V
Forward current transfer ratio | =_05A haq 15
Rapport de transfert direct du courant c ’ &
f =1 kHz
Transition fi VCE =-4V
ransition frequency = f MHz
Fréquence de transition lC _ 0,?'sMﬁz T 0,8
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rinij-c) 167 °oC/W
Rési: tharmique {j jon-boitier) J !
Junction-ambient thermal resistance Rth(i-a) 70 °oC/W
L que {j
3/3
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PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE ESM 159
TRANSISTORS PNP DARLINGTON SILICIUM, BASE EPITAXIEE E SM 160

Compl. ESM 113, 114

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
- Monolithic construction
Construction monolithigue Veeo { -60V  ESM 159
- (sgneral J)urpose amplifier application —-80V  ESM 160
(D.C and A.F) Ic —5A
Usage général pour amplification
(continue et BF) Piot 90 W
Rth(j-l:) 1,95°C/W max.
h21E '[3 A) 1000 min.
fr 1 MHz min.
Dissipation and lg/g derating Case TO-3 -- See outline drawing CB-19 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages

Variation de dissipation et de Ig/p

roon | Bottom view
Vue de dessous
BN
78— N, N
| S/B
50 ! N D> (
P
tot
25 L 30%
B
1} Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
[ 50 100 150t .(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) ¢ ___ = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires)
ESM 159 ESM 160
Collector-base voltage
Tension co/lacraur-basug VCBO —60 —-80 v
Collector-emitter voltage _ = _
Tension collecteur-émetteur Vceo 60 80 v
Emitter-base voltage v — _
Tension émetteur-base EBO 5 5 v
Collector current I -5 _5 A
Courant collecteur G
Peak collector current = | _ _
Courant de créte de collecteur tp 10 ms CM 9 9 A
Base current | = _
Courant base B 0,1 0,1 A
Power dissipation [
Dissipation de puissance tot 90 90 w
Junction temperature t. °
Température de jonction max 1 200 200 c
Storage temperature min t —65 —65 °C
Température de stockage max stg -+200 +200 °C
74-10 1/4
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ESM 159, ESM 160

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C (Unless otherwise stated}
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Ve =30V
W o ESM 159 -05 mA
g =
Collector-emitter cut-off current ICE
Courant résidue! collecteur-émetteur 0
Vap ==40V
CE ESM 160 -0,5 mA
lg =0
=60V
Vos Z =60 ESM 159 —0,2 mA
IE =0
VCB =-60V
lg =0 ESM 159 -2 mA
toase = 150°C
Collector-base cut-off current |
Courant résiduef collecteur-base cB8O
Veap = 80V
ce ESM 160 -0,2 mA
IE =0
VCB =-80V
lg = ESM 160 -2 mA
toase = 150°C
Emitter-base cut-off current Vep =SV | 2 mA
Courant résiduel émetteur-base ! c = EBO
Collector-emitter breakdown voltage e = —100 mA v * {ESM 159 | --60 \
Tension de claquage collecteur-émetteur |B =0 CEO({sus} |gsm 160 | —80 \
‘oe 223
Static forward current transfer ratio ¢ *
Valeur statique du repport de transfert h21 €
direct du courant —_3vV
YCE —_aa 750
Cc
Collector-emitter saturation voltage le =-3A Vogsat® _2 v
Tension de saturation collecteur-émetteur 'B =_—0,012 A sat
Base-emitter voltage Veg =3V * R
Tension base-émetteur ] c = —3A VBE 2,5 v

* pyised
Impulsions

tp=300us 5 < 2%
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ESM 159, ESM 160

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) t = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case

{Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vop =-3V
Transition frequency | CE =_3A § 1 MH
Fréquence de transition Cc T z
f =1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
T
Junction-case thermal resistance X
Résistance thermique (jonction-boitier} Rth(]'c) 1,95 °C/W
SAFE QPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
'c
(A) ESM 159
50
20 )
-— <,
100 5| |
=3
10 oy 1‘1 ms %
BN
5 = YN \
ANIAN
\\i\'\ \ \‘
\
2 \\ ‘\ \
PR
tcase =256°C \\
Continuous.
1 :Cantin: a) \
—Pulsed = —————— -
| ___Impulsions LIRY
05 WLy
2\
\
0,2 \\
0,1
1 2 5 10 20 50 VCE(V)
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ESM 159, ESM 160

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

(A T ESW 160)
{ [
50 ]
|
20 6
s
—_— - _._-_: 10(.)I y
10 ; 1 ms ] i
= ; S S a1
100 ms-\-fg‘o \
5 = == < \
[ ‘ SN2
w i AN
2 | AL T\
‘\‘\\ \ |
t\:ase._ 28°C \\ ‘\ 1\\\
e e
[ Pulsed [V WY
_Il;‘ipszlsians \\.‘ A
05
\
\. [\
\
0,2
\\
0,1
1 2 5 10 20 50 VCE (V)
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PNP SILICON DARLINGTON TRAN_SISTORS, EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS PNP DARLINGTON SILICIUM, BASE EPITAXIEE

Compl. ESM 117, 118

ESM 161
ESM 162

- Monolithic construction
Construction monolithique
- General purpose amplifier application
(D.C andp A.F)
Usage général pour amplification
fcontinue et BF)

Dissipation and |g/g derating
Variation de dissipation et de I /g

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
—-60V ESM 161
Vceo {—80 V  ESM 162
Ic —10A
Prot 150 W
Rth(j-c) 1,17OC/W max
h21E (5A) 1000  min
fr 1 MHz min
Case TO-3 — See outline drawing CB-19 on last pages

Boitier Voir dessin coté

CB-19 derniéres pages

100 Bottom view E
* Vue de dessous
75
K’_//
50 D>
30%
25 B
o Weight : 14,4 g. Collector is connected to case
50 100 150t ,4e(°C) Masse Le collecteur est reli¢ au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 2%°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case {Sauf indications contraires/)
ESM 161 ESM 162
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base ceo —60 —80 v
Collector-emitter voltage \%
Tension collecteur-émetteur CEO —60 —80 v
Emitter-base voltage Y] =
Tension émetteur-base EBO -5 5 A
Collector current |
Courant collecteur c -10 —-10 A
Peak collector current = | Dy _
Courant de créte de collecteur tp 10ms Ccm n n A
‘Base current’ | » _
Courant base B8 0.2 0,2 A
Power dissipation - P
Dissipation de puissance tt:ase 25°C tot i00 150 w
Junction temperature t. o
Température de jonction max i 200 200 C
Storage temperature min ty, —65 —65 °C
Température de stockage max 9 +200 +200 °C
74-10 1/4
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ESM 161, ESM 162

STATIC CHARACTERISTICS

t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires}
Test conditions ; .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
\ =-30V
CE ESM 161 =1 mA
. | =0
Cotiector-emitter cut-off current B . lcEO
Courant résiduel collecteur-émetteur v = _40v
CE ESM 162 —1 mA
lg =0
Veg =60V _04 mA
lg =0
Veg = -60V ESM 161
lg =0 -3 mA
t = 160°C
Collector-base cut-off current case fcBO
Courant résiduel collecteur-base 1
Veg =80V —04 mA
g =0 !
Veg = —80V ESM 162
IE =0 -3 mA
tease = 150°C
= B\
Emitter-base cut-off current Veg 5V legO _2 mA
Courant résiduel émetteur-base IC =0
ESM 161 —60 Vv
. o =—100mA *
Coliector-emitter breakdown voltage C VCEO(‘-
Tension de claquage collecteur-émetteur IB =0 "U.s)
ESM 162 -80 \
Static forward current transfer ratio Vae =—3V *
Valeur statique du rapport de transfert CE _ 2 h21 E 1000
direct du courant lc =-5A
Collector-emitter saturation voltage le =-5A v * _
Tension de saturation collecteur-émetteur |B =-0,02A CEsat 25 v
Base-emitter voltage [ Ve =-3V voo ¥ _3 v
Tension base-émetteur lc =-5A L BE
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Veg = -3V
Transition frequency ] =_§5A fr 1 MHz
Fréquence de transition C
f =1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Ropii o o
i thermique (janction-baitier] 1 L thij-c} .17 cw
* pylsed t,=300us & < 2%
Impulsions
2/4
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ESM 161, ESM 162

SAFE OPERATING AREA
Aire de foncrionnement de sécurité

c ]
(A) |
50 us ~
50 100 us
500 us Q \
1ms N
e\
20 10 ms 1
15 HIMRNAN ‘
10 Eeea= —— — =N
N 1
N, | IBEY
N
5
11
\l 1
— ESM 161 H
fease = 25°C \ \ ! |
2 continuous ]
Continu - |‘ ]
1 Pulsed - ‘. ||
[ Impulsions A ‘
1
\
0,5
' \h
1
g
0,2 \
01
0,1 0,2 0,5 2 5 10 20 60 Vi piv)
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ESM 161, ESM 162

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

C T
(A) + JI
50 us
50 100 us \
500 us -\
\1\ ms
20 Oms y
o = == = E _—:.-—=1'=-—_ ?_ £y
10 EE=3=32E = = =
il H
N\ |‘ ! H
5 1 H
}_
— ESM 162 \‘
2 — tCBSE =26°C “
Continuous ‘ \
Continy === \y
1 Pulsed 18 N
Impulsioys 1 E-
I ' '3
05 N \ L)
H
0,2 L
0,1
o1 02 08 1 2 5 10 20 50 V(v

a/4
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NPN SILICON TRANSISTOR, DIFFUSED MESA. ESM 191500
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA DIFFUSE

- The ESM 191-500 is a fast switching high
voltage transistor.
It is primarly intended for use in horizon- Veex 500 v
tal deflexion output stage of black and 'CIM 15 A
white TV receivers fitted with 110° picture P 85 W
tube, in french standard 819/625 lines. tot
- Le ESM 191-500 est un transistor rapide haute
tension. P Rth(j-c) 2°C/wW max,
Il est particuliérement destiné 8 'étage de sortie tg us
de déviation horizontale dans les téléviseurs noir h 10 min
et blanc équipés d’un tube image 110° et fonc- 21E {6A) *
tionnant au standard frangais 819/625 lignes.
Dissipation derating Case TO-3  — See outline drawing CB-19 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-19 dernidres pages

Variation de dissipation

100 %

7 N -
\

50 N D
\‘ Bottom view
25 Vue de dessous
o Weight :14,4 g, Collector is connegted to case
50 100 150t (°c) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)

{Sauf indications contraires)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case =

Collector-emitter voitage A\

Tension collecteur<émetteur: CEO 200 v
Collector-emitter voltage v =15V VCEX 500 v
Tension collecteur-émetteur BE

Emitter-base voltage v

Tension émetteur-base EBO 8 v
Collector current 1

Courant collecteur c 10 A
Peak collector current lem 15 A
Courant de créte de collecteur

Base current |B 3 A
Courant base

Power dissipation t = 25°C P,

Dissipation de puissance case tot 85 w
Junction temperature max t. 200 o
Température de jonction )

Storage temperature min Tt —65 °C
Température de stockage max 9 +200 oG

73-12 /6
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ESM 191 - 500

STATIC CHARACTERISTICS

{Unless otherwise stated)

p— [ 4+
CARACTERISTIQUES STATIQUES tse = 25°C {Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg =200V ceo 1
Courant résidusl! collecteur-émetteur IB = mA
Vg =500V
CE
Vge =~15V L mA
Collector-emitter cut-off current lcex
Courant résiduel collecteur-émetteur Vce =500V
Vgg =-15V 5 mA
toage = 125°C
Emitter-base cut-off current Vegp =8V leao 5 —[ A
Courant résidue/ émetteur-base IC =0 m
c | Ic =100mA *
ollector-emitter breakdown voltage _ \
Tension de claquage callecteur-émetteur IB =0 (BRICEO 200 v
L =25mH
Static forward current transfer ratio Vv =4V h
Valeur statique du rapport de transfert CE 21E 10
direct du caurant 'C =6A
{ =6A
(o}
g =12A 15 \Y
Collector-emitter saturation voltag” _ v
Tension de saturation collecteur-émetteur ) 10A 1 CEsat
c =
g =2A 3 v
Base-emitter saturation voltage lc =6A VaEsat 5 v
Tension de saturation base-émetteur lg =12A
Second breakdown collector current Vap =200V |
Courant colle de second c; t CE =10 us $/B 4 A
DYNAMIC CHARACTERISTICS {for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Transition frequency Veg =10V P
Fréquence de transition 'c =056A T 10 MHz
f = 10 MHz
Output capacitance Veg =10V c
Capacité de sortie § =1MHz 220 200 pF
| =6A
Fall time Vgg =3V t 1 us
Temps de décroissance | =1,2A
(Fig. 1) lgg ==1.2A
* Pylsed t =300us §<2%
Impulsions P
2/6
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ESM 191 - 500

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions ;
Conditions de mesurs Min. Typ. Max.
Junction-case thermal resistance .
Rési: thermique (j ion-boitier) Rth(]-c) 2 °C/W
SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS Figure 1
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION ;
215 uH — 4OV
LYY Y\
Adjust for Igp =6 A
Ajuster pour lopp =6 A
100 uF
AdjustforIg1 = 1,2 A BY 212
Ajuster pour ig; = 1,2 A ESM 161-  u - wbmcg ——
. 50 500 500R oot SZaTuF
0
+24V
s
Adjust for VBg cutoff = -3V
Ajuster pour Vgg blocage =—3 V 12A
( —0
[—
— ——
VBE— - e —=0
3V
64 us 20 us
T
3/6
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ESM 191 - 500

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
\ EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
C Courant collecteur en fonction de la tension IC Courant collecteur en fonction de la tension
{A} collecteur-émetteur {A) collecteur-émetteur
o T
[ A2 W 18 P
— —— A A 1 |
/ |t 12 mA -l
A I
’ s 20— 0.4 =
L1
& A
/ L~ — 0/ l ] ] 10 mA
et
LT A
6 A K/ 04 03
V‘/ l 8 mA
1
4 T, i
=
4 7 /r/ 0,2 ] 6 mA
1 - ] l{
4 A
: - T N
1 0,1 T
lg=2mA
0 1 o REEEEN

0 1 2 3 4 VegW ] 20 40 60 80 v._ (V)

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du

h21 E en f ion du

Veg =4V

tcase = 25°C
30

LT
25 / r \\
20 4
f l

15 il |
10 4{ \

2 4 68 2 4 68 2 4 68
102 10" 0 e (A)

4/6
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ESM 191 - 500

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VQOLTAGE

Courant base en fonction de la tension base-
IB émetteur

A) 8 = =
(m VCE 4v —7

tcase = 25°C I/

¢ 4

o

(3
S
)|

N B
T ——
P~

o4 06 08 1 1.2 vgg W)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
\Tension de saturation collecteur-émetteur en

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
| base-émetteur

8[veg=av
CE

8 [ tepee = 25°C 4

4

ca!

2 /

107

o

102
6 04 08 12 16 Vgeiw

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en
fonction du courant collecteur

?E)sat fonction du courant collecteur BE sat
Ic i e _ ‘(
= =5 T8 = 5
B . }
1,2 flease = 2%°C 1,2 | fease = 25°C /
1 1 # /
08 i
08 ,
, =
/ LT
"/’
0,6 ! 0,6
a4 / 04
0,2 ,./ . 0,2
L+
0 2 ae68 2 468 2468_J 0_2 4 12 468 52 468
102 10" 100 g A) 10 10 0 I (A
5/6
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ESM 191 - 500

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fréquence de transition en fonction du
22btension collecteur-base T courant collecteur
“’? tease = 25°C (MHz) [Veg =10V ‘
tcase = 25°C
& f  =10MHz
a 16 N
‘\%
2 /
\ 15 vd
2 T~
10
8 S
[~ 14
6
4
13
2
10’ 12
4 4 6 8
10 ’ Veg V) 0 0.2 04 06 W

6/6
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NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTORS, EFITAXIAL BASE ESM 213
TRANSISTORS DARLINGTON SILICIUM NPN, BASE EPITAXIEE E S M 21 4

Compl. of ESM 259, 260

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
- Monolithic construction ov ESM 213
Construction monolithique 6! 21
Vceo {ao v ESM 214
- Current switching with high current I 5A
gain C
Commutation avec un gain en courant Piot 50w
élevé to
Rt (i 25°C/W  max
- LF complementary power stage thij-c) /
Etapes de puissance complémentaires BF h21 E(3 A) 1000 min
fr 1 MHz min
Dissipation Plastic case TO-220 AB — See outline drawing CB-117on last pages
P
Variation de dissipation Boftier plastique Voir dessin coté -CB-117 derniéres pages
100
Yo
75 ] \
50 \
25
o I Weight : 2g. Collector is connected to case
50 100 150 tea6e(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
ESM 213 ESM 214
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 60 80 v
Collector-emitter volta
Tension ca/lscmur»émenegf VCEO 60 80 v
Emitter-base voltage vV
Tension émetteur-base EBO 5 5 v
Collector current |
Courant collecteur [o] 5 5 A
Base current |
Courant base B 01 0.1 A
Power dissipation — P,
Dissipation de puissance tease = 25°C tot 50 50 w
Junction temperature t.
Température de jonction max 1 150 150 °Cc
Storage temperature min tstg —65 —65 °Cc
Température de stockage max + 150 +150 °oC
74-10 1/2
THOMSON - GSF
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ESM 213,ESM 214

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

_ 9E°
CARACTERISTIQUES STATIQUES tease = 25°C (Sauf indications contraires)
Test conditions ; .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
— —
Vap =60V
CB ESM 213 0,2 mA
g =0
Collector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-base CBO
Vap =80V
c8 ESM 214 0,2 mA
lE =0
Emitter-base cut-off current Vegg=5V |
Courant résiduel émetteur-base lC =0 EBO 2 mA
= ESM 213 | 60
Collector-emitter breakdown voltage e = 100 mA v * v
Tension de claquage collecteur-émetteur lB =0 CEO(sus)
ESM 214 | 80
Vae =3V
ce=3 1000
lc =3A
Static forward current transfer ratio [
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant
Veg =3V 750
lc =4 A
. . | =3A
Collector-emitter saturation voltage [o4 VeEsat 2 v
Tension de saturation collecteur-émetteur IB =0,012A !
; Ve =3V *
Base-emitter voltage CE V 25 v
Tension base-émetteur | c = 3A BE '
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
T ] Veg =3V
ransition frequency - f
Fréquence de transition lc =3 A T 1 MHz
{ =1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance R
Résistance thermique (jonction-boitier) Rth(l'(l) 2,8 °C/wW
* pulsed t =300us & <2%
Impulsions P
2/2
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NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE ESM 217
TRANSISTORS SILICIUM DARLINGTON NRN, BASE EPITAXIEE ESM 2‘]8

Compl. of ESM 261, 262

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

- Monolithic construction
Construction monolithique v {60 \"} ESM 217
CEO sov ESM 218

High current switching with high

current gain Ic 10 A
Commutation forts courants avec un
gain en courant élevé Piot 70 W
- LF complementary power stage Rih {i-c) 1,8 °C/W max
Etages de puissance complémentaires BF X
hy1(6 A) 1000 min
fr TMHz min
Dissipation derating Plastic case T0-220 AB— See outline drawingCB-1170n last pages
Variation de dissipation Boftier plastique Voir dessin coté (g.117 derniéres pages
100
%
|
75 —N
50 || \\\
LN
25 |—1
© | Weight : 2g Collector is connected to case
50 100 150 t466(°C) Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION Case (Sauf indications contraires)

ESM 217 ESM 218

Collector-base voltage Vv
Tension collecteur-base CBO 60 80 v

Collector-emitter voltage \J
Tension collecteur-émetteur CEO 60 80 v

Emitter-base voltage Vv
Tension émetteur-base EBO 5 5 v

Collector current |

Courant collecteur o] 10 10 A
Base current |

Courant base B 0,2 0,2 A
Power dissipation P

Dissipation de puissance tot 70 70 w
Junction temperature t

Température de jonction max i 150 150 °C
Storage temperature min tsy —65 -65 °C
Températurs de stockage max 9 +150 +150 oc

74-10 172
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ESM 217, ESM 218

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max. T

Veg =60V
! - ESM 217 0,4 mA
g =0
Collector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-base CBO
Vap =80V
CcB ESM 218 04 mA
g =
Emitter-base cut-off current Vg =5V
Courant résidue! émetteur-base IC - l EBO 2 mA
e = 100 mA
| . ESM 217} 60 \
g =
Collector-emitter breakdown voitage v *
Tension de claguage collecteur-émetteur CEO(sus)
| =100 mA
¢ ESM 218 | 80 \
lg =
—
Static forward current transfer ratio Veg =3V *
Valeur statique du rapport de transfert |"21 E 1 000
direct du courant IC 5A
Collector-emitter saturation voltage lc =5BA Ve * v
Tension de saturation collecteur-émetteur lg =0024 sat 25
Base-emitter voltage V =3V *
Tension base-émetteur CE o VBE 3 v
lc =5A
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
T tion § Veg =3V
ransition frequency -
Fréquence de transition |C =5A fT 1 MHz
f =1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rovse °
Rési: thermique (j ion-boitier) thij-c) 1.8 ciw
* Pylsed tp=300ps 5 <2%
Impulsions
2/2
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PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS DARLINGTON SILICIUM PNP, BASE EPITAXIEE

Compl. of ESM 213, 214

ESM 259
ESM 260

Monolithic construction
Construction monolithique

- Current switching with high current
gain
Commutation avec un gain en courant
élevé

- LF complementary power stage
Etages de puissance BF complémentaires

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
v —-60V ESM 259
CEC —-80V ESM 260
Ic -5 A
Piot 50 W
Rth(j-c) 25 °C/W max
h21 E(3 A) 1000 min
fr 1 MHz min

Dissipation Plastic case =~ TO-220 AB — See outline drawingCB-1170n last pages
Variation de dissipation Bofitier plastique Voir dessin coté CB-117 derniéres pages
106
75 ! N
s0 \\
ol N
o L Weight : 2g Collector is connected to case
50 100 150 156! °C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)
ESM 259 ESM 260
Collector-base voltage _ _
Tension collecteur-base VCBO 60 80 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEO —60 —80 \
Emitter-base voltage Y]
Tension émetteur-base EBO -5 -5 v
Collector current | _
Courant collecteur C 5 -5 A
Base current | _ _
Courant base B 0,1 0.1 A
Power dissipation = 25§°C P
Dissipation de puissance tcase tot 50 50 w
Junction temperature max t. 150 150 oC
Température de jonction ]
Storage temperature min te —65 —65 °C
Température de stockage max 9 +150 +150 °C
74 -10 1/2
THOMSON - CSF 91 9
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ESM 259, ESM 260

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

T
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap = =60V
B
| ¢ =0 ESM 259 —0,2 mA
E

Collector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-base CBO

Vpg = =80V

B _ ESM 260 -0,2 mA
lg =
—
Emitter-base cut-off current Vegg =5V | _
Courant résiduel émetteur-base 1 c = EBC 2 mA
= *

Collector-emitter breakdown vottage 'c 100 mA v ESM 259 | —60
Tension de claquage collecteur-émetteur g =0 CEO{sus) ESM 260 | —80 v

Vee =3V 1000

lc =-3A
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant

Vo =3V 250

lc =-4A

. : | =-3A *®

Collector-emitter saturation voltage Cc VCEsa‘t ~2 v
Tension de saturation collecteur-émetteur |B =-0,012 A
Base-emitter voltage Ve =3V (Ve 28§
Tension base-ématteur e = -3 A BE !
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

Veg =3V
Transition frequency = -
Fréquence de transition 'C 3 fT 1 MHz

f =1 MHz
TYPICAL CHABRACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
Junction-case thermal resistance Renii. o
Résistance thermique (jonction-boitier) thij-c! 25 °C/W
* Pylsed t.=300us & <2%

Impulsions P

2/2
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PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE ESM 261
TRANSISTORS DARLINGTON SILICIUM PNP, BASE EPITAXIEE ESM 262

Compl. of ESM 217, 218

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
- Monolithic construction
Construction monolithique —60V ESM 261
Veeo |
- High current switching with high Ceo -80v ESM 262
current gain Ic -~10 A
Commutation de forts courants avec un Piot 70 W
gain en courant élevé :
o
- LF complementary power stage Rth(j-c) 187G/ max
Etages de puissance BF complémentaires h21 E(5 A) 1000 min
fr 1 MHz min
Dissipation derating Plastic case  TOQ-220 AB — See outline drawingCB-117on last pages
Variation de dissipation Bofltier plasticue Voir dessin coté CB-117 derniéres pages
100
A |
|
75—+
|
!
50 t
|
!
25 t
I
|
o L Weight: 2¢ Collector is connected to case
50 100 150t ,,(°C) Masse Le collecteur est relié au boftier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)

ESM 261 ESM 262

Collector-base voltage v . —

Tension collecteur-base CBO 60 80 v

Collector-emitter voltage Vv _ _

Tension collecteur-émetteur CEO 60 80 v

Emitter-base voltage — -

Tension émetteur-base v EBO 5 5 v

Collector current IC ~10 ~10 A

Courant collecteur

Base current

Courant base : B —0.2 —0.2 A

Power dissipation P

Dissipation de puissance tot 70 70 w

Junction temperature t.

Température de jonction max [ 150 150 °c

Storage temperature min tey —65 -65 °C

Température de stockage max stg + 160 +150 °C
74-10 1/2
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ESM 261, ESM 262

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

toase = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Vap =—-60V
' c8 =0 ESM 261 —-0,4 mA
E
Collector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-base CcBO
Vap =—80V
cB ESM 262 -04 mA
IE =0
Emitter-base cut-off current Veg =5V
Courant résiduel émetteur-base lC - lego -2 mA
Collector-emitter breakdown voltage e = —100 mA v * | ESM 21| —60 v
Tension de claquage collgcteur-émetteur IB =0 CEO({sus} ESM 262 | —80 v
Static forward current transfer ratio Veg = -3V *
Valeur statique du rapport de transfert C _ A h21 E 1000
direct du courant 'C =-5
Collector-emitter saturation voltage lc =-5A v * 25 )
Tension de saturation collecteur-émetteur |B =-0,02 A CEsat .
Base-emitter voltage Veg = -3V v ¥ -3 v
Tension base-émetteur g = —5A BE
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
VCE =3V
Transition frequency __
Fréquence de transition Ic = 5A fr L MHz
f =1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rehij-c) 18 °C/W

Résistance thermique (jonction-boftier}

* Puised

t = 300 us
Impulsions P

§ < 2%

2/2
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NPN SILICON TRANSISTORS, TRIPLE DIFFUSED MESA ESM 400
TRANSISTORS SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSES ESM 400 A

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
ESM 400 and 400 A transistors are intended
for high voltage applications :classg A vertical 120 V ESM 400
deflexion in black W TV, correction circuits VCER 170 v ESM 400 A
in color TV.
Les transistors ESM 400 et ESM 400 A sont destinés |C 2A
aux applications haute tension : balayage image classe P tot 25 W
A en TV NB, circuits de correction en TVC.
Rth(i-c) 5°C/W max
hy1 (500 mA) 40 min
Dissipation Plastic case  TO-126 — See outline drawing CB-16 on last pages
Variation de dissipation Boitier plastique Voir dessin coté CB-16 derniéres pages
100
o
s | ~\
50 t f
I \°»\
25 ¢ /
l CE
o | Weight : ¢,7 g Collector is connected to metak part of case
50 100 180 t,(°C) Masse Le collecteur est relié & la partie métallique du boltier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t = 25°C (Unless otherwise staFed)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contrsires)
ESM 400 ESM 400 A
Cotllector-base voitage \YJ
Tension collecteur-base csO 120 170 v
Collector-emitter voltage vV
Tension collecteur-émetteur CEO 100 100 v
Coltector-emitter voltage =
Tension collecteur-émetteur R BE 1 k2 VCE R 120 170 v
Emitter-base voltage v Vv
Tension émetteur-base EBO 7 7
Collector current ]
Courant collecteur c 2 2 A
Peak collector current = |
Courant de crdte de collecteur t 10ms M 5 5 A
Base current i A
Courant base B 05 0.5
Power dissipation — 95° P,
Dissipation de puissance tGGSE_ %cC tot 25 25 w
Junction temperature t. °
Température de jonction max 5 150 150 c
Storage temperature min tag -65 —656 °C
Température de stockage max +150 +150 °Cc
74-10 1/2
o sewconscrtus 923

SesmseEnpd



ESM 400, ESM 400 A
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STATIC CHARACTERISTICS t = 95°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions . )
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCB =120V
=0 ESM 400 100 RA
Collector-base cut-off current E |
Courant résiduel collectaur-base cBC
Veg =170 \%
I =0 ESM 400A 100 uA
E=
Emitter-base cut-off current Vgg =7V |
Courant résiduel émetteur-base Ic= 0 EBO 100 HA
Collector-emitter breakdown voltage |c =10mA v _*
Tension de claquage collecteur-émetteur 'B =0 (BRICEOQ" 100 v
* ESM 400! 120 v
Collector-emitter breakdown voltage Ic =30mA v
Tension de claquage collecteur-émetteur Rpg=1k2 (BRICER
ESM 400 Al 170 v
YStatic forward current transfer ratio Var =2V *
Valeur statique du rapport de transfert CE _ h21 E 40
direct du courant lc =05A
Ig=1A .
o =01A ESM 400 0,7 A\
Cotlector-emitter saturation voltage B ' V. _"‘
Tension de saturation collecteur-émetteur CEsat
e = 05A
| —0.05A ESM 400A 12 \
B ,
s
le =1A
Ve =10V ESM 400 0,8 \
Base-emnitter voltage CE Vv *
Tension base-émetteur BE
lc =O05A
Veg =10V ESM 400A 0,7 \
[
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
T 5 Veg =10V
ransition frequency = £
Fréquence de transition |C 054 T 10 MHz
f =10 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance . o
Aési thermique (jonction-boitier) [ Rthii- [ [ 5 c/w
* Puised t, =300us & <2%
Impulisions
2/2






NPN POWER TRANSISTORS
TRANSISTORS DE PUISSANCE

TECHNOLOGICAL DATA
DONNEES TECHNOLOGIQUES

- General purpose
Material : Silicon Matériau : Silicium Usage général

Structure : Planar Structure : Planar - Medium current switching

Commutation moyen courant

ABSOLUTE RATINGS Limiting values (For encapsulated devices) - 25°¢ and configuration

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (En boitier d’origine) amb et configuration
Prot Veso Veeo Veso 'em tsg 5

Type W) v W w Al tecl c)

min. max max

J.2N 2890 5 (1) 100 80 5 241), —65 +200  +200

J.2N 2891 5 (1) 100 80 5 201 —65 +200  +200

J71 T2 15(2) 80 60 5 201) —65 +175  +175

L7272 15(2) 80 60 5 2(1) —65 +175  +175

(1)  When mounted in TO-39 case, tease = 25°C
Quand la pastille est montée en boitier TO-39, toase = 25°C

{2) When mounted in F-88 case, toae = 25°C

Quand I3 pastille est montée en boitier F-88, t

case =25°C

MECHANICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Front metallization : Aluminium (Emitter-base) Métallisation face avant : Aluminium (Emetteur-base)
Back metallization : Gold {Collector) See page 60 Meétallisation face arriére : Or (Collecteur) Voir page 60
All dimensions in um Dimensions en um

21 AN

Emitter
Emetteur

300 —

J.2N 2890, J.2N 2891, J.71 T2,J.72 T2

300

Dimensions : 1350 x 1350 Thickness : 180
Dimensions Epaisseur
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J.2N 2890
J.NT2,4.727T2

STATIC CHARACTERISTICS (Tested with contact probes)*
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Mesurées sous pointes)

tamb = 25°C

V(sn)cacy 'c | Viericeo/ 'c | Visrieso / 'e
Type {v) {uA) {v) (mA) (v} {uA)

'ceo /Vea

(Al / )

ha1e e Vee
(A) W)

max. min, max.
J.2N 2890 100 100 80 100 ] 10 0,1 (1) 30 90 1 2
J.2N 2891 100 100 80 100 5 10 0,1 (1) 50 150 1 2
J.71 T2 80 100 60 100 [ 100 0,3 (1) 30 90 1 2
J.72T2 80 100 60 100 5 100 0,3 (1) 7% 200 1 2
*Pulsed (M Jepy/Veg =80V, Ve = -2V
En impulsions CEX""CE BE

DYNAMIC CHARACTERISTICS (For encapsulated devices) tymb = 25°C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (En boitier d'origine) am

fr ‘e a2 gt / P Pare / e

Type {MHz) {mA} {pF} (us) {ps} {mA}

min max max max min.  max
J. 2N 2890 30 50 70 03 1.5 30 250 50
J.2N 2891 30 50 70 0,3 15 50 350 50
OTHER CHARACTERISTICS {For encapsulated devices) tamb = 25°C

AUTRES CARACTERISTIQUES (En boitier d’origine)

Yeex Vee 4 VeEsar e 's
Type {mA) v °c) v (Al (A}

VBEsat 'e s
) (A) (A}

max max max.
J.2N 2890 0,1 60 150 0,75 2 0,2 13 2 0,2
J.2N 2891 0,1 60 150 0,75 2 0,2 13 2 0,2
J71 72 1,5 2 0,2 1,6 2 0,2
J.72 T2 1,5 2 0,2 1,6 2 0,2

Acceptance requirements, inspection level and AQL : see General Information page 55 to 71
Conditit de dle, niy de prélé et NQA : voir Informations Génédrales page 55 3 71
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NPN POWER TRANSISTORS
TRANSISTORS DE PUISSANCE NPN

Complementary of BDX 14, BDX 18
Complémentaires des BDX 14, BDX 18

TECHNOLOGICAL DATA
DONNEES TECHNOLOGIQUES

Material : Silicon
Structure : Homobase

Matériau : Silicium
Structure : Homobase :

- General purpose
Usage général

- LF Amplifier
Amplification basse fréquence

ABSOLUTE RATINGS Limiting values (For encapsulated devices) = 25°¢c and configuration
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION (En boitier d’origine) amb et configuration
Prot Veso Veeo Veex Vero 'c Ystg 5
Type w) V) W) ) ) (A) ©c) tec)
min max. max.
J.2N 3054 29 (1} 90 55 90 7 4 (1) —65 +200 +200
J.2N 3055 1171(2) 100 60 100 7 15(2) —65 "+200 +200
(1) When mounted in TO-66 case, 1c,5e = 25°C
Quand la pastille est montée en boitier TO-66, toase =25°C
{2} When mounted in TO-3 case, tc,q = 25°C
Quand la pastille est montée en boitiar TO-3, 1y, = 25°C
MECHANICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Front metallization : Aluminium (Base-emitter) Meétallisation face avant : Aluminium (Base - émetteur)
Back metallization : Gold (Collector) See page 60 Métallisation face arridre : Or (Collecteur) Voir page 60
All dimensions in um Dimensions en um
24PN 42PN
250 600
Emitter Emitter
Emetteur Emetteur
Base
Base
Base
/ Base ‘%
220 = ]:
1200, [ 800
J.2N 3054 J.2N 3055
Dimensions : 2000 x 2000 Thickness : 180 Dimensions : 3600 x 3500 Thickness : 180
Dimensions Epaisseur Dimeansions Epaisseur
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.2N 3054
.2N 3055

f._('_
I\JI\J

STATIC CHARACTERISTICS (Tested with contact probes)* tamp = 25°C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Mesurées sous pointas) am

(BR)CEO/ c (BR)CER/ / (BR)EBO/ 'cex/"cs h21e / 'c/VCE
Type v/ (ma) ma)/ (@) (mal | ma)/ v ay v

min. min. min. max. min. max.
J.2N 3054 55 100 60 100 100 7 1 1 90 25 100 05 4
J.2N 3055 60 200 70 200 100 7 5 5 100 20 70 4 4
*pylsed
En impulsions
DYNAMIC CHARACTERISTICS (For encapsulated devices) _ 9B
tamb = 25°C

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (En boftier d’origing)

f

T / ‘e / Vee
Type {MHz) {A} )

min.
J.2N 3054 0,8 0,2 10
J.2N 3055 0,8 1 10
OTHER CHARACTERISTICS (For encapsulated devices) tamb = 25°C

AUTRES CARACTERISTIQUES (En boftier d’origine)

ss / VeEsat / ' 's 'CEx
Type (A} v (A} (A} (mA) (v) (°c)

max. max. max.
J.2N 3054 1,7 05 4 1 05 0,05 5 30 150
J.2N 3055 1.8 4 4 11 4 04 10 60 150

Acceptance requirements, inspection level and AQL : see General Information page 55to 71
Conditions de contrble, niveaux de préldvement et NQA : voir Informations Générales page 55 8 71
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PNP POWER TRANSISTORS
TRANSISTORS DE PUISSANCE PNP

Complementary of 2N 3054, 2N 3055
Complémentaires des 2N 3064, 2N 3055

TECHNOLOGICAL DATA
DONNEES TECHNOLOGIQUES

Matériau : Silicium
Structure : Base épitaxiée

Material : Silicon
Structure : Epitaxial base

- General purpose
Usage général

- LF Amplifier

Amplification basse fréquence

ABSOLUTE RATINGS Limiting values (For encapsulated devices) - 25°¢ and configuration
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION (En boitier d’origine) amb et configuration

Prot VeBo Veeo Veex Veso lc Ystg Y

Type w [\ v V) 3% (A} eCh (o)
min. max. max.

J.BDX 14 29 (1) —90 -565 —-90 ~7 —4 —65 +200 +200
J.BDX 18 117(2 -100 —60 -90 -7 -15 —65 +200 +200
{1} When mounted in TO-66 case, t ;5 = 25°C

Quand la pastille est montée en boitier TO-66, toaee = 25°¢

(2)  When mounted in TO-3 case, taq = 25°C
Quand Ia pastille est montée en boitier TO-3, toase = 25°C

MECHANICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Front metallization : Aluminium (Base-emitter}
Back metallization : Gold, nickel (See page 60)

All dimensions in um Dimensions en um

Métallisation face avant : Aluminium (Base-émetteur}
Métallisation face arriére : Or, nickel (Voir page 60)

24 PP 33PP
250 1300
Base
Emitter Emitter Base
Emetteur - Emattsur\
Base
Base
220 900
J.BDX 14 J.BDX 18
Dimensions : 2000 x 2000 Thickness : 220 Dimensions : 4500 x 4500 Thickness : 220
Dimensions Epaisseur Dimensions Epaisseur
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J.BDX 14
J.BDX 18

STATIC CHARACTERISTICS (Tested with contact probes)*

CARACTERISTIQUES STATIQUES (Mesurées sous pointes) tamb = 25°C

V(BR)CE/ c V(BR)CER/ / V(BR)EB(V e 'cex/vcs hate /'c/"cs
Type (V) mA)} V) tma)/ {2) (V) {mA) | (mA) V) Ay ()
min. min min min. max.

J.BDX 14 -55 —-100 —60 -100 100 -7 -1 -1 90 25 100 -05 —4
J.BDX 18 —60 —200 -70 —200 100 -5 -90 20 70 -4 -4
*Pulsed

En impulsions
DYNAMIC CHARACTERISTICS (For encapsulated devices) tamb = 25°C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (En boftier d’origine)

fr / e / Ve
Type (MHz) (A} V)
min.
J.BDX 14 0,8 -0,2 -10
J.BDX 18 0,8 -1 -10
OTHER CHARACTERISTICS (For encapsulated devices) t = 25°C
AUTRES CARACTERISTIQUES (En boftier d’origine) amb
/ / VeEsar / e / 's lcex /
Type (V) (A} ) {A) (A) {mA) (V) ec}
max. max. max.

J.BDX 14 -1,7 —0,55 -4 -1 -0,5 --0,08 -5 -30 150
J.BDX 18 -1,8 —4 -4 -1,1 -4 -0,4 -10 -60 150

Acceptance requirements, inspection level and AQL : see General Information page 55 to 71
Conditions de contrdie, niveaux de prélévement et NQA : voir Informations Générales pege 55471
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NPN POWER TRANSISTORS
TRANSISTORS DE PUISSANCE NPN

TECHNOLOGICAL DATA
DONNEES TECHNOLOGIQUES

Material : Silicon
Structure : Mesa triple diffused

Matériau : Silicium
Structure : Mesa triple diffusée

- High current switching
Commutation fort courant

ABSOLUTE RATINGS Limiting vatues (For encapsulated devices)

t — 25°¢ and configuration
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (En boitier d'origine) amb et configuration
Prot Veso Veeo VeBo ‘e 's tseg 4
Type (W) (v} (v} ) {A) (A} {eC}) °C}
(1) {1} (1) min. max. max.
J.BDY 24 87,5 100 90 10 6 3 —65 +200 +200
J.BDY 26 87,5 300 180 10 6 3 —65 +200  +200
J.BDY 56 17 150 120 7 15 7 —65 +200  +200
J.8DY 57 117 120 80 10 25 6 —65 +200  +200
J.BDY 58 175 160 125 10 25 6 —65 +200  +200

(1) When mounted in TO-3 case, tpa5e = 26°C

Quand I3 pastille est montée en boitier TO-3, t gc0 = 25°C

MECHANICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Aluminium (Base-emitter}
Gold, nickel (See page 60)
J.BDY 57, J.BDY 58

Front metallization :
Back metallization
No metallization

All dimensions in um

Aluminium (Bsse-émetteur)
Métallisation fece arridre : Or, nickel ( Voir page 60)
Non métalliss : J.BDY 57, .8DY 58
Dimensions en um

Méallisation face avant:

Emitter 16 PN

Emetteur

Base
Base ™

500
J.BDY 24, J.BDY 26, J.BDY 56

Dimensions : 4000 x 4000
Dimensions

Thickness : 180
Epaisseur

Base 34PN
Base
ane s
Emitter Emitter
Emetteur \1 / Emetteur

J.BDY 57, J.BDY 58

Dimensions : 6000 x 5500
Dimensions

Thickness : 180
Epaisseur
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J.BDY 24, J.BDY 26
J.BDY 56, J.BDY 57, J.BDY 58

STATIC CHARACTERISTICS (Tested with contact probes)* t = 25°C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Mesurées sous pointes) amb

Vigriceo / ‘¢ | Viemiceo /'c¢ | 'ceo /Vee | ‘eso / Ves h1E
Type ) (mA) ) war | mar/ W | mar/ w (A) (V)

min. min. rnax. max. min. max.
J.BDY 24 100 3 90 50 1 90 1 10 15 180 2 4
J.BDY 26 300 3 180 50 1 180 1 10 15 180 2 4
J.BDY 56 120 200 0,5 60 3 7 20 70 4 4
J.BDY 57 120 5 80 100 10411 80O 5 10 20 60 5 4
J.BDY 58 160 5 125 100 1001} 80 5 10 20 60 5 4
*Pulsed () egr/Vep =80V, Rge =108
En impulsions CER CE ' '8E
DYNAMIC CHARACTERISTICS (For encapsulated devices) tamb = 26°C

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (En bafltier d’origine)

fr e Vee gt Tty e 's1 ‘82
Type {MHz) {A) (v) (us} (us} {A) (A} (A)

min. max. max.

J.BDY 24 10 0,5 15 0,5 2 5 1 -0,5
J.BDY 26 10 Q0,5 15 05 2 5 1 -0,5
J.BDY 66 10 1 4 0,5 2 5 1 -0,5
J.BDY 57 10 1 15 0,3(2) 1.5(2) 15 15 -15
J.BDY 58 10 1 15 0,3(2 1,5(2) 15 1,5 -1,5
(2) Typical value

Valeur typique
OTHER CHARACTERISTICS (For encapsulated devices) tymb = 25°C

AUTRES CARACTERISTIQUES (En boftier d'origine)

Veesat e 's VBEsat / I'c 's
Type ) (A} (A} v (A} (Al

max max
J.BDY 24 0,6 2 0,25 1,2 2 0,25
J.BDY 26 0,6 2 0,25 1.2 2 0,25
J.BDY 56 1,1 a4 0.4
J.BDY 57 14 10 1 2 10 1
J.BDY 58 14 10 1 2 10 1

Acoeptanoe requirements, mspectlon level and AOL : see General Information page.55 to 71
dit de contrdle, ni de p. ot NOA : voir Informations Générales page 55 2 71
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